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(54) Bezeichnung: TERAHERTZ-VORRICHTUNG

(57) Hauptanspruch: Terahertz-Vorrichtung (10) mit:
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Terahertz-Ele
ment (20A) und einem zweiten Terahertz-Element (20B), 
die so ausgestaltet sind, dass sie eine elektromagnetische 
Welle empfangen; und
reflektierenden Oberflächen mit einer ersten reflektieren
den Oberfläche und einer zweiten reflektierenden Oberflä
che, wobei die erste reflektierende Oberfläche dem ersten 
Terahertz-Element (20A) in einer Dickenrichtung des ers
ten Terahertz-Elements (20A) gegenüberliegt, um eine ein
fallende elektromagnetische Welle in Richtung des ersten 
Terahertz-Elements (20A) zu reflektieren, und die zweite 
reflektierende Oberfläche dem zweiten Terahertz-Element 
(20B) in einer Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele
ments (20B) gegenüberliegt, um eine einfallende elektro
magnetische Welle in Richtung des zweiten Terahertz-Ele
ments (20B) zu reflektieren, wobei
die erste reflektierende Oberfläche zu dem ersten Tera
hertz-Element (20A) hin geöffnet und so gekrümmt ist, 
dass sie in eine von dem ersten Terahertz-Element (20A) 
wegführende Richtung vertieft ist,
die zweite reflektierende Oberfläche zu dem zweiten Tera
hertz-Element (20B) hin geöffnet und so gekrümmt, dass 
sie in einer von dem zweiten Terahertz-Element (20B) 
wegführenden Richtung vertieft ist, wobei
wenn eine Richtung parallel zur Dickenrichtung jedes der 
Terahertz-Elemente (20) als Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung (10) bezeichnet wird, die erste reflektierende 

Oberfläche und die zweite reflektierende Oberfläche 
nebeneinander in einer ersten Richtung angeordnet sind, 
die die Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung (10) 
schneidet, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten reflektieren
den Oberfläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che in der ersten Richtung kleiner ist als in einer zweiten 
Richtung, die orthogonal zu der ersten Richtung verläuft.



Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf 
eine Terahertz- Vorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Jüngste Fortschritte in der Miniaturisierung 
elektronischer Vorrichtungen wie Transistoren 
haben die Größe elektronischer Vorrichtungen auf 
den Nanobereich reduziert. Infolgedessen wird ein 
Phänomen namens Quanteneffekt beobachtet. Der 
Quanteneffekt wird genutzt, um eine ultraschnelle 
Verarbeitungsvorrichtung und eine Vorrichtung mit 
einer neuen Funktion zu entwickeln.

[0003] In einer solchen Umgebung werden insbe
sondere elektromagnetische Wellen im Frequenzbe
reich von 0,1 THz bis 10 THz, was als ein Terahertz
band bezeichnet wird, verwendet, um 
Hochleistungskommunikation, Informationsverarbei
tung, Bildgebung und Messungen durchzuführen. 
Dieser Frequenzbereich weist sowohl Eigenschaften 
von Lichtals auch von Radiowellen auf. Wenn eine 
Vorrichtung, die in diesem Frequenzband arbeitet, 
realisiert wird, kann die Vorrichtung in vielen Anwen
dungen wie Messungen in verschiedenen Gebieten, 
zum Beispiel in den Gebieten der Physik, Astronomie 
und Biologie, zusätzlich zu Bildgebung, Hochleis
tungskommunikation und Informationsverarbeitung, 
die oben beschrieben sind, verwendet werden.

[0004] Ein bekanntes Element, das elektromagneti
sche Wellen mit einer Frequenz im Terahertzband 
erzeugt oder empfängt, hat eine Struktur, die z.B. 
eine Resonanztunneldiode und eine Feinschlitzan
tenne integriert (siehe z.B. Patentliteratur 1).

[0005] Patentliteratur 2 betrifft eine optische Zelle 
mit zwei Kanälen, die einen visuellen Feldreflektor 
und eine Vielzahl von Objektreflektorpaaren aufweist 
und eine Vielzahl von Lichtquellenanschlüssen und 
ein Paar von Detektoranschlüssen umfasst, wobei 
die jeweiligen Lichtquellenanschlüsse so beschaffen 
sind, dass sie ein Strahlenbündel durchlassen, und 
die reflektierenden Detektoranschlüsse so beschaf
fen sind, dass sie das Strahlenbündel empfangen.

[0006] Patentliteratur 3 betrifft eine optische Zelle, 
durch die sich elektromagnetische Signale ausbrei
ten und insbesondere eine mehrkanalige optische 
Zelle, durch die sich elektromagnetische Signale mit 
unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig ausbrei
ten können.

ZITATLISTE

Patentliteratur

Patentliteratur 1: Japanische Offenlegungs
schrift Nr. JP 2016-111542 A

Patentliteratur 2: JP 2011-203 253 A

Patentliteratur 3: US 2011 / 0 233 406 A1

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Technisches Problem

[0007] Eine Terahertz-Vorrichtung wird als Licht
quelle verwendet, die eine elektromagnetische 
Welle mit einer Frequenz im Terahertzband ausgibt, 
oder als Detektor, der eine elektromagnetische Welle 
mit einer Frequenz im Terahertzband detektiert. Es 
besteht Bedarf an einer Terahertz-Vorrichtung, die 
eine hohe Leistung („output“) erzeugt oder die Auflö
sung verbessert.

[0008] Ein Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, 
eine Terahertz-Vorrichtung bereitzustellen, die eine 
hohe Leistung erzeugt oder die Auflösung verbes
sert.

Lösung des Problems

[0009] Um das obige Problem zu lösen, umfasst 
eine Terahertz-Vorrichtung Terahertz-Elemente mit 
einem ersten Terahertz-Element und einem zweiten 
Terahertz-Element, die so ausgestaltet sind, dass sie 
eine elektromagnetische Welle empfangen, und 
reflektierende Oberflächen mit einer ersten reflektier
enden Oberfläche und einer zweiten reflektierenden 
Oberfläche, wobei die erste reflektierende Oberflä
che dem ersten Terahertz-Element in einer Dicken
richtung des ersten Terahertz-Elements gegenüber
liegt, um eine einfallende elektromagnetische Welle 
zu dem ersten Terahertz-Element zu reflektieren, und 
wobei die zweite reflektierende Oberfläche dem 
zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrichtung 
des zweiten Terahertz-Elements gegenüberliegt, um 
eine einfallende elektromagnetische Welle zu dem 
zweiten Terahertz-Element zu reflektieren. Die erste 
reflektierende Oberfläche ist zu dem ersten Tera
hertz-Element hin geöffnet und so gekrümmt, dass 
sie in einer von dem ersten Terahertz-Element weg
führenden Richtung vertieft ist. Die zweite reflektie
rende Oberfläche ist zu dem zweiten Terahertz-Ele
ment hin geöffnet und so gekrümmt, dass sie in einer 
von dem zweiten Terahertz-Element wegführenden 
Richtung vertieft ist. Die erste reflektierende Oberflä
che und die zweite reflektierende Oberfläche sind in 
einer ersten Richtung benachbart zueinander ange
ordnet. Wenn eine Richtung parallel zu der Dicken
richtung jedes der Terahertz-Elemente als Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet wird, 
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ist, in einer Betrachtung der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung, mindestens eine der ersten reflek
tierenden Oberfläche und der zweiten reflektieren
den Oberfläche in der ersten Richtung kleiner als in 
einer zweiten Richtung, die orthogonal zu der ersten 
Richtung verläuft.

[0010] Diese Struktur verringert den Abstand zwi
schen dem ersten Terahertz-Element und dem zwei
ten Terahertz-Element, die in der ersten Richtung 
benachbart sind. Dies verbessert die Auflösung der 
Terahertz-Vorrichtung in einem Detektionsbereich 
elektromagnetischer Wellen.

[0011] Um das oben beschriebene Problem zu 
lösen, umfasst eine Terahertz-Vorrichtung Tera
hertz-Elemente, umfassend ein erstes Terahertz-Ele
ment und ein zweites Terahertz-Element, die so aus
gestaltet sind, dass sie eine elektromagnetische 
Welle erzeugen; und reflektierende Oberflächen, 
umfassend eine erste reflektierende Oberfläche und 
eine zweite reflektierende Oberfläche, wobei die 
erste reflektierende Oberfläche dem ersten Tera
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ersten 
Terahertz-Elements gegenüberliegt, um die von 
dem ersten Terahertz-Element erzeugte elektromag
netische Welle in eine („one“) Richtung zu reflektie
ren, und wobei die zweite reflektierende Oberfläche 
dem zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrich
tung des zweiten Terahertz-Elements gegenüber
liegt, um die von dem zweiten Terahertz-Element 
erzeugte elektromagnetische Welle in eine („one“) 
Richtung zu reflektieren. Die erste reflektierende 
Oberfläche ist zu dem ersten Terahertz-Element hin 
geöffnet und so gekrümmt, dass sie in einer von dem 
ersten Terahertz-Element wegführenden Richtung 
vertieft ist. Die zweite reflektierende Oberfläche ist 
in Richtung des zweiten Terahertz-Elements geöffnet 
und so gekrümmt, dass sie in einer Richtung weg von 
dem zweiten Terahertz-Element vertieft ist. Die erste 
reflektierende Oberfläche und die zweite reflektie
rende Oberfläche sind in einer ersten Richtung 
benachbart zueinander angeordnet. Wenn eine 
Richtung parallel zu der Dickenrichtung jedes der 
Terahertz-Elemente als Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung bezeichnet wird, ist, in einer 
Betrachtung in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung, mindestens eine der ersten reflektierenden 
Oberfläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che in der ersten Richtung kleiner als in einer zweiten 
Richtung, die zu der der ersten Richtung orthogonal 
verläuft.

[0012] In dieser Struktur umfasst die Terahertz-Vor
richtung mehrere Terahertz-Elemente. Wenn die 
Terahertz-Vorrichtung als Lichtquelle verwendet 
wird, die so ausgestaltet ist, dass sie eine elektro
magnetische Welle mit einer Frequenz im Terahertz
band ausgibt, erzeugt die Lichtquelle daher eine 
hohe Leistung. Darüber hinaus wird der Abstand zwi

schen dem ersten Terahertz-Element und dem zwei
ten Terahertz-Element in der ersten Richtung verrin
gert. Dadurch wird der Abstand in der ersten 
Richtung zwischen den elektromagnetischen Wellen, 
die unidirektional von den Terahertz-Elementen 
durch die reflektierenden Oberflächen ausgestrahlt 
werden, beseitigt oder verringert. Dadurch werden 
die elektromagnetischen Wellen von der Terahertz- 
Vorrichtung gleichmäßig in die erste Richtung abge
strahlt.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0013] Die oben beschriebene Terahertz-Vorrich
tung erzeugt eine hohe Leistung oder verbessert 
die Auflösung.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine 
erste Ausführungsform einer Terahertz-Vorrich
tung in einer Ansicht von oben zeigt.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der in 
Fig. 1 gezeigten Terahertz-Vorrichtung in einer 
Ansicht von unten.

Fig. 3 ist eine Rückansicht der in Fig. 1 gezeig
ten Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 4 ist eine Endansicht der in Fig. 3 gezeigten 
Terahertz-Vorrichtung entlang der Linie 4-4.

Fig. 5 ist eine Endansicht der in Fig. 3 gezeigten 
Terahertz-Vorrichtung entlang der Linie 5-5.

Fig. 6 ist eine Frontansicht eines Terahertz-Ele
ments.

Fig. 7 ist eine schematische Endansicht eines 
aktiven Elements und seiner Umgebung.

Fig. 8 ist eine vergrößerte Teilansicht von Fig. 7.

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Antennenbasis der in Fig. 1 gezeigten Tera
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 10 ist eine Draufsicht der in Fig. 9 gezeigten 
Antennenbasis.

Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 10 gezeigten Antennenbasis entlang der 
Linie 11-11.

Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht der in Fig. 3 
gezeigten Terahertz-Vorrichtung, entlang der 
Linie 12-12.

Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 12 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang 
der Linie 13-13.

Fig. 14 ist eine vergrößerte Teilansicht von in 
Fig. 13 gezeigten leitenden Abschnitten und 
deren Umgebung.
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Fig. 15 ist eine vergrößerte Teilansicht von in 
Fig. 14 gezeigten leitenden Abschnitten und 
deren Umgebung.

Fig. 16 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in einem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung der ersten Ausfüh
rungsform zeigt.

Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht des in 
Fig. 16 gezeigten Trägersubstrats und seiner 
Umgebung entlang der Linie 17-17.

Fig. 18 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 19A ist eine Querschnittsansicht des in 
Fig. 18 gezeigten Trägersubstrats und seiner 
Umgebung entlang der Linie 19-19 und 
Fig. 19B ist eine vergrößerte Teilansicht von 
Fig. 19A.

Fig. 20 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 21 ist eine Querschnittsansicht des in 
Fig. 20 gezeigten Trägersubstrats und seiner 
Umgebung entlang der Linie 21-21.

Fig. 22 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht des in 
Fig. 22 dargestellten Trägersubstrats und seiner 
Umgebung entlang der Linie 23-23.

Fig. 24 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 25 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 26 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 27 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 28 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 29 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 30 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für 
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung 
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 31A ist ein Diagramm, das ein von Gas 
umgebenes Terahertz-Element zeigt, und 
Fig. 31B ist ein Diagramm, das die Änderungen 
des Brechungsindex in dem Fall von Fig. 31A 
zeigt.

Fig. 32A ist ein Diagramm, das ein Terahertz- 
Element zeigt, das von einem Dielektrikum und 
Gas umgeben ist, und Fig. 32B ist ein Dia
gramm, das die Änderungen des Brechungsin
dex in dem Fall von Fig. 32A zeigt.

Fig. 33 ist eine schematische Querschnittsan
sicht, die ein vergleichendes Beispiel einer Tera
hertz-Vorrichtung zeigt, in der die Abstände zwi
schen benachbarten Terahertz-Elementen 
angegeben sind.

Fig. 34 ist eine schematische Querschnittsan
sicht, die die Terahertz-Vorrichtung der ersten 
Ausführungsform zeigt und die Abstände zwi
schen den Terahertz-Elementen angibt, die 
nebeneinander liegen.

Fig. 35 ist eine Draufsicht, die eine zweite Aus
führungsform einer Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 36 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Antennenbasis der in Fig. 35 gezeigten Tera
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 37 ist eine Draufsicht der in Fig. 36 gezeig
ten Antennenbasis.

Fig. 38 ist eine Draufsicht, die eine Art von 
getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in 
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 39 ist eine Draufsicht, die eine andere Art 
von getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in 
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 40 ist eine Draufsicht, die eine weitere Art 
von getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in 
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 41 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang 
der Linie 41-41.

Fig. 42 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang 
der Linie 42-42.

Fig. 43 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang 
der Linie 43-43.

Fig. 44 ist eine Querschnittsansicht, die die 
Lagebeziehung leitender Abschnitte in der in 
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 45 ist eine vergrößerte Teilansicht einer 
Antennenbasis.

Fig. 46 ist eine Draufsicht, die eine dritte Aus
führungsform einer Terahertz-Vorrichtung zeigt.
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Fig. 47 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Antennenbasis der in Fig. 46 gezeigten Tera
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 48 ist eine Draufsicht der in Fig. 47 gezeig
ten Antennenbasis.

Fig. 49 ist eine Draufsicht, die eine Art von sepa
rater Antennenbasis zeigt, die die in Fig. 48 
gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 50 ist eine Draufsicht, die eine andere Art 
von separater Antennenbasis zeigt, die die in 
Fig. 48 gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 51 ist eine Draufsicht, die eine weitere Art 
von separater Antennenbasis zeigt, die die in 
Fig. 48 gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 52 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 46 gezeigten Terahertz- Vorrichtung ent
lang der Linie 52-52.

Fig. 53 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 46 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang 
der Linie 53-53.

Fig. 54 ist eine Querschnittsansicht, die die 
Lagebeziehung leitender Abschnitte in der in 
Fig. 46 gezeigten Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 55 ist eine vergrößerte Teilansicht von in 
Fig. 54 gezeigten leitenden Abschnitten.

Fig. 56 ist eine vergrößerte Teilansicht einer 
Antennenbasis.

Fig. 57 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
modifiziertes Beispiel der ersten Ausführungs
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 58 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausführungs
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 59 ist eine Querschnittsansicht eines modi
fizierten Beispiels der zweiten Ausführungsform 
der Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 60 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausführungs
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 61 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausführungs
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 62 ist ein allgemeines Schaltdiagramm, das 
ein modifiziertes Beispiel für die erste Ausfüh
rungsform der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 63 ist eine vergrößerte Teil-Querschnittsan
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der ersten 
Ausführungsform der Terahertz-Vorrichtung 
zeigt.

Fig. 64 ist eine vergrößerte Teil-Querschnittsan
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der zweiten 

Ausführungsform der Terahertz-Vorrichtung 
zeigt.

Fig. 65 ist eine vergrößerte Teil-Querschnittsan
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der zweiten 
Ausführungsform der Terahertz-Vorrichtung 
zeigt.

Fig. 66 ist eine schematische Vorderansicht 
eines modifizierten Beispiels eines Terahertz- 
Elements.

Fig. 67 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in 
einem modifizierten Beispiel der ersten Ausfüh
rungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 68 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 67 gezeigten Antennenbasis entlang der 
Linie 68-68.

Fig. 69 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in 
einem modifizierten Beispiel der ersten Ausfüh
rungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 70 ist eine Querschnittsansicht der in 
Fig. 69 gezeigten Antennenbasis entlang der 
Linie 70-70.

Fig. 71 ist eine Draufsicht einer Antennenbasis 
in einem modifizierten Beispiel der zweiten Aus
führungsform der Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 72 ist eine Draufsicht einer Antennenbasis 
in einem modifizierten Beispiel der dritten Aus
führungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 73 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in 
einem modifizierten Beispiel einer Terahertz- 
Vorrichtung.

Fig. 74 ist eine Draufsicht eines modifizierten 
Beispiels einer Terahertz-Vorrichtung mit der in 
Fig. 73 gezeigten Antennenbasis.

Fig. 75 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
modifiziertes Beispiel der ersten Ausführungs
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0014] Ausführungsformen einer Terahertz-Vorrich
tung werden nun unter Bezugnahme auf die Zeich
nungen beschrieben. Die nachstehend beschriebe
nen Ausführungsformen sind Beispiele für 
Konfigurationen bzw. Ausgestaltungen und Verfah
ren zur Umsetzung eines technischen Konzepts 
und sollen nicht dazu dienen, Material, Form, Struk
tur, Anordnung, Abmessungen und dergleichen der 
einzelnen Komponenten auf die nachstehend 
beschriebenen zu beschränken. Die nachstehend 
beschriebenen Ausführungsformen können ver
schiedene Modifikationen erfahren. Teile der Zeich
nungen sind schematisch dargestellt.
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[0015] In der vorliegenden Offenbarung umfasst, 
sofern nicht anders angegeben, eine Struktur, die 
als „A ist auf B ausgebildet“ beschrieben wird, eine 
Struktur, in der A direkt auf B ausgebildet ist, und eine 
Struktur, in der A auf B ausgebildet ist, wobei sich ein 
Zwischenelement zwischen A und B befindet. Wei
terhin umfasst, sofern nicht anders angegeben, eine 
Struktur, die als „A ist auf B angeordnet“ beschrieben 
wird, eine Struktur, bei der A direkt auf B angeordnet 
ist, und eine Struktur, bei der A auf B angeordnet ist, 
wobei sich ein Zwischenelement zwischen A und B 
befindet. Weiterhin umfasst, sofern nicht anders 
angegeben, eine Struktur, die als „A überlappt B in 
einer Betrachtung in einer Richtung“ beschrieben 
wird, auch eine Struktur, bei der die Gesamtheit von 
A B überlappt, und eine Struktur, bei der ein Teil bzw. 
Abschnitt von A B überlappt.

Erste Ausführungsform

Struktur der Terahertz-Vorrichtung

[0016] Der Aufbau einer ersten Ausführungsform 
einer Terahertz-Vorrichtung 10 gemäß der vorliegen
den Offenbarung wird nun unter Bezugnahme auf die 
Fig. 1 bis 15 beschrieben.

[0017] Wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, ist die Tera
hertz-Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausführungs
form vollständig länglich und rechteckig-kastenför
mig. Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst eine 
Vorrichtungshauptfläche 11, eine Vorrichtungsrück
fläche 12, die der Vorrichtungshauptfläche 11 gegen
überliegt, und vier Vorrichtungsseitenflächen 13 bis 
16. Die Vorrichtungshauptfläche 11 hat die Form 
eines langgestreckten Rechtecks mit einer Längs
richtung und einer Querrichtung, die orthogonal zuei
nander sind. Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorlie
genden Ausführungsform empfängt eine 
elektromagnetische Welle von der Außenseite der 
Terahertz-Vorrichtung 10. Es wird davon ausgegan
gen, dass die elektromagnetische Welle Konzepte 
von Licht- und/oder Radiowellen umfasst.

[0018] Bei der vorliegenden Ausführungsform wird 
die Längsrichtung der Vorrichtungshauptfläche 11 
als x-Richtung und die Querrichtung der Vorrich
tungshauptfläche 11 als y-Richtung bezeichnet. 
Eine Richtung, die orthogonal zu der x-Richtung 
und zu der y-Richtung verläuft, wird als z-Richtung 
bezeichnet. Die z-Richtung wird auch als die Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung 10 bezeichnet.

[0019] Sowohl die Vorrichtungshauptfläche 11 als 
auch die Vorrichtungsrückfläche 12 schneiden die 
z-Richtung. In der vorliegenden Ausführungsform 
sind die Vorrichtungshauptfläche 11 und die Vorrich
tungsrückfläche 12 orthogonal zu der z-Richtung. 
Die Vorrichtungsrückfläche 12 und die Vorrichtungs
hauptfläche 11 weisen in der z-Richtung in entgegen

gesetzte Richtungen. Das heißt, die Vorrichtungs
hauptfläche 11 und die Vorrichtungsrückfläche 12 
können als gegenüberliegende Endflächen der Tera
hertz-Vorrichtung 10 in Höhenrichtung bezeichnet 
werden.

[0020] Der Kürze halber wird eine Richtung, die sich 
von der Vorrichtungsrückfläche 12 in Richtung der 
Vorrichtungshauptfläche 11 in der z-Richtung 
erstreckt, als „nach oben“ bezeichnet. Der Begriff 
„nach oben“ bezieht sich auch auf eine Richtung, 
die orthogonal zu der Vorrichtungshauptfläche 11 
verläuft und sich von der Vorrichtungshauptfläche 
11 weg von bzw. zu der Vorrichtungsrückfläche 12 
erstreckt. Die vier Vorrichtungsseitenflächen 13 bis 
16 können auch als „die erste Vorrichtungsseitenflä
che 13“, „die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14“, 
„die dritte Vorrichtungsseitenfläche 15“ und „die 
vierte Vorrichtungsseitenfläche 16“ bezeichnet wer
den.

[0021] Die erste Vorrichtungsseitenfläche 13 und 
die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14 sind in x- 
Richtung gegenüberliegende Endflächen der Tera
hertz-Vorrichtung 10 und schneiden die x-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform stehen die 
erste Vorrichtungsseitenfläche 13 und die zweite 
Vorrichtungsseitenfläche 14 orthogonal zu der x- 
Richtung und erstrecken sich in der y-Richtung und 
der z-Richtung. Bei der vorliegenden Ausführungs
form weisen die erste Vorrichtungsseitenfläche 13 
und die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14 jeweils 
eine Stufe auf. Dieser Punkt wird später noch 
beschrieben.

[0022] Die dritte Vorrichtungsseitenfläche 15 und 
die vierte Vorrichtungsseitenfläche 16 sind gegen
überliegende Endflächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 in der y-Richtung und schneiden die y-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform liegen die dritte 
Vorrichtungsseitenfläche 15 und die vierte Vorrich
tungsseitenfläche 16 orthogonal zu der y-Richtung 
und erstrecken sich in der x-Richtung und der z-Rich
tung.

[0023] Wie in Fig. 3 gezeigt umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10 Terahertz-Elemente 20. Die Tera
hertz-Elemente 20 umfassen ein Terahertz-Element 
20A, ein Terahertz-Element 20B und ein Terahertz- 
Element 20C. Die Terahertz-Elemente 20A bis 20C 
haben die gleiche Struktur. In der vorliegenden Aus
führungsform sind die Terahertz-Elemente 20A bis 
20C in der x-Richtung zueinander ausgerichtet („alig
ned with each other in the x-direction“) und sind in der 
y-Richtung voneinander getrennt. Das Terahertz-Ele
ment 20A ist in der y-Richtung näher an der dritten 
Vorrichtungsseitenfläche 15 angeordnet als die Mitte 
der Terahertz-Vorrichtung 10. Das Terahertz-Ele
ment 20C ist in der y-Richtung näher an der vierten 
Vorrichtungsseitenfläche 16 angeordnet als die Mitte 
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der Terahertz-Vorrichtung 10. Das Terahertz-Ele
ment 20B ist in der y-Richtung zwischen dem Tera
hertz-Element 20A und dem Terahertz-Element 20C 
angeordnet. In der vorliegenden Ausführungsform 
befindet sich das Terahertz-Element 20B in der 
Mitte der Terahertz-Vorrichtung 10 in der y-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform sind die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C in der Mitte der Tera
hertz-Vorrichtung 10 in der x-Richtung angeordnet.

[0024] Der Einfachheit halber werden die Terahertz- 
Elemente 20A bis 20C in der Beschreibung, die den 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C gemeinsam ist, ein
fach als ein Terahertz-Element 20 bezeichnet. Wenn 
keine Notwendigkeit besteht, zwischen den Tera
hertz-Elementen 20A bis 20C zu unterscheiden, wer
den die Terahertz-Elemente 20A bis 20C als Tera
hertz-Elemente 20 bezeichnet.

[0025] Das Terahertz-Element 20 wandelt elektro
magnetische Wellen im Terahertz-Band in elektri
sche Energie um und umgekehrt. Das Terahertz-Ele
ment 20 empfängt elektromagnetische Wellen im 
Terahertz-Band (d. h. Terahertz-Wellen). Solche 
elektromagnetischen Wellen im Terahertz-Band 
haben Frequenzen von beispielsweise 0,1 Thz bis 
10 Thz.

[0026] Wie in den Fig. 4 bis 6 gezeigt, hat das Tera
hertz-Element 20 die Form einer Platte mit einer sich 
in z-Richtung erstreckenden Dickenrichtung. In der 
vorliegenden Ausführungsform ist das Terahertz-Ele
ment 20 im Ganzen rechteckig. In der vorliegenden 
Ausführungsform, wie in Fig. 6 gezeigt, ist das Tera
hertz-Element 20 in einer Betrachtung in der z-Rich
tung quadratisch. Die Form des Terahertz-Elements 
20 in der z-Richtung ist nicht auf ein Quadrat 
beschränkt und kann beispielsweise ein Rechteck, 
ein Kreis, eine Ellipse oder ein Polygon sein. Da die 
z-Richtung mit der Dickenrichtung des Terahertz-Ele
ments 20 übereinstimmt, kann „in einer Betrachtung 
in der z-Richtung“ umformuliert werden in „in einer 
Betrachtung in der Dickenrichtung des Terahertz- 
Elements 20“. Da die z-Richtung auch als Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung 10 bezeichnet wer
den kann, kann „in einer Betrachtung in der z-Rich
tung“ auch in „in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 10“ umfor
muliert werden.

[0027] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die 
Abmessung des Terahertz-Elements 20 in der z- 
Richtung eine Elementdicke D1 und wird z.B. auf 
Grundlage der Frequenz der empfangenen elektro
magnetischen Wellen festgelegt. In einem Beispiel 
kann die Elementdicke D1 verringert werden, wenn 
die elektromagnetischen Wellen eine höhere Fre
quenz haben, und erhöht werden, wenn die elektro
magnetischen Wellen eine niedrigere Frequenz 
haben.

[0028] Das Terahertz-Element 20 umfasst eine Ele
menthauptfläche 21 und eine Elementrückfläche 22, 
die die Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20 
schneiden. Die Elementhauptfläche 21 und die Ele
mentrückfläche 22 schneiden die z-Richtung. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die Elemen
thauptfläche 21 und die Elementrückfläche 22 ortho
gonal zu der z-Richtung. Somit bezieht sich die z- 
Richtung auch auf eine Richtung, die orthogonal zur 
Elementhauptfläche 21 verläuft.

[0029] Die Elementhauptfläche 21 und die Element
rückfläche 22 sind in einer Betrachtung in der z-Rich
tung rechteckig, z.B. quadratisch. Die Form der Ele
menthauptfläche 21 und der Elementrückfläche 22 
ist in einer Betrachtung in der z-Richtung jedoch 
nicht darauf beschränkt und kann beliebig verändert 
werden.

[0030] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das Tera
hertz-Element 20 in der vorliegenden Ausführungs
form so angeordnet, dass die Elementrückfläche 22 
nach oben zeigt (d.h. die Elementhauptfläche 21 
zeigt nach unten). Die Elementhauptfläche 21 ist 
näher an der Vorrichtungsrückfläche 12 angeordnet 
als die Elementrückfläche 22. Die Elementrückfläche 
22 ist näher an der Vorrichtungshauptfläche 11 ange
ordnet als die Elementhauptfläche 21.

[0031] Wie in Fig. 6 gezeigt, umfasst das Terahertz- 
Element 20 eine erste Elementseitenfläche 23 und 
eine zweite Elementseitenfläche 24, die in der x- 
Richtung gegenüberliegende Endflächen sind, 
sowie eine dritte Elementseitenfläche 25 und eine 
vierte Elementseitenfläche 26, die in der y-Richtung 
gegenüberliegende Endflächen sind. Die erste Ele
mentseitenfläche 23 und die zweite Elementseiten
fläche 24 schneiden die x-Richtung. In der vorliegen
den Ausführungsform liegen die erste 
Elementseitenfläche 23 und die zweite Elementsei
tenfläche 24 orthogonal zu der x-Richtung. Die dritte 
Elementseitenfläche 25 und die vierte Elementsei
tenfläche 26 schneiden die y-Richtung. In der vorlie
genden Ausführungsform verlaufen die dritte Ele
mentseitenfläche 25 und die vierte 
Elementseitenfläche 26 orthogonal zu der y-Rich
tung. Die erste Elementseitenfläche 23 und die 
zweite Elementseitenfläche 24 sind orthogonal zu 
der dritten Elementseitenfläche 25 und der vierten 
Elementseitenfläche 26.

[0032] Wie in den Fig. 4 bis 6 dargestellt, werden 
elektromagnetische Wellen von einem Empfangs
punkt P1 empfangen. Der Empfangspunkt P1 
bezieht sich auch auf einen Resonanzpunkt, der mit 
einer elektromagnetischen Welle im Terahertzband 
in Resonanz steht. In der vorliegenden Ausführungs
form ist der Empfangspunkt P1 ein Punkt (mit ande
ren Worten ein Bereich), der elektromagnetische 
Wellen empfängt. Der Empfangspunkt P1 ist auf der 
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Elementhauptfläche 21 ausgebildet. Die Elemen
thauptfläche 21 mit dem Empfangspunkt P1 ist als 
aktive Fläche ausgestaltet, die eine elektromagneti
sche Welle empfängt. Die z-Richtung (mit anderen 
Worten die Dickenrichtung des Terahertz-Elements 
20 oder die Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
10) bezieht sich auch auf eine Richtung orthogonal 
zu der Fläche, auf der der Empfangspunkt P1 ange
ordnet ist.

[0033] In der vorliegenden Ausführungsform ist der 
Empfangspunkt P1 in der Mitte der Elementhauptflä
che 21 angeordnet. Die Position des Empfangspunk
tes P1 ist jedoch nicht auf die Mitte der Elemen
thauptfläche 21 beschränkt und kann eine beliebige 
Position sein. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist es in der vor
liegenden Ausführungsform bevorzugt, dass ein ers
ter senkrechter Abstand x1 zwischen der zweiten 
Elementseitenfläche 24 (oder der ersten Elementsei
tenfläche 23) und dem Empfangspunkt P1 beispiels
weise (λ'InP /2)+((λ'InP /2)×N) beträgt, wobei N eine 
ganze Zahl ist, die größer oder gleich 0 ist: N = 0, 1, 
2, ....

[0034] Hier steht λ'InP für die effektive Wellenlänge 
der elektromagnetischen Wellen, die sich durch das 
Terahertz-Element 20 ausbreiten. Wenn n1 einen 
Element-Brechungsindex darstellt, welcher der Bre
chungsindex des Terahertz-Elements 20 ist, c die 
Lichtgeschwindigkeit darstellt und fc die Mittenfre
quenz („center frequency“) der elektromagnetischen 
Wellen darstellt, ist λ'InP gleich (1/n1)×(c/fc). Alterna
tiv kann fc die elektromagnetische Welle darstellen, 
die von dem Terahertz-Element 20 empfangen wird 
und eine Frequenz mit maximaler Leistung („output“) 
hat.

[0035] Der Element-Brechungsindex n1 ist größer 
als ein dielektrischer Brechungsindex n2, welcher 
der Brechungsindex eines das Terahertz-Element 
20 umgebenden Dielektrikums 50 ist. Wenn das 
Terahertz-Element 20 eine elektromagnetische 
Welle empfängt, kommt es daher an der zweiten Ele
mentseitenfläche 24 zu einer Reflexion der elektro
magnetischen Welle am freien Ende („free end 
reflection“). Dies wird später im Detail beschrieben. 
Der erste senkrechte Abstand x1 wird also wie oben 
beschrieben so eingestellt, dass das Terahertz-Ele
ment 20 selbst als Resonator (Primärresonator) in 
der Terahertz-Vorrichtung 10 ausgebildet ist.

[0036] In gleicher Weise ist es bevorzugt, dass ein 
zweiter senkrechter Abstand y1 zwischen der vierten 
Elementseitenfläche 26 (oder der dritten Elementsei
tenfläche 25) und dem Empfangspunkt P1 beispiels
weise (λ'InP /2)+((λ'InP /2)×N) beträgt, wobei N eine 
ganze Zahl ist, die größer oder gleich 0 ist: N = 0, 1, 
2, ....

[0037] Die senkrechten Abstände x1 und y1 können 
für jede der Elementseitenflächen 23, 24, 25 und 26 
unterschiedliche Werte haben, solange die Werte 
nach der obigen Gleichung berechnet werden. In 
einem Beispiel kann sich der erste senkrechte 
Abstand x1 zwischen der zweiten Elementseitenflä
che 24 und dem Empfangspunkt P1 von einem ers
ten senkrechten Abstand zwischen der ersten Ele
mentseitenfläche 23 und dem Empfangspunkt P1 
unterscheiden. In gleicher Weise kann sich der 
zweite senkrechte Abstand y1 zwischen der vierten 
Elementseitenfläche 26 und dem Empfangspunkt P1 
von einem zweiten senkrechten Abstand zwischen 
der dritten Elementseitenfläche 25 und dem Emp
fangspunkt P1 unterscheiden.

[0038] Wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt, umfasst das 
Terahertz-Element 20 ein Elementsubstrat 31, ein 
aktives Element 32, eine erste leitende Element
schicht 33 und eine zweite leitende Elementschicht 
34.

[0039] Das Elementsubstrat 31 wird aus einem 
Halbleiter gebildet und ist halbisolierend („semi-insu
lative“). Ein Beispiel für einen Halbleiter, der das Ele
mentsubstrat 31 bildet, ist Indiumphosphid (InP).

[0040] Der Elementbrechungsindex n1 ist der Bre
chungsindex (absoluter Brechungsindex) des Ele
mentsubstrats 31. Wenn das Elementsubstrat 31 
aus InP gebildet ist, beträgt der Elementbrechungs
index n1 ungefähr 3,4.

[0041] In der vorliegenden Ausführungsform ist das 
Elementsubstrat 31 rechteckig und ist, in einer 
Betrachtung in der z-Richtung, beispielsweise quad
ratisch. Die Elementhauptfläche 21 und die Element
rückfläche 22 sind die Hauptfläche und die Rückflä
che des Elementsubstrats 31. Die 
Elementseitenflächen 23 bis 26 sind Seitenflächen 
des Elementsubstrats 31.

[0042] Das aktive Element 32 wandelt elektromag
netische Wellen im Terahertzband und elektrische 
Energie ineinander um. Das aktive Element 32 ist 
auf dem Elementsubstrat 31 ausgebildet. In der vor
liegenden Ausführungsform ist das aktive Element 
32 in der Mitte der Elementhauptfläche 21 angeord
net. Der Empfangspunkt P1 bezieht sich ebenfalls 
auf eine Position, an der das aktive Element 32 ange
ordnet ist.

[0043] Das aktive Element 32 ist typischerweise 
eine Resonanztunneldiode („resonant tunneling 
diode“; RTD). Alternativ kann das aktive Element 32 
beispielsweise eine Tunnelinjektions-Laufzeitdiode 
(„tunnel injection transit time“; TUNNETT), eine Stoß
ionisations-Lawinen-Laufzeitdiode („impact ioniza
tion avalanche transit time“; IMPATT), ein Feldeffektt
ransistor (FET) auf GaAs-Basis, ein FET auf GAN- 
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Basis, ein Transistor mit hoher Elektronenbeweglich
keit („high electron mobility transistor“; HEMT) oder 
ein Heteroübergangs-Bipolartransistor („hetero junc
tion bipolar transistor“; HBT) sein.

[0044] Es wird in Beispiel für das Erlangen des akti
ven Elements 32 beschrieben.

[0045] Wie in Fig. 8 gezeigt, wird eine Halbleiter
schicht 41a auf dem Elementsubstrat 31 gebildet. 
Die Halbleiterschicht 41a wird z.B. aus GaInAs gebil
det. Die Halbleiterschicht 41a ist mit einer n-Typ-Ver
unreinigung in einer hohen Konzentration dotiert.

[0046] Auf die Halbleiterschicht 41a wird eine GaI
nAs-Schicht 42a geschichtet („stacked“). Die GaI
nAs-Schicht 42a ist mit einer n-Typ-Verunreinigung 
dotiert. Die GaInAs-Schicht 42a hat zum Beispiel 
eine geringere Verunreinigungskonzentration bzw. 
Störstellenkonzentration als die Halbleiterschicht 
41a.

[0047] Auf die GaInAs-Schicht 42a wird eine GaI
nAs-Schicht 43a geschichtet. Die GaInAs-Schicht 
43a ist nicht mit Verunreinigungen dotiert.

[0048] Auf die GaInAs-Schicht 43a wird eine AlAs- 
Schicht 44a geschichtet. Eine InGaAs-Schicht 45 
wird auf die AlAs-Schicht 44a geschichtet. Eine 
AlAs-Schicht 44b wird auf die InGaAs-Schicht 45 
geschichtet. Die AlAs-Schicht 44a, die InGaAs- 
Schicht 45 und die AlAs-Schicht 44b bilden eine 
RTD-Einheit.

[0049] Eine GaInAs-Schicht 43b ist nicht mit Verun
reinigungen dotiert und wird auf die AlAs-Schicht 44b 
geschichtet. Eine GaInAs-Schicht 42b ist mit einer n- 
Typ-Verunreinigung dotiert und wird auf die GaInAs- 
Schicht 43b geschichtet. Auf die GaInAs-Schicht 42b 
wird eine GaInAs-Schicht 41b geschichtet. Die GaI
nAs-Schicht 41b ist mit einer n-Typ-Verunreinigung 
in einer hohen Konzentration dotiert. Beispielsweise 
hat die GaInAs-Schicht 41b eine höhere Verunreini
gungskonzentration als die GaInAs-Schicht 42b.

[0050] Das aktive Element 32 kann jede spezifische 
Struktur aufweisen, die so ausgestaltet ist, dass sie 
elektromagnetische Wellen empfängt (oder elektro
magnetische Wellen erzeugt oder sowohl elektro
magnetische Wellen empfängt als auch erzeugt). 
Mit anderen Worten, das aktive Element 32 kann so 
ausgestaltet sein, dass es elektromagnetische Wel
len im Terahertzband empfängt.

[0051] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist in der vor
liegenden Ausführungsform eine Elementreflexions
schicht 35 auf der Elementrückfläche 22 ausgebildet, 
um elektromagnetische Wellen zu reflektieren. Elekt
romagnetische Wellen, die in einen Teil des Tera
hertz-Elements 20 eindringen, der sich oberhalb 

des Empfangspunkts P1 (des aktiven Elements 32) 
befindet, werden von der Elementreflexionsschicht 
35 nach unten reflektiert.

[0052] Die Elementdicke D1 kann so eingestellt wer
den, dass eine Resonanzbedingung für elektromag
netische Wellen erfüllt ist. Konkret bedeutet dies, 
dass eine elektromagnetische Welle, wenn die Ele
mentreflexionsschicht 35 gebildet wird, eine feste 
Endreflexion an der Grenzfläche zwischen der Ele
mentrückfläche 22 und der Elementreflexionsschicht 
35 aufweist. Dies führt zu einer π-Phasenverschie
bung. In der vorliegenden Ausführungsform kann 
unter Berücksichtigung dessen die Elementdicke 
D1 auf (λ'InP /4)+(λ'InP /4)×N eingestellt werden, 
wobei N eine ganze Zahl größer oder gleich 0 ist: N 
= 0, 1, 2, .... Wenn die Elementdicke D1 wie oben 
beschrieben eingestellt ist, werden im Terahertz-Ele
ment 20 stehende Wellen angeregt. Die Elementdi
cke D1 ist jedoch nicht auf die obige Einstellung 
beschränkt und kann beliebig geändert werden.

[0053] Wie in Fig. 7 gezeigt, sind die erste leitende 
Elementschicht („first element conductive layer“) 33 
und die zweite leitende Elementschicht („second ele
ment conductive layer“) 34 auf der Elementhauptflä
che 21 ausgebildet. Jedes der ersten leitenden Ele
mentschicht 33 und der zweiten leitenden 
Elementschicht 34 hat eine geschichtete Struktur 
von Metallen. In einem Beispiel wird die Stapelstruk
tur jeder der ersten leitenden Elementschicht 33 und 
der zweiten leitenden Elementschicht 34 durch Sta
peln von Gold (Au), Palladium (Pd) und Titan (Ti) 
erhalten. In einem anderen Beispiel wird die 
geschichtete Struktur der ersten leitenden Element
schicht 33 und der zweiten leitenden Elementschicht 
34 durch das Stapeln von Au und Ti erreicht. Die 
erste leitende Elementschicht 33 und die zweite lei
tende Elementschicht 34 werden durch Aufdampfen 
oder Sputtern gebildet.

[0054] Wie in Fig. 6 gezeigt, umfassen die leitenden 
Elementschichten 33 und 34 jeweils Pads 33a und 
34a und Elementverbindungsabschnitte 33b und 
34b. Die Pads 33a und 34a sind beabstandet und 
einander gegenüberliegend an gegenüberliegenden 
Seiten des Empfangspunktes P1 (des aktiven Ele
ments 32) in einer vorbestimmten Richtung (in der 
vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung) 
angeordnet. Die Elementverbindungsabschnitte 33b 
und 34b erstrecken sich von den Pads 33a und 34a 
in Richtung des aktiven Elements 32. In der folgen
den Beschreibung kann das Pad 33a als das erste 
Pad 33a, das Pad 34a als das zweite Pad 34a, der 
Elementverbindungsabschnitt 33b als der erste Ele
mentverbindungsabschnitt 33b und der Elementver
bindungsabschnitt 34b als der zweite Elementverbin
dungsabschnitt 34b bezeichnet werden.
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[0055] Die Pads 33a und 34a erstrecken sich bei
spielsweise in einer Richtung (in der vorliegenden 
Ausführungsform der x-Richtung), die orthogonal zu 
einer Richtung ist, in der sich die Pads 33a und 34a 
gegenüberstehen. In einem Beispiel ist jedes der 
Pads 33a und 34a in einer Betrachtung in der z-Rich
tung rechteckig und hat eine Längsrichtung und eine 
Querrichtung. Insbesondere haben die Pads 33a und 
34a die Form eines Rechtecks, so dass sich die 
Längsrichtung in der x-Richtung und die Querrich
tung in der y-Richtung erstreckt.

[0056] In einer Betrachtung in der z-Richtung sind 
die Pads 33a und 34a so angeordnet, dass sie den 
Empfangspunkt P1 nicht überlappen. In einem Bei
spiel sind die Pads 33a und 34a auf gegenüberlie
genden Seiten des Empfangspunkts P1 (d.h. des 
aktiven Elements 32) in der y-Richtung angeordnet. 
In der vorliegenden Ausführungsform sind die Pads 
33a und 34a näher an den Elementseitenflächen 25 
und 26 angeordnet als am Empfangspunkt P1.

[0057] In einem Beispiel sind die Elementverbin
dungsabschnitte 33b und 34b in der y-Richtung läng
lich. Die Abmessung der Elementverbindungsab
schnitte 33b und 33b bzw. 34b in der x-Richtung ist 
kleiner als die Abmessung der Pads 33a und 34a in 
der x-Richtung bzw. y-Richtung.

[0058] Wie in Fig. 8 gezeigt, umfassen die Element
verbindungsabschnitte 33b und 34b jeweils distale 
Enden 33ba und 34ba, die das aktive Element 32 in 
einer Betrachtung in der z-Richtung überlappen und 
elektrisch mit dem aktiven Element 32 verbunden 
sind. Insbesondere ist das distale Ende 33ba des 
ersten Elementverbindungsabschnitts 33b auf der 
GaInAs-Schicht 41b angeordnet und in Kontakt mit 
der GaInAs-Schicht 41b.

[0059] Die Halbleiterschicht 41a erstreckt sich in 
Richtung des zweiten Pads 34a (siehe Fig. 6) in der 
y-Richtung weiter als andere Schichten wie die GaI
nAs-Schicht 42. Das distale Ende 34ba des zweiten 
Elementverbindungsabschnitts 34b ist auf der Halb
leiterschicht 41a an einer Stelle geschichtet, an der 
die GaInAs-Schicht 42 und andere Schichten nicht 
geschichtet sind. Somit ist das aktive Element 32 
elektrisch mit den leitenden Schichten 33 und 34 
(d.h. den Pads 33a und 34a) verbunden. Der zweite 
Elementanschlussabschnitt 34b ist in der x-Richtung 
von den anderen Schichten wie der GaInAs-Schicht 
42 beabstandet.

[0060] Obwohl in Fig. 8 nicht gezeigt, kann alterna
tiv eine GaInAs-Schicht, die mit einer n-Typ-Verun
reinigung in hoher Konzentration dotiert ist, zwischen 
der GaInAs-Schicht 41b und dem distalen Ende 33ba 
des ersten Elementverbindungsabschnitts 33b ange
ordnet sein. Infolgedessen kann die erste leitende 

Elementschicht 33 in gutem Kontakt mit der GaI
nAs-Schicht 41b stehen.

[0061] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst die 
Terahertz-Vorrichtung 10 das Dielektrikum 50, das 
ein Beispiel für ein Halteelement („retaining mem
ber“) ist, eine Antennenbasis 70, einen Reflexions
film 82, der ein Beispiel für einen Reflektor ist, und 
einen Gasraum 92.

[0062] Das Dielektrikum 50 wird aus einem dielekt
rischen Material gebildet, das für die vom Terahertz- 
Element 20 empfangenen elektromagnetischen Wel
len durchlässig ist. In der vorliegenden Ausführungs
form ist das Dielektrikum 50 aus einem Harzmaterial 
gebildet. In einem Beispiel wird das Dielektrikum 50 
aus einem Epoxidharz (z.B. Glas-Epoxidharz) gebil
det. Das Dielektrikum 50 ist isolierend. Das Dielekt
rikum 50 kann eine beliebige Farbe haben und 
schwarz sein.

[0063] Der dielektrische Brechungsindex n2, d.h. 
der Brechungsindex (absoluter Brechungsindex) 
des Dielektrikums 50, ist kleiner als der Element-Bre
chungsindex n1. In einem Beispiel beträgt der 
dielektrische Brechungsindex n2 1,55. Das Dielekt
rikum 50 kann eine einschichtige oder mehrschich
tige Struktur aufweisen. Das heißt, dass in dem 
Dielektrikum 50 eine oder mehrere Grenzflächen 
(„interfaces“) ausgebildet sein können.

[0064] Wie in den Fig. 3 bis 5 gezeigt, umgibt das 
Dielektrikum 50 jedes der Terahertz-Elemente 20. In 
der vorliegenden Ausführungsform umgibt das 
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B 
und 20C vollständig und bedeckt die Elementhaupt
fläche 21, die Elementrückfläche 22 und die Ele
mentseitenflächen 23 bis 26 jedes der Terahertz-Ele
mente 20A, 20B und 20C (siehe Fig. 6).

[0065] Die Elementhauptfläche 21, die Element
rückfläche 22 und die Elementseitenflächen 23 bis 
26 der Terahertz-Elemente 20A, 20B und 20C stehen 
in Kontakt mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt, 
umgibt in der vorliegenden Ausführungsform das 
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B 
und 20C, so dass kein Spalt zwischen dem Dielekt
rikum 50 und den Terahertz-Elementen 20A, 20B und 
20C vorhanden ist. Mit anderen Worten kapselt das 
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B 
und 20C ein.

[0066] In einem Beispiel hat das Dielektrikum 50 die 
Form einer Platte, bei der sich die Dickenrichtung in 
der z-Richtung erstreckt. Insbesondere, wie in Fig. 3 
gezeigt, hat das Dielektrikum 50 die Form einer rech
teckigen Platte, so dass die Längsrichtung sich in der 
y-Richtung und die Querrichtung sich in der x-Rich
tung erstreckt.

10/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



[0067] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst das 
Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptfläche 51 
und eine dielektrische Rückfläche 52, die die z-Rich
tung schneiden. In einem Beispiel sind die dielektri
sche Hauptfläche 51 und die dielektrische Rückflä
che 52 orthogonal zu der z-Richtung. Die 
dielektrische Hauptfläche 51 ist nach unten gerichtet. 
Die dielektrische Rückfläche 52 ist eine der dielekt
rischen Hauptfläche 51 gegenüberliegende, nach 
oben gerichtete Fläche. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform definiert die dielektrische Rückfläche 52 
die Vorrichtungshauptfläche 11.

[0068] Wie in Fig. 3 gezeigt, umfasst das Dielektri
kum 50 eine erste dielektrische Seitenfläche 53 und 
eine zweite dielektrische Seitenfläche 54, die in der 
x-Richtung gegenüberliegende Endflächen sind, und 
eine dritte dielektrische Seitenfläche 55 und eine 
vierte dielektrische Seitenfläche 56, die in der y-Rich
tung gegenüberliegende Endflächen sind. Die 
dielektrischen Seitenflächen 53 bis 56 definieren teil
weise die Vorrichtungsseitenflächen 13 bis 16. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die erste dielekt
rische Seitenfläche 53 und die zweite dielektrische 
Seitenfläche 54 orthogonal zu der dritten dielektri
schen Seitenfläche 55 und der vierten dielektrischen 
Seitenfläche 56.

[0069] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das Tera
hertz-Element 20 in dem Dielektrikum 50 so ange
ordnet, dass die Elementhauptfläche 21 der dielekt
rischen Hauptfläche 51 gegenüberliegt. Das 
Terahertz-Element 20 ist zwischen der dielektrischen 
Hauptfläche 51 und der dielektrischen Rückfläche 52 
angeordnet. In der vorliegenden Ausführungsform 
hat das Dielektrikum 50 eine dielektrische Dicke D2, 
welche eine Abmessung in der z-Richtung ist. Die 
dielektrische Dicke D2 ist so gewählt, dass sie die 
Resonanzbedingung der von dem Terahertz-Ele
ment 20 empfangenen elektromagnetischen Wellen 
erfüllt. Insbesondere ist es bevorzugt, dass die 
dielektrische Dicke D2 gleich (λ'R /2)+(λ'R /2)×N 
beträgt, wobei N eine ganze Zahl größer oder gleich 
0 ist: N = 0, 1, 2, ... und λ'R die effektive Wellenlänge 
der elektromagnetischen Wellen darstellt, die sich 
durch das Dielektrikum 50 ausbreiten. Ein Beispiel 
für λ'R ist (1/n2)×(c/fc). Die dielektrische Dicke D2 
bezieht sich auch auf den Abstand zwischen der 
dielektrischen Hauptfläche 51 und der dielektrischen 
Rückfläche 52 in der z-Richtung.

[0070] In der vorliegenden Ausführungsform ist das 
Dielektrikum 50 von der Antennenbasis 70 getrennt. 
Mit anderen Worten sind das Dielektrikum 50 und die 
Antennenbasis 70 separat ausgebildet. Die Anten
nenbasis 70 und das Dielektrikum 50 können aus 
demselben Material oder aus verschiedenen Mate
rialien bestehen.

[0071] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die Anten
nenbasis 70 an der dielektrischen Hauptfläche 51 
des Dielektrikums 50 angeordnet. Die Antennenba
sis 70 ist so angeordnet, dass sie dem Dielektrikum 
50 in der z-Richtung zugewandt ist. Die z-Richtung 
wird auch als die entgegengesetzte Richtung von 
der Antennenbasis 70 und dem Dielektrikum 50 
bezeichnet.

[0072] Das Dielektrikum 50 umfasst Vorsprünge 61 
und 62, die in einer Betrachtung in der z-Richtung 
seitlich über die Antennenbasis 70 hinausragen. Ins
besondere ist in der vorliegenden Ausführungsform 
das Dielektrikum 50 in der x-Richtung länger als die 
Antennenbasis 70. Daher ragen die Vorsprünge 61 
und 62 von gegenüberliegenden Seiten der Anten
nenbasis 70 in der x-Richtung hervor. In der z-Rich
tung betrachtet sind die Vorsprünge 61 und 62 an 
gegenüberliegenden Seiten der Antennenbasis 70 
in der x-Richtung angeordnet und in der x-Richtung 
beabstandet. Das Terahertz-Element 20 ist zwischen 
den Vorsprüngen 61 und 62 angeordnet.

[0073] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Abmessung des Dielektrikums 50 in der y-Richtung 
gleich der Abmessung der Antennenbasis 70 in der 
y-Richtung gesetzt. Das heißt, das Dielektrikum 50 
ragt in der y-Richtung nicht über die Antennenbasis 
70 hinaus. Die Abmessung der Antennenbasis 70 in 
der z-Richtung wird so festgelegt, dass sie größer ist 
als die dielektrische Dicke D2.

[0074] Die Antennenbasis 70 wird nun beschrieben.

[0075] Wie in Fig. 9 dargestellt, ist die Antennenba
sis 70 in der vorliegenden Ausführungsform bei
spielsweise insgesamt länglich-rechteckig-kasten
förmig. Die Antennenbasis 70 weist eine 
Längsrichtung auf, die mit der Längsrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung 10 übereinstimmt. Die Anten
nenbasis 70 weist eine Querrichtung auf, die sich in 
der Querrichtung der Terahertz-Vorrichtung 10 
erstreckt.

[0076] Die Antennenbasis 70 wird beispielsweise 
aus einem isolierenden Material gebildet. Insbeson
dere besteht die Antennenbasis 70 aus einem 
Dielektrikum, z.B. einem Kunstharz wie einem Epo
xidharz. Ein Beispiel für ein Epoxidharz ist ein Glas
epoxidharz. Das Material der Antennenbasis 70 ist 
jedoch nicht darauf beschränkt und kann aus jedem 
beliebigen Material bestehen, z.B. aus Si, Teflon® 
oder Glas. Die Antennenbasis 70 kann eine beliebige 
Farbe haben und schwarz sein.

[0077] Die Antennenbasis 70 umfasst eine Basis
hauptfläche 71T, eine der Basishauptfläche 71T 
gegenüberliegende Basisrückfläche 72T und vier 
Basisseitenflächen 73T bis 76T. Die Basishauptflä
che 71T und die Basisrückfläche 72T haben jeweils 
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die Form eines länglichen Rechtecks und weisen 
eine Längsrichtung und eine Querrichtung auf, die 
orthogonal zueinander sind. In der vorliegenden Aus
führungsform ist die Antennenbasis 70 so angeord
net, dass die Längsrichtung der Basishauptfläche 
71T und der Basisrückfläche 72T in der y-Richtung 
und die Querrichtung der Basishauptfläche 71T und 
der Basisrückfläche 72T in der x-Richtung verläuft. 
Die vier Basisseitenflächen 73T bis 76T können als 
eine erste Basisseitenfläche 73T, eine zweite Basis
seitenfläche 74T, eine dritte Basisseitenfläche 75T 
und eine vierte Basisseitenfläche 76T bezeichnet 
werden.

[0078] Die Basishauptfläche 71T und die Basisrück
fläche 72T schneiden die z-Richtung. In der vorlie
genden Ausführungsform stehen die Basishauptflä
che 71T und die Basisrückfläche 72T orthogonal zu 
der z-Richtung. Die Basisrückfläche 72T und die 
Basishauptfläche 71T weisen in der z-Richtung in 
entgegengesetzte Richtungen. Wie in den Fig. 4 
und 5 gezeigt, weisen die Basishauptfläche 71T 
und die Vorrichtungshauptfläche 11 in dieselbe Rich
tung. Die Basis Rückfläche 72T und die Vorrich
tungsrückfläche 12 weisen in die gleiche Richtung. 
Die Basishauptfläche 71T liegt der dielektrischen 
Hauptfläche 51 gegenüber. Die Basisrückfläche 72T 
definiert die Vorrichtungsrückfläche 12. In der vorlie
genden Ausführungsform sind die Basishauptfläche 
71T und die Basisrückfläche 72T z.B. identisch in 
ihrer Form. Die Basishauptfläche 71T und die Basis
rückfläche 72T können jedoch auch unterschiedliche 
Formen haben.

[0079] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das 
Dielektrikum 50 auf der Basishauptfläche 71T mon
tiert. Die Basishauptfläche 71T liegt also der dielekt
rischen Hauptfläche 51 des Dielektrikums 50 gegen
über und bezieht sich auf eine Fläche, auf der das 
Dielektrikum 50 montiert ist. Die Basishauptfläche 
71T ist in der x-Richtung kleiner als die dielektrische 
Hauptfläche 51. Somit ragt die dielektrische Haupt
fläche 51 in der x-Richtung teilweise über die Basis
hauptfläche 71T hinaus. Die Abmessung der Basis
hauptfläche 71T in der y-Richtung wird so festgelegt, 
dass sie gleich der Abmessung der dielektrischen 
Hauptfläche 51 in der y-Richtung ist.

[0080] Die erste Basisseitenfläche 73T und die 
zweite Basisseitenfläche 74T sind gegenüberlie
gende Endflächen in der x-Richtung. Die erste Basis
seitenfläche 73T und die zweite Basisseitenfläche 
74T kreuzen die x-Richtung. In der vorliegenden 
Ausführungsform sind die erste Basisseitenfläche 
73T und die zweite Basisseitenfläche 74T orthogonal 
zur x-Richtung.

[0081] Die erste Basisseitenfläche 73T definiert die 
erste Vorrichtungsseitenfläche 13. Im Einzelnen wird 
die erste Vorrichtungsseitenfläche 13 durch die erste 

dielektrische Seitenfläche 53 und die erste Basissei
tenfläche 73T definiert. Die erste dielektrische Sei
tenfläche 53 ist seitlich von der ersten Basisseiten
fläche 73T angeordnet, d.h. in einer Richtung weg 
vom Terahertz-Element 20. Somit weist die erste Vor
richtungsseitenfläche 13 eine Stufe auf. Die dielekt
rische Hauptfläche 51 ist teilweise als Stufenfläche 
zwischen der ersten dielektrischen Seitenfläche 53 
und der ersten Basisseitenfläche 73T freigelegt. 
Genauer gesagt umfasst die dielektrische Hauptflä
che 51 eine erste Überhangfläche 51a, die seitlich 
über die Antennenbasis 70 (d.h. die erste Basissei
tenfläche 73T) hinausragt. Die erste Überhangfläche 
51a ist ein Abschnitt der dielektrischen Hauptfläche 
51, der dem ersten Vorsprung 61 entspricht.

[0082] Die zweite Basisseitenfläche 74T definiert 
die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14. Genauer 
gesagt wird die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14 
durch die zweite dielektrische Seitenfläche 54 und 
die zweite Basisseitenfläche 74T definiert. Die zweite 
dielektrische Seitenfläche 54 ist seitlich von der zwei
ten Basisseitenfläche 74T angeordnet, d.h. in einer 
Richtung weg vom Terahertz-Element 20. Somit 
weist die zweite Vorrichtungsseitenfläche 14 eine 
Stufe auf. Die dielektrische Hauptfläche 51 ist teil
weise als Stufenfläche zwischen der zweiten dielekt
rischen Seitenfläche 54 und der zweiten Basisseiten
fläche 74T freigelegt. Genauer gesagt umfasst die 
dielektrische Hauptfläche 51 eine zweite Überhang
fläche 51b, die seitlich über die Antennenbasis 70 (d. 
h. die zweite Basisseitenfläche 74T) hinausragt. Die 
zweite Überhangfläche 51b ist ein Abschnitt der 
dielektrischen Hauptfläche 51, der dem zweiten Vor
sprung 62 entspricht.

[0083] Wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, sind die 
dritte Basisseitenfläche 75T und die vierte Basissei
tenfläche 76T gegenüberliegende Endflächen in der 
y-Richtung. Die dritte Basisseitenfläche 75T und die 
vierte Basisseitenfläche 76T kreuzen die y-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform sind die dritte 
Basisseitenfläche 75T und die vierte Basisseitenflä
che 76T orthogonal zur y-Richtung.

[0084] Wie in Fig. 12 gezeigt, definiert die dritte 
Basisseitenfläche 75T die dritte Vorrichtungsseiten
fläche 15. Genauer gesagt wird die dritte Vorrich
tungsseitenfläche 15 durch die dritte dielektrische 
Seitenfläche 55 und die dritte Basisseitenfläche 75T 
definiert. In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
dritte dielektrische Seitenfläche 55 bündig mit der 
dritten Basisseitenfläche 75T. Somit ist die dritte Vor
richtungsseitenfläche 15 flach und hat keine Stufe.

[0085] Die vierte Basisseitenfläche 76T definiert die 
vierte Vorrichtungsseitenfläche 16. Insbesondere 
wird die vierte Vorrichtungsseitenfläche 16 durch 
die vierte dielektrische Seitenfläche 56 und die vierte 
Basisseitenfläche 76T definiert. In der vorliegenden 
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Ausführungsform ist die vierte dielektrische Seiten
fläche 56 bündig mit der vierten Basisseitenfläche 
76T. Die vierte Vorrichtungsseitenfläche 16 ist also 
flach und hat keine Stufe.

[0086] Wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, wird die 
Antennenbasis 70 durch die Kombination separater 
Antennenbasen erhalten. In der vorliegenden Aus
führungsform wird die Antennenbasis 70 durch Kom
bination separater Antennenbasen 70A, 70B und 
70C erhalten. In der vorliegenden Ausführungsform 
werden, wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, die separa
ten Antennenbasen 70A, 70B und 70C so kombiniert, 
dass sie in der y-Richtung in einer Reihe liegen. Wie 
in Fig. 10 gezeigt, haben die separate Antennenba
sis 70A und die separate Antennenbasis 70C die 
gleiche Struktur. Die separate Antennenbasis 70B 
unterscheidet sich in ihrer Struktur von den separa
ten Antennenbasen 70A und 70C. Genauer gesagt 
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination 
aus zwei Arten von Antennenbasen.

[0087] Wie in Fig. 12 gezeigt, ist die separate Anten
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera
hertz-Elements 20A (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist 
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B 
(der z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate 
Antennenbasis 70C ist so positioniert, dass sie dem 
Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung des 
Terahertz-Elements 20C (der z-Richtung) gegen
überliegt. In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die separaten Antennenbasen 70A bis 70C unterhalb 
der Terahertz-Elemente 20A bis 20C angeordnet.

[0088] Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst jede der sepa
raten Antennenbasen 70A bis 70C eine Basishaupt
fläche 71 und eine Basisrückfläche 72, die sich in der 
z-Richtung schneiden. Die Basishauptfläche 71 und 
die Basisrückfläche 72 schneiden die z-Richtung. In 
der vorliegenden Ausführungsform stehen die Basis
hauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 senkrecht 
zur z-Richtung. Die Basishauptfläche 71 und die 
Basisrückfläche 72 sind beispielsweise rechteckig 
(z.B. quadratisch). Wenn die separaten Antennenba
sen 70A bis 70C kombiniert werden, definieren die 
Basishauptflächen 71 und die Basisrückflächen 72 
der separaten Antennenbasen 70A bis 70C die 
Basishauptfläche 71T und die Basisrückfläche 72T 
der Antennenbasis 70. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform sind beispielsweise die Basishauptfläche 
71 und die Basisrückfläche 72 in ihrer Form iden
tisch. Die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 können jedoch auch unterschiedliche Formen 
haben.

[0089] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst jede der 
separaten Antennenbasen 70A bis 70C eine erste 

Basisseitenfläche 73, eine zweite Basisseitenfläche 
74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und eine vierte 
Basisseitenfläche 76. Die Basisseitenflächen 73 bis 
76 sind zur Seite gerichtete Flächen der Terahertz- 
Vorrichtung 10 (der Antennenbasis 70). Die Basissei
tenflächen 73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, 
die orthogonal zu der Richtung sind, in der sich die 
Basishauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 
gegenüberstehen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 
verbinden die Basishauptfläche 71 und die Basis
rückfläche 72 (siehe Fig. 9). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
werden in Übereinstimmung mit den Basisseitenflä
chen 73T bis 76T der Antennenbasis 70 festgelegt, 
wenn die separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
kombiniert werden. Genauer gesagt, obwohl die 
separate Antennenbasis 70A und die separate 
Antennenbasis 70C identisch geformt bzw. gebildet 
sind, befinden sich die Basisseitenflächen 73 und 
74 an entgegengesetzten Positionen, und die Basis
seitenflächen 75 und 76 befinden sich an entgegen
gesetzten Positionen.

[0090] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C sind in der x-Richtung gegenüberlie
gende Endflächen der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C. Die erste Basisseitenfläche 73 und die 
zweite Basisseitenfläche 74 kreuzen die x-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform verlaufen die 
erste Basisseitenfläche 73 und die zweite Basissei
tenfläche 74 orthogonal zur x-Richtung. Die ersten 
Basisseitenfläche 73 und die zweiten Basisseitenflä
che 74 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
definieren die erste Basisseitenfläche 73T und die 
zweite Basisseitenfläche 74T der Antennenbasis 70.

[0091] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C sind in der y-Richtung gegenüberlie
gende Endflächen der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C. Die dritte Basisseitenfläche 75 und die 
vierte Basisseitenfläche 76 schneiden die y-Rich
tung. In der vorliegenden Ausführungsform sind die 
dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte Basissei
tenfläche 76 orthogonal zur y-Richtung.

[0092] In einer Betrachtung in der z-Richtung ist 
jede der separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
rechteckig und hat eine Längsrichtung und eine 
Querrichtung. Jede der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C ist so angeordnet, dass sich die Längs
richtung in der x-Richtung und die Querrichtung in 
der y-Richtung erstreckt. Bei der vorliegenden Aus
führungsform sind die einzelnen Antennenbasen 
70A bis 70C in der x-Richtung gleich groß. Die 
Abmessung der separaten Antennenbasis 70B in 
der y-Richtung ist kleiner als die Abmessung jeder 
der separaten Antennenbasen 70A und 70B in der 
y-Richtung.
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[0093] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die separaten Antennenbasen 70A bis 70C so ange
ordnet, dass die vierte Basisseitenfläche 76 der 
separaten Antennenbasis 70A der dritten Basissei
tenfläche 75 der separaten Antennenbasis 70B und 
die vierte Basisseitenfläche 76 der separaten Anten
nenbasis 70B der dritten Basisseitenfläche 75 der 
separaten Antennenbasis 70C in der y-Richtung 
gegenüberliegt. Das heißt, die dritte Basisseitenflä
che 75 der separaten Antennenbasis 70A und die 
vierte Basisseitenfläche 76 der separaten Antennen
basis 70C definieren in der y-Richtung gegenüberlie
gende Endflächen der Antennenbasis 70. Mit ande
ren Worten definiert die dritte Basisseitenfläche 75 
der separaten Antennenbasis 70A die dritte Basis
seitenfläche 75T der Antennenbasis 70, und die 
vierte Basisseitenfläche 76 der separaten Antennen
basis 70C definiert die vierte Basisseitenfläche 76T 
der Antennenbasis 70. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform sind die separaten Antennenbasen 70A 
und 70B z.B. durch Klebstoff („adhesive“) und die 
separaten Antennenbasen 70B und 70C z.B. durch 
Klebstoff befestigt („fixed“). Das heißt, die vierte 
Basisseitenfläche 76 der separaten Antennenbasis 
70A und die dritte Basisseitenfläche 75 der separa
ten Antennenbasis 70B sind durch den Klebstoff ver
bunden, und die vierte Basisseitenfläche 76 der 
separaten Antennenbasis 70B und die dritte Basis
seitenfläche 75 der separaten Antennenbasis 70C 
sind durch den Klebstoff verbunden.

[0094] Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst die Antennen
basis 70 Antennenvertiefungen 80. In der vorliegen
den Ausführungsform umfasst die separate Anten
nenbasis 70A eine Antennenvertiefung 80A. Die 
separate Antennenbasis 70B umfasst eine Anten
nenvertiefung 80B. Die separate Antennenbasis 
70C umfasst eine Antennenvertiefung 80C. Das 
heißt, die Antennenbasis 70 umfasst eine Antennen
vertiefung 80 für jede separate Antennenbasis. Wie 
in Fig. 9 gezeigt, unterscheiden sich die Antennen
vertiefungen 80A und 80C in ihrer Form von der 
Antennenvertiefung 80B. In der nachfolgenden 
Beschreibung werden die Antennenvertiefungen 
80A, 80B und 80C als Antennenvertiefungen 80 
bezeichnet, wenn die Beschreibung für die Anten
nenvertiefungen 80A, 80B und 80C gleich ist, d.h. 
wenn keine Notwendigkeit besteht, zwischen den 
Antennenvertiefungen 80A, 80B und 80C zu unter
scheiden.

[0095] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die Anten
nenvertiefung 80 von der Basishauptfläche 71T in 
Richtung der Basisrückfläche 72T, d.h. nach unten, 
vertieft. Mit anderen Worten ist die Antennenvertie
fung 80 von der Basishauptfläche 71T in einer Rich
tung weg von dem Dielektrikum 50 (oder der dielekt
rischen Hauptfläche 51) oder in einer Richtung weg 
von dem Terahertz-Element 20 vertieft. Wie in den 
Fig. 4 und 5 gezeigt, ist in der vorliegenden Ausfüh

rungsform in einer Querschnittsansicht der Anten
nenbasis 70, die entlang einer in x-Richtung und z- 
Richtung verlaufenden Ebene geschnitten ist, die 
Antennenvertiefung 80 so gekrümmt, dass sie in 
Richtung der Vorrichtungsrückfläche 12 vorsteht. 
Die Antennenvertiefung 80 ist nach oben hin offen.

[0096] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst die 
Antennenvertiefung 80 eine Antennenoberfläche 81, 
die dem Terahertz-Element 20 über das Dielektrikum 
50 und den Gasraum 92 gegenüberliegt. In der vor
liegenden Ausführungsform, wie in Fig. 11 gezeigt, 
umfasst die Antennenvertiefung 80A eine Antennen
oberfläche 81A, die Antennenvertiefung 80B umfasst 
eine Antennenoberfläche 81B und die Antennenver
tiefung 80C umfasst eine Antennenoberfläche 81C. 
Die Antennenoberflächen 81A bis 81C sind in Über
einstimmung mit der Form einer Antenne ausgebil
det. Insbesondere ist, wie in Fig. 12 gezeigt, die 
Antennenoberfläche 81A so gekrümmt, dass sie in 
einer Richtung weg von dem Terahertz-Element 
20A vertieft ist, die Antennenoberfläche 81B ist so 
gekrümmt, dass sie in einer Richtung weg vom Tera
hertz-Element 20B vertieft ist und die Antennenober
fläche 81C ist so gekrümmt, dass sie in einer Rich
tung weg vom Terahertz-Element 20C vertieft ist. Wie 
in Fig. 9 gezeigt, ist jede der Antennenoberflächen 
81A bis 81C gekrümmt und schalenförmig. In einem 
Beispiel ist jede der Antennenoberflächen 81A bis 
81C gekrümmt, um einen Abschnitt der Form einer 
Parabolantenne zu bilden. In der folgenden 
Beschreibung werden die Antennenoberflächen 
81A bis 81C als Antennenoberfläche 81 bezeichnet, 
wenn die Beschreibung für alle Antennenoberflächen 
81A bis 81C gleich ist, d.h. wenn keine Notwendig
keit besteht, zwischen den Antennenoberflächen 
81A bis 81C zu unterscheiden.

[0097] Wie in Fig. 10 gezeigt, hat jede der Anten
nenvertiefungen 80A bis 80C, in einer Betrachtung 
von oben, eine Öffnung in der Form eines Kreises, 
der teilweise weggeschnitten ist. Das heißt, in der 
Draufsicht hat jede der Antennenoberflächen 81A 
bis 81C eine Öffnung in Form eines teilweise abge
schnittenen Kreises. Genauer gesagt hat in der vor
liegenden Ausführungsform die Öffnung jeder der 
Antennenoberflächen 81A bis 81C die Form eines 
Kreises, der an einem oder beiden der gegenüberlie
genden offenen Enden der Antennenoberflächen 
81A bis 81C in einer Anordnungsrichtung der Anten
nenoberflächen 81A bis 81C weggeschnitten ist.

[0098] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
der Antennenoberfläche 81A an einem offenen Ende 
81Aa abgeschnitten, das eines bzw. das der gegen
überliegenden Enden der Öffnung der Antennen
oberfläche 81A in der y-Richtung ist, das näher an 
der vierten Basisseitenfläche 76 liegt. In der Drauf
sicht sind das offene Ende 81Aa und die vierte Basis
seitenfläche 76 der separaten Antennenbasis 70A in 
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der gleichen Position ausgebildet. In einer Betrach
tung von oben erstreckt sich das offene Ende 81Aa 
geradlinig in der x-Richtung.

[0099] In einer Betrachtung von oben umfasst die 
Antennenoberfläche 81B in der y-Richtung gegen
überliegende offene Enden 81Ba und 81Bb und die 
Öffnung der Antennenoberfläche 81B ist an den 
gegenüberliegenden offenen Enden 81Ba und 81Bb 
abgeschnitten. Das offene Ende 81Ba ist eines bzw. 
das der gegenüberliegenden Enden der Öffnung der 
Antennenoberfläche 81B in y-Richtung, das näher an 
der dritten Basisseitenfläche 75 liegt. Das offene 
Ende 81Bb ist eines bzw. das der gegenüberliegen
den Enden der Öffnung der Antennenoberfläche 81B 
in der y-Richtung, das näher an der vierten Basissei
tenfläche 76 liegt. In einer Betrachtung von oben sind 
das offene Ende 81Ba und die dritte Basisseitenflä
che 75 der separaten Antennenbasis 70B in dersel
ben Position ausgebildet und das offene Ende 81Bb 
und die vierte Basisseitenfläche 76 der separaten 
Antennenbasis 70B sind in derselben Position aus
gebildet. In einer Betrachtung von oben erstrecken 
sich die offenen Enden 81Ba und 81Bb geradlinig in 
der x-Richtung.

[0100] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
der Antennenoberfläche 81C an einem offenen Ende 
81Ca abgeschnitten, das eines bzw. das der gegen
überliegenden Enden der Öffnung der Antennen
oberfläche 81C in der y-Richtung ist, das näher an 
der dritten Basisseitenfläche 75 liegt. In der Drauf
sicht sind das offene Ende 81Ca und die dritte Basis
seitenfläche 75 der separaten Antennenbasis 70C in 
der gleichen Position ausgebildet. In einer Betrach
tung von oben erstreckt sich das offene Ende 81Ca 
geradlinig in der x-Richtung.

[0101] Wie in Fig. 10 gezeigt, haben die Antennen
oberfläche 81A, die Antennenoberfläche 81B und die 
Antennenoberfläche 81C ein einer Betrachtung von 
oben denselben Durchmesser.

[0102] Das offene Ende 81Aa der Antennenoberflä
che 81A ist mit dem offenen Ende 81Ba der Anten
nenoberfläche 81B verbunden. Das offene Ende 
81Bb der Antennenoberfläche 81B ist mit dem offe
nen Ende 81Ca der Antennenoberfläche 81C ver
bunden. Bei der vorliegenden Ausführungsform ist 
das offene Ende 81Aa in der x-Richtung gleich lang 
wie das offene Ende 81Ba. Die Länge des offenen 
Endes 81Bb ist in der x-Richtung gleich der Länge 
des offenen Endes 81Ca. Das offene Ende 81Ba 
hat die gleiche Länge in der x-Richtung wie das 
offene Ende 81Bb. In der vorliegenden Ausführungs
form ist also das offene Ende 81Aa in der x-Richtung 
gleich lang wie das offene Ende 81Ca.

[0103] Wie in Fig. 11 gezeigt, befindet sich das 
offene Ende 81Aa der Antennenoberfläche 81A an 

einer Position, die tiefer liegt als die Basishauptfläche 
71 der separaten Antennenbasis 70A (die Basis
hauptfläche 71T der Antennenbasis 70). Das offene 
Ende 81Aa der Antennenoberfläche 81A ist mit dem 
offenen Ende 81Ba der Antennenoberfläche 81B in 
der z-Richtung ausgerichtet. Das offene Ende 81Ca 
der Antennenoberfläche 81C befindet sich an einer 
Stelle, die tiefer liegt als die Hauptfläche 71 der sepa
raten Antennenbasis 70C (die Hauptfläche 71T der 
Antennenbasis 70). Das offene Ende 81Ca der 
Antennenoberfläche 81C ist mit dem offenen Ende 
81Bb der Antennenoberfläche 81B in der z-Richtung 
ausgerichtet. Das offene Ende 81Ba und das offene 
Ende 81Bb der Antennenoberfläche 81B sind in der 
z-Richtung ausgerichtet. Somit ist das offene Ende 
81Aa der Antennenoberfläche 81A mit dem offenen 
Ende 81Ca der Antennenoberfläche 81C in der z- 
Richtung ausgerichtet.

[0104] Der Reflexionsfilm 82 wird nun beschrieben.

[0105] Der Reflexionsfilm 82 ist so ausgestaltet, 
dass er elektromagnetische Wellen, die sich zu der 
Antennenvertiefung 80 ausbreiten, in Richtung des 
Terahertz-Elements 20 reflektiert, das zu der Anten
nenvertiefung 80 gehört.

[0106] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist der Reflexionsfilm 
82 auf der Antennenoberfläche 81 ausgebildet. Der 
Reflexionsfilm 82 besteht aus einem Material, das 
elektromagnetische Wellen reflektiert, z.B. aus 
einem Metall wie Kupfer (Cu) oder einer Legierung. 
Der Reflexionsfilm 82 kann eine einschichtige Struk
tur oder eine mehrschichtige Struktur haben. In der 
vorliegenden Ausführungsform ist der Reflexionsfilm 
82 auf der gesamten Antennenoberfläche 81 ausge
bildet. Der Reflexionsfilm 82 ist nicht auf der Basis
hauptfläche 71T ausgebildet.

[0107] In der vorliegenden Ausführungsform 
umfasst der Reflexionsfilm 82 einen Reflexionsfilm 
82A, der auf der Antennenoberfläche 81A ausgebil
det ist, einen Reflexionsfilm 82B, der auf der Anten
nenoberfläche 81B ausgebildet ist, und einen Refle
xionsfilm 82C, der auf der Antennenoberfläche 81C 
ausgebildet ist. In der vorliegenden Ausführungsform 
sind die Reflexionsfilme 82A bis 82C integral zu 
einem einzigen Bauteil ausgebildet. In der folgenden 
Beschreibung werden die Reflexionsfilme 82A bis 
82C als Reflexionsfilm 82 bezeichnet, wenn die 
Beschreibung für alle Reflexionsfilme 82A bis 82C 
gilt, d.h. wenn keine Notwendigkeit besteht, zwi
schen den Reflexionsfilmen 82A bis 82C zu unter
scheiden.

[0108] In der vorliegenden Ausführungsform ist der 
Reflexionsfilm 82 auf der Antennenoberfläche 81 
ausgebildet. Somit ist der Reflexionsfilm 82 im 
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober
fläche 81. Genauer gesagt ist der Reflexionsfilm 
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82A im Wesentlichen formidentisch mit der Anten
nenoberfläche 81A, der Reflexionsfilm 82B ist im 
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober
fläche 81B und der Reflexionsfilm 82C ist im Wesent
lichen formidentisch mit der Antennenoberfläche 
81C. Mit anderen Worten ist jeder der Reflexions
filme 82A bis 82C ist ein parabolischer Reflektor 
und schalenförmig gebogen. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst der Reflexionsfilm 82A 
eine Oberfläche, die in Kontakt mit der Antennen
oberfläche 81A steht, und eine der Kontaktfläche 
gegenüberliegende Oberfläche, d.h. eine dem Tera
hertz-Element 20A zugewandte Oberfläche des 
Reflexionsfilms 82A, die der „ersten reflektierenden 
Oberfläche“ entspricht. Der Reflexionsfilm 82B 
umfasst eine Oberfläche, die in Kontakt mit der 
Antennenoberfläche 81B steht, und eine der Kon
taktfläche gegenüberliegende Oberfläche, d.h. eine 
dem Terahertz-Element 20B zugewandte Oberfläche 
des Reflexionsfilms 82B, die der „zweiten reflektier
enden Oberfläche“ entspricht. Der Reflexionsfilm 
82C umfasst eine Oberfläche, die in Kontakt mit der 
Antennenoberfläche 81C steht, und eine der Kon
taktfläche gegenüberliegende Oberfläche, d.h. eine 
dem Terahertz-Element 20C zugewandte Oberfläche 
des Reflexionsfilms 82C, die der „dritten reflektieren
den Oberfläche“ entspricht.

[0109] Die Reflexionsfilme 82A bis 82C sind so 
gekrümmt, dass sie in Richtung der Vorrichtungs
rückfläche 12 (der Basisrückfläche 72 der separaten 
Antennenbasen 70A bis 70C) ragen. Die Reflexions
filme 82A bis 82C sind in einer Richtung nach oben 
offen (in der vorliegenden Ausführungsform nach 
oben).

[0110] Wie in Fig. 12 gezeigt, sind der Reflexions
film 82 und das Dielektrikum 50 in der z-Richtung 
einander gegenüberliegend angeordnet. Mit anderen 
Worten ist der Reflexionsfilm 82 so angeordnet, dass 
er dem Dielektrikum 50 gegenüberliegt. Die von dem 
Reflexionsfilm 82 reflektierten elektromagnetischen 
Wellen werden in Richtung des Empfangspunktes 
P1 abgestrahlt. Insbesondere werden die von dem 
Reflexionsfilm 82A reflektierten elektromagnetischen 
Wellen in Richtung des Empfangspunktes P1 des 
Terahertz-Elements 20A abgestrahlt. Elektromagne
tische Wellen, die von dem Reflexionsfilm 82B reflek
tiert werden, werden zum Empfangspunkt P1 des 
Terahertz-Elements 20B abgestrahlt. Die vom Refle
xionsfilm 82C reflektierten elektromagnetischen Wel
len werden in Richtung des Empfangspunktes P1 
des Terahertz-Elements 20C abgestrahlt.

[0111] Der Reflexionsfilm 82 ist nicht an der Seite 
der Elementrückfläche 22, sondern an der Seite der 
Elementhauptfläche 21, an der sich der Empfangs
punkt P1 befindet, angeordnet und liegt dem Tera
hertz-Element 20 (in der vorliegenden Ausführungs
form der Elementhauptfläche 21) gegenüber. Mit 

anderen Worten ist das Terahertz-Element 20 in 
dem Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Ele
menthauptfläche 21 dem Reflexionsfilm 82 gegen
überliegt. Was die Lagebeziehung der Pads 33a 
und 34a zum Reflexionsfilm 82 betrifft, so sind die 
Pads 33a und 34a dem Reflexionsfilm 82 zugewandt.

[0112] Der Reflexionsfilm 82 ist beispielsweise so 
angeordnet, dass der Brennpunkt („focal point“) des 
Reflexionsfilms 82 der Empfangspunkt P1 ist. Kon
kret sind, wie in Fig. 12 gezeigt, die Terahertz-Ele
mente 20 entsprechend den Antennenoberflächen 
81A bis 81C (den Reflexionsfilme 82A bis 82C) ange
ordnet. Das Terahertz-Element 20A ist entsprechend 
der Antennenoberfläche 81A (dem Reflexionsfilm 
82A) angeordnet. Das Terahertz-Element 20B ist ent
sprechend der Antennenoberfläche 81B (dem Refle
xionsfilm 82B) angeordnet. Das Terahertz-Element 
20C ist entsprechend der Antennenoberfläche 81C 
(dem Reflexionsfilm 82C) angeordnet. In diesem 
Fall ist der Reflexionsfilm 82A so angeordnet, dass 
der Brennpunkt des Reflexionsfilms 82A der Emp
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20A ist. Der 
Reflexionsfilm 82B ist so angeordnet, dass der 
Brennpunkt des Reflexionsfilms 82B der Empfangs
punkt P1 des Terahertz-Elements 20B ist. Der Refle
xionsfilm 82C ist so angeordnet, dass der Brenn
punkt des Reflexionsfilms 82C der Empfangspunkt 
P1 des Terahertz-Elements 20C ist. In der vorliegen
den Ausführungsform weist der Reflexionsfilm 82A in 
einer Betrachtung in der z-Richtung einen Mittel
punkt P2 auf, der mit dem Empfangspunkt P1 des 
Terahertz-Elements 20A zusammenfällt, der Refle
xionsfilm 82B weist einen Mittelpunkt P2 auf, der 
mit dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20B zusammenfällt, und der Reflexionsfilm 82C 
weist einen Mittelpunkt P2 auf, der mit dem Emp
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20C zusam
menfällt. In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Empfangspunkte P1 der Terahertz-Elemente 
20A bis 20C in der z-Richtung zueinander ausgerich
tet. Daher sind die Mittelpunkte P2 der Reflexions
filme 82A bis 82C in der z-Richtung zueinander aus
gerichtet.

[0113] Vorzugsweise ist der Reflexionsfilm 82 so 
gekrümmt, dass die Bedingung Z=(1/(4z1))XZ erfüllt 
ist, wenn ein bestimmter Abstand z1 den senkrech
ten Abstand vom Empfangspunkt P1 zum Refle
xionsfilm 82, Z die Koordinate des Reflexionsfilms 
82 in der z-Richtung und X die Position des Refle
xionsfilms 82 in der x-Richtung darstellt. Am Mittel
punkt P2 ist X gleich 0. Dasselbe gilt für die Position 
des Reflexionsfilms 82 in der y-Richtung. Die Krüm
mung des Reflexionsfilms 82 ist jedoch nicht auf die
sen Modus beschränkt und kann beliebig verändert 
werden.

[0114] Die z-Richtung bezieht sich auf die Richtung, 
in der sich der Reflexionsfilm 82 und das Terahertz- 
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Elements 20 (der Elementhauptfläche 21) gegen
überstehen. Die z-Richtung bezieht sich auch auf 
die Richtung, in der sich der Mittelpunkt P2 des 
Reflexionsfilms 82 und der Empfangspunkts P1 
gegenüberstehen. Der angegebene Abstand z1 
bezieht sich auf den Abstand zwischen dem Emp
fangspunkt P1 und einer dem Mittelpunkt P2 ent
sprechenden Position des Reflexionsfilms 82.

[0115] Der Reflexionsfilm 82 kann an einer Position 
angeordnet werden, die der Frequenz der von dem 
Terahertz-Element 20 empfangenen elektromagneti
schen Wellen entspricht, so dass die elektromagneti
schen Wellen in Resonanz treten. Insbesondere wird 
der angegebene Abstand z1 so eingestellt, dass die 
Resonanzbedingung der von dem Terahertz-Ele
ment 20 empfangenen elektromagnetischen Wellen 
erfüllt ist.

[0116] Wie in Fig. 10 gezeigt, weisen die Reflexions
filme 82A bis 82C, von oben betrachtet, Öffnungen 
auf, die in ihrer Form mit den Öffnungen der Anten
nenoberflächen 81A bis 81C identisch sind. Das 
heißt, dass in einer Betrachtung von oben die Öff
nung jedes der Reflexionsfilme 82A bis 82C die 
Form eines Kreises hat, der an einem oder beiden 
der gegenüberliegenden offenen Enden der Refle
xionsfilme 82A bis 82C in einer Anordnungsrichtung 
der Reflexionsfilme 82A bis 82C weggeschnitten 
bzw. abgeschnitten ist.

[0117] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82A an einem offenen Ende 
82Aa abgeschnitten, welches das offene Ende 
81Aa der Antennenoberfläche 81A überlappt. In der 
Draufsicht erstreckt sich das offene Ende 82Aa 
geradlinig in x-Richtung.

[0118] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82B an den offenen Enden 82Ba 
und 82Bb abgeschnitten, welche die offenen Enden 
81Ba bzw. 81Bb der Antennenoberfläche 81B über
lappen. In einer Betrachtung von oben erstrecken 
sich die offenen Enden 82Ba und 82Bb geradlinig in 
der x-Richtung.

[0119] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82C an einem offenen Ende 
82Ca abgeschnitten, welches das offene Ende 
81Ca der Antennenoberfläche 81C überlappt. In 
einer Betrachtung von oben erstreckt sich das offene 
Ende 82Ca geradlinig in der x-Richtung.

[0120] Wie die Antennenoberflächen 81A bis 81C 
haben auch der Reflexionsfilm 82A, der Reflexions
film 82B und der Reflexionsfilm 82C in einer Betrach
tung von oben den gleichen Durchmesser.

[0121] Das offene Ende 82Aa des Reflexionsfilms 
82A ist mit dem offenen Ende 82Ba des Reflexions

films 82B verbunden. Das offene Ende 82Bb des 
Reflexionsfilms 82B ist mit dem offenen Ende 82Ca 
des Reflexionsfilms 82C verbunden. In der vorliegen
den Ausführungsform ist das offene Ende 82Aa in 
der x-Richtung gleich lang wie das offene Ende 
82Ba. Das offene Ende 82Ba hat die gleiche Länge 
in der x-Richtung wie das offene Ende 82Ca. Das 
offene Ende 82Ba hat die gleiche Länge in der x- 
Richtung wie das offene Ende 82Bb. In der vorliegen
den Ausführungsform ist also das offene Ende 81Aa 
in der x-Richtung gleich lang wie das offene Ende 
82Ca.

[0122] Wie in Fig. 11 gezeigt, befindet sich das 
offene Ende 82Aa des Reflexionsfilms 82A an einer 
Position, die niedriger bzw. tiefer ist als die Basis
hauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 70A 
(die Basishauptfläche 71T der Antennenbasis 70). 
Die Position des offenen Endes 82Aa des Refle
xionsfilms 82A in der z-Richtung stimmt mit der Posi
tion des offenen Endes 82Ba des Reflexionsfilms 
82B in der z-Richtung überein. Das offene Ende 
82Ca des Reflexionsfilms 82C befindet sich an 
einer Position, die tiefer liegt als die Basishauptfläche 
71 der separaten Antennenbasis 70C (die Basis
hauptfläche 71T der Antennenbasis 70). Das offene 
Ende 82Ca des Reflexionsfilms 82C ist mit dem offe
nen Ende 82Bb des Reflexionsfilms 82B in der z- 
Richtung ausgerichtet. Das offene Ende 82Ba des 
Reflexionsfilms 82B ist mit dem offenen Ende 82Bb 
in der z-Richtung ausgerichtet. Somit ist das offene 
Ende 82Aa des Reflexionsfilms 82A mit dem offenen 
Ende 82Ca des Reflexionsfilms 82C in der z-Rich
tung ausgerichtet.

[0123] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm 
82A in einer Betrachtung von oben so ausgebildet, 
dass sich der Mittelpunkt P2 an einer von der Mitte 
der separaten Antennenbasis 70A abweichenden 
Position befindet. In der vorliegenden Ausführungs
form ist der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82A in 
einer Betrachtung von oben das Zentrum des Refle
xionsfilms 82A, der die Form eines teilweise abge
schnittenen Kreises hat, und fällt mit dem Mittelpunkt 
der Antennenoberfläche 81A zusammen. Genauer 
gesagt ist der Reflexionsfilm 82A in einer Betrach
tung von oben so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt P2 in der Mitte der separaten Antennenbasis 
70A in der x-Richtung befindet. In einer Betrachtung 
von oben ist der Reflexionsfilm 82A so ausgebildet, 
dass sich der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung näher 
an der vierten Basisseitenfläche 76 der separaten 
Antennenbasis 70A befindet. Mit anderen Worten 
befindet sich der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 
82A von oben betrachtet in der y-Richtung näher an 
der separaten Antennenbasis 70B als die Mitte der 
separaten Antennenbasis 70A.

[0124] Der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82A 
fällt in einer Betrachtung von oben mit dem Mittel

17/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



punkt der Antennenoberfläche 81A zusammen und 
der Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81A ausgebildet. 
So ist die Antennenoberfläche 81A in gleicher 
Weise wie der Reflexionsfilm 82A in einer Betrach
tung von oben so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81A an einer von der 
Mitte der separaten Antennenbasis 70A abweichen
den Stelle befindet.

[0125] In einer Betrachtung von oben weist der 
Reflexionsfilm 82A einen bogenförmigen Umfang 
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der die 
Bogenendpunkte in einer ersten Richtung verbindet, 
die eine Richtung ist, in der die Reflexionsfilme 82A 
bis 82C angeordnet sind (in der vorliegenden Aus
führungsform die y-Richtung). Der umlaufende Teil 
ist bogenförmig und hat einen Zentralwinkel bzw. 
zentralen Winkel von weniger als 180°. Die erste 
Richtung schneidet die Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung 10 (die z-Richtung). In der vorlie
genden Ausführungsform ist die erste Richtung 
orthogonal zur Höhenrichtung der Terahertz-Vorrich
tung 10. In der vorliegenden Ausführungsform 
umfasst der bogenförmige Umfang des Reflexions
films 82A einen umlaufenden Teil, der einen Boge
nendpunkt in y-Richtung, der sich in der Nähe der 
dritten Basisseitenfläche 75 befindet, mit einem der 
gegenüberliegenden Endpunkte des offenen Endes 
82Aa in der x-Richtung verbindet, der sich näher an 
der ersten Basisseitenfläche 73 befindet. Der umlau
fende Teil ist bogenförmig und hat einen zentralen 
Winkel θa1 von weniger als 180°. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst der bogenförmige Umfang 
des Reflexionsfilms 82A auch einen Umlaufenden 
Teil, der den Bogenendpunkt in der y-Richtung, der 
sich in der Nähe der dritten Basisseitenfläche 75 
befindet, mit einem der gegenüberliegenden End
punkte des offenen Endes 82Aa in der x-Richtung 
verbindet, der sich näher an der zweiten Basisseiten
fläche 74 befindet. Der umlaufende Teil ist bogenför
mig und hat einen zentralen Winkel θa2 von weniger 
als 180°. Der Zentralwinkel θa1 ist gleich dem Zent
ralwinkel θa2. In einer Betrachtung von oben ist der 
Reflexionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch 
mit der Antennenoberfläche 81A ausgebildet. So 
weist die Antennenoberfläche 81A in gleicher Weise 
wie der Reflexionsfilm 82A einen bogenförmigen 
Umfang auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, 
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung verbin
det, die eine Richtung ist, in der die Antennenoberflä
chen 81A bis 81C angeordnet sind. Der umlaufende 
Teil ist bogenförmig und hat einen zentralen Winkel 
von weniger als 180°.

[0126] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82A in der ersten Richtung, d.h. der Rich
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange
ordnet sind, kleiner als in einer zweiten, von der 
ersten Richtung abweichenden, Richtung. Genauer 

gesagt ist, von oben betrachtet, die Abmessung des 
Reflexionsfilms 82A in der ersten Richtung (in der 
vorliegenden Ausführungsform die y-Richtung), die 
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als 
die Abmessung des Reflexionsfilms 82A in der zwei
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2 
erstreckt. Die zweite Richtung (in der vorliegenden 
Ausführungsform die x-Richtung) ist z.B. in einer 
Betrachtung von oben orthogonal zu der ersten Rich
tung. In der vorliegenden Ausführungsform ist in 
einer Betrachtung von oben eine Länge LAY des 
Reflexionsfilms 82A in der durch den Mittelpunkt P2 
verlaufenden y-Richtung kleiner als eine Länge LAX 
des Reflexionsfilms 82A in der durch den Mittelpunkt 
P2 verlaufenden y-Richtung bzw. x-Richtung. Die 
Länge LAX des sich durch den Mittelpunkt P2 
erstreckenden Reflexionsfilms 82A bezieht sich auf 
den Durchmesser des Reflexionsfilms 82A in der 
Betrachtung von oben.

[0127] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82A im Wesentlichen formgleich mit der 
Antennenoberfläche 81A. So hat die Antennenober
fläche 81A das gleiche Größenverhältnis der x-Rich
tung und der y-Richtung wie der oben beschriebene 
Reflexionsfilm 82A. Genauer gesagt ist in einer 
Betrachtung von oben die Abmessung der Anten
nenoberfläche 81A in der ersten Richtung, d.h. der 
Richtung, in der die Antennenoberflächen 81A bis 
81C angeordnet sind, die sich durch den Mittelpunkt 
der Antennenoberfläche 81A erstreckt, geringer als 
die Abmessung der Antennenoberfläche 81A in 
einer zweiten Richtung, die sich von der ersten Rich
tung unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt 
der Antennenoberfläche 81A erstreckt. Die zweite 
Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform die 
x-Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Rich
tung, wenn man sie von oben betrachtet. In diesem 
Fall bezieht sich die Abmessung der Antennenober
fläche 81A in der zweiten Richtung, die sich durch 
den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81A 
erstreckt, auf den Durchmesser der Antennenober
fläche 81A in einer Betrachtung von oben.

[0128] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82A in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene 
geschnitten wird, die sich in der y-Richtung und der 
z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82A erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der die 
gegenüberliegenden Endpunkte verbindet und einen 
zentralen Winkel θz1 von weniger als 180° hat. In 
gleicher Weise umfasst die Antennenoberfläche 
81A in einer Querschnittsansicht der separaten 
Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und in der 
z-Richtung durch den Mittelpunkt der Antennenober
fläche 81A erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte verbindet und 
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einen zentralen Winkel von weniger als 180° auf
weist.

[0129] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm 
82B in einer Betrachtung von oben so ausgebildet, 
dass der Mittelpunkt P2 mit der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70B ausgerichtet ist. In der vorliegen
den Ausführungsform ist in einer Betrachtung von 
oben der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B 
der Mittelpunkt des Reflexionsfilms 82B, der die 
Form eines Kreises hat, der teilweise weggeschnit
ten ist, und fällt mit dem Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81B zusammen.

[0130] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82B mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81B zusammen, und 
der Reflexionsfilm 82B ist im Wesentlichen form
gleich mit der Antennenoberfläche 81B. So ist die 
Antennenoberfläche 81B in gleicher Weise wie der 
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung von oben 
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81B mit der Mitte der separaten Anten
nenbasis 70B ausgerichtet ist.

[0131] In einer Betrachtung von oben weist der 
Reflexionsfilm 82B einen bogenförmigen Umfang 
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge
nendpunkte in der ersten Richtung, d.h. in der Rich
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange
ordnet sind (in der vorliegenden Ausführungsform 
die y-Richtung), miteinander verbindet. Der umlau
fende Teil ist bogenförmig und hat einen Zentralwin
kel von weniger als 180°. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform umfasst der bogenförmige Umfang des 
Reflexionsfilms 82B einen umlaufenden Teil, der 
einen der gegenüberliegenden Endpunkte des offe
nen Endes 82Ba in der x-Richtung, der näher an der 
ersten Basisseitenfläche 73 liegt, mit einem der 
gegenüberliegenden Endpunkte des offenen Endes 
82Bb in der x-Richtung, der näher an der ersten 
Basisseitenfläche 73 liegt, verbindet. Der umlau
fende Teil ist bogenförmig und hat einen zentralen 
Winkel θb1 von weniger als 180°. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst der bogenförmige Umfang 
des Reflexionsfilms 82B einen umlaufenden Teil, der 
einen der gegenüberliegenden Endpunkte des offe
nen Endes 82Ba in der x-Richtung, der näher an der 
zweiten Basisseitenfläche 74 liegt, mit einem der 
gegenüberliegenden Endpunkte des offenen Endes 
82Bb in der x-Richtung, der näher an der zweiten 
Basisseitenfläche 74 liegt, verbindet. Der umlau
fende Teil ist bogenförmig und hat einen zentralen 
Winkel θb2 von weniger als 180°. Die zentralen Win
kel θb1 und θb2 sind einander gleich. Die zentralen 
Winkel θb1 und θb2 sind kleiner als die zentralen 
Winkel θa1 und θa2. In einer Betrachtung von oben 
ist der Reflexionsfilm 82B im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81B. So weist die 
Antennenoberfläche 81A in gleicher Weise wie der 

Reflexionsfilm 82B einen bogenförmigen Umfang 
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge
nendpunkte in der ersten Richtung verbindet, die 
eine Richtung ist, in der die Antennenoberflächen 
81A bis 81C angeordnet sind (in der vorliegenden 
Ausführungsform die y-Richtung). Der umlaufende 
Teil ist bogenförmig und hat einen Zentralwinkel von 
weniger als 180°.

[0132] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B in der ersten Richtung, d.h. in der Rich
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange
ordnet sind, kleiner als in einer zweiten, von der 
ersten Richtung abweichenden Richtung. Genauer 
gesagt ist, von oben betrachtet, die Abmessung des 
Reflexionsfilms 82B in der ersten Richtung (in der 
vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung), die 
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als 
die Abmessung des Reflexionsfilms 82B in der zwei
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2 
erstreckt. Die zweite Richtung (in der vorliegenden 
Ausführungsform die x-Richtung) ist z.B. in einer 
Betrachtung von oben orthogonal zu der ersten Rich
tung. In der vorliegenden Ausführungsform ist, in 
einer Betrachtung von oben, eine Länge LBY des 
Reflexionsfilms 82B in der y-Richtung, die sich 
durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als eine 
Länge LBX des Reflexionsfilms 82B in der y-Rich
tung bzw. x-Richtung, die sich durch den Mittelpunkt 
P2 erstreckt. Die Länge LBX des sich durch den Mit
telpunkt P2 erstreckenden Reflexionsfilms 82B 
bezieht sich auf den Durchmesser des Reflexions
films 82A in der Betrachtung von oben. Das heißt, 
dass die Länge LBX des sich durch den Mittelpunkt 
P2 erstreckenden Reflexionsfilms 82B in einer 
Betrachtung von oben gleich der Länge LAX des 
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckenden Refle
xionsfilms 82A ist.

[0133] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81B. So hat die Antennenober
fläche 81B das gleiche Größenverhältnis der x-Rich
tung und der y-Richtung wie der Reflexionsfilm 82B, 
der oben beschrieben ist. Genauer gesagt ist, von 
oben betrachtet, die Abmessung der Antennenober
fläche 81B in der ersten Richtung, d.h. der Richtung, 
in der die Antennenoberflächen 81A bis 81C ange
ordnet sind (in der vorliegenden Ausführungsform 
die y-Richtung), die sich durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81B erstreckt, geringer als die 
Abmessung der Antennenoberfläche 81B in einer 
zweiten Richtung, die sich von der ersten Richtung 
unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81B erstreckt. Die zweite Rich
tung (in der vorliegenden Ausführungsform die x- 
Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Richtung, 
wenn man sie von oben betrachtet. In diesem Fall 
bezieht sich die Abmessung der Antennenoberfläche 
81B in der zweiten Richtung, die sich durch den Mit
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telpunkt der Antennenoberfläche 81B erstreckt, auf 
den Durchmesser der Antennenoberfläche 81B in 
einer Betrachtung von oben. Das heißt, in einer 
Betrachtung von oben ist die Abmessung der Anten
nenoberfläche 81B in der zweiten Richtung, die sich 
durch den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81B 
erstreckt, gleich der Abmessung der Antennenober
fläche 81A in der zweiten Richtung, die sich durch 
den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81A 
erstreckt.

[0134] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene 
geschnitten wird, die sich in der y-Richtung und in 
der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82B erstreckt, einen bogenförmigen Teil, 
der die gegenüberliegenden Endpunkte verbindet 
und einen zentralen Winkel θz2 von weniger als 
180° aufweist. In der vorliegenden Ausführungsform 
ist der Zentralwinkel θz2 kleiner als der Zentralwinkel 
θz1 des Reflexionsfilms 82A. In gleicher Weise 
umfasst die Antennenoberfläche 81B in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70B, 
die entlang einer Ebene geschnitten wird, die sich in 
der y-Richtung und in der z-Richtung durch den Mit
telpunkt der Antennenoberfläche 81B erstreckt, 
einen bogenförmigen Teil, der die gegenüberliegen
den Endpunkte verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° aufweist.

[0135] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm 
82C in einer Betrachtung von oben so ausgebildet, 
dass sich der Mittelpunkt P2 an einer von der Mitte 
der separaten Antennenbasis 70C abweichenden 
Position befindet. In der vorliegenden Ausführungs
form ist der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82C in 
einer Betrachtung von oben der Mittelpunkt des 
Reflexionsfilms 82C in Form eines Kreises, der teil
weise weggeschnitten ist, und fällt mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81C zusammen. 
Genauer gesagt ist der Reflexionsfilm 82C in einer 
Betrachtung von oben so ausgebildet, dass sich der 
Mittelpunkt P2 in der Mitte der separaten Antennen
basis 70C in der x-Richtung befindet. In einer 
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82C so 
ausgebildet, dass sich der Mittelpunkt P2 in der y- 
Richtung näher an der dritten Basisseitenfläche 75 
der separaten Antennenbasis 70C befindet. Mit 
anderen Worten liegt in einer Betrachtung von oben 
der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82C näher an 
der separaten Antennenbasis 70B als die Mitte der 
separaten Antennenbasis 70C in der y-Richtung.

[0136] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82C mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81C zusammen und 
der Reflexionsfilm 82C hat im Wesentlichen die glei
che Form wie die Antennenoberfläche 81C. So ist die 
Antennenoberfläche 81C in gleicher Weise wie der 

Reflexionsfilm 82C in einer Ansicht von oben so 
geformt, dass sich der Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81C an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70C abweichenden Stelle befindet.

[0137] In einer Betrachtung von oben weist der 
Reflexionsfilm 82C einen bogenförmigen Umfang 
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge
nendpunkte in der ersten Richtung verbindet, d.h. in 
der Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C 
angeordnet sind (in der vorliegenden Ausführungs
form die y-Richtung). Der umlaufende Teil ist bogen
förmig und hat einen Zentralwinkel von weniger als 
180°. In der vorliegenden Ausführungsform umfasst 
der bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82C 
einen umlaufenden Teil, der einen Bogenendpunkt 
in der y-Richtung, der sich in der Nähe der vierten 
Basisseitenfläche 76 befindet, mit einem der gegen
überliegenden Endpunkte des offenen Endes 82Ca 
in der x-Richtung verbindet, der sich näher an der 
ersten Basisseitenfläche 73 befindet. Der umlau
fende Teil ist bogenförmig und hat einen zentralen 
Winkel θc1 von weniger als 180°. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst der bogenförmige Umfang 
des Reflexionsfilms 82C auch einen umlaufenden 
Teil, der den Bogenendpunkt in der y-Richtung, der 
sich in der Nähe der vierten Basisseitenfläche 76 
befindet, mit einem der gegenüberliegenden End
punkte des offenen Endes 82Ca in der x-Richtung 
verbindet, der sich näher an der zweiten Basisseiten
fläche 74 befindet. Der umlaufende Teil ist bogenför
mig und hat einen zentralen Winkel θc2 von weniger 
als 180°. Der Zentralwinkel θc1 ist gleich dem Zent
ralwinkel θc2. In der vorliegenden Ausführungsform 
sind die Zentralwinkel θc1 und θc2 gleich den Zent
ralwinkeln θa1 und θa2 des Reflexionsfile 82A. In 
einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 
82C im Wesentlichen formidentisch mit der Anten
nenoberfläche 81C. So weist die Antennenoberflä
che 81C in gleicher Weise wie der Reflexionsfilm 
82C einen bogenförmigen Umfang auf, der einen 
umlaufenden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung verbindet, die eine Richtung ist, 
in der die Antennenoberflächen 81A bis 81C ange
ordnet sind (in der vorliegenden Ausführungsform 
die y-Richtung). Der umlaufende Teil ist bogenförmig 
und hat einen Zentralwinkel von weniger als 180°.

[0138] In einer Betrachtung von oben ist die Abmes
sung des Reflexionsfilms 82C in der ersten Richtung, 
d.h. in der Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A 
bis 82C angeordnet sind, kleiner als die Abmessung 
des Reflexionsfilms 82B in einer zweiten Richtung, 
die sich von der ersten Richtung unterscheidet. 
Genauer gesagt ist, in einer Betrachtung von oben, 
die Abmessung des Reflexionsfilms 82C in der ers
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2 
erstreckt, kleiner als die Abmessung des Reflexions
films 82C in der zweiten Richtung, die sich durch den 
Mittelpunkt P2 erstreckt. Die zweite Richtung (in der 
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vorliegenden Ausführungsform die x-Richtung) ist 
z.B. orthogonal zu der ersten Richtung, in einer 
Betrachtung von oben. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform ist, in einer Betrachtung von oben, eine 
Länge LCY des Reflexionsfilms 82C in der y-Rich
tung, die sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, 
kleiner als eine Länge LCX des Reflexionsfilms 82C 
in der x-Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2 
erstreckt. Die Länge LCX des sich durch den Mittel
punkt P2 erstreckenden Reflexionsfilms 82C bezieht 
sich auf den Durchmesser des Reflexionsfilms 82C 
in einer Betrachtung von oben. Das heißt, die Länge 
LCX des sich durch den Mittelpunkt P2 erstrecken
den Reflexionsfilms 82C ist gleich der Länge LAX 
des sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckenden 
Reflexionsfilms 82A. Die Länge LCY des Reflexions
films 82C ist größer als die Länge LBY des Refle
xionsfilms 82B. Somit ist die Länge LBY des Refle
xionsfilms 82B kleiner als die Länge LAY des 
Reflexionsfilms 82A und die Länge LCY des Refle
xionsfilms 82B.

[0139] Wie oben beschrieben, sind die Längen LAY 
bis LCY der Reflexionsfilme 82A bis 82C kleiner als 
die Längen LAX bis LCX der Reflexionsfilme 82A bis 
82C. Dementsprechend sind die Reflexionsfilme 82A 
bis 82C in der ersten Richtung kleiner als in der zwei
ten Richtung.

[0140] Von oben betrachtet ist der Reflexionsfilm 
82C im Wesentlichen formidentisch mit der Anten
nenoberfläche 81C. So hat die Antennenoberfläche 
81C das gleiche Größenverhältnis der x-Richtung 
und der y-Richtung wie der Reflexionsfilm 82C, der 
oben beschrieben ist. Genauer gesagt ist, von oben 
betrachtet, die Abmessung der Antennenoberfläche 
81C in der ersten Richtung, d.h. der Richtung, in der 
die Antennenoberflächen 81 A bis 81C angeordnet 
sind (in der vorliegenden Ausführungsform die y- 
Richtung), die sich durch den Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81C erstreckt, geringer als die 
Abmessung der Antennenoberfläche 81C in einer 
zweiten Richtung, die sich von der ersten Richtung 
unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81C erstreckt. Die zweite Rich
tung (in der vorliegenden Ausführungsform die x- 
Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Richtung, 
wenn man sie von oben betrachtet. In diesem Fall 
bezieht sich die Abmessung der Antennenoberfläche 
81C in der zweiten Richtung, die sich durch den Mit
telpunkt der Antennenoberfläche 81C erstreckt, auf 
den Durchmesser der Antennenoberfläche 81C in 
einer Betrachtung von oben. Somit ist die Abmes
sung der Antennenoberfläche 81C in der zweiten 
Richtung, die sich durch den Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81C erstreckt, gleich der Abmessung 
der Antennenoberfläche 81A in der zweiten Rich
tung, die sich durch den Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81A erstreckt.

[0141] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82C in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70C, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82C erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte verbindet und 
einen zentralen Winkel θz3 von weniger als 180° auf
weist. In der vorliegenden Ausführungsform ist der 
Zentralwinkel θz3 gleich dem Zentralwinkel θz1 der 
separaten Antennenbasis 70A. In gleicher Weise 
umfasst die Antennenoberfläche 81C in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70C, 
die entlang einer Ebene geschnitten wird, die sich in 
der y-Richtung und in der z-Richtung durch den Mit
telpunkt der Antennenoberfläche 81C erstreckt, 
einen bogenförmigen Teil, der die gegenüberliegen
den Endpunkte verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° aufweist.

[0142] Wie in den Fig. 3 und 12 gezeigt, ist der 
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z- 
Richtung größer als das Terahertz-Element 20A. Ins
besondere ist der Reflexionsfilm 82A in den Abmes
sungen in der x-Richtung und in der y-Richtung grö
ßer als das Terahertz-Element 20A. Die Länge LAX 
des Reflexionsfilms 82A wird größer als die Abmes
sung des Terahertz-Elements 20A in der x-Richtung 
festgelegt. Die Länge LAY des Reflexionsfilms 82A 
wird größer als die Abmessung des Terahertz-Ele
ments 20A in y-Richtung festgelegt.

[0143] Der Reflexionsfilm 82B ist in einer Betrach
tung in der z-Richtung größer als das Terahertz-Ele
ment 20B. Insbesondere ist der Reflexionsfilm 82B in 
den Abmessungen in der x-Richtung und in der y- 
Richtung größer als das Terahertz-Element 20B. 
Die Länge LBX des Reflexionsfilms 82B wird größer 
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20B in 
der x-Richtung festgelegt. Die Länge LBY des Refle
xionsfilms 82B wird so festgelegt, dass sie größer ist 
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20B in 
der y-Richtung.

[0144] Der Reflexionsfilm 82C ist in einer Betrach
tung in der z-Richtung größer als das Terahertz-Ele
ment 20C. Insbesondere ist der Reflexionsfilm 82C in 
den Abmessungen in der x-Richtung und in der y- 
Richtung größer als das Terahertz-Element 20C. 
Die Länge LCX des Reflexionsfilms 82C wird größer 
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20C in 
der x-Richtung festgelegt. Die Länge LCY des Refle
xionsfilms 82C wird so festgelegt, dass sie größer ist 
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20C in 
der y-Richtung.

[0145] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70A in einer Betrachtung von oben 
eine Umfangswand 78A, die sich um die Öffnung 
der Antennenvertiefung 80A erstreckt, mit Aus
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nahme des ab- bzw. weggeschnittenen Abschnitts, 
der in Kontakt mit der Antennenvertiefung 80B 
steht. In einer Betrachtung von oben weist die sepa
rate Antennenbasis 70B eine Umfangswand 78B auf, 
die sich um die Öffnung der Antennenvertiefung 80B 
erstreckt, mit Ausnahme der weggeschnittenen 
Abschnitte, die mit den Antennenvertiefungen 80A 
und 80C in Kontakt stehen. In einer Betrachtung 
von oben umfasst die separate Antennenbasis 70C 
eine Umfangswand 78C, die sich um die Öffnung der 
Antennenvertiefung 80C erstreckt, mit Ausnahme 
des weggeschnittenen Abschnitts, der mit der Anten
nenvertiefung 80B in Kontakt steht.

[0146] Damit ist, wie in Fig. 3 gezeigt, ein Zwischen
elementabstand DE1 zwischen dem Empfangspunkt 
P1 des Terahertz-Elements 20A und dem Empfangs
punkt P1 des Terahertz-Elements 20B in der y-Rich
tung kleiner als die Längen LAX und LBX, die die 
Durchmesser der Antennenoberfläche 81A und der 
Antennenoberfläche 81B in der x-Richtung sind. Ein 
Zwischenelementabstand DE2 zwischen dem Emp
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20B und dem 
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20C in 
der y-Richtung ist kleiner als die Längen LBX und 
LCX, die Durchmesser der Antennenoberfläche 81B 
und der Antennenoberfläche 81C in der x-Richtung 
sind.

[0147] Wie in den Fig. 4, 5 und 12 gezeigt, sind in 
der vorliegenden Ausführungsform die Antennenba
sis 70 und das Dielektrikum 50 getrennt ausgebildet 
und in der z-Richtung gekoppelt. Insbesondere 
umfasst die Terahertz-Vorrichtung 10 eine Klebe
schicht 91 als Befestigungsteil, die das Dielektrikum 
50 an der Antennenbasis 70 fixiert. Die Klebeschicht 
91 ist z.B. aus einem isolierenden Material gebildet 
und umfasst z.B. ein Harzklebemittel. Die Klebe
schicht 91 ist zwischen der Basishauptfläche 71T 
und der dielektrischen Hauptfläche 51 entlang des 
Umfangs der Öffnung der Antennenvertiefung 80A, 
des Umfangs der Öffnung der Antennenvertiefung 
80B und des Umfangs der Öffnung der Antennenver
tiefung 80C angeordnet.

[0148] Die Klebeschicht 91 haftet an das Dielektri
kum 50 und die Antennenbasis 70 an. Das heißt, 
das Dielektrikum 50 und die Antennenbasis 70 sind 
mit der Klebeschicht 91 in der z-Richtung gekoppelt. 
Dadurch werden das Dielektrikum 50 und die Anten
nenbasis 70 zu einer Einheit. Die Klebeschicht 91 
begrenzt eine Fehlausrichtung des Dielektrikums 50 
und der Antennenbasis 70 in einer Richtung orthogo
nal zur z-Richtung, wodurch die Fehlausrichtung der 
Terahertz-Elemente 20A, 20B und 20C in dem 
Dielektrikum 50 relativ zu den Reflexionsfilmen 82A, 
82B und 82C der Antennenbasis 70 begrenzt wird.

[0149] Insbesondere ist in der vorliegenden Ausfüh
rungsform das innere Umfangsende der Klebe

schicht 91 mit der Oberfläche des Reflexionsfilms 
82 bündig und wird über die Basishauptfläche 71T 
und das Ende des Reflexionsfilms 82 gebildet. Das 
heißt, die Klebeschicht 91 ist so ausgestaltet, dass 
sie sich nicht über den Reflexionsfilm 82 hinaus 
nach innen (mit anderen Worten in Richtung des 
Terahertz-Elements 20) erstreckt.

[0150] Das innere Umfangsende der Klebeschicht 
91 bezieht sich auf ein Ende der Klebeschicht 91, 
das sich in der Nähe des Terahertz-Elements 20 
befindet. Genauer gesagt ist die Klebeschicht 91 
auf der Basishauptfläche 71 der separaten Anten
nenbasis 70A ausgebildet und umfasst ein inneres 
Umfangsende, das das Ende der Klebeschicht 91 
definiert, das sich in der Nähe des Terahertz-Ele
ments 20A befindet. Das innere Umfangsende der 
Klebeschicht 91 hat beispielsweise die Form eines 
Kreises, der in Übereinstimmung mit der Antennen
vertiefung 80A in einer Betrachtung in der z-Richtung 
teilweise weggeschnitten ist. Die Klebeschicht 91 ist 
auf der Hauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70B ausgebildet und umfasst ein inneres Umfangs
ende, das das Ende der Klebeschicht 91 in der Nähe 
des Terahertz-Elements 20B definiert. Das innere 
Umfangsende der Klebeschicht 91 hat beispiels
weise die Form eines Kreises, der in Übereinstim
mung mit der Antennenvertiefung 80B in einer 
Betrachtung in der z-Richtung teilweise wegge
schnitten ist. Die Klebeschicht 91 ist auf der Haupt
fläche 71 der separaten Antennenbasis 70C ausge
bildet und umfasst ein inneres Umfangsende, das 
das Ende der Klebeschicht 91 in der Nähe des Tera
hertz-Elements 20C definiert. Das innere Umfangs
ende der Klebeschicht 91 hat beispielsweise die 
Form eines Kreises, der in Übereinstimmung mit 
der Antennenvertiefung 80C in einer Betrachtung in 
der z-Richtung teilweise weggeschnitten ist. Die 
oben beschriebene Form der inneren Umfangsen
den der Klebeschicht 91 kann in beliebiger Weise 
verändert werden.

[0151] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0152] Wie in den Fig. 4, 5 und 12 gezeigt wird der 
Gasraum 92 in der vorliegenden Ausführungsform 
durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberfläche 81 definiert bzw. begrenzt. Ins
besondere werden die Öffnungen der Antennenver
tiefungen 80 durch die dielektrische Hauptfläche 51 
geschlossen. Somit wird der Gasraum 92 durch die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die Antennenoberf
lächen 81, die die Wandflächen der Antennenvertie
fungen 80 sind, definiert. Genauer gesagt, wird der 
Gasraum 92 durch die dielektrische Hauptfläche 51 
und die Antennenoberflächen 81A bis 81C definiert. 
Insbesondere werden die Öffnungen der Antennen
vertiefungen 80A bis 80C durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 verschlossen. Bei der vorliegenden 
Ausführungsform ist die Klebeschicht 91 entlang 
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des Umfangs der Öffnungen der Antennenvertiefun
gen 80A bis 80C angeordnet. Dadurch wird der Gas
raum 92 hermetisch verschlossen. Das heißt, dass 
der Gasraum 92 durch die Klebeschicht 91 herme
tisch verschlossen wird. Die Reflexionsfilme 82A bis 
82C sind in dem Gasraum 92 angeordnet.

[0153] Wie in Fig. 12 gezeigt, umfasst der Gasraum 
92 einen Gasraum 92A, der durch die Antennenver
tiefung 80A und die dielektrische Hauptfläche 51 
definiert ist, einen Gasraum 92B, der durch die 
Antennenvertiefung 80B und die dielektrische Haupt
fläche 51 definiert ist, und einen Gasraum 92C, der 
durch die Antennenvertiefung 80C und die dielektri
sche Hauptfläche 51 definiert ist. In der vorliegenden 
Ausführungsform sind der Gasraum 92A, der Gas
raum 92B und der Gasraum 92C miteinander ver
bunden. Genauer gesagt ist der Gasraum 92A mit 
dem Gasraum 92B über das offene Ende 81Aa der 
Antennenoberfläche 81A (das offene Ende 82Aa des 
Reflexionsfilms 82A) und das offene Ende 81Ba der 
Antennenoberfläche 81B (das offene Ende 82Ba des 
Reflexionsfilms 82B) verbunden. Der Gasraum 92B 
ist mit dem Gasraum 92C über das offene Ende 81Bb 
der Antennenoberfläche 81B (das offene Ende 82Bb 
des Reflexionsfilms 82B) und das offene Ende 81Ca 
der Antennenoberfläche 81C (das offene Ende 82Ca 
des Reflexionsfilms 82C) verbunden.

[0154] Die Gasräume 92A bis 92C sind halbkugel
förmig. In einer Betrachtung in der z-Richtung ist 
der Gasraum 92A größer als das Terahertz-Element 
20A in einer Richtung orthogonal zu der z-Richtung. 
In einer Betrachtung in der z-Richtung ist der Gas
raum 92A in der x-Richtung größer als das Tera
hertz-Element 20A, und der Gasraum 92A ist in der 
y-Richtung größer als das Terahertz-Element 20A. In 
einer Betrachtung in der z-Richtung ist der Gasraum 
92B größer als das Terahertz-Element 20B in einer 
Richtung orthogonal zu der z-Richtung. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung ist der Gasraum 92B 
in der x-Richtung größer als das Terahertz-Element 
20B, und der Gasraum 92B ist in der y-Richtung grö
ßer als das Terahertz-Element 20B. In einer Betrach
tung in der z-Richtung ist der Gasraum 92C größer 
als das Terahertz-Element 20C in einer Richtung 
orthogonal zur z-Richtung. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung ist der Gasraum 92C in der x-Rich
tung größer als das Terahertz-Element 20C, und 
der Gasraum 92C ist in der x-Richtung größer als 
das Terahertz-Element 20C.

[0155] Jeder der Gasräume 92A bis 92C umfasst 
Gas. Der Brechungsindex des Gases in den Gasräu
men 92A bis 92C wird als Gas-Brechungsindex n3 
bezeichnet. Der Gas-Brechungsindex n3 wird so 
festgelegt, dass er kleiner ist als der dielektrische 
Brechungsindex n2. Das heißt, jeder der Gasräume 
92A bis 92C umfasst Gas mit einem niedrigeren Bre
chungsindex als dem dielektrischen Brechungsindex 

n2. Das in den Gasräumen 92A bis 92C befindliche 
Gas ist z.B. Luft. In diesem Fall ist der Gas-Bre
chungsindex n3 ungefähr 1. Das in den Gasräumen 
92A bis 92C enthaltene Gas ist nicht auf Luft 
beschränkt und kann jedes Gas mit einem Bre
chungsindex sein, der niedriger ist als der dielektri
sche Brechungsindex n2.

[0156] Der Reflexionsfilm 82A umfasst einen Teil, 
der dem Terahertz-Element 20A durch das Dielektri
kum 50 und den Gasraum 92A gegenüberliegt. In der 
vorliegenden Ausführungsform ist der Reflexionsfilm 
82A durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 
92A vollständig dem Terahertz-Element 20A gegenü
berliegend.

[0157] Wenn in der vorliegenden Ausführungsform 
eine elektromagnetische Welle durch das Dielektri
kum 50 übertragen wird und sich durch den Gasraum 
92A zu dem Reflexionsfilm 82A ausbreitet, reflektiert 
der Reflexionsfilm 82A die elektromagnetische Welle 
zu dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20A. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm 82A 
so ausgestaltet, dass er eine elektromagnetische 
Welle, die durch das Dielektrikum 50 übertragen 
wird und sich durch den Gasraum 92A ausbreitet, 
zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20A leitet.

[0158] Der Reflexionsfilm 82B umfasst einen Teil, 
der dem Terahertz-Element 20B durch das Dielektri
kum 50 und den Gasraum 92B gegenüberliegt. In der 
vorliegenden Ausführungsform ist der Reflexionsfilm 
82B durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 
92B vollständig dem Terahertz-Element 20B gegenü
berliegend.

[0159] In der vorliegenden Ausführungsform reflek
tiert der Reflexionsfilm 82B die elektromagnetische 
Welle zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele
ments 20B, wenn eine elektromagnetische Welle 
durch das Dielektrikum 50 übertragen wird und sich 
durch den Gasraum 92B zum Reflexionsfilm 82B 
ausbreitet. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm 
82B so ausgestaltet, dass er eine elektromagneti
sche Welle, die durch das Dielektrikum 50 übertra
gen wird und sich durch den Gasraum 92B ausbrei
tet, zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20B leitet.

[0160] Der Reflexionsfilm 82C umfasst einen Teil, 
der dem Terahertz-Element 20C durch das Dielekt
rikum 50 und den Gasraum 92C gegenüberliegt. In 
der vorliegenden Ausführungsform ist der Refle
xionsfilm 82C durch das Dielektrikum 50 und den 
Gasraum 92C vollständig dem Terahertz-Element 
20C gegenüberliegend.

[0161] In der vorliegenden Ausführungsform reflek
tiert der Reflexionsfilm 82C die elektromagnetische 
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Welle zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele
ments 20C, wenn eine elektromagnetische Welle 
durch das Dielektrikum 50 übertragen wird und sich 
durch den Gasraum 92C zum Reflexionsfilm 82C 
ausbreitet. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm 
82C ist so ausgestaltet, dass er eine elektromagne
tische Welle, die durch das Dielektrikum 50 übertra
gen wird und sich durch den Gasraum 92C ausbrei
tet, zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20C leitet.

[0162] Wie in Fig. 13 gezeigt, umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10 eine erste Elektrode 101 und eine 
zweite Elektrode 102, die zur elektrischen Verbin
dung mit einer externen Vorrichtung dienen, sowie 
einen ersten leitenden Abschnitt 110 und einen zwei
ten leitenden Abschnitt 120, die in dem Dielektrikum 
50 angeordnet und mit dem Terahertz-Element 20 
elektrisch verbunden sind. In der vorliegenden Aus
führungsform sind die beiden Elektroden 101 und 
102 für jede der separaten Antennenbasen 70A bis 
70C angeordnet. Genauer gesagt umfassen die bei
den Elektroden 101 und 102 eine erste Elektrode 
101A und eine zweite Elektrode 102A, die auf der 
separaten Antennenbasis 70A angeordnet sind, 
eine erste Elektrode 101B und eine zweite Elektrode 
102B, die auf der separaten Antennenbasis 70B 
angeordnet sind, und eine erste Elektrode 101C 
und eine zweite Elektrode 102C, die auf der separa
ten Antennenbasis 70C angeordnet sind. In der vor
liegenden Ausführungsform sind die beiden leiten
den Abschnitte 110 und 120 für jedes der Terahertz- 
Elemente 20A bis 20C angeordnet. Genauer gesagt 
umfassen die beiden leitenden Abschnitte 110 und 
120 einen ersten leitenden Abschnitt 110A und 
einen zweiten leitenden Abschnitt 120A, die elekt
risch mit dem Terahertz-Element 20A verbunden 
sind, einen ersten leitenden Abschnitt 110B und 
einen zweiten leitenden Abschnitt 120B, die elekt
risch mit dem Terahertz-Element 20B verbunden 
sind, und einen ersten leitenden Abschnitt 110C 
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120C, die 
elektrisch mit dem Terahertz-Element 20C verbun
den sind.

[0163] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101A und 102A auf einem 
Abschnitt des Dielektrikums 50 angeordnet, der den 
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z- 
Richtung nicht überlappt, aber in einer Betrachtung 
in der x-Richtung überlappt. Mit anderen Worten 
sind die beiden Elektroden 101A und 102A auf dem 
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms 
82A in der x-Richtung angeordnet.

[0164] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101A und 102A seitlich von 
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis 
70A) angeordnet. Insbesondere sind die beiden 
Elektroden 101A und 102A auf einem Teil der dielekt

rischen Hauptfläche 51 ausgebildet, der zu dem ers
ten Vorsprung 61 gehört, d.h. auf der ersten Über
hangfläche 51a (vgl. Fig. 4 und 5). Die beiden 
Elektroden 101A und 102A sind in der x-Richtung 
zueinander ausgerichtet und in der y-Richtung 
nebeneinander angeordnet. Die beiden Elektroden 
101A und 102A sind nach unten gerichtet.

[0165] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101B und 102B auf einem 
Abschnitt des Dielektrikums 50 angeordnet, der den 
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung in der z- 
Richtung nicht überlappt, aber in einer Betrachtung 
in der x-Richtung überlappt. Mit anderen Worten 
sind die beiden Elektroden 101B und 102B auf dem 
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms 
82B in der x-Richtung angeordnet.

[0166] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101B und 102B seitlich von 
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis 
70B) angeordnet. Konkret sind die beiden Elektroden 
101B und 102B auf einem Teil der dielektrischen 
Hauptfläche 51 ausgebildet, der zu dem ersten Vor
sprung 61 gehört, d.h. auf der ersten Überhangfläche 
51a. Die beiden Elektroden 101B und 102B sind in 
der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der 
y-Richtung nebeneinander angeordnet. Die beiden 
Elektroden 101B und 102B sind nach unten gerich
tet.

[0167] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101C und 102C auf einem 
Abschnitt des Dielektrikum 50 angeordnet, der den 
Reflexionsfilm 82C in der z-Richtung nicht überlappt, 
aber in der x-Richtung überlappt. Mit anderen Worten 
sind die beiden Elektroden 101C und 102C auf dem 
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms 
82C in der x-Richtung angeordnet.

[0168] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Elektroden 101C und 102C seitlich von 
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis 
70C) angeordnet. Insbesondere sind die beiden 
Elektroden 101C und 102C auf einem Abschnitt der 
dielektrischen Hauptfläche 51 ausgebildet, der zu 
dem ersten Vorsprung 61 gehört, d.h. auf der ersten 
Überhangfläche 51a. Die beiden Elektroden 101C 
und 102C sind in der x-Richtung zueinander ausge
richtet und in der y-Richtung nebeneinander ange
ordnet. Die beiden Elektroden 101C und 102C sind 
nach unten gerichtet.

[0169] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Elektroden 101A und 102A, die Elektroden 
101B und 102B sowie die Elektroden 101C und 
102C in der x-Richtung zueinander ausgerichtet 
und in der y-Richtung voneinander getrennt.

24/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



[0170] In der vorliegenden Ausführungsform hat 
jede der Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C 
und 102C beispielsweise eine geschichtete Struktur 
mit einer Ni-Schicht und einer Au-Schicht. Die Elekt
roden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C sind 
jedoch nicht auf diese Struktur beschränkt und kön
nen eine beliebige Struktur aufweisen. So kann die 
Struktur beispielsweise eine Pd-Schicht oder eine 
Sn-Schicht umfassen. Die Elektroden 101A, 102A, 
101B, 102B, 101C und 102C können in einer 
Betrachtung in der z-Richtung eine beliebige Form 
haben und sind z.B. rechteckig, so dass die Längs
richtung in der y-Richtung und die Querrichtung in 
der x-Richtung verläuft. Die Form der Elektroden 
101A und 102A, in einer Betrachtung in der z-Rich
tung, die Form der Elektroden 101B und 102B, in 
einer Betrachtung in der z-Richtung, und die Form 
der Elektroden 101C und 102C, in einer Betrachtung 
in der z-Richtung, können voneinander abweichen.

[0171] Wie in Fig. 12 gezeigt, ist die Abmessung der 
Antennenbasis 70 (der einzelnen Antennenbasen 
70A, 70B und 70C) in der z-Richtung größer als die 
Dicke des Dielektrikums 50. Somit befinden sich die 
Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C 
an einer Oberseite der Mitte der Terahertz-Vorrich
tung 10 (mit anderen Worten in Richtung der Vorrich
tungshauptfläche 11) in der z-Richtung.

[0172] Die leitenden Abschnitte 110A, 110B, 110C, 
120A, 120B, und 120C sind vollständig in dem 
Dielektrikum 50 angeordnet. Das heißt, dass das 
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis 
20C einschließlich der leitenden Abschnitte 110A, 
110B, 110C, 120A, 120B und 120C einkapselt. 
Somit sind die leitenden Abschnitte 110A, 110B, 
110C, 120A, 120B und 120C, die in dem Dielektrikum 
50 angeordnet sind, so ausgestaltet, dass sie die 
außerhalb von des Dielektrikums 50 angeordneten 
Reflexionsfilme 82A bis 82C nicht berühren. Das 
Dielektrikum 50 wird verwendet, um die leitenden 
Abschnitte 110A, 110B, 110C, 120A, 120B und 
120C von den Reflexionsfilmen 82A bis 82C zu iso
lieren.

[0173] Wie in Fig. 13 gezeigt, erstrecken sich die 
leitenden Abschnitte 110A und 120A in einer 
Betrachtung in der z-Richtung in die x-Richtung, wel
che die Vorsprungsrichtung des ersten Vorsprungs 
61 ist, um sowohl das Terahertz-Element 20A als 
auch die Elektroden 101A und 102A zu überlappen. 
In einer Betrachtung in der z-Richtung, erstrecken 
sich die beiden leitenden Abschnitte 110B und 120B 
in der x-Richtung, um sowohl das Terahertz-Element 
20B als auch die Elektroden 101B und 102B zu über
lappen. In einer Betrachtung in der z-Richtung erstre
cken sich die leitenden Abschnitte 110C und 120C in 
der x-Richtung, um sowohl das Terahertz-Element 
20C als auch die Elektroden 101C und 102C zu über
lappen.

[0174] In der vorliegenden Ausführungsform hat 
jeder der leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 
120B, 110C und 120C die Form eines Gürtels, der 
in der y-Richtung eine Breite aufweist und sich in 
der x-Richtung erstreckt.

[0175] In der vorliegenden Ausführungsform hat 
jeder der leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 
120B, 110C und 120C die Form eines dünnen Films 
mit einer Dicke in der z-Richtung. Die leitenden 
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 
120C können jedoch eine beliebige spezifische 
Form haben und die Form einer Platte mit einer vor
bestimmten Dicke haben. In der vorliegenden Aus
führungsform ist das Terahertz-Element 20A auf 
den leitenden Abschnitten 110A und 120A flip-chip- 
montiert („flip-chipmounted“). Das Terahertz-Ele
ment 20B ist auf den leitenden Abschnitten 110B 
und 120B flip-chip-montiert. Das Terahertz-Element 
20C ist auf den leitenden Abschnitten 110C und 
120C flip-chip-montiert.

[0176] Wie in Fig. 14 gezeigt, verbindet der erste 
leitende Abschnitt 110A das Terahertz-Element 20A 
und die erste Elektrode 101A elektrisch. Der erste 
leitende Abschnitt 110A erstreckt sich in der x-Rich
tung, die die Vorsprungsrichtung des ersten Vor
sprungs 61 ist, um sowohl dem ersten Pad 33a des 
Terahertz-Elements 20A als auch der ersten Elekt
rode 101A gegenüberzuliegen.

[0177] Wie in Fig. 4 gezeigt, umfasst der erste lei
tende Abschnitt 110A ein erstes Element-Gegen
stück, („first element opposing part“), das dem ersten 
Pad 33a des Terahertz-Elements 20A in der z-Rich
tung gegenüberliegt, ein erstes Elektroden-Gegen
stück („first electrode opposing part“) 112, das der 
ersten Elektrode 101A in der z-Richtung gegenüber
liegt, einen ersten Verbinder 113, der das erste Ele
ment-Gegenstück 111 und das erste Elektroden- 
Gegenstück 112 verbindet, und eine erste Säule 
(„post“) 115, der das erste Elektroden-Gegenstück 
112 und die erste Elektrode 101A verbindet. In der 
vorliegenden Ausführungsform definieren der erste 
Element-Gegenstück 111 und das erste Elektroden- 
Gegenstück 112 gegenüberliegende Enden des ers
ten leitenden Abschnitts 110A in der der x-Richtung.

[0178] Wie in den Fig. 14 und 15 gezeigt, ist das 
erste Element-Gegenstück 111 zwischen dem Tera
hertz-Element 20A und des Reflexionsfilms 82A in 
der z-Richtung angeordnet. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung überlappt das erste Element-Gegen
stück 111 zumindest teilweise das erste Pad 33a des 
Terahertz-Elements 20A. Das erste Element-Gegen
stück 111 ist in der z-Richtung dem Reflexionsfilm 
82A gegenüberliegend. Das erste Element-Gegen
stück 111 erstreckt sich in der x-Richtung in Überein
stimmung mit dem ersten Pad 33a des Terahertz- 
Elements 20A, das sich in der x-Richtung erstreckt. 
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In einem Beispiel ist das erste Element-Gegenstück 
111, in einer Betrachtung in der z-Richtung, recht
eckig, so dass die Längsrichtung in der x-Richtung 
und die Querrichtung in der y-Richtung verläuft.

[0179] Der erste leitende Abschnitt 110A umfasst 
einen ersten Höcker 114, der zwischen dem ersten 
Element-Gegenstück 111 und dem ersten Pad 33a 
des Terahertz-Elements 20A angeordnet ist. Das 
Terahertz-Element 20A ist über den ersten Höcker 
114 auf dem ersten Element-Gegenstück 111 flip- 
chip-montiert. Das erste Pad 33a und das erste Ele
ment-Gegenstück 111 sind durch den ersten Höcker 
114 elektrisch verbunden.

[0180] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
mehrere erste Höcker 114 vorgesehen. In einem Bei
spiel sind die mehreren (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform zwei) ersten Höcker 114 in der x-Richtung 
in Übereinstimmung mit dem ersten Pad 33a des 
Terahertz-Elements 20A und dem ersten Element- 
Gegenstück 111 angeordnet, das sich in der x-Rich
tung erstreckt. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind das erste Element-Gegenstück 111 und der 
erste Höcker 114 so angeordnet, dass sie den Emp
fangspunkt P1 nicht überlappen. Die Form des ers
ten Höckers 114 ist z. B. ein tetragonaler Stab. Der 
erste Höcker 114 ist jedoch nicht auf diese Form 
beschränkt und kann jede beliebige Form haben.

[0181] Der erste Höcker 114 kann eine einschichtige 
Struktur oder eine mehrschichtige Struktur aufwei
sen. In einem Beispiel kann der erste Höcker 114 
eine mehrschichtige Struktur aufweisen, die eine 
Metallschicht mit Cu, eine Metallschicht mit Ti und 
eine Legierungsschicht mit Sn umfasst. Ein Beispiel 
für eine Sn umfassende Legierungsschicht ist eine 
Sn-Sb-basierte Legierungsschicht oder eine Sn-Ag- 
basierte Legierungsschicht.

[0182] Eine erste Isolationsschicht kann auf dem 
ersten Element-Gegenstück 111 ausgebildet sein, 
um den ersten Höcker 114 zu umgeben. Die erste 
Isolationsschicht kann rahmenförmig sein und sich 
nach oben hin öffnen, so dass der erste Höcker 114 
in der ersten Isolationsschicht untergebracht ist. 
Dadurch wird eine unerwünschte seitliche Ausdeh
nung des ersten Höckers 114 begrenzt. Die erste Iso
lationsschicht kann weggelassen werden.

[0183] In einer Betrachtung in der z-Richtung über
lappt der erste Elektroden-Gegenstück 112 zumin
dest teilweise die erste Elektrode 101A. In einem Bei
spiel ist das erste Elektroden-Gegenstück 112 an 
einer Position ausgebildet, die seitlich von der Anten
nenbasis 70 (der separaten Antennenbasis 70A) her
vorsteht. Insbesondere ist das erste Elektroden- 
Gegenstück 112 in dem ersten Vorsprung 61 ausge
bildet. Somit ist das erste Elektroden-Gegenstück 
112 so angeordnet, dass es den Reflexionsfilm 82A 

in einer Betrachtung in der z-Richtung nicht über
lappt.

[0184] In der vorliegenden Ausführungsform ist das 
erste Elektroden-Gegenstück 112 in einer Betrach
tung in der z-Richtung rechteckig und erstreckt sich 
in der x-Richtung und in der y-Richtung. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung hat die erste Elektrode 
101A eine größere Breite als das erste Elektroden- 
Gegenstück 112. Die erste Elektrode 101A ist jedoch 
nicht auf die oben beschriebene Form und Größe 
beschränkt und kann kleiner als das erste Elektro
den-Gegenstück 112 sein oder die gleiche Form wie 
das erste Elektroden-Gegenstück 112 haben.

[0185] Wie in den Fig. 13 und 14 gezeigt, ist der 
erste Verbinder 113 zwischen dem ersten Element- 
Gegenstück 111 und dem ersten Elektroden-Gegen
stück 112 angeordnet und hat eine Breite in der y- 
Richtung und erstreckt sich in der x-Richtung. Der 
erste Verbinder 113 liegt dem Reflexionsfilm 82A in 
der z-Richtung teilweise gegenüber. Das heißt, der 
erste Verbinder 113 ist so angeordnet, dass er den 
Reflexionsfilm 82A teilweise überlappt. Mit anderen 
Worten, hat der erste Verbinder 113 in einer Betrach
tung in der z-Richtung einen Teil, der den Reflexions
film 82A überlappt, und einen Teil, der den Refle
xionsfilm 82A nicht überlappt.

[0186] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Breite des ersten Verbinders 113 kleiner als die 
Breite des ersten Element-Gegenstücks 111. Insbe
sondere ist die Breite des ersten Verbinders 113 
(Abmessung in der y-Richtung) kleiner als die Breite 
des ersten Element-Gegenstücks 111 (Abmessung 
in der y-Richtung). In der vorliegenden Ausführungs
form ist beispielsweise die Breite des ersten Verbin
ders 113 kleiner als die Breite des ersten Elektroden- 
Gegenstücks 112. Mit anderen Worten erstreckt sich 
das erste Elektroden-Gegenstück 112 in der y-Rich
tung weiter als der erste Verbinder 113.

[0187] Der erste Verbinder 113 umfasst einen ersten 
Verbindungskörper 113a, der eine geringere Breite 
als die des ersten Element-Gegenstücks 111 und 
die des ersten Elektroden-Gegenstücks 112 hat, 
und ein erstes Element-Verjüngungsteil („first ele
ment tapered part“) 113b und ein erstes Elektroden- 
Verjüngungsteil („first electrode tapered part“) 113c, 
die sich an gegenüberliegenden Längsseiten des 
ersten Verbindungskörpers 113a befinden.

[0188] Die Längsrichtung des ersten Verbindungs
körpers 113a erstreckt sich in der x-Richtung und 
der erste Verbindungskörper 113a hat eine feste 
Breite in der y-Richtung. In einer Betrachtung in der 
z-Richtung überlappt der erste Verbindungskörper 
113a den Reflexionsfilm 82A. Der erste Verbindungs
körper 113a verbindet das erste Element-Gegen
stück 111 und den ersten Elektroden-Gegenstück 
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112. Wie in Fig. 15 gezeigt, ist eine Breite W1 des 
ersten Verbindungskörpers 113a kleiner als eine 
Breite W2 des ersten Element-Gegenstücks 111.

[0189] Das erste Element-Verjüngungsteil 113b, 
verbindet den ersten Verbindungskörper 113a und 
das erste Element-Gegenstück 111. In einem Bei
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das 
erste Element-Verjüngungsteil 113b neben dem 
Terahertz-Element 20A in der x-Richtung angeordnet 
und überlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0190] Die Breite des ersten Element-Verjüngungs
teils 113b nimmt von dem ersten Verbindungskörper 
113a in Richtung des ersten Element-Gegenstücks 
111 allmählich zu. In der vorliegenden Ausführungs
form umfasst das erste Element-Verjüngungsteil 
113b zwei erste Element-Schrägflächen („first ele
ment inclined surfaces“) 113ba, die von dem ersten 
Verbindungskörper 113a zu dem ersten Element- 
Gegenstücks 111 allmählich voneinander weg 
geneigt sind.

[0191] Wie in Fig. 13 gezeigt, verbindet das erste 
Elektroden-Verjüngungsteil 113c den ersten Verbin
dungskörper 113a und das erste Elektroden-Gegen
stück 112. In einem Beispiel ist in einer Betrachtung 
in der z-Richtung das erste Elektroden-Verjüngungs
teil 113c so ausgebildet, dass es den Reflexionsfilm 
82A nicht überlappt und beispielsweise in dem ersten 
Vorsprung 61 ausgebildet ist.

[0192] Die Breite des ersten Elektroden-Verjün
gungsteils 113c nimmt von dem ersten Verbindungs
körper 113a in Richtung des ersten Elektroden- 
Gegenstücks 112 allmählich zu. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst das erste Elektroden-Ver
jüngungsteil 113c zwei erste Elektroden-Schrägflä
chen ersten Elektroden-Verjüngungsteils („first elect
rode inclined surfaces“) 113ca, die von dem ersten 
Verbindungskörper 113a zu dem ersten Elektroden- 
Gegenstück 112 hin allmählich voneinander weg 
geneigt sind.

[0193] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die erste Säule 115 
zwischen der ersten Elektrode 101A und dem ersten 
Elektroden-Gegenstück 112 angeordnet. Die erste 
Säule 115 hat eine sich in der z-Richtung erstre
ckende Höhe und ist mit der ersten Elektrode 101A 
und dem ersten Elektroden-Gegenstück 112 verbun
den.

[0194] Der erste Säule 115 ist z.B. zylindrisch. Der 
erste Säule 115 kann jedoch jegliche spezifische 
Form haben und beispielsweise prismatisch sein. In 
der vorliegenden Ausführungsform weist das erste 
Elektroden-Gegenstück 112 eine erste Vertiefung 
112a in einer Position auf, die die ersten Säule 115 
überlappt. Die erste Vertiefung 112a kann weggelas
sen werden.

[0195] In dieser Struktur sind das erste Pad 33a des 
Terahertz-Elements 20A und die erste Elektrode 
101A durch den ersten Höcker 114, das erste Ele
ment-Gegenstück 111, den ersten Verbinder 113, 
das erste Elektroden-Gegenstück 112 und die erste 
Säule 115 elektrisch verbunden.

[0196] Die Form der ersten leitenden Abschnitte 
110B und 110C ist in einer Betrachtung in der z-Rich
tung identisch mit der Form des ersten leitenden 
Abschnitts 110A in einer Betrachtung in der z-Rich
tung. Das heißt, dass in der gleichen Weise wie der 
erste leitende Abschnitt 110A jeder der ersten leiten
den Abschnitte 110B und 110C ein erstes Element- 
Gegenstück 111, ein erstes Elektroden-Gegenstück 
112, einen ersten Verbinder 113, einen ersten Höcker 
114 und einen ersten Säule 115 umfasst. Das erste 
Pad 33a des Terahertz-Elements 20B und die erste 
Elektrode 101B sind durch den ersten Höcker 114, 
das erste Element-Gegenstück 111, den ersten Ver
binder 113, das erste Elektroden-Gegenstück 112 
und die erste Säule 115 des ersten leitenden 
Abschnitts 110B elektrisch verbunden. Somit verbin
det der erste leitende Abschnitt 110B das Terahertz- 
Element 20B und die erste Elektrode 101B elekt
risch. Auch das erste Pad 33a des Terahertz-Ele
ments 20C und die erste Elektrode 101C sind durch 
den ersten Höcker 114, das erste Element-Gegen
stück 111, den ersten Verbinder 113, das erste Elekt
roden-Gegenstück112 und die erste Säule 115 des 
ersten leitenden Abschnitts 110C elektrisch verbun
den. Somit verbindet der erste leitende Abschnitt 
110C das Terahertz-Element 20C und die erste 
Elektrode 101C elektrisch.

[0197] Wie in den Fig. 5 und 13 gezeigt, verbindet 
der zweite leitende Abschnitt 120A das Terahertz- 
Element 20A und die zweite Elektrode 102A elekt
risch. Wie in den Fig. 13 und 14 gezeigt, sind in der 
vorliegenden Ausführungsform in einer Betrachtung 
in der z-Richtung der erste leitende Abschnitt 110A 
und der zweite leitende Abschnitt 120A in der y-Rich
tung nebeneinander angeordnet. In einer Betrach
tung in der z-Richtung erstrecken sich die leitenden 
Abschnitte 110A und 120A von dem Terahertz-Ele
ments 20A in einer Richtung in radialer Richtung 
des Reflexionsfilms 82A.

[0198] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie
genden Ausführungsform in einer Betrachtung in 
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110A und 
120A von dem Terahertz-Element 20A weg. Insbe
sondere erstrecken sich die beiden leitenden 
Abschnitte 110A und 120A in einer Betrachtung in 
der z-Richtung von dem Terahertz-Element 20A in 
Richtung des ersten Vorsprungs 61 in der x-Rich
tung.

[0199] Wie in Fig. 5 gezeigt, umfasst der zweite lei
tende Abschnitt 120A ein zweites Element-Gegen
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stück 121, das dem zweiten Pad 34a des Terahertz- 
Elements 20A in der z-Richtung gegenüberliegt, ein 
zweites Elektroden-Gegenstück 122, das der zwei
ten Elektrode 102A in der z-Richtung gegenüberliegt, 
und eine zweite Säule 125, die das zweite Element- 
Gegenstück 121 und die zweite Elektrode 102A ver
bindet. In der vorliegenden Ausführungsform definie
ren das zweite Element-Gegenstück 121 und das 
zweite Elektroden-Gegenstück 122 gegenüberlie
gende Enden des zweiten leitenden Abschnitts 
120A in der x-Richtung.

[0200] Das zweite Element-Gegenstück 121 ist zwi
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle
xionsfilm 82A in der z-Richtung angeordnet. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung überlappt das zweite 
Element-Gegenstück 121 zumindest teilweise das 
zweite Pad 34a des Terahertz-Elements 20A. Das 
zweiten Element-Gegenstück 121 ist dem Refle
xionsfilm 82A in der z-Richtung gegenüberliegend. 
Das zweite Element-Gegenstück 121 erstreckt sich 
in der x-Richtung entsprechend dem zweiten Pad 
34a des Terahertz-Elements 20A, das sich in der x- 
Richtung erstreckt. In einem Beispiel ist das zweite 
Element-Gegenstück 121 rechteckig, so dass sich 
die Längsrichtung in der x-Richtung und die Quer
richtung in der y-Richtung erstreckt.

[0201] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Element-Gegenstücke 111 und 121 in der y-Rich
tung nebeneinander angeordnet, wobei die Pads 33a 
und 34a des Terahertz-Elements 20A in der y-Rich
tung getrennt sind. Das Dielektrikum 50 ist zwischen 
den Element-Gegenstücken 111 und 121 angeordnet 
und die Element-Gegenstücke 111 und 121 sind 
durch das Dielektrikum 50 isoliert.

[0202] Der zweite leitende Abschnitt 120A umfasst 
einen zweiten Höcker 124, der zwischen dem zwei
ten Element-Gegenstück 121 und dem zweiten Pad 
34a des Terahertz-Elements 20A angeordnet ist. Das 
Terahertz-Element 20A ist über den zweiten Höcker 
124 auf dem zweiten Element-Gegenstück 121 flip- 
chip-montiert. Das zweite Pad 34a des Terahertz- 
Elements 20A und das zweite Element-Gegenstück 
121 sind durch den zweiten Höcker 124 elektrisch 
verbunden.

[0203] Wie in den Fig. 14 und 15 gezeigt, sind in der 
vorliegenden Ausführungsform mehrere zweite 
Höcker 124 vorgesehen. In einem Beispiel sind die 
mehreren (in der vorliegenden Ausführungsform 
zwei) zweiten Höcker 124 in der x-Richtung in Über
einstimmung mit dem zweiten Pad 34a des Tera
hertz-Elements 20A und dem zweiten Element- 
Gegenstück 121 angeordnet, das sich in der x-Rich
tung erstreckt. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind das zweite Element-Gegenstück 121 und der 
zweite Höcker 124 so angeordnet, dass sie den 
Empfangspunkt P1 nicht überlappen. Der erste 

Höcker 114 und der zweite Höcker 124 sind in der 
y-Richtung voneinander getrennt und einander 
gegenüberliegend angeordnet und in der x-Richtung 
zueinander ausgerichtet. Der erste Höcker 114 und 
der zweite Höcker 124 sind jedoch nicht auf die 
oben beschriebene Anordnung beschränkt. In 
einem Beispiel können der erste Höcker 114 und 
der zweite Höcker 124 an unterschiedlichen Positio
nen in der y-Richtung angeordnet sein.

[0204] Wie in Fig. 14 gezeigt, überlappt das zweite 
Elektroden-Gegenstück 122 in einer Betrachtung in 
der z-Richtung zumindest teilweise die zweite Elekt
rode 102A. In einem Beispiel ist das zweite Elektro
den-Gegenstück 122 an einer Position ausgebildet, 
die seitlich von der Antennenbasis 70 (der separaten 
Antennenbasis 70A) vorsteht. Insbesondere ist das 
zweite Elektroden-Gegenstück 122 in dem zweiten 
Vorsprung 62 ausgebildet. Somit ist das zweite Elekt
rode-Gegenstück 122 so angeordnet, dass es den 
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z- 
Richtung überlappt.

[0205] In der vorliegenden Ausführungsform ist das 
zweite Elektroden-Gegenstück 122 in einer Betrach
tung in der z-Richtung rechteckig und erstreckt sich 
in der x-Richtung und in der y-Richtung. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung hat die zweite Elekt
rode 102A eine größere Breite als das zweite Elekt
roden-Gegenstück 122. Die zweite Elektrode 102A 
ist jedoch nicht auf die oben beschriebene Größe 
und Form beschränkt und kann kleiner als das zweite 
Elektroden-Gegenstück 122 sein oder die gleiche 
Form wie das zweite Elektroden-Gegenstück 122 
haben.

[0206] Ein zweiter Verbinder 123 ist zwischen dem 
zweiten Element-Gegenstück 121 und dem zweiten 
Elektroden-Gegenstück 122 angeordnet und hat 
eine Breite in der y-Richtung und erstreckt sich in 
der x-Richtung. Der zweite Verbinder 123 liegt dem 
Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung teilweise 
gegenüber. Das heißt, der zweite Verbinder 123 ist 
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil
weise überlappt. Mit anderen Worten hat der zweite 
Verbinder 123 in einer Betrachtung in der z-Richtung 
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A überlappt, und 
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A nicht über
lappt.

[0207] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Breite des zweiten Verbinders 123 kleiner als die 
Breite des zweiten Element-Gegenstücks 121. Ins
besondere ist die Breite des zweiten Verbinders 123 
(Abmessung in der y-Richtung) kleiner als die Breite 
des zweiten Element-Gegenstücks 121 (Abmessung 
in der y-Richtung). In der vorliegenden Ausführungs
form ist beispielsweise die Breite des zweiten Verbin
ders 123 kleiner als die Breite des zweiten Elektro
den-Gegenstücks 122. Mit anderen Worten erstreckt 
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sich das zweite Elektroden-Gegenstück 122 in der y- 
Richtung weiter als der zweite Verbinder 123.

[0208] Der zweite Verbinder 123 umfasst einen 
zweiten Verbindungskörper 123a, der eine geringere 
Breite als das zweite Element-Gegenstück 121 und 
das zweite Elektroden-Gegenstück 122 aufweist, 
sowie ein zweites Element-Verjüngungsteil 123b 
und ein zweites Elektroden-Verjüngungsteil 123c, 
die sich an gegenüberliegenden Längsseiten des 
zweiten Verbindungskörpers 123a befinden.

[0209] Der zweite Verbindungskörper 123a hat eine 
in der x-Richtung verlaufende Längsrichtung und 
eine feste Breite in der y-Richtung. In einer Betrach
tung in der z-Richtung überlappt der zweite Verbin
dungskörper 123a den Reflexionsfilm 82A. Der 
zweite Verbindungskörper 123a verbindet das zweite 
Element-Gegenstück 121 und das zweite Elektro
den-Gegenstück 122. Wie in Fig. 15 gezeigt, ist 
eine Breite W3 des zweiten Verbindungskörpers 
123a kleiner als eine Breite W4 des zweiten Ele
ment-Gegenstücks 121.

[0210] Das zweite Element-Verjüngungsteil 123b 
verbindet den zweiten Verbindungskörper 123a und 
das zweite Element-Gegenstück 121. In einem Bei
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das 
zweite Element-Verjüngungsteil 123b neben dem 
Terahertz-Element 20A in der x-Richtung angeordnet 
und überlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0211] Wie in Fig. 15 gezeigt, nimmt die Breite des 
zweiten Element-Verjüngungsteil 123b allmählich 
vom zweiten Verbindungskörper 123a zu dem zwei
ten Element-Gegenstück 121 zu. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst das zweite Element-Ver
jüngungsteil 123b zwei zweite Element-Schrägflä
chen 123ba, die allmählich von dem zweiten Verbin
dungskörper 123a zu dem zweiten Element- 
Gegenstück 121 voneinander weg geneigt sind.

[0212] Wie in Fig. 14 gezeigt, verbindet das zweite 
Elektroden-Verjüngungsteil 123c den zweiten Ver
bindungskörper 123a und das zweite Elektroden- 
Gegenstück 122. In einem Beispiel ist in einer 
Betrachtung in der z-Richtung das zweite Elektro
den-Verjüngungsteil 123c so geformt bzw. ausgebil
det, dass es den Reflexionsfilm 82A nicht überlappt 
und z.B. in dem zweiten Vorsprung 62 ausgebildet 
ist.

[0213] Die Breite des zweiten Elektroden-Verjün
gungsteils 123c nimmt von dem zweiten Verbin
dungskörper 123a zu dem zweiten Elektroden- 
Gegenstück 122 allmählich zu. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst das zweite Elektroden- 
Verjüngungsteil 123c zwei zweite Elektroden- 
Schrägflächen 123ca, die von dem zweiten Verbin
dungskörper 123a zu dem zweiten Elektroden- 

Gegenstück 122 hin allmählich voneinander weg 
geneigt sind.

[0214] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist die zweite Säule 125 
zwischen der zweiten Elektrode 102A und dem zwei
ten Elektroden-Gegenstück 122 angeordnet. Der 
zweite Säule 125 hat eine in der z-Richtung verlau
fende Höhe und ist mit der zweiten Elektrode 102A 
und dem zweiten Elektroden-Gegenstück 122 ver
bunden.

[0215] Die zweite Säule 125 ist z.B. zylindrisch. Die 
zweite Säule 125 kann jedoch eine beliebige Form 
haben und zum Beispiel prismatisch sein. In der vor
liegenden Ausführungsform weist das zweite Elekt
roden-Gegenstück 122 eine zweite Vertiefung 122a 
in einer Position auf, die die zweiten Säule 125 über
lappt. Die zweite Vertiefung 122a kann auch wegge
lassen werden.

[0216] In dieser Struktur sind das zweite Pad 34a 
des Terahertz-Elements 20A und die zweite Elekt
rode 102A durch den zweiten Höcker 124, das zweite 
Element-Gegenstück 121, den zweiten Verbinder 
123, das zweite Elektroden-Gegenstück 122 und 
die zweite Säule 125 elektrisch verbunden.

[0217] Die Form der zweiten leitenden Abschnitte 
120B und 120C ist in einer Betrachtung in der z-Rich
tung identisch mit der Form des zweiten leitenden 
Abschnitts 120A in einer Betrachtung in der z-Rich
tung. Das heißt, dass jeder der zweiten leitenden 
Abschnitte 120B und 120C in der gleichen Weise 
wie der zweite leitende Abschnitt 120A ein zweites 
Element-Gegenstück 121, ein zweites Elektroden- 
Gegenstück 122, einen zweiten Verbinder 123, 
einen zweiten Höcker 124 und eine zweite Säule 
125 aufweist. Das zweite Pad 34a des Terahertz-Ele
ments 20B und die zweite Elektrode 102B sind durch 
den zweiten Höcker 124, das zweite Element- 
Gegenstück 121, den zweiten Verbinder 123, das 
zweite Elektroden-Gegenstück 122 und die zweite 
Säule 125 des zweiten leitenden Abschnitts 120B 
elektrisch verbunden. Somit verbindet der zweite lei
tende Abschnitt 120B das Terahertz-Element 20B 
und die zweite Elektrode 102B elektrisch. Das zweite 
Pad 34a des Terahertz-Elements 20C und die zweite 
Elektrode 102C sind durch den zweiten Höcker 124, 
das zweite Element-Gegenstück 121, den zweiten 
Verbinder 123, das zweite Elektroden-Gegenstück 
122 und die zweite Säule 125 des zweiten leitenden 
Abschnitts 120C elektrisch verbunden. Somit verbin
det der zweite leitende Abschnitt 120C das Tera
hertz-Element 20C und die zweite Elektrode 102C 
elektrisch.

[0218] Wie in Fig. 13 gezeigt, sind in der vorliegen
den Ausführungsform in einer Betrachtung in der z- 
Richtung der erste leitende Abschnitt 110B und der 
zweite leitende Abschnitt 120B in der y-Richtung 
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nebeneinander angeordnet. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung erstrecken sich die beiden leitenden 
Abschnitte 110B und 120B von dem Terahertz-Ele
ment 20B in einer Richtung in einer radialen Richtung 
des Reflexionsfilms 82B.

[0219] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie
genden Ausführungsform in einer Betrachtung in 
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110B und 
120B von dem Terahertz-Element 20B weg. Insbe
sondere erstrecken sich in einer Betrachtung in der 
z-Richtung die leitenden Abschnitte 110B und 120B 
von dem Terahertz-Element 20B in Richtung des ers
ten Vorsprungs 61 in der x-Richtung.

[0220] In der vorliegenden Ausführungsform sind in 
einer Betrachtung in der z-Richtung der erste lei
tende Abschnitt 110C und der zweite leitende 
Abschnitt 120C in der y-Richtung nebeneinander 
angeordnet. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
erstrecken sich die beiden leitenden Abschnitte 
110C und 120C von dem Terahertz-Element 20C 
aus in eine Richtung in einer radialen Richtung des 
Reflexionsfilms 82C.

[0221] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie
genden Ausführungsform in einer Betrachtung in 
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110C und 
120C von dem Terahertz-Element 20C weg. Insbe
sondere erstrecken sich in einer Betrachtung in der 
z-Richtung die beiden leitenden Abschnitte 110C und 
120C von dem Terahertz-Element 20C in Richtung 
des ersten Vorsprungs 61 in der x-Richtung.

[0222] Wie in Fig. 13 gezeigt, sind in der vorliegen
den Ausführungsform die leitenden Abschnitte 110A 
und 120A, die leitenden Abschnitte 110B und 120B 
und die leitenden Abschnitte 110C und 120C in der x- 
Richtung zueinander ausgerichtet und in der y-Rich
tung voneinander getrennt.

[0223] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Reflexionsfilm 82A elektrisch isoliert. Insbesondere 
ist die separate Antennenbasis 70A, auf der der 
Reflexionsfilm 82A ausgebildet ist, isolierend. Die lei
tenden Abschnitte 110A und 120A sind in dem 
Dielektrikum 50 angeordnet. Somit ist der Refle
xionsfilm 82A von den leitenden Abschnitten 110A 
und 120A isoliert. Darüber hinaus ist der Reflexions
film 82A von den Elektroden 101A und 102A 
getrennt, und die separate Antennenbasis 70A ist 
zwischen dem Reflexionsfilm 82A und den beiden 
Elektroden 101A und 102A angeordnet. Somit ist 
der Reflexionsfilm 82A von den beiden Elektroden 
101A und 102A isoliert. Dementsprechend ist der 
Reflexionsfilm 82A elektrisch isoliert. In gleicher 
Weise wie der Reflexionsfilm 82A sind auch die 
Reflexionsfilme 82B und 82C elektrisch isoliert.

Herstellungsverfahren der Terahertz-Vorrichtung

[0224] Ein Verfahren zur Herstellung der Terahertz- 
Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausführungsform 
wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 16 bis 30 
beschrieben. Zur Vereinfachung der Beschreibung 
wird ein Verfahren zur Herstellung einer Terahertz- 
Vorrichtung 10 beschrieben.

[0225] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz- 
Vorrichtung 10 umfasst im Allgemeinen einen Schritt 
zur Bildung des Dielektrikums 50, das das Terahertz- 
Element 20 und dergleichen einkapselt, einen Schritt 
zur Ausbildung der Antennenbasis 70 und einen 
Schritt zur Kopplung bzw. Anbindung des Dielektri
kums 50 mit der bzw. an die Antennenbasis 70.

[0226] Der Schritt zur Bildung des Dielektrikums 50, 
das das Terahertz-Element 20 einkapselt, wird nun 
unter Bezugnahme auf die Fig. 16 bis 26 beschrie
ben.

[0227] Wie in den Fig. 16 und 17 gezeigt, umfasst 
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich
tung 10 einen Schritt zur Bildung der Säulen 115 und 
125 auf einem Trägersubstrat 130.

[0228] Das Trägersubstrat 130 wird aus einem Halb
leitermaterial gebildet, das ein monokristallines 
Material ist. In der vorliegenden Ausführungsform 
wird das Trägersubstrat 130 aus einem monokristal
linen Silizium (Si)-Material gebildet. In der vorliegen
den Ausführungsform beträgt die Dicke des Träger
substrats 130 zum Beispiel etwa 725 bis 775 µm. 
Das Trägersubstrat 130 ist nicht auf einen Si-Wafer 
beschränkt und kann z.B. ein Glassubstrat sein.

[0229] Der Schritt der Bildung der Säulen 115 und 
125 umfasst beispielsweise einen Schritt der Bildung 
einer Basisschicht auf dem Trägersubstrat 130. Die 
Basisschicht wird durch Sputtern gebildet. In der vor
liegenden Ausführungsform wird die Basisschicht 
durch Bilden einer Ti-Schicht auf dem Trägersubstrat 
130 und anschließendes Bilden einer Cu-Schicht in 
Kontakt mit der Ti-Schicht erhalten. Das heißt, die 
Basisschicht wird aus der Ti-Schicht und der Cu- 
Schicht gebildet, die übereinander geschichtet wer
den. In der vorliegenden Ausführungsform beträgt 
die Dicke der Ti-Schicht etwa 10 bis 30 µm und die 
Dicke der Cu-Schicht etwa 200 bis 800 µm. Das 
Material der Basisschicht ist jedoch nicht auf das 
oben beschriebene beschränkt.

[0230] Als Nächstes wird eine Plattierungsschicht 
(„plating layer“) in Kontakt mit der Basisschicht gebil
det. Die Plattierungsschicht wird durch Bildung eines 
Resistmusters („resist pattern“) durch Fotolithografie 
und elektrolytische Plattierung bzw. Beschichtung 
(„electrolytic plating“) gebildet. Insbesondere wird 
ein lichtempfindlicher Resist („resist“) aufgetragen, 
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um die gesamte Oberfläche der Basisschicht zu 
bedecken, und der lichtempfindliche Resist wird 
einer Belichtung und Entwicklung unterzogen. Auf 
diese Weise entsteht eine strukturierte Resistschicht 
(im Folgenden als „Resistmuster“ bezeichnet). Der 
lichtempfindliche Resist wird z.B. mit einem Spin 
Coater („spin coater“) aufgetragen, ist aber nicht 
darauf beschränkt. In diesem Fall wird die Basis
schicht teilweise von dem Resistmuster freigelegt. 
Anschließend wird eine elektrolytische Plattierung 
durchgeführt, wenn die Grundschicht als Leiterbahn 
verwendet wird. Als Ergebnis wird eine Plattierungs
schicht auf der Basisschicht gebildet, die durch das 
Resistmuster freigelegt wird. In der vorliegenden 
Ausführungsform ist das Material der Plattierungs
schicht z.B. Cu. Nach der Bildung der Plattierungs
schicht wird das Resistmuster entfernt. Durch die 
Schritte werden die Säulen 115 und 125 gebildet. 
Die Säulen 115 und 125 erstrecken sich von dem 
Trägersubstrat 130 nach oben.

[0231] Wie in den Fig. 16 und 17 gezeigt, umfasst 
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich
tung 10 einen ersten Verkapselungsschritt bzw. Ein
kapselungsschritt zur Bildung einer ersten dielektri
schen Schicht 131, die die Säulen 115 und 125 
bedeckt. In dem ersten Verkapselungsschritt wird 
die erste dielektrische Schicht 131 zum Beispiel 
durch Formen („moulding“) gebildet. In der vorliegen
den Ausführungsform ist die erste dielektrische 
Schicht 131 elektrisch isolierend und besteht z.B. 
aus einem Kunstharz, das ein Epoxidharz als Haupt
material umfasst. Die erste dielektrische Schicht 131 
bildet teilweise das Dielektrikum 50.

[0232] Die erste dielektrische Schicht 131 kann in 
einem beliebigen Schritt gebildet werden. In einem 
Beispiel wird die erste dielektrische Schicht 131 mit 
einer Höhe, die größer ist als die der Säulen 115 und 
125 gebildet. Anschließend wird die erste dielektri
sche Schicht 131 poliert, um die distalen Oberflächen 
der Säulen 115 und 125 freizulegen. In diesem Fall 
werden auf der oberen Oberfläche der ersten dielekt
rischen Schicht 131 Polierkratzer, d.h. Polierspuren, 
gebildet.

[0233] Wenn die erste dielektrische Schicht 131 
poliert wird, können außerdem die distalen Oberflä
chen der Säulen 115 und 125 poliert werden. In die
sem Fall können sich an den distalen Flächen der 
Säulen 115 und 125 Grate („burrs“) bilden. Das Ver
fahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
kann ferner einen Schritt zur Entfernung der Grate 
von den Säulen 115 und 125 umfassen. In diesem 
Fall befinden sich, wie in Fig. 17 gezeigt, die distalen 
Oberflächen der Säule 115 und 125 an einer Posi
tion, die leicht von der oberen Oberfläche der ersten 
dielektrischen Schicht 131 zurückgesetzt ist.

[0234] Wie in den Fig. 18 und 19A gezeigt, umfasst 
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich
tung 10 einen Schritt der Bildung der leitenden 
Abschnitte 110A und 120A, einen Schritt der Bildung 
der leitenden Abschnitte 110B und 120B und einen 
Schritt der Bildung der leitenden Abschnitte 110C 
und 120C. Die Schritte zur Bildung dieser leitenden 
Abschnitte sind geläufig. Der Schritt der Bildung der 
leitenden Abschnitte 110A und 120A wird hier 
beschrieben. Der Schritt der Bildung der leitenden 
Abschnitte 110B und 120B und der Schritt der Bil
dung der leitenden Abschnitte 110C und 120C wer
den nicht beschrieben.

[0235] Wie in Fig. 18 gezeigt, umfasst der Schritt 
der Bildung der leitenden Abschnitte 110A und 
120A einen Schritt der Bildung der Element-Gegen
stücke 111 und 121, der Elektroden-Gegenstücke 
112 und 122 und der Verbinder 113 und 123. In die
sem Schritt wird auf der ersten dielektrischen Schicht 
131 eine Strukturierung („patterning“) durchgeführt, 
um die Element-Gegenstücke 111 und 121, die Elekt
rodengegenstücke 112 und 122 und die Verbinder 
113 und 123 zu bilden. Die Element-Gegenstücke 
111 und 121, die Elektroden-Gegenstücke 112 und 
122 und die Verbinder 113 und 123 können aus 
einer Basisschicht und einer Plattierungsschicht 
gebildet werden.

[0236] Wie in Fig. 19B gezeigt, sind in den leitenden 
Abschnitten 110A und 120A die distalen Oberflächen 
der Säulen 115 und 125 von der oberen Oberfläche 
der ersten dielektrischen Schicht 131 zurückgesetzt. 
Die Elektroden-Gegenstücke 112 und 122, die an 
den distalen Oberflächen der Säulen 115 und 125 
ausgebildet sind, umfassen somit die Vertiefungen 
112a und 122a. In der gleichen Weise wie die leiten
den Abschnitte 110A und 120A, umfassen in den lei
tenden Abschnitten 110B, 120B, 110C und 120C die 
Elektroden-Gegenstücke112 und 122 Vertiefungen 
112a und 122a.

[0237] Wie in den Fig. 20 bis 23 gezeigt, umfasst 
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich
tung 10 einen Element-Montageschritt („element 
mounting step“) zur Montage des Terahertz-Ele
ments 20A, des Terahertz-Elements 20B und des 
Terahertz-Elements 20C. Der Element-Montage
schritt wird beispielsweise durch Flip-Chip-Bonding 
(„flip-chip bonding“) durchgeführt.

[0238] Wie in den Fig. 20 und 21 gezeigt, umfasst 
der Element-Montageschritt einen Schritt der Ausbil
dung der Höcker 114 und 124 auf den leitenden 
Abschnitten 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 
120C. In einem Beispiel umfasst der Schritt des Bil
dens der Höcker 114 und 124 einen Schritt des Bil
dens einer Resistschicht auf einem Bereich mit Aus
nahme eines Höckerbildungsbereichs, in dem die 
Höcker 114 und 124 gebildet werden, einen Schritt 
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des Bildens einer leitenden Schicht auf dem Höcker
bildungsbereich, um die Höcker 114 und 124 zu bil
den, und einen Schritt des Entfernens der Resist
schicht. In einem Beispiel wird die Resistschicht aus 
einem lichtempfindlichen Resist gebildet und durch 
Belichtung und Entwicklung strukturiert.

[0239] Wenn sich in den leitenden Abschnitten 
110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 120C eine uner
wünschte Basisschicht gebildet hat, kann das Ver
fahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen Schritt zur Entfernung der unerwünschten 
Basisschicht umfassen. In einem Beispiel kann die 
unerwünschte Basisschicht durch Nassätzen 
(„wetetching“) entfernt werden, wobei eine Mischlö
sung aus Schwefelsäure (H2 SO4) und Wasserstoff
peroxid (H2 O2) verwendet wird.

[0240] Wie in den Fig. 22 und 23 gezeigt, umfasst 
der Element-Montageschritt einen Schritt des Verbin
dens des Terahertz-Elements 20A mit den leitenden 
Abschnitten 110A und 120A mit den Höckern 114 und 
124, einen Schritt des Verbindens des Terahertz-Ele
ments 20B mit den leitenden Abschnitten 110B und 
120B mit den Höckern 114 und 124, und einen Schritt 
des Verbindens des Terahertz-Elements 20C mit den 
leitenden Abschnitten 110C und 120C mit den 
Höckern 114 und 124. Dadurch wird das Terahertz- 
Element 20A auf den leitenden Abschnitten 110A 
und 120A flip-chip-montiert. Dadurch wird das Tera
hertz-Element 20A elektrisch mit den leitenden 
Abschnitten 110A und 120A verbunden. Das Tera
hertz-Element 20B ist auf den beiden leitenden 
Abschnitten 110B und 120B als flip-chip-montiert. 
Dadurch wird das Terahertz-Element 20B elektrisch 
mit den beiden leitenden Abschnitten 110B und 120B 
verbunden. Das Terahertz-Element 20C ist auf den 
leitenden Abschnitten 110C und 120C als flip-chip- 
montiert. Dadurch wird das Terahertz-Element 20C 
mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C elekt
risch verbunden.

[0241] Wie in Fig. 24 gezeigt, umfasst das Verfah
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen zweiten Verkapselungsschritt, bei dem eine 
zweite dielektrische Schicht 132 gebildet wird, die 
die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 
110C und 120C und die Terahertz-Elemente 20A 
bis 20C verkapselt. Die zweite dielektrische Schicht 
132 wird auf der ersten dielektrischen Schicht 131 
ausgebildet. In der vorliegenden Ausführungsform 
sind die zweite dielektrische Schicht 132 und die 
erste dielektrische Schicht 131 aus demselben Mate
rial gebildet. Das heißt, die zweite dielektrische 
Schicht 132 ist elektrisch isolierend und besteht 
zum Beispiel aus einem Kunstharz, das ein Epoxid
harz als Hauptmaterial umfasst. Das Dielektrikum 50 
umfasst die erste dielektrische Schicht 131 und die 
zweite dielektrische Schicht 132. Die Unterseite der 
ersten dielektrischen Schicht 131 definiert die 

dielektrische Hauptfläche 51. Die Oberseite der 
zweiten dielektrischen Schicht 132 definiert die 
dielektrische Rückfläche 52. Die Terahertz-Elemente 
20A bis 20C und die leitenden Abschnitte 110A, 
120A, 110B, 120B, 110C und 120C sind von den 
dielektrischen Schichten 131 und 132 eingekapselt.

[0242] Bevor die zweite dielektrische Schicht 132 
gebildet wird, kann ein Underfill („underfill“), dessen 
Hauptbestandteil beispielsweise ein Epoxidharz ist, 
Lücken unter den Terahertz-Elementen 20A bis 20C 
füllen (zwischen dem Terahertz-Element 20A und der 
ersten dielektrischen Schicht 131 oder den leitenden 
Abschnitten 110A und 120A, zwischen dem Tera
hertz-Element 20B und der ersten dielektrischen 
Schicht 131 oder den leitenden Abschnitten 110B 
und 120B bzw. zwischen dem Terahertz-Element 
20C und der ersten dielektrischen Schicht 131 oder 
den leitenden Abschnitten 110C und 120C).

[0243] In der vorliegenden Ausführungsform kann 
eine Grenzfläche („interface“) 133 zwischen der ers
ten dielektrischen Schicht 131 und der zweiten 
dielektrischen Schicht 132 gebildet werden. Wenn 
die dielektrischen Schichten 131 und 132 jedoch voll
ständig integriert („integrated“) sind, muss die Grenz
fläche 133 nicht unbedingt ausgebildet werden.

[0244] Wie in Fig. 25 gezeigt, umfasst das Verfah
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen Schritt zum Entfernen des Trägersubstrats 
130, um die dielektrische Hauptfläche 51 des Dielekt
rikums 50 und die Grundflächen der Säulen115 und 
125 freizulegen. Zum Entfernen des Trägersubstrats 
130 kann beispielsweise eine Schleifmaschine 
(„grinding machine“) verwendet werden. Das Verfah
ren zum Entfernen des Trägersubstrats 130 ist 
jedoch nicht auf einen Aufbau beschränkt, der eine 
Schleifmaschine verwendet.

[0245] Wie in Fig. 26 gezeigt, umfasst das Verfah
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen Schritt zur Bildung der Elektroden 101A, 
102A, 101B, 102B, 101C und 102C. Der Schritt des 
Ausbildens der Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 
101C und 102C wird zum Beispiel durch stromloses 
Plattieren („electroless plating“) durchgeführt. In der 
vorliegenden Ausführungsform werden zum Beispiel 
eine Ni-Schicht, eine Pd-Schicht und eine Au-Schicht 
in dieser Reihenfolge durch stromloses Plattieren 
aufeinander gebildet, um die Elektroden 101A, 
102A, 101B, 102B, 101C und 102C zu bilden.

[0246] Der Schritt der Bildung der Elektroden 101A, 
102A, 101B, 102B, 101C und 102C ist nicht auf die 
oben beschriebene Weise beschränkt. Alternativ 
können die Ni-Schicht und die Au-Schicht in dieser 
Reihenfolge aufeinander gebildet werden, nur die 
Au-Schicht kann gebildet werden, nur Sn kann gebil
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det werden oder Sn kann auf der Ni-Schicht gebildet 
werden.

[0247] Unter Bezugnahme auf die Fig. 27 bis 30 
wird der Schritt der Bildung der Antennenbasis 70 
beschrieben.

[0248] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz- 
Vorrichtung 10 umfasst einen Schritt zur Bildung der 
Antennenvertiefung 80A in der separaten Antennen
basis 70A, einen Schritt zur Bildung der Antennen
vertiefung 80B in der separaten Antennenbasis 70B 
und einen Schritt zur Bildung der Antennenvertiefung 
80C in der separaten Antennenbasis 70C. In der vor
liegenden Ausführungsform sind die separaten 
Antennenbasen 70A und 70C identisch in ihrer 
Form. Das Verfahren zur Herstellung der separaten 
Antennenbasis 70A und das Verfahren zur Herstel
lung der separaten Antennenbasis 70B werden 
gemeinsam beschrieben.

[0249] Wie in Fig. 27 gezeigt, werden im Schritt des 
Formens der Antennenvertiefungen 80A und 80C 
Formen („molds“) DUA und DLA, die in Übereinstim
mung mit den Antennenoberflächen 81A und 81C 
geformt sind, verwendet, um die Antennenvertiefung 
80A einschließlich der Antennenoberfläche 81A und 
die Antennenvertiefung 80C einschließlich der 
Antennenoberfläche 81C zu formen. In dem Schritt 
des Formens der Antennenvertiefung 80B werden 
die Formen DUB und DLB, die in Übereinstimmung 
mit der Antennenoberfläche 81B geformt sind, ver
wendet, um die Antennenvertiefung 80B einschließ
lich der Antennenoberfläche 81B zu formen.

[0250] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz- 
Vorrichtung 10 umfasst einen Schritt zur Bildung von 
Metallfilmen 134A, 134B und 134C, die die Refle
xionsfilme 82A, 82B und 82C bilden. Dieser Schritt 
wird nach der Herstellung der Antennenvertiefungen 
80A bis 80C durchgeführt.

[0251] Wie in Fig. 28 gezeigt, werden in diesem 
Schritt die Metallfilme 134A und 134C auf der Basis
hauptfläche 71 und den Antennenoberflächen 81A 
und 81C der separaten Antennenbasen 70A und 
70C gebildet. Außerdem wird die Metallschicht 
134B auf der Basishauptfläche 71 und der Antennen
oberfläche 81B der separaten Antennenbasis 70B 
gebildet.

[0252] Anschließend werden, wie in Fig. 29 gezeigt, 
die Metallfilme 134A und 134C von den Basishauptf
lächen 71 der separaten Antennenbasen 70A und 
70C entfernt, und der Metallfilm 134B wird von der 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70B entfernt. Zum Entfernen der Metallfilme134A 
bis 134C von den Basishauptflächen 71 kann jedes 
beliebige spezifische Verfahren verwendet werden. 
Beispielsweise können die Metallfilme 134A bis 

134C durch Strukturierung („patterning“) oder ein 
abrasives Verfahren entfernt werden. Infolgedessen 
wird der Reflexionsfilm 82A nur auf der Antennen
oberfläche 81A, der Reflexionsfilm 82B nur auf der 
Antennenoberfläche 81B und der Reflexionsfilm 
82C nur auf der Antennenoberfläche 81C gebildet.

[0253] Der Schritt der Bildung der Reflexionsfilme 
82A bis 82C ist nicht auf die oben beschriebenen 
Schritte beschränkt. Zum Beispiel kann das Verfah
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen Schritt des Maskierens der Basishauptflächen 
71 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C und 
einen Schritt des Ausbildens der Reflexionsfilme 
82A bis 82C auf den Antennenoberflächen 81A bis 
81C durch Aufdampfen unter Verwendung von Elekt
ronenstrahlen umfassen. In diesem Fall entfällt der 
Schritt des Entfernens der Reflexionsfilme 82A bis 
82C von den Basishauptflächen 71.

[0254] Wie in Fig. 30 gezeigt, umfasst das Verfah
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 
einen Schritt des Koppelns der separaten Antennen
basis 70A und der separaten Antennenbasis 70B 
und einen Schritt des Koppelns der separaten Anten
nenbasis 70B und der separaten Antennenbasis 
70C, nachdem die separaten Antennenbasen 70A 
bis 70C gebildet wurden. Insbesondere wird in die
sen Schritten eine Klebeschicht verwendet, um die 
separate Antennenbasis 70A an die separate Anten
nenbasis 70B zu kleben und die separate Antennen
basis 70B an die separate Antennenbasis 70C zu 
kleben.

[0255] Es wird nun ein Schritt der Kopplung des 
Dielektrikums 50 an die Antennenbasis 70 beschrie
ben. Obwohl nicht dargestellt, umfasst das Verfahren 
zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 einen 
Schritt der Kopplung des Dielektrikums 50 an die 
Antennenbasen 70, welche die Reflexionsfilme 82A, 
82B und 82C umfassen. In diesem Schritt wird die 
Klebeschicht 91 verwendet, um die Antennenbasen 
70 mit dem Dielektrikum 50 zu verkleben. Durch die 
oben beschriebenen Schritte wird die Terahertz-Vor
richtung 10 hergestellt.

Funktionsweise

[0256] Die Funktionsweise der Terahertz-Vorrich
tung 10 der vorliegenden Ausführungsform wird nun 
unter Bezugnahme auf die Fig. 31 bis 34 beschrie
ben.

[0257] Fig. 31A ist ein Diagramm, das das von Gas 
umgebene Terahertz-Element 20 zeigt. Fig. 31B ist 
ein Diagramm, das Änderungen des Brechungsinde
xes im Fall von Fig. 31A zeigt. Fig. 32A ist ein Dia
gramm, das das von Gas umgebene Terahertz-Ele
ment 20 und das Dielektrikum 50 zeigt. Fig. 32B ist 
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ein Diagramm, das die Änderungen des Brechungs
indexes im Fall von Fig. 32A zeigt.

[0258] In der vorliegenden Ausführungsform breiten 
sich die elektromagnetischen Wellen, wenn sie sich 
in Richtung der Terahertz-Vorrichtung 10 ausbreiten, 
durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 zu 
dem Reflexionsfilm 82 aus. Der Reflexionsfilm 82 
reflektiert die elektromagnetischen Wellen in Rich
tung des Terahertz-Elements 20 (vorzugsweise in 
Richtung des Empfangspunkts P1). So empfängt 
das Terahertz-Element 20 die elektromagnetischen 
Wellen. In dieser Struktur kann die Vorrichtungs
hauptfläche 11 als eine Einfallsfläche („incident sur
face“) bezeichnet werden, die eine elektromagneti
sche Welle empfängt. Die innere Oberfläche des 
Reflexionsfilms 82 kann als reflektierende Oberflä
che bezeichnet werden, die eine von der Vorrich
tungshauptfläche 11 einfallende elektromagnetische 
Welle in Richtung des Terahertz-Elements 20 reflek
tiert. Die Vorrichtungshauptfläche 11 kann als Ein
gangsfläche („input surface“) bezeichnet werden, in 
welche eine elektromagnetische Welle eingespeist 
wird. Die Terahertz-Vorrichtung 10 kann als ein Emp
fänger bezeichnet werden, der die elektromagneti
sche Welle von der Vorrichtungshauptfläche 11 
empfängt.

[0259] Die Ausbreitung der elektromagnetischen 
Wellen vom Reflexionsfilm 82 zum Terahertz-Ele
ment 20 durch das Dielektrikum 50 wird anhand 
eines Vergleichs mit der Ausbreitung elektromagneti
scher Wellen vom Reflexionsfilm 82 zum Terahertz- 
Element 20 ohne Verwendung des Dielektrikums 50 
beschrieben.

[0260] Wie in den Fig. 31A und 31B gezeigt, ändert 
sich der Brechungsindex an der Grenzfläche zwi
schen der Innenseite und der Außenseite des Tera
hertz-Elements 20, insbesondere an der Grenzfläche 
zwischen dem Terahertz-Element 20 und der Luft, 
erheblich, wenn kein Dielektrikum 50 vorhanden ist 
und das Terahertz-Element 20 von Gas umgeben 
ist. In diesem Fall werden elektromagnetische Wel
len wahrscheinlich bzw. wahrscheinlicher an der 
Grenzfläche zwischen der Innenseite und der 
Außenseite des Terahertz-Elements 20 reflektiert, 
und die elektromagnetischen Wellen werden wahr
scheinlich bzw. wahrscheinlicher in dem Terahertz- 
Element 20 eingeschlossen. Infolgedessen ist es 
wahrscheinlich, dass in dem Terahertz-Element 20 
eine Reihe von Resonanzmoden erzeugt werden. 
So können in dem Terahertz-Element 20 elektromag
netische Wellen mit einer anderen Frequenz als der 
Zielfrequenz erzeugt werden, und die elektromagne
tischen Wellen können empfangen werden bzw. es 
besteht die Gefahr, dass solche elektromagneti
schen Wellen erzeugt werden.

[0261] In dieser Hinsicht ist in der vorliegenden Aus
führungsform, wie in den Fig. 32A und 32B gezeigt, 
das Terahertz-Element 20 von dem Dielektrikum 50 
mit dem dielektrischen Brechungsindex n2 umge
ben, der niedriger als der Element-Brechungsindex 
n1 und höher als der Gas-Brechungsindex n3 ist. 
Somit wird der Brechungsindex stufenweise verrin
gert, wenn das Terahertz-Element 20 weiter entfernt 
ist. Dadurch verringert sich die Änderung des Bre
chungsindexes an der Grenzfläche zwischen der 
Innenseite und der Außenseite des Terahertz-Ele
ments 20, genauer gesagt, an der Grenzfläche zwi
schen dem Terahertz-Element 20 und dem Dielekt
rikum 50. Dadurch wird die Reflexion der 
elektromagnetischen Wellen an der Grenzfläche zwi
schen der Innenseite und der Außenseite des Tera
hertz-Elements 20 bis zu einem gewissen Grad ein
geschränkt, und es ist weniger wahrscheinlich, dass 
eine Reihe von Resonanzmoden erzeugt wird.

[0262] Fig. 33 ist ein Diagramm, das eine Quer
schnittsstruktur eines vergleichenden Beispiels 
einer Terahertz-Vorrichtung 10X zeigt. Fig. 34 ist 
ein Diagramm, das eine Querschnittsstruktur der 
Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausfüh
rungsform zeigt. Jede der Fig. 33 und 34 zeigt eine 
Querschnittsstruktur, die durch Schneiden an einer 
Stelle erhalten wird, an der die Terahertz-Elemente 
20 entlang einer Ebene angeordnet sind, die sich in 
der Anordnungsrichtung des Antennenbasen 70 
(70X) und der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrich
tung 10 (10X) erstreckt.

[0263] Wie in Fig. 33 gezeigt, umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10X des Vergleichsbeispiels die Anten
nenbasis 70X. Die Antennenbasis 70X wird durch 
Kombination einer separaten Antennenbasis 70P, 
einer separaten Antennenbasis 70Q und einer sepa
raten Antennenbasis 70R in einer Reihe erhalten. 
Wie in Fig. 33 dargestellt, befindet sich die separate 
Antennenbasis 70Q in der Antennenbasis 70X zwi
schen der separaten Antennenbasis 70P und der 
separaten Antennenbasis 70R.

[0264] Die separaten Antennenbasen 70P, 70Q und 
70R sind identisch geformt und weisen eine halbku
gelförmige Antennenvertiefung 80X auf. Die Anten
nenvertiefung 80X ist von einer Basishauptfläche 
71X in Richtung einer Basisrückfläche 72X jedes 
der separaten Antennenbasen 70P, 70Q und 70R 
zurückgesetzt und ist in der Basishauptfläche 71X 
offen. Genauer gesagt ist das offene Ende der Anten
nenvertiefung 80X bei jedem der separaten Anten
nenbase 70P, 70Q und 70R vollständig von der 
Basishauptfläche 71X umgeben. Jede der separaten 
Antennenbasen 70P, 70Q und 70R umfasst eine 
Umfangswand 78X, die sich um das offene Ende 
der Antennenvertiefung 80X einschließlich der 
Basishauptfläche 71X erstreckt.
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[0265] Wie in Fig. 33 gezeigt, befinden sich die 
Umfangswand 78X der separaten Antennenbasis 
70P und die Umfangswand 78X der separaten 
Antennenbasis 70Q zwischen der Antennenvertie
fung 80X der separaten Antennenbasis 70P und der 
Antennenvertiefung 80X der separaten Antennenba
sis 70Q. Auch die Umfangswand 78X der separaten 
Antennenbasis 70Q und die Umfangswand 78X der 
separaten Antennenbasis 70R befinden sich zwi
schen der Antennenvertiefung 80X der separaten 
Antennenbasis 70Q und der Antennenvertiefung 
80X der separaten Antennenbasis 70R.

[0266] In dieser Hinsicht sind bei der vorliegenden 
Ausführungsform, wie in Fig. 34 gezeigt, die 
Umfangswände 78X nicht zwischen der separaten 
Antennenbasis 70A und der separaten Antennenba
sis 70B angeordnet, und die Umfangswände 78X 
sind nicht zwischen der separaten Antennenbasis 
70B und der separaten Antennenbasis 70C angeord
net. Mit anderen Worten sind die Antennenvertiefun
gen 80A und 80B, die in der Anordnungsrichtung der 
separaten Antennenbasis 70A und 70B (y-Richtung) 
nebeneinander liegen, miteinander in Kontakt. Auch 
die Antennenvertiefungen 80B und 80C, die in 
Anordnungsrichtung der separaten Antennenbasen 
70B und 70C (y-Richtung) nebeneinander liegen, 
stehen miteinander in Kontakt. Außerdem sind die 
Antennenoberflächen 81A bis 81C der Antennenver
tiefungen 80A bis 80C in der Anordnungsrichtung der 
einzelnen Antennenbasen 70A bis 70C (in der vorlie
genden Ausführungsform die y-Richtung) abge
schnitten. Bei den in den Fig. 33 und 34 dargestellten 
Strukturen ist der Zwischenelementabstand DE1 
zwischen dem Empfangspunkt P1 des Terahertz- 
Elements 20A und dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20B in der vorliegenden Ausfüh
rungsform kürzer als ein Zwischenelementabstand 
DEX1 zwischen dem Terahertz-Element 20A und 
dem Terahertz-Element 20B im Vergleichsbeispiel. 
Auch der Zwischenelementabstand DE2 zwischen 
dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20B und dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele
ments 20C in der vorliegenden Ausführungsform ist 
kürzer als ein Zwischenelementabstand DEX2 zwi
schen dem Terahertz-Element 20B und dem Tera
hertz-Element 20C im Vergleichsbeispiel. Somit lie
gen in der Terahertz-Vorrichtung 10 der 
vorliegenden Ausführungsform die benachbarten 
Terahertz-Elemente 20A und 20B näher beieinander, 
und die benachbarten Terahertz-Elemente 20B und 
20C liegen näher beieinander als in der Terahertz- 
Vorrichtung 10X des Vergleichsbeispiels.

Vorteile

[0267] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen
den Ausführungsform hat die folgenden Vorteile.

[0268] (1-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind der Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 
82B in der ersten Richtung, die die Anordnungsrich
tung der Antennenoberflächen 81A bis 81C bzw. die 
Anordnungsrichtung der Reflexionsfilme 82A bis 82C 
ist, kleiner als in der zweiten Richtung, die sich von 
der ersten Richtung unterscheidet. In der vorliegen
den Ausführungsform sind die Länge LAY des Refle
xionsfilms 82A und die Länge LBY des Reflexions
films 82B in der y-Richtung, die die 
Anordnungsrichtung der Reflexionsfilme 82A bis 
82C ist, kleiner als die Länge LAX des Reflexions
films 82A und die Länge LBX des Reflexionsfilms 
82B in der von der y-Richtung abweichenden x-Rich
tung.

[0269] Bei dieser Struktur ist der Zwischenelemen
tabstand DE1 zwischen dem Empfangspunkt P1 des 
Terahertz-Elements 20A und dem Empfangspunkt 
P1 des Terahertz-Elements 20B, die in der ersten 
Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform die 
y-Richtung) benachbart sind, im Vergleich zu einer 
Struktur, bei der die Länge LAY des Reflexionsfilms 
82A und die Länge LBY des Reflexionsfilms 82B 
gleich der Länge LAX des Reflexionsfilms 82A und 
der Länge LBX des Reflexionsfilms 82B sind, verrin
gert. Dadurch wird die Auflösung der Terahertz-Vor
richtung 10 im Detektionsbereich elektromagneti
scher Wellen verbessert.

[0270] (1-2) In einer Betrachtung von oben umfasst 
der bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82A 
die umlaufenden Teile, die die Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung) verbindet. Die umlaufen
den Teile sind bogenförmig und haben die Zentral
winkel θa1 und θa2, die kleiner als 180° sind. In 
einer Betrachtung von oben sind die umlaufenden 
Teile des Reflexionsfilms 82B, die die Bogenend
punkte in der ersten Richtung verbinden, bogenför
mig und haben die Zentralwinkel θb1 und θb2, die 
kleiner als 180° sind.

[0271] Diese Struktur ermöglicht es, dass der Refle
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem 
solchen Verhältnis zueinander stehen, dass die 
Länge LAY des Reflexionsfilms 82A und die Länge 
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die 
Länge LAX des Reflexionsfilms 82A bzw. die Länge 
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, während der 
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine 
kugelförmige bzw. sphärische Form mit einer festen 
Krümmung behalten.

[0272] (1-3) Der durch die Antennenoberfläche 81A 
und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum 92A ist 
mit dem durch die Antennenoberfläche 81B und das 
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92B in der 
Grenzfläche bzw. Schnittstelle („interface“) zwischen 
dem Reflexionsfilm 82A (der Antennenoberfläche 
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81A) und dem Reflexionsfilm 82B (der Antennen
oberfläche 81B) in der ersten Richtung (in der vorlie
genden Ausführungsform der y-Richtung) durchge
hend bzw. durchgängig („continuous“). Diese 
Struktur hat den oben beschriebenen Vorteil (1-1).

[0273] (1-4) In einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82A und den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 
82B erstreckt, sind der Teil des Reflexionsfilms 82A, 
der die gegenüberliegenden Endpunkte in der y- 
Richtung verbindet, und der Teil des Reflexionsfilms 
82B, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
y-Richtung verbindet, bogenförmig und haben 
jeweils die Zentriwinkel θz1 und θz2, die kleiner als 
180° sind.

[0274] Diese Struktur ermöglicht es, dass der Refle
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem 
solchen Verhältnis zueinander stehen, dass die 
Länge LAY des Reflexionsfilms 82A und die Länge 
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die 
Länge LAX des Reflexionsfilms 82A bzw. die Länge 
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, während der 
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine 
kugelförmige Form mit einer festen Krümmung 
behalten.

[0275] (1-5) In einer Betrachtung in der z-Richtung, 
erstrecken sich das offene Ende 82Aa des Refle
xionsfilms 82A und das offene Ende 82Ba des Refle
xionsfilms 82B geradlinig und definieren die Grenz
fläche zwischen dem Reflexionsfilm 82A und dem 
Reflexionsfilm 82B.

[0276] Diese Struktur ermöglicht es, dass der Refle
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem 
solchen Verhältnis zueinander stehen, dass die 
Länge LAY des Reflexionsfilms 82A und die Länge 
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die 
Länge LAX des Reflexionsfilms 82A bzw. die Länge 
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, während der 
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine 
kugelförmige Form mit einer festen Krümmung 
behalten.

[0277] (1-6) In einer Betrachtung in der z-Richtung, 
sind der Reflexionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 
82C in der ersten Richtung kleiner als in der zweiten 
Richtung. In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Länge LBY des Reflexionsfilms 82B und die 
Länge LCY des Reflexionsfilms 82C in der y-Rich
tung, die die Anordnungsrichtung der Reflexionsfilme 
82A bis 82C ist, kleiner als die Länge LBX des Refle
xionsfilms 82B und die Länge LCX des Reflexions
films 82C in der x-Richtung, die sich von der y-Rich
tung unterscheidet.

[0278] Bei dieser Struktur ist der Zwischenelemen
tabstand DE2 zwischen dem Empfangspunkt P1 des 
Terahertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt 
P1 des Terahertz-Elements 20C, die in der ersten 
Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform der 
y-Richtung) benachbart sind, im Vergleich zu einer 
Struktur, bei der die Länge LBY des Reflexionsfilms 
82B und die Länge LCY des Reflexionsfilms 82 
gleich der Länge LBX des Reflexionsfilms 82B und 
der Länge LCX des Reflexionsfilms 82C sind, verrin
gert. Dadurch wird die Auflösung der Terahertz-Vor
richtung 10 im Detektionsbereich elektromagneti
scher Wellen verbessert.

[0279] (1-7) In einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70C, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und in der 
z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82C erstreckt, ist der Teil des Reflexionsfilms 
82C, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
y-Richtung verbindet, bogenförmig und hat den Zent
riwinkel θz3 von weniger als 180°.

[0280] Diese Struktur ermöglicht es dem Reflexions
film 82C, ein solches Verhältnis zu haben, dass die 
Länge LCY des Reflexionsfilms 82C kleiner ist als die 
Länge LCX des Reflexionsfilms 82C, während eine 
sphärische Form mit einer festen Krümmung beibe
halten wird.

[0281] (1-8) In einer Betrachtung in der z-Richtung, 
erstrecken sich das offene Ende 82Bb des Refle
xionsfilms 82B und das offene Ende 82Ca des Refle
xionsfilms 82C geradlinig und definieren die Grenz
fläche zwischen dem Reflexionsfilm 82B und dem 
Reflexionsfilm 82C.

[0282] Diese Struktur ermöglicht es dem Reflexions
film 82C, ein solches Verhältnis zu haben, dass die 
Länge LCY des Reflexionsfilms 82C kleiner ist als die 
Länge LCX des Reflexionsfilms 82C, während eine 
sphärische Form mit einer festen Krümmung beibe
halten wird.

[0283] (1-9) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst 
das Dielektrikum 50, das als Halteelement („retaining 
member“) verwendet wird, das mit der Basishauptflä
che 71 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
verbunden ist. Das Dielektrikum 50 hält die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C fest.

[0284] In dieser Struktur werden die Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C durch das Dielektrikum 50, d.h. 
das gemeinsame Halteelement, gehalten. Dadurch 
verringert sich der Aufwand für die Kopplung des 
Dielektrikums 50 und der Antennenbasis 70 im Ver
gleich zu einer Struktur, bei der für die Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C separate Dielektrika bzw. sepa
rate Halteelemente angeordnet sind.
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[0285] (1-10) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst 
die Terahertz-Elemente 20A bis 20C, die so ausge
staltet sind, dass sie elektromagnetische Wellen 
empfangen, das Dielektrikum 50, das aus einem 
dielektrischen Material gebildet ist und die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C umgibt, die Gasräume 
92A bis 92C, die Gas enthalten, und die Reflexions
filme 82A bis 82C, die die ersten bis dritten reflektier
enden Oberflächen definieren bzw. begrenzen. Der 
Reflexionsfilm 82A umfasst einen Abschnitt, der 
dem Terahertz-Element 20A durch das Dielektrikum 
50 und den Gasraum 92A gegenüberliegt. Wenn sich 
elektromagnetische Wellen durch das Dielektrikum 
50 und den Gasraum 92A ausbreiten, reflektiert der 
Reflexionsfilm 82A die elektromagnetischen Wellen 
in Richtung des Empfangspunktes P1 des Tera
hertz-Elements 20A. Der Reflexionsfilm 82B umfasst 
einen Abschnitt, der dem Terahertz-Element 20B 
durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92B 
gegenüberliegt. Wenn sich elektromagnetische Wel
len durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92B 
ausbreiten, reflektiert der Reflexionsfilm 82B die 
elektromagnetischen Wellen in Richtung des Emp
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20B. Der 
Reflexionsfilm 82C umfasst einen Abschnitt, der 
dem Terahertz-Element 20C durch das Dielektrikum 
50 und den Gasraum 92C gegenüberliegt. Wenn sich 
elektromagnetische Wellen durch das Dielektrikum 
50 und den Gasraum 92C ausbreiten, reflektiert der 
Reflexionsfilm 82C die elektromagnetischen Wellen 
in Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz- 
Elements 20C. Wenn der Brechungsindex der Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C als Element-Brechungs
index n1, der Brechungsindex des in den Gasräumen 
92A bis 92C enthaltenen Gases als Gas-Brechungs
index n3 und der Brechungsindex des Dielektrikums 
50 als dielektrischer Brechungsindex n2 bezeichnet 
wird, ist n1 > n2 > n3 erfüllt.

[0286] In dieser Struktur sind die Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C von dem Dielektrikum 50 umge
ben, das einen Brechungsindex aufweist, der größer 
als der Gas-Brechungsindex n3 und kleiner als der 
Element-Brechungsindex n1 ist. Dadurch werden 
die Änderungen des Brechungsindexes an der 
Grenzfläche zwischen dem Inneren und dem Äuße
ren der Terahertz-Elemente 20A bis 20C verringert. 
Dadurch wird übermäßige bzw. unnötige („undue“) 
Reflexion elektromagnetischer Wellen an der Grenz
fläche zwischen der Innenseite und der Außenseite 
der Terahertz-Elemente 20A bis 20C begrenzt, und 
es ist weniger wahrscheinlich, dass in den Tera
hertz-Elementen 20A bis 20C eine Reihe von Reso
nanzmoden erzeugt wird. Infolgedessen ist es weni
ger wahrscheinlich, dass elektromagnetische Wellen 
mit einer anderen Frequenz als der Zielfrequenz 
erzeugt werden.

[0287] (1-11) Das Dielektrikum 50 umfasst die 
dielektrische Hauptfläche 51, die den Reflexionsfil

men 82A bis 82C gegenüberliegt, und die dielektri
sche Rückfläche 52, die der dielektrischen Hauptflä
che 51 gegenüberliegt. Die Terahertz-Vorrichtung 10 
umfasst die separate Antennenbasis 70A mit der 
Antennenoberfläche 81A, die so gekrümmt ist, dass 
sie in einer Richtung weg vom Terahertz-Element 
20A vertieft ist, die separate Antennenbasis 70B mit 
der Antennenoberfläche 81B, die so gekrümmt ist, 
dass sie in einer Richtung weg vom Terahertz-Ele
ment 20B vertieft ist, und die separate Antennenba
sis 70C mit der Antennenoberfläche 81C, die so 
gekrümmt ist, dass sie in einer Richtung weg vom 
Terahertz-Element 20C vertieft ist. Die Reflexions
filme 82A bis 82C sind auf den Antennenoberflächen 
81A bis 81C ausgebildet. Die Gasräume 92A bis 92C 
werden durch die dielektrische Hauptfläche 51 und 
die Antennenoberflächen 81A bis 81C begrenzt.

[0288] Da bei dieser Struktur die Gasräume 92A bis 
92C durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberflächen 81A bis 81C definiert sind, lau
fen die aus der dielektrischen Hauptfläche 51 ausge
sandten elektromagnetischen Wellen durch die Gas
räume 92A bis 92C und erreichen die Reflexionsfilme 
82A bis 82C. Dieser Aufbau hat den oben beschrie
benen Vorteil (1-10).

[0289] (1-12) Das Dielektrikum 50 und die Anten
nenbasis 70 sind getrennt ausgebildet. Die Tera
hertz-Vorrichtung 10 umfasst die Klebeschicht 91 
als Befestigungsteil, mit dem das Dielektrikum 50 
an der Antennenbasis 70 fixiert wird. In dieser Struk
tur begrenzt die Klebeschicht 91 eine Fehlausrich
tung des Dielektrikums 50 gegenüber der Antennen
basis 70, wodurch eine Fehlausrichtung des 
Terahertz-Elements 20A gegenüber dem Reflexions
film 82A, eine Fehlausrichtung des Terahertz-Ele
ments 20B gegenüber dem Reflexionsfilm 82B und 
eine Fehlausrichtung des Terahertz-Elements 20C 
gegenüber dem Reflexionsfilm 82C begrenzt wird.

[0290] (1-13) Der Reflexionsfilm 82A wird auf der 
Antennenoberfläche 81A gebildet, aber nicht auf 
der Basishauptfläche 71 der separaten Antennenba
sis 70A. Der Reflexionsfilm 82B wird auf der Anten
nenoberfläche 81B gebildet, jedoch nicht auf der 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70B. Der Reflexionsfilm 82C wird auf der Antennen
oberfläche 81C gebildet, aber nicht auf der Basis
hauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 70C.

[0291] Diese Struktur verhindert die Reflexion elekt
romagnetischer Wellen an den Reflexionsfilmen 82A 
bis 82C, die auf den Basishauptflächen 71 der sepa
raten Antennenbasen 70A bis 70C ausgebildet sind. 
Dadurch werden Nachteile durch unerwünschte 
Reflexionswellen, z.B. das Auftreten unerwünschter 
stehender Wellen, begrenzt.
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[0292] (1-14) Die Reflexionsfilme 82A bis 82C sind 
jeweils parabolisch-antennenförmig. Mit dieser 
Struktur werden elektromagnetische Wellen in Rich
tung des Empfangspunkts P1 der Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C entsprechend reflektiert.

[0293] (1-15) Die Reflexionsfilme 82A bis 82C sind 
elektrisch isoliert. Durch diesen Aufbau werden 
Nachteile wie die Absorption elektromagnetischer 
Wellen durch die Reflexionsfilme 82A bis 82C ver
mieden.

[0294] (1-16) Die separaten Antennenbasen 70A bis 
70C sind aus einem isolierenden Material gebildet. 
Dieser Aufbau verhindert eine elektrische Verbin
dung der Reflexionsfilme 82A bis 82C mit einem 
anderen Bauteil durch die separaten Antennenbasen 
70A bis 70C.

[0295] (1-17) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst 
die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 
110C und 120C, die in dem Dielektrikum 50 angeord
net und mit den Terahertz-Elementen 20 elektrisch 
verbunden sind. Bei diesem Aufbau bzw. dieser 
Struktur ist es weniger wahrscheinlich, dass die lei
tenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C 
und 120C die außerhalb des Dielektrikums 50 ange
ordneten Reflexionsfilme 82A bis 82C berühren. 
Dadurch wird eine elektrische Verbindung der leiten
den Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 
120C mit den Reflexionsfilmen 82A bis 82C vermie
den.

[0296] (1-18) Das Dielektrikum 50 umfasst die Vor
sprünge 61 und 62, die in einer Betrachtung in der z- 
Richtung seitlich über die Antennenbasis 70 hinaus
ragen. Die Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 
101C und 102C sind auf den Überhangflächen 51a 
und 51b, d.h. den Abschnitten der dielektrischen 
Hauptfläche 51, die den Vorsprüngen 61 und 62 ent
sprechen, ausgebildet und sind elektrisch mit den lei
tenden Abschnitten 110A, 120A, 110B, 120B, 110C 
und 120C verbunden. In dieser Struktur sind die 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C über die Elektroden 
101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C und die 
leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C 
und 120C elektrisch mit einer externen Vorrichtung 
verbunden.

[0297] (1-19) Jedes der Terahertz-Elemente 20A bis 
20C umfasst die auf der Elementhauptfläche 21 aus
gebildeten Pads 33a und 34a. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung erstrecken sich die leitenden 
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 
120C in der x-Richtung, die die Vorsprungrichtung 
der Vorsprünge 61 und 62 ist, um sowohl die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C als auch die Elektroden 
101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C zu über
lappen. Die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 
120B, 110C und 120C umfassen die Pads 33a und 

34a, die den Element-Gegenstücken 111 und 121 in 
der z-Richtung gegenüberliegen. Die Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C sind über die Höcker 114 und 
124, die zwischen den Pads 33a und 34a und den 
Element-Gegenstücken 111 und 121 der leitenden 
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 
120C angeordnet sind, auf den Element-Gegenstü
cken 111 und 121 flip-chip-montiert. Somit sind die 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C elektrisch mit den 
Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 
102C verbunden.

[0298] Da die Terahertz-Elemente 20A bis 20C in 
Flip-Chip-Montage bzw. -bauweise montiert werden, 
kann die Übertragungsgeschwindigkeit von Signalen 
im Vergleich zur Drahtbonding-Montage („wire-bon
ding-mounting“) erhöht werden. Insbesondere wenn 
die Drahtbonding-Montage in einem Hochfrequenz
band, d.h. dem Terahertzband elektromagnetischer 
Wellen, verwendet wird, können die Drähte nachteilig 
sein und die Übertragungsgeschwindigkeit von Sig
nalen begrenzen. Der oben genannte Nachteil tritt 
bei der Flip-Chip-Montage, welche keine Drähte ver
wendet, nicht auf. Daher kann die Übertragungsge
schwindigkeit von Signalen erhöht werden.

[0299] (1-20) Die leitenden Abschnitte 110A und 
120A umfassen die Elektroden-Gegenstücke 112 
und 122, die den Elektroden 101A und 102A gegen
überliegen, und die Verbinder 113 und 123, die sich 
in der x-Richtung erstrecken und die Element- 
Gegenstücke 111 und 121 mit den Elektroden- 
Gegenstücken 112 und 122 verbinden. Wenn sich 
die Breitenrichtung („width-wise direction“) der leiten
den Abschnitte 110A und 120A in der y-Richtung 
erstreckt, hat zumindest ein Teil der Verbinder 113 
und 123 eine geringere Breite als die Element- 
Gegenstücke 111 und 121. Da in dieser Struktur die 
Verbinder 113 und 123 den Reflexionsfilm 82A teil
weise oder vollständig überlappen, können die Ver
binder 113 und 123 elektromagnetische Wellen blo
ckieren (im Folgenden als Blockierung („blocking“) 
bezeichnet).

[0300] In dieser Ausführungsform hat zumindest ein 
Teil der Verbinder 113 und 123 eine geringere Breite 
als die Element-Gegenstücke 111 und 121. Dadurch 
wird die Fläche, die blockiert wird, reduziert. Somit 
wird die Blockierung reduziert.

[0301] Darüber hinaus haben die Element-Gegen
stücke 111 und 121 eine größere Breite als die Ver
binder 113 und 123. Dadurch wird die Kontaktfläche 
vergrößert. So sind die Pads 33a und 34a in einer 
bevorzugten Weise durch die Höcker 114 und 124 
elektrisch mit den Element-Gegenstücken 111 und 
121 verbunden.

[0302] In der gleichen Weise wie die leitenden 
Abschnitte 110A und 120A umfassen die leitenden 
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Abschnitte 110B, 120B, 110C und 120C die Elektro
den-Gegenstücke 112 und 122 und die Verbinder 
113 und 123. Daher wird in der gleichen Weise wie 
bei den leitenden Abschnitten 110A und 120A die 
Blockierung reduziert, und die Pads 33a und 34a 
sind in einer bevorzugten Weise durch die Höcker 
114 und 124 elektrisch mit den Element-Gegenstü
cken 111 und 121 verbunden.

[0303] (1-21) Die Elektroden-Gegenstücke 112 und 
122 der leitenden Abschnitte 110A und 120A haben 
eine geringere Breite als die Verbinder 113 und 123. 
Durch diesen Aufbau wird die Kontaktfläche ver
größert. Dadurch sind die Elektroden-Gegenstücke 
112 und 122 in einer bevorzugten Weise mit den 
Elektroden 101A und 102A elektrisch verbunden. 
Außerdem haben die Elektroden-Gegenstücke 112 
und 122 der leitenden Abschnitte 110B, 120B, 110C 
und 120C eine geringere Breite als die Verbinder 113 
und 123. Dadurch wird der gleiche Vorteil erzielt.

[0304] (1-22) Der erste Verbinder 113 umfasst den 
ersten Verbindungskörper 113a, der eine geringere 
Breite als das Element-Gegenstück 111, aufweist, 
und das erste Element-Verjüngungsteil 113b, das 
den ersten Verbindungskörper 113a mit dem ersten 
Element-Gegenstück 111 verbindet. Die Breite des 
ersten Element-Verjüngungsteils 113b nimmt von 
dem ersten Verbindungskörper 113a in Richtung 
des ersten Element-Gegenstücks 111 allmählich zu. 
Diese Struktur reduziert in den ersten leitenden 
Abschnitten 110A bis 110C erzeugte Reflexionswel
len. Das Gleiche gilt für den zweiten Verbinder 123.

[0305] (1-23) Der erste Verbindungskörper 113a hat 
eine geringere Breite als das erste Elektroden- 
Gegenstück 112. Der erste Verbinder 113 umfasst 
das erste Elektroden-Verjüngungsteil 113c, das den 
ersten Verbindungskörper 113a und das erste Elekt
roden-Gegenstück112 verbindet. Die Breite des ers
ten Elektroden-Verjüngungsteils 113c nimmt von 
dem ersten Verbindungskörper 113a zu dem ersten 
Elektroden-Gegenstücks 112 allmählich zu. Diese 
Struktur reduziert in den ersten leitenden Abschnit
ten 110A bis 110C erzeugte Reflexionswellen. Das 
Gleiche gilt für den zweiten Verbinder 123.

[0306] (1-24) Das erste Pad 33a und das erste Ele
ment-Gegenstück 111 erstrecken sich in der x-Rich
tung. Die ersten Höcker 114 sind in der x-Richtung 
angeordnet. Auf die gleiche Weise erstrecken sich 
das zweite Pad 34a und das zweite Element-Gegen
stück 121 in der x-Richtung. Die zweiten Höcker 124 
sind in der x-Richtung angeordnet. Dadurch wird die 
Kontaktfläche vergrößert und der Kontaktwiderstand 
(„contact resistance“) verringert.

[0307] Wenn die Pads 33a und 34a in der y-Rich
tung getrennt angeordnet sind, wird der Abstand zwi
schen den Pads 33a und 34a verringert, wenn sich 

die Pads 33a und 34a in y-Richtung erstrecken. Dies 
kann einen Kurzschluss bilden und die Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen behindern, die durch die 
Interferenz der Pads 33a und 34a mit dem Emp
fangspunkt P 1 verursacht werden. In der vorliegen
den Ausführungsform erstrecken sich die Pads 33a 
und 34a in der x-Richtung, die orthogonal zu der 
Richtung ist, in der sich die Pads 33a und 34a gegen
überliegen. Somit sind die oben genannten Nachteile 
nicht zu erwarten.

Zweite Ausführungsform

[0308] Eine zweite Ausführungsform einer Tera
hertz-Vorrichtung 10 wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 35 bis 45 beschrieben. Die vorliegende Aus
führungsform der Terahertz-Vorrichtung 10 unter
scheidet sich von der ersten Ausführungsform der 
Terahertz-Vorrichtung 10 im Wesentlichen durch die 
Struktur bzw. den Aufbau der Antennenbasis 70. In 
der nachfolgenden Beschreibung werden diejenigen 
Bauteile mit den gleichen Bezugszeichen versehen, 
die mit den entsprechenden Bauteilen der Terahertz- 
Vorrichtung 10 der ersten Ausführungsform identisch 
sind. Solche Bauteile müssen nicht im Einzelnen 
beschrieben werden. Obwohl sich die Struktur der 
Antennenbasis 70 von der Struktur der Antennenba
sis 70 der ersten Ausführungsform unterscheidet, 
werden die einzelnen Antennenbasen der vorliegen
den Ausführungsform mit 70A, 70B, 70C usw. 
bezeichnet und voneinander unterschieden.

[0309] Wie in den Fig. 35 und 41 gezeigt, umfasst 
die Terahertz-Vorrichtung 10 mehrere (in der vorlie
genden Ausführungsform acht) Terahertz-Elemente 
20, ein Dielektrikum 50, das ein Beispiel für ein Halte
element ist, eine Antennenbasis 70, einen Refle
xionsfilm 82 und einen Gasraum 92.

[0310] Wie in Fig. 35 gezeigt, umfassen die Tera
hertz-Elemente 20 ein Terahertz-Element 20A, ein 
Terahertz-Element 20B, ein Terahertz-Element 20C, 
ein Terahertz-Element 20D, ein Terahertz-Element 
20E, ein Terahertz-Element 20F, ein Terahertz-Ele
ment 20G und ein Terahertz-Element 20H. Die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20H sind untereinander bau
gleich und haben die gleiche Struktur wie das 
Terahertz-Element 20 der ersten Ausführungsform.

[0311] Das Dielektrikum 50 umgibt die Terahertz- 
Elemente 20. Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt, 
umgibt das Dielektrikum 50 das Terahertz-Element 
20E vollständig und bedeckt die Elementhauptfläche 
21, die Elementrückfläche 22 und die Elementsei
tenflächen 23 bis 26 des Terahertz-Elements 20E.

[0312] Die Elementhauptfläche 21, die Element
rückfläche 22 und die Elementseitenflächen 23 bis 
26 des Terahertz-Elements 20E stehen in Kontakt 
mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt umgibt 

39/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



die vorliegende Ausführungsform von des Dielektri
kums 50 in der gleichen Weise wie die erste Ausfüh
rungsform das Terahertz-Element 20E, so dass kein 
Spalt zwischen dem Dielektrikum 50 und dem Tera
hertz-Element 20E vorhanden ist. Mit anderen Wor
ten kapselt das Dielektrikum 50 das Terahertz-Ele
ment 20E ein.

[0313] Obwohl nicht dargestellt, umgibt das Dielekt
rikum 50 in gleicher Weise wie das Terahertz-Ele
ment 20E die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und 
20F bis 20H vollständig und bedeckt die Elemen
thauptfläche 21, die Elementrückfläche 22 und die 
Elementseitenflächen 23 bis 26 jedes der Terahertz- 
Elemente 20A bis 20D und 20F bis 20H.

[0314] Das Dielektrikum 50 kapselt also die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20D und 20F bis 20H ein.

[0315] Wie in Fig. 35 gezeigt, hat das Dielektrikum 
50 in einem Beispiel die Form einer Platte, bei der 
sich die Dickenrichtung in der z-Richtung erstreckt. 
Insbesondere hat das Dielektrikum 50 die Form 
einer rechteckigen Platte, so dass die Längsrichtung 
sich in der y-Richtung und die Querrichtung sich in 
der x-Richtung erstreckt. Das Dielektrikum 50 ist so 
gestaltet, dass es die gesamte Antennenbasis 70 
von oben abdeckt. In der vorliegenden Ausführungs
form ragt das Dielektrikum 50 von gegenüberliegen
den Seiten der Antennenbasis 70 in der x-Richtung 
und von gegenüberliegenden Seiten der Antennen
basis 70 in der y-Richtung heraus.

[0316] Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt, umfasst 
das Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptfläche 
51 und eine dielektrische Rückfläche 52, die die z- 
Richtung schneiden. In einem Beispiel sind die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die dielektrische 
Rückfläche 52 orthogonal zur z-Richtung. Die 
dielektrische Hauptfläche 51 ist nach unten gerichtet. 
Die dielektrische Rückfläche 52 ist eine der dielekt
rischen Hauptfläche 51 gegenüberliegende, nach 
oben gerichtete Fläche. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform definiert die dielektrische Rückfläche 52 
die Vorrichtungshauptfläche 11.

[0317] Wie in Fig. 35 gezeigt, umfasst das Dielekt
rikum 50 eine erste dielektrische Seitenfläche 53 und 
eine zweite dielektrische Seitenfläche 54, die in der 
x-Richtung gegenüberliegende Endflächen sind, und 
eine dritte dielektrische Seitenfläche 55 und eine 
vierte dielektrische Seitenfläche 56, die in der y-Rich
tung gegenüberliegende Endflächen sind. Die 
dielektrischen Seitenflächen 53 bis 56 definieren teil
weise die Vorrichtungsseitenflächen 13 bis 16. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die erste dielekt
rische Seitenfläche 53 und die zweite dielektrische 
Seitenfläche 54 orthogonal zu der dritten dielektri
schen Seitenfläche 55 und der vierten dielektrischen 
Seitenfläche 56.

[0318] Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt, ist das 
Terahertz-Element 20E in der
gleichen Weise wie bei der ersten Ausführungsform 
in dem Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Ele
menthauptfläche 21 der dielektrischen Hauptfläche 
51 gegenüberliegt. Das Terahertz-Element 20E ist 
zwischen der dielektrischen Hauptfläche 51 und der 
dielektrischen Rückfläche 52 angeordnet. Wie bei 
der ersten Ausführungsform hat das Dielektrikum 
50 der vorliegenden Ausführungsform eine dielektri
sche Dicke D2, die eine Abmessung in der z-Rich
tung ist. Die dielektrische Dicke D2 ist so festgelegt, 
dass sie die Resonanzbedingung der elektromagne
tischen Wellen erfüllt, die von dem Terahertz-Ele
ment 20E empfangen werden. In der gleichen 
Weise wie das Terahertz-Element 20E sind auch 
die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und 20F bis 
20H in dem Dielektrikum 50 angeordnet.

[0319] Wie in Fig. 35 gezeigt, sind das Terahertz- 
Element 20A, das Terahertz-Element 20B, das Tera
hertz-Element 20C und das Terahertz-Element 20D 
in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der 
y-Richtung voneinander getrennt.

[0320] Das Terahertz-Element 20E, das Terahertz- 
Element 20F, das Terahertz-Element 20G und das 
Terahertz-Element 20H sind in der x-Richtung zuei
nander ausgerichtet und in der y-Richtung voneinan
der getrennt. In der vorliegenden Ausführungsform 
ist ein Abstand („pitch“) zwischen den Terahertz-Ele
menten 20E bis 20H (Zwischenelementabstand) in 
der y-Richtung gleich einem Abstand zwischen den 
Terahertz-Elementen 20A bis 20D (Zwischenele
mentabstand) in der y-Richtung. Es wird davon aus
gegangen, dass der Abstand zwischen den Tera
hertz-Elementen 20E bis 20H in der y-Richtung 
gleich dem Abstand zwischen den Terahertz-Ele
menten 20A bis 20D in der y-Richtung ist, zum Bei
spiel, wenn die Differenz zwischen einem Durch
schnittswert der Abstände zwischen den Terahertz- 
Elementen 20E bis 20H in der y-Richtung und 
einem Durchschnittswert der Abstände zwischen 
den Terahertz-Elementen 20A bis 20D in der y-Rich
tung innerhalb von 5 % des Durchschnittswerts der 
Abstände zwischen den Terahertz-Elementen 20A 
bis 20D in der y-Richtung liegt. Der Abstand (Zwi
schenelementabstand) in der y-Richtung bezieht 
sich auf den Abstand zwischen den Empfangspunk
ten P1 der in der y-Richtung benachbarten Terahertz- 
Elemente 20.

[0321] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20D sind 
von den Terahertz-Elementen 20E bis 20H in der x- 
Richtung getrennt angeordnet. In der vorliegenden 
Ausführungsform sind die Terahertz-Elemente 20A 
bis 20D näher an der ersten dielektrischen Seitenflä
che 53 angeordnet als die Terahertz-Elemente 20E 
bis 20H.
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[0322] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die 
Terahertz-Elemente 20E bis 20H sind in der x-Rich
tung getrennt und in der y-Richtung an unterschied
lichen Positionen angeordnet. In der vorliegenden 
Ausführungsform sind, in einer Betrachtung von 
oben, die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die 
Terahertz-Elemente 20E bis 20H abwechselnd in 
der y-Richtung angeordnet. Die Terahertz-Elemente 
20A bis 20D sind näher an der dritten dielektrischen 
Seitenfläche 55 angeordnet als die Terahertz-Ele
mente 20E bis 20H. Insbesondere ist das Terahertz- 
Element 20A in der y-Richtung näher an der dritten 
dielektrischen Seitenfläche 55 angeordnet als das 
Terahertz-Element 20E. Das Terahertz-Element 20B 
ist in der der y-Richtung zwischen dem Terahertz- 
Element 20E und dem Terahertz-Element 20F ange
ordnet. Das Terahertz-Element 20C ist zwischen 
dem Terahertz-Element 20F und dem Terahertz-Ele
ment 20G in der y-Richtung angeordnet. Das Tera
hertz-Element 20D ist zwischen dem Terahertz-Ele
ment 20G und dem Terahertz-Element 20H in der y- 
Richtung angeordnet.

[0323] Wie in den Fig. 36 und 37 gezeigt, ist die 
Antennenbasis 70 in der vorliegenden Ausführungs
form, in einer Betrachtung von oben, im Wesentli
chen rechteckig, so dass sich die Längsrichtung in 
der y-Richtung und die Querrichtung in der x-Rich
tung erstreckt. Genauer gesagt umfasst die Anten
nenbasis 70 eine erste Stufe 79A und eine zweite 
Stufe 79B, die separat an gegenüberliegenden 
Enden der Antennenbasis 70 in der y-Richtung ange
ordnet sind. Die erste Stufe 79A ist auf der dritten 
Basisseitenfläche 75T der Antennenbasis 70 ange
ordnet. Die zweite Stufe 79B ist auf der vierten Basis
seitenfläche 76T der Antennenbasis 70 angeordnet. 
Die erste Stufe 79A ist so angeordnet, dass ein 
Abschnitt der dritten Basisseitenfläche 75T, der sich 
in Richtung der ersten Basisseitenfläche 73T befin
det, näher an der ersten dielektrischen Seitenfläche 
53 des Dielektrikums 50 angeordnet ist als ein 
Abschnitt der dritten Basisseitenfläche 75T, der sich 
in Richtung der zweiten Basisseitenfläche 74T befin
det. Die zweite Stufe 79B ist so angeordnet, dass ein 
Abschnitt der vierten Basisseitenfläche 76T, der sich 
in Richtung der ersten Basisseitenfläche 73T befin
det, näher an der ersten dielektrischen Seitenfläche 
53 angeordnet ist als ein Abschnitt der vierten Basis
seitenfläche 76T, der sich in Richtung der zweiten 
Basisseitenfläche 74T befindet. Somit ist die erste 
Basisseitenfläche 73T der Antennenbasis 70 in der 
y-Richtung näher an der ersten dielektrischen Sei
tenfläche 53 angeordnet als die zweite Basisseiten
fläche 74T.

[0324] Die vorliegende Ausführungsform der Anten
nenbasis 70 wird zum Beispiel aus einem isolieren
den Material in der gleichen Weise wie die erste Aus
führungsform der Antennenbasis 70 gebildet. 
Insbesondere besteht die Antennenbasis 70 aus 

einem Dielektrikum, z.B. aus einem Kunstharz wie 
einem Epoxidharz. Ein Beispiel für ein Epoxidharz 
ist ein Glasepoxidharz. Das Material der Antennen
basis 70 ist jedoch nicht darauf beschränkt und kann 
aus jedem beliebigen Material bestehen, z.B. aus Si, 
Teflon® oder Glas. Die Antennenbasis 70 kann eine 
beliebige Farbe haben und auch schwarz sein.

[0325] In der vorliegenden Ausführungsform 
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination 
aus mehreren (in der vorliegenden Ausführungsform 
acht) separaten Antennenbasen 70A bis 70H. 
Genauer gesagt, umfasst die Antennenbasis 70 die 
separaten Antennenbasen 70A bis 70D und die 
separaten Antennenbasen 70E bis 70H.

[0326] Die separaten Antennenbasen 70A bis 70D 
umfassen die erste Basisseitenfläche 73T und sind 
in der y-Richtung angeordnet. Die separate Anten
nenbasis 70A umfasst die dritte Basisseitenfläche 
75T. Die separate Antennenbasis 70D umfasst die 
vierte Basisseitenfläche 76T. Die separate Anten
nenbasis 70B grenzt an die separate Antennenbasis 
70A und die separate Antennenbasis 70C an. Mit 
anderen Worten ist die separate Antennenbasis 
70B zwischen der separaten Antennenbasis 70A 
und der separaten Antennenbasis 70C angeordnet. 
Die separate Antennenbasis 70C grenzt an die sepa
rate Antennenbasis 70B und die separate Antennen
basis 70D an. Mit anderen Worten ist die separate 
Antennenbasis 70C zwischen der separaten Anten
nenbasis 70B und der separaten Antennenbasis 70D 
eingebettet.

[0327] Die separaten Antennenbasen 70E bis 70H 
umfassen die zweite Basisseitenfläche 74T und 
sind in der y-Richtung angeordnet. Die separate 
Antennenbasis 70E umfasst die dritte Basisseitenflä
che 75T. Somit wird die dritte Basisseitenfläche 75T 
durch die separate Antennenbasis 70A und die sepa
rate Antennenbasis 70E definiert. Die separate 
Antennenbasis 70H umfasst die vierte Basisseiten
fläche 76T. Somit wird die vierte Basisseitenfläche 
76T durch die separate Antennenbasis 70D und die 
separate Antennenbasis 70H definiert. Die separate 
Antennenbasis 70F grenzt an die separate Anten
nenbasis 70E und die separate Antennenbasis 
70G. Mit anderen Worten ist die separate Antennen
basis 70F zwischen der separaten Antennenbasis 
70E und der separaten Antennenbasis 70G einge
bettet. Die separate Antennenbasis 70G grenzt an 
die separate Antennenbasis 70F und die separate 
Antennenbasis 70H. Mit anderen Worten ist die 
separate Antennenbasis 70G zwischen der separa
ten Antennenbasis 70F und der separaten Anten
nenbasis 70H eingebettet.

[0328] In der vorliegenden Ausführungsform befin
den sich die separaten Antennenbasen 70A bis 70D 
und die separaten Antennenbasen 70E bis 70H an 

41/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



unterschiedlichen Positionen in der y-Richtung. 
Genauer gesagt überschneidet sich in einer Betrach
tung in der x-Richtung die separate Antennenbasis 
70A mit den separaten Antennenbasen 70E und 
70F, die separate Antennenbasis 70B überschneidet 
sich mit den separaten Antennenbasen 70F und 
70G, und die separate Antennenbasis 70C über
schneidet sich mit den separaten Antennenbasen 
70G und 70H. Insbesondere ist die separate Anten
nenbasis 70A in der y-Richtung näher an der dritten 
Basisseitenfläche 75T als die separate Antennenba
sis 70E und näher an der vierten Basisseitenfläche 
76T als die separate Antennenbasis 70F angeord
net. Die separate Antennenbasis 70A ist in Kontakt 
mit der separaten Antennenbasis 70E. Die separate 
Antennenbasis 70B ist näher an der dritten Basissei
tenfläche 75T angeordnet als die separate Anten
nenbasis 70F und näher an der vierten Basisseiten
fläche 76T als die separate Antennenbasis 70G. Die 
separate Antennenbasis 70B ist in Kontakt mit den 
separaten Antennenbasen 70E und 70F. Die sepa
rate Antennenbasis 70C ist näher an der dritten 
Basisseitenfläche 75T angeordnet als die separate 
Antennenbasis 70G und näher an der vierten Basis
seitenfläche 76T als die separate Antennenbasis 
70H. Die separate Antennenbasis 70C ist in Kontakt 
mit den separaten Antennenbase 70F und 70G. Die 
separate Antennenbasis 70H ist näher an der dritten 
Basisseitenfläche 75T angeordnet als die separate 
Antennenbasis 70D. Die separate Antennenbasis 
70D steht mit den separaten Antennenbasen 70G 
und 70H in Kontakt.

[0329] Wie in Fig. 35 gezeigt, ist die separate Anten
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera
hertz-Elements 20A (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist 
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B 
(der z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate 
Antennenbasis 70C ist so angeordnet, dass sie 
dem Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung 
des Terahertz-Elements 20C (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70D 
ist so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 
20D in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 
20D (der z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate 
Antennenbasis 70E ist so angeordnet, dass sie dem 
Terahertz-Element 20E in der Dickenrichtung des 
Terahertz-Elements 20E (der z-Richtung) gegen
überliegt. Die separate Antennenbasis 70F ist so 
angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20F in 
der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20F (der 
z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate Antennen
basis 70G ist so angeordnet, dass sie dem Terahertz- 
Element 20G in der Dickenrichtung des Terahertz- 
Elements 20G (der z-Richtung) gegenüberliegt. Die 
separate Antennenbasis 70H ist so angeordnet, dass 
sie dem Terahertz-Element 20H in der Dickenrich

tung des Terahertz-Elements 20H (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. In der vorliegenden Ausführungs
form sind die separaten Antennenbasen 70A bis 
70H an einer niedrigeren Position als die Terahertz- 
Elemente 20A bis 20H angeordnet.

[0330] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, umfasst die 
Antennenbasis 70 in der gleichen Weise wie die 
erste Ausführungsform Antennenvertiefungen 80, 
die von der Hauptfläche 71T zur Rückfläche 72T hin 
zurückgesetzt sind. Insbesondere, wie in den Fig. 36 
und 37 gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausfüh
rungsform die separate Antennenbasis 70A eine 
Antennenvertiefung 80A, die separate Antennenba
sis 70B eine Antennenvertiefung 80B, die separate 
Antennenbasis 70C eine Antennenvertiefung 80C, 
die separate Antennenbasis 70D eine Antennenver
tiefung 80D, die separate Antennenbasis 70E eine 
Antennenvertiefung 80E, die separate Antennenba
sis 70F eine Antennenvertiefung 80F, die separate 
Antennenbasis 70G eine Antennenvertiefung 80G 
und die separate Antennenbasis 70H eine Antennen
vertiefung 80H. Das heißt, die Antennenbasis 70 
umfasst eine Antennenvertiefung 80 für jede sepa
rate Antennenbasis.

[0331] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, umfasst 
jede Antennenvertiefung 80 in der gleichen Weise 
wie die erste Ausführungsform eine Antennenober
fläche 81, die dem Terahertz-Element 20 über das 
Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 gegenüber
liegt. Insbesondere, wie in den Fig. 36 und 37 
gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausführungs
form die Antennenvertiefung 80A eine Antennen
oberfläche 81A, die Antennenvertiefung 80B eine 
Antennenoberfläche 81B, die Antennenvertiefung 
80C eine Antennenoberfläche 81C und die Anten
nenvertiefung 80D eine Antennenoberfläche 81D. 
Die Antennenvertiefung 80E umfasst eine Antennen
oberfläche 81E. Die Antennenvertiefung 80F 
umfasst eine Antennenoberfläche 81F. Die Anten
nenvertiefung 80G umfasst eine Antennenoberfläche 
81G. Die Antennenvertiefung 80H umfasst eine 
Antennenoberfläche 81H. In einer Betrachtung von 
oben sind die Antennenoberflächen 81A bis 81H 
formidentisch mit den jeweiligen Öffnungen der 
Antennenvertiefungen 80A bis 80H.

[0332] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, wird der 
Reflexionsfilm 82 in der gleichen Weise wie bei der 
ersten Ausführungsform auf der Antennenoberfläche 
81 ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82 ist auf der 
gesamten Antennenoberfläche 81 ausgebildet. Der 
Reflexionsfilm 82 wird nicht auf der Basishauptfläche 
71T gebildet. Somit ist der Reflexionsfilm 82 im 
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober
fläche 81. Der Reflexionsfilm 82 ist aus dem gleichen 
Material gebildet wie die erste Ausführungsform des 
Reflexionsfilms 82.
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[0333] Der Reflexionsfilm 82 umfasst den auf der 
Antennenoberfläche 81A gebildeten Reflexionsfilm 
82A, den auf der Antennenoberfläche 81B gebilde
ten Reflexionsfilm 82B, den auf der Antennenoberflä
che 81C gebildeten Reflexionsfilm 82C, den auf der 
Antennenoberfläche 81D gebildeten Reflexionsfilm 
82D, den auf der Antennenoberfläche 81E gebilde
ten Reflexionsfilm 82E, den auf der Antennenoberflä
che 81F gebildeten Reflexionsfilm 82F, den auf der 
Antennenoberfläche 81G gebildeten Reflexionsfilm 
82G und den auf der Antennenoberfläche 81H gebil
deten Reflexionsfilm 82H. In der vorliegenden Aus
führungsform sind die Reflexionsfilme 82A bis 82H 
integral bzw. einstückig als ein einziges Bauteil aus
gebildet.

[0334] Die Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen 
formidentisch mit der Antennenoberfläche 81A bzw. 
hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die Anten
nenoberfläche 81A. Der Reflexionsfilm 82B hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81B. Der Reflexionsfilm 82C hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81C. Der Reflexionsfilm 82D hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81D. Der Reflexionsfilm 82E hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81E. Der Reflexionsfilm 82F hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81F. Der Reflexionsfilm 82G hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81G. Der Reflexionsfilm 82H hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81H. Mit anderen Worten ist jeder der 
Reflexionsfilme 82A bis 82H ein parabolischer 
Reflektor und schalenförmig gebogen. In einer 
Betrachtung von oben hat jeder der Reflexionsfilme 
82A bis 82H die Form eines Kreises, der teilweise 
abgeschnitten ist. Jeder der Reflexionsfilme 82A bis 
82H ist so gekrümmt, dass er in Richtung der Vorrich
tungsrückfläche 12 ragt. Der Reflexionsfilm 82 ist in 
einer Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform 
nach oben) offen.

[0335] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, sind der 
Reflexionsfilm 82 und das Dielektrikum 50 in der z- 
Richtung einander gegenüberliegend angeordnet. 
Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm 82 so 
angeordnet, dass er dem Dielektrikum 50 gegenü
berliegt.

[0336] Die vom Reflexionsfilm 82 reflektierten elekt
romagnetischen Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunkts P1 abgestrahlt. Insbesondere wer
den elektromagnetische Wellen, die vom Reflexions
film 82A reflektiert werden, in Richtung des Emp
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20A 
abgestrahlt. Elektromagnetische Wellen, die vom 
Reflexionsfilm 82B reflektiert werden, werden zum 
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20B 

abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82C reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20C 
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82D reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20D 
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82E reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20E 
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82F reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20F 
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82G reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20G 
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82H reflektierte 
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20H 
abgestrahlt.

[0337] Die Lagebeziehung des Reflexionsfilms 82 
zum Terahertz-Element 20 ist die gleiche wie bei 
der ersten Ausführungsform. Auch das Größenver
hältnis des Reflexionsfilms 82 und des Terahertz-Ele
ments 20 ist das gleiche wie bei der ersten Ausfüh
rungsform. Von oben betrachtet sind die 
Reflexionsfilme 82A bis 82H also größer als die 
jeweiligen Terahertz-Elemente 20A bis 20H.

[0338] Die Antennenbasis 70 und das Dielektrikum 
50 sind durch die Klebeschicht 91 in der gleichen 
Weise fixiert wie bei der ersten Ausführungsform. 
Die Klebeschicht 91 ist so ausgestaltet, dass sie 
sich nicht über den Reflexionsfilm 82 hinaus nach 
innen (d.h. in Richtung des Terahertz-Elements 20) 
erstreckt.

[0339] Wie in den Fig. 38 bis 40 gezeigt, werden in 
der vorliegenden Ausführungsform drei Arten von 
separaten Antennenbasen in der Antennenbasis 70 
verwendet.

[0340] Wie in Fig. 38 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70E eine Basishauptfläche 71 und 
eine Basisrückfläche 72, die die z-Richtung schnei
den. Die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 schneiden die z-Richtung. Bei der vorliegen
den Ausführungsform stehen die Basishauptfläche 
71 und die Rückfläche 72 senkrecht zu der z-Rich
tung. In der z-Richtung betrachtet, sind die Basis
hauptfläche 71 und die Rückfläche 72 jeweils fünf
eckig. In der vorliegenden Ausführungsform sind die 
Basishauptfläche 71 und die Basisdrückfläche 72 
z.B. formidentisch. Die Basishauptfläche 71 und die 
Basisrückfläche 72 können aber auch unterschiedli
che Formen haben.

[0341] Die separate Antennenbasis 70E umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
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eine vierte Basisseitenfläche 76 als Basisseitenflä
chen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der 
Basishauptfläche 71 und der Basisrückfläche 72 lie
gen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 verbinden die 
Basishauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72.

[0342] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 sind gegenüberliegende End
flächen der separaten Antennenbasis 70E in der y- 
Richtung. Die dritte Basisseitenfläche 75 definiert 
einen Abschnitt der dritten Basisseitenfläche 75T 
der Antennenbasis 70. In einer Betrachtung in der 
z-Richtung erstrecken sich die dritte Basisseitenflä
che 75 und die vierte Basisseitenfläche 76 in der x- 
Richtung.

[0343] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 sind in der x-Richtung gegen
überliegende Endflächen der separaten Antennen
basis 70E.

[0344] Die erste Basisseitenfläche 73 ist eine Flä
che der separaten Antennenbasis 70E, die näher 
an der ersten Basisseitenfläche 73T (siehe Fig. 37) 
der Antennenbasis 70 liegt. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung, erstreckt sich die erste Basisseiten
fläche 73 in einer Richtung, die sowohl die x-Rich
tung als auch die y-Richtung schneidet. Insbeson
dere ist die erste Basisseitenfläche 73 in einer 
Betrachtung von oben V-förmig. Die erste Basissei
tenfläche 73 umfasst einen Basisseitenflächenab
schnitt 73a, bei dem es sich um einen Abschnitt der 
ersten Basisseitenfläche 73 handelt, der zur dritten 
Basisseitenfläche 75 hin liegt, und einen Basissei
tenflächenabschnitt 73b, bei dem es sich um einen 
Abschnitt der ersten Basisseitenfläche 73 handelt, 
der zur vierten Basisseitenfläche 76 hin liegt. Der 
Basisseitenflächenabschnitt 73a ist eine zur dritten 
Basisseitenfläche 75 hin geneigte Fläche, da sich 
der Basisseitenflächenabschnitt 73a zur zweiten 
Basisseitenfläche 74 hin erstreckt. Der Basisseitenf
lächenabschnitt 73b ist eine zur vierten Basisseiten
fläche 76 hin geneigte Fläche, da sich der Basissei
tenflächenabschnitt 73b zur zweiten 
Basisseitenfläche 74 hin erstreckt.

[0345] Die zweite Basisseitenfläche 74 definiert 
einen Abschnitt der zweiten Basisseitenfläche 74T 
der Antennenbasis 70. In der z-Richtung betrachtet, 
erstreckt sich die zweite Basisseitenfläche 74 in der 
y-Richtung.

[0346] Die Antennenoberfläche 81E der Antennen
vertiefung 80E ist von der Basishauptfläche 71 der 
separaten Antennenbasis 70E in Richtung der Basis
rückfläche 72 zurückgesetzt. In der vorliegenden 

Ausführungsform ist die Antennenoberfläche 81E in 
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen
basis 70E, die entlang einer in der x-Richtung und 
z-Richtung verlaufenden Ebene geschnitten ist, so 
gekrümmt, dass sie in Richtung der Basisrückfläche 
72 ragt. Die Antennenoberfläche 81E ist in der Basis
hauptfläche 71 offen. Das heißt, die Antennenober
fläche 81E ist nach oben hin offen.

[0347] In einer Betrachtung von oben hat die Öff
nung der Antennenoberfläche 81E die Form eines 
Kreises, der teilweise weggeschnitten ist. Insbeson
dere ist die Öffnung der Antennenoberfläche 81E an 
einem offenen Ende 81Ea, bei dem es sich um ein 
Ende der Öffnung der Antennenoberfläche 81E han
delt, das sich an dem Basisseitenflächenabschnitt 
73a befindet, an einem offenen Ende 81Eb, bei 
dem es sich um ein Ende der Öffnung der Antennen
oberfläche 81E handelt, das sich an dem Basissei
tenflächenabschnitt 73b befindet, und an einem offe
nen Ende 81Ec, bei dem es sich um ein Ende der 
Öffnung der Antennenoberfläche 81E handelt, das 
sich an der vierten Basisseitenfläche 76 befindet, 
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben 
erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ea bis 
81Ec geradlinig.

[0348] In einer Betrachtung von oben ist das offene 
Ende 81Ea der Antennenoberfläche 81E so ange
ordnet, dass es den Basisseitenflächenabschnitt 
73a überlappt. Das offene Ende 81Eb ist so positio
niert, dass es den Basisseitenflächenabschnitt 73b 
überlappt. Das offene Ende 81Ec ist so angeordnet, 
dass es die vierte Basisseitenfläche 76 überlappt.

[0349] Der Reflexionsfilm 82E ist auf der Antennen
oberfläche 81E ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82E 
ist auf der gesamten Antennenoberfläche 81E aus
gebildet. Der Reflexionsfilm 82E wird nicht auf der 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70E ausgebildet.

[0350] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82E formidentisch mit der Öff
nung der Antennenoberfläche 81E. Genauer gesagt 
umfasst die Öffnung des Reflexionsfilms 82E, von 
oben betrachtet, ein offenes Ende 82Ea, das das 
offene Ende 81Ea der Antennenoberfläche 81E 
überlappt, ein offenes Ende 82Eb, das das offene 
Ende 81Eb der Antennenoberfläche 81E überlappt, 
und ein offenes Ende 82Ec, das das offene Ende 
81Ec der Antennenoberfläche 81E überlappt. In 
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der 
offenen Enden 82Ea bis 82Ec geradlinig.

[0351] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82E so ausgebildet, dass der Mittelpunkt 
P2 jeweils in der x-Richtung und in der y-Richtung 
an einer von der Mitte der separaten Antennenbasis 
70E abweichenden Position liegt. In der vorliegen
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den Ausführungsform ist der Reflexionsfilm 82E in 
einer Betrachtung von oben so ausgebildet, dass 
der Mittelpunkt P2 in der x-Richtung näher an der 
ersten Basisseitenfläche 73 liegt als die Mitte der 
separaten Antennenbasis 70E in der x-Richtung. In 
der Draufsicht ist der Reflexionsfilm 82E so ausge
bildet, dass der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung 
näher an der vierten Basisseitenfläche 76 liegt als 
die Mitte der separaten Antennenbasis 70E in der y- 
Richtung.

[0352] Der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82E 
fällt in einer Betrachtung von oben mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81E zusammen und 
der Reflexionsfilm 82E ist im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81E. Somit ist die 
Antennenoberfläche 81E in gleicher Weise wie der 
Reflexionsfilm 82E in einer Betrachtung von oben 
so ausgebildet, dass sich der Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81E in jeweils der x-Richtung und der 
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70E abweichenden Stelle befindet.

[0353] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82E 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82E und des 
Reflexionsfilms 82F ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen Zentralwinkel von weni
ger als 180°. In der vorliegenden Ausführungsform 
ist, von oben betrachtet, der umlaufende Teil des 
Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung (in der vorliegenden Ausführungs
form der y-Richtung) verbindet, bogenförmig und 
hat einen Zentralwinkel θe1 von weniger als 180°.

[0354] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82E 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
einer dritten Richtung verbindet, welche eine Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82E und des 
Reflexionsfilms 82A ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In einer Betrachtung in der z-Rich
tung unterscheidet sich die dritte Richtung von der x- 
Richtung und der y-Richtung. In einem Beispiel 
schneidet die dritte Richtung, in einer Betrachtung 
in der z-Richtung, die x-Richtung und die y-Richtung. 
In der vorliegenden Ausführungsform erstreckt sich 
die dritte Richtung diagonal von der Basisseitenflä
che 75T der Antennenbasis 70 zur Basisseitenfläche 
76T in einer Richtung, die von der Basisseitenfläche 
73T zur Basisseitenfläche 74T verläuft.

[0355] In der vorliegenden Ausführungsform ist in 
einer Betrachtung von oben der umlaufende Teil 
des Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte 
in der dritten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform, von oben betrachtet, die Richtung ortho

gonal zu der Richtung, in der sich der Basisseitenflä
chenabschnitt 73a erstreckt) verbindet, bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel θe2 von weniger als 
180°.

[0356] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82E 
einen umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in 
einer vierten Richtung verbindet, welche eine Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82E und des 
Reflexionsfilms 82B ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In einer Betrachtung in der z-Rich
tung unterscheidet sich die vierte Richtung von der x- 
Richtung, der y-Richtung und der dritten Richtung. In 
einem Beispiel schneidet die vierte Richtung, in einer 
Betrachtung in der z-Richtung, die x-Richtung, die y- 
Richtung und die dritte Richtung. In der vorliegenden 
Ausführungsform erstreckt sich die vierte Richtung 
diagonal von der Basisseitenfläche 76T der Anten
nenbasis 70 zur Basisseitenfläche 75T in einer Rich
tung, die von der Basisseitenfläche 73T zur Basissei
tenfläche 74T verläuft.

[0357] In der vorliegenden Ausführungsform ist in 
einer Betrachtung von oben der umlaufende Teil 
des Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte 
in der vierten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform, in einer Betrachtung von oben, die Rich
tung orthogonal zu der Richtung, in der sich der 
Basisseitenflächenabschnitt 73b erstreckt) verbin
det, bogenförmig und hat einen zentralen Winkel 
θe3 von weniger als 180°.

[0358] Der Reflexionsfilm 82E ist, von oben betrach
tet, im Wesentlichen formidentisch mit der Antennen
oberfläche 81E. Somit weist die Antennenoberfläche 
81E in gleicher Weise wie der Reflexionsfilm 82E 
einen bogenförmigen Umfang auf, der einen umlauf
enden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der ers
ten Richtung verbindet, welche die Anordnungsrich
tung der Antennenoberfläche 81E und der 
Antennenoberfläche 81F ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen Zentralwinkel von weni
ger als 180°. Der bogenförmige Umfang der Anten
nenoberfläche 81E umfasst einen umlaufenden Teil, 
der die Bogenendpunkte in der dritten Richtung ver
bindet, welche die Anordnungsrichtung der Anten
nenoberfläche 81E und der Antennenoberfläche 
81A ist (in der vorliegenden Ausführungsform, von 
oben betrachtet, eine Richtung orthogonal zu der 
Richtung, in der sich der Basisseitenflächenabschnitt 
73a erstreckt). Der umlaufende Teil ist bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°. 
Der bogenförmige Umfang der Antennenoberfläche 
81E umfasst einen umlaufenden Teil, der Bogenend
punkte in der vierten Richtung verbindet, welche die 
Anordnungsrichtung der Antennenoberfläche 81E 
und der Antennenoberfläche 81B ist (in der vorlie
genden Ausführungsform, von oben betrachtet, eine 
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Richtung orthogonal zu der Richtung, in der sich der 
Basisseitenflächenabschnitt 73b erstreckt). Der 
umlaufende Teil ist bogenförmig und hat einen zent
ralen Winkel von weniger als 180°.

[0359] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ea des Reflexions
films 82E, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82E verläuft, eine Länge LR1, die kleiner 
ist als ein Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Eb des Reflexionsfilms 
82E, die sich durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82E erstreckt, eine Länge LR2, die kleiner 
ist als der Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Ec des Reflexionsfilms 
82E, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82E verläuft, eine Länge LR3, die kleiner ist 
als der Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In einer 
Betrachtung von oben verläuft die senkrechte Linie 
zum offenen Ende 82Ec des Reflexionsfilms 82E, 
die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 
82E verläuft, geradlinig in der y-Richtung. Die 
Länge LR1 kann als eine Länge in der dritten Rich
tung betrachtet werden. Die Länge LR2 kann als eine 
Länge in der vierten Richtung betrachtet werden. 
Daher ist die Länge (LR1+RE) des Reflexionsfilms 
82E in der dritten Richtung kleiner als der Durchmes
ser des Reflexionsfilms 82E. Die Länge (LR2+RE) 
des Reflexionsfilms 82E in der vierten Richtung ist 
kleiner als der Durchmesser des Reflexionsfilms 
82E. Auch die Länge (LR3+RE) des Reflexionsfilms 
82E in der ersten Richtung ist kleiner als der Durch
messer des Reflexionsfilms 82E. In einer Betrach
tung von oben ist der Reflexionsfilm 82E in der ersten 
Richtung, in der die Reflexionsfilme 82E bis 82H 
(siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als in der 
von der ersten Richtung abweichenden zweiten 
Richtung. In einer Betrachtung von oben ist die 
zweite Richtung (bei der vorliegenden Ausführungs
form die x-Richtung) orthogonal zur ersten Richtung. 
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 
82E in der dritten Richtung, in der die Reflexionsfilme 
82E und 82A angeordnet sind, kleiner als in der zwei
ten Richtung. In der vierten Richtung, also der Rich
tung, in der die Reflexionsfilme 82E und 82B ange
ordnet sind, ist der Reflexionsfilm 82E in der 
Draufsicht kleiner als in der zweiten Richtung.

[0360] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82E im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81E ausgebildet. So ist das Ver
hältnis des Radius der Antennenoberfläche 81E zu 
den Längen der senkrechten Linien zu den offenen 
Enden 81Ea bis 81Ec der Antennenoberfläche 81E, 
die durch den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 
81E verlaufen, das gleiche wie das Verhältnis des 
Radius RE des Reflexionsfilms 82E zu den Längen 
LR1 bis LR3 des Reflexionsfilms 82E.

[0361] Wie in Fig. 41 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82E in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70E, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82E erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der y-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, in einer 
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis 
70E, die entlang einer Ebene geschnitten ist, die 
sich in der dritten Richtung und der z-Richtung 
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82E 
erstreckt, umfasst der Reflexionsfilm 82E einen 
bogenförmigen Teil, der die gegenüberliegenden 
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet und 
einen zentralen Winkel von weniger als 180° hat. 
Auch, obwohl nicht gezeigt, in einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70E, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der vierten 
Richtung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt 
P2 des Reflexionsfilms 82E erstreckt, umfasst der 
Reflexionsfilm 82E einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der vierten 
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel von 
weniger als 180° hat.

[0362] Wie in Fig. 41 gezeigt, umfasst die Anten
nenoberfläche 81E in einer Querschnittsansicht der 
separaten Antennenbasis 70E, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81E erstreckt, einen bogenförmigen 
Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
y-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° hat. Auch in einer Querschnitt
sansicht der separaten Antennenbasis 70E, die ent
lang einer Ebene geschnitten ist, die sich in der drit
ten Richtung und der z-Richtung durch den 
Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81E erstreckt, 
umfasst die Antennenoberfläche 81E einen bogen
förmigen Teil, der die gegenüberliegenden End
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen 
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist, 
auch wenn dies nicht dargestellt ist. Auch in einer 
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis 
70E, die entlang einer Ebene geschnitten ist, die 
sich in der vierten Richtung und der z-Richtung 
durch den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81E 
erstreckt, umfasst die Antennenoberfläche 81E 
einen bogenförmigen Teil, der die gegenüberliegen
den Endpunkte in der vierten Richtung verbindet und 
einen zentralen Winkel von weniger als 180° auf
weist, obwohl dies nicht dargestellt ist.

[0363] In einer Betrachtung von oben umfasst die 
separate Antennenbasis 70E eine Umfangswand 
78E, die sich um die Öffnung der Antennenvertiefung 
80E herum erstreckt, mit Ausnahme der wegge
schnittenen Abschnitte der Öffnung. Die Umfangs
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wand 78E bildet die Basishauptfläche 71 der separa
ten Antennenbasis 70E.

[0364] Wie in Fig. 39 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70A in gleicher Weise wie die sepa
rate Antennenbasis 70E eine Basishauptfläche 71 
und eine Basisrückfläche 72, die die z-Richtung 
schneiden. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 im Wesentlichen rechteckig, wobei eine der 
Seiten in einer Richtung verläuft, die sowohl die x- 
Richtung als auch die y-Richtung schneidet. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die Basishaupt
fläche 71 und die Basisrückfläche 72 beispielsweise 
formidentisch. Die Basishauptfläche 71 und die 
Basisrückfläche 72 können jedoch auch unterschied
liche Formen haben.

[0365] Die separate Antennenbasis 70A umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
eine vierte Basisseitenfläche 76 als vier Basisseitenf
lächen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz- Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho
gonal zur entgegengesetzten Richtung der Basis
hauptfläche 71 und der Basisrückfläche 72 verlau
fen, und verbinden die Basishauptfläche 71 mit der 
Basisrückfläche 72.

[0366] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 definieren gegenüberliegende 
Endflächen der separaten Antennenbasis 70A in 
der y-Richtung. Die dritte Basisseitenfläche 75 defi
niert einen Abschnitt der dritten Basisseitenfläche 
75T der Antennenbasis 70. Von oben betrachtet 
erstrecken sich die dritte Basisseitenfläche 75 und 
die vierte Basisseitenfläche 76 in der x-Richtung. In 
einer Betrachtung in der z-Richtung ist die Abmes
sung der vierten Basisseitenfläche 76 in der x-Rich
tung kleiner als die Abmessung der dritten Basissei
tenfläche 75 in der x-Richtung.

[0367] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 definieren in der x-Richtung 
gegenüberliegende Endflächen der separaten 
Antennenbasis 70A.

[0368] Die erste Basisseitenfläche 73 definiert einen 
Abschnitt der ersten Basisseitenfläche 73T der 
Antennenbasis 70. Von oben betrachtet erstreckt 
sich die erste Basisseitenfläche 73 in der y-Richtung.

[0369] Die zweite Basisseitenfläche 74 ist eine Sei
tenfläche der separaten Antennenbasis 70A, die 
näher an der zweiten Basisseitenfläche 74T der 
Antennenbasis 70 liegt. Von oben betrachtet 
erstreckt sich die zweite Basisseitenfläche 74 in 
einer Richtung, die sowohl die x-Richtung als auch 

die y-Richtung schneidet. Insbesondere umfasst die 
zweite Basisseitenfläche 74 einen Basisseitenflä
chenabschnitt 74a, der sich in Richtung der dritten 
Basisseitenfläche 75 befindet, und einen Basissei
tenflächenabschnitt 74b, der sich in Richtung der 
vierten Basisseitenfläche 76 befindet. In der z-Rich
tung betrachtet, erstreckt sich der Basisseitenflä
chenabschnitt 74a in der y-Richtung. In der z-Rich
tung betrachtet, ist der Basisseitenflächenabschnitt 
74b eine geneigte Fläche, die in Richtung der ersten 
Basisseitenfläche 73 geneigt ist, während sich die 
geneigte Fläche in Richtung der vierten Basisseiten
fläche 76 erstreckt.

[0370] Die Antennenoberfläche 81A der Antennen
vertiefungen 80A ist von der Basishauptfläche 71 der 
separaten Antennenbasis 70A zu der Basisrückflä
che 72 hin zurückgesetzt. In der vorliegenden Aus
führungsform ist die Antennenoberfläche 81A in 
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen
basis 70A, die entlang einer sich in x-Richtung und 
z-Richtung erstreckenden Ebene geschnitten ist, 
gekrümmt und ragt in Richtung der Basisrückfläche 
72. Die Antennenoberfläche 81A ist in der Basis
hauptfläche 71 offen. Das heißt, die Antennenober
fläche 81A ist nach oben hin offen.

[0371] In einer Betrachtung von oben hat die Öff
nung der Antennenoberfläche 81A die Form eines 
Kreises, der teilweise abgeschnitten ist. Insbeson
dere ist die Öffnung der Antennenoberfläche 81A 
an dem offenen Ende 81Aa, das sich an der zweiten 
Basisseitenfläche 74 befindet, und an einem offenen 
Ende 81Ab, das sich an der vierten Basisseitenfläche 
76 befindet, abgeschnitten. In einer Betrachtung von 
oben verlaufen die offenen Enden 81Aa und 81Ab 
jeweils geradlinig. In einer Betrachtung von oben ist 
das offene Ende 81Aa so angeordnet, dass es den 
Basisseitenflächenabschnitt 74b überlappt. Das 
offene Ende 81Ab ist so positioniert, dass es die 
vierte Basisseitenfläche 76 überlappt.

[0372] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82A so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt P2 in der x-Richtung und in der y-Richtung 
jeweils an einer von der Mitte der separaten Anten
nenbasis 70A abweichenden Position befindet. In 
der vorliegenden Ausführungsform ist der Refle
xionsfilm 82A so ausgebildet, dass der Mittelpunkt 
P2 in der x-Richtung näher am Basisseitenflächen
abschnitt 74b liegt als die Mitte der separaten Anten
nenbasis 70A in der x-Richtung. In einer Betrachtung 
von oben ist der Reflexionsfilm 82A so ausgebildet, 
dass der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung näher an 
der vierten Basisseitenfläche 76 liegt als die Mitte der 
separaten Antennenbasis 70A in der y-Richtung.

[0373] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82A mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81A zusammen und 
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die Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81A ausgebildet. 
So ist die Antennenoberfläche 81A in gleicher 
Weise wie der Reflexionsfilm 82A In einer Betrach
tung von oben so geformt, dass der Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81A jeweils in der x-Richtung 
und in der y-Richtung an einer von der Mitte der 
separaten Antennenbasis 70A abweichenden Stelle 
liegt.

[0374] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82A 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung verbindet, die die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82A und des Refle
xionsfilms 82B ist. Der umlaufende Teil ist bogenför
mig und hat einen zentralen Winkel von weniger als 
180°. In der vorliegenden Ausführungsform ist, in 
einer Betrachtung von oben, der umlaufende Teil 
des Reflexionsfilms 82A, der die Bogenendpunkte 
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung) verbindet, bogenförmig 
und hat einen Zentralwinkel θa1 von weniger als 
180°.

[0375] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82A 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
einer dritten Richtung verbindet, die eine Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82A und des 
Reflexionsfilms 82E ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausführungs
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau
fende Teil des Reflexionsfilms 82A, der die Boge
nendpunkte in der dritten Richtung verbindet (in der 
vorliegenden Ausführungsform, in einer Betrachtung 
von oben, der Richtung orthogonal zu der Richtung, 
in der sich der Basisseitenflächenabschnitt 74b 
erstreckt), bogenförmig und hat einen zentralen Win
kel θa2 von weniger als 180°.

[0376] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81A ausgebildet. So weist die 
Antennenoberfläche 81A in gleicher Weise wie der 
Reflexionsfilm 82A einen bogenförmigen Umfang 
mit einem umlaufenden Teil auf, der Bogenend
punkte in der ersten Richtung verbindet, welche die 
Anordnungsrichtung der Antennenoberfläche 81A 
und der Antennenoberfläche 81B ist, bogenförmig 
ist und einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat. Von oben betrachtet umfasst die Antennenober
fläche 81A einen bogenförmigen Umfang mit einem 
umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in der dritten 
Richtung verbindet, welche die Anordnungsrichtung 
der Antennenoberfläche 81A und der Antennenober
fläche 81E ist. Der umlaufende Teil ist bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°.

[0377] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Aa des Reflexions
films 82A, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82A verläuft, eine Länge LR4, die kleiner 
ist als ein Radius RA des Reflexionsfilms 82A. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zu einem offenen Ende 82Ab des Reflexions
films 82A, die sich durch den Mittelpunkt P2 des 
Reflexionsfilms 82A erstreckt, eine Länge LR5, die 
kleiner als der Radius RA des Reflexionsfilms 82A 
ist. In der vorliegenden Ausführungsform ist der 
Radius RA des Reflexionsfilms 82A gleich dem 
Radius RE des Reflexionsfilms 82E. Auch eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ab des Reflexions
films 82A, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82A verläuft, erstreckt sich geradlinig in 
der y-Richtung. Die Länge LR4 kann als eine Länge 
in der dritten Richtung betrachtet werden. Somit ist 
die Länge (LR3+RA) des Reflexionsfilms 82A in der 
dritten Richtung kleiner als der Durchmesser des 
Reflexionsfilms 82A. Die Länge (LR5+RA) des Refle
xionsfilms 82A in der ersten Richtung ist geringer als 
der Durchmesser des Reflexionsfilms 82A. In einer 
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82A in 
der ersten Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A 
bis 82D (siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als 
in der von der ersten Richtung abweichenden zwei
ten Richtung. In einer Betrachtung von oben ist die 
zweite Richtung (bei der vorliegenden Ausführungs
form die x-Richtung) orthogonal zur ersten Richtung. 
In der dritten Richtung, in der die Reflexionsfilme 82E 
und 82A angeordnet sind, ist der Reflexionsfilm 82A 
in einer Betrachtung von oben kleiner als in der zwei
ten Richtung.

[0378] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81A ausgebildet. So ist das Ver
hältnis des Radius der Antennenoberfläche 81A zu 
den Längen der senkrechten Linien zu den offenen 
Enden 81Aa und 81Ab der Antennenoberfläche 81A, 
die durch den Mittelpunkt der Antennenoberfläche 
81A verlaufen, das gleiche wie das Verhältnis des 
Radius RA des Reflexionsfilms 82A zu den Längen 
LR4 und LR5 des Reflexionsfilms 82A.

[0379] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82A in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82A erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der y-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70A, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des 
Reflexionsfilms 82A erstreckt, umfasst der Refle
xionsfilm 82A einen bogenförmigen Teil, der die 
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gegenüberliegenden Endpunkte in der dritten Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat.

[0380] Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst die 
Antennenoberfläche 81A in einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70A, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81A erstreckt, einen bogenför
migen Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte 
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70A, 
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in 
der dritten Richtung und der z-Richtung durch den 
Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81A erstreckt, 
umfasst die Antennenoberfläche 81A einen bogen
förmigen Teil, der die gegenüberliegenden End
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen 
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist.

[0381] Die einzelnen Antennenbasen 70B, 70C, 
70D, 70F, 70G und 70H sind formidentisch. Daher 
wird der Aufbau der in Fig. 40 gezeigten separaten 
Antennenbasis 70B als ein Beispiel beschrieben. Der 
Aufbau der einzelnen Antennenbasen 70C, 70D und 
70F bis 70H wird nicht beschrieben.

[0382] Wie in Fig. 40 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70B in gleicher Weise wie die sepa
rate Antennenbasis 70A eine Basishauptfläche 71 
und eine Basisrückfläche 72, die die z-Richtung 
schneiden. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 fünfeckig. In der vorliegenden Ausführungs
form sind die Basishauptfläche 71 und die Basisrück
fläche 72 z.B. identisch in ihrer Form. Die 
Basishauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 kön
nen jedoch auch unterschiedliche Formen haben.

[0383] Die separate Antennenbasis 70B umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
eine vierte Basisseitenfläche 76 als Basisseitenflä
chen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der 
Basishauptfläche 71 und der Basisrückfläche 72 ver
laufen, und verbinden die Basishauptfläche 71 mit 
der Basisrückfläche 72.

[0384] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 sind in der y-Richtung gegen
überliegende Endflächen der separaten Antennen
basis 70B. In einer Betrachtung in der z-Richtung, 
erstrecken sich die dritte Basisseitenfläche 75 und 
die vierte Basisseitenfläche 76 in der x-Richtung.

[0385] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 sind in der x-Richtung gegen
überliegende Endflächen der separaten Antennen
basis 70B.

[0386] In einer Betrachtung von oben erstreckt sich 
die erste Basisseitenfläche 73 in der y-Richtung.

[0387] In einer Betrachtung von oben erstreckt sich 
die zweite Basisseitenfläche 74 in einer Richtung, die 
die x-Richtung und die y-Richtung schneidet. Insbe
sondere ist die zweite Basisseitenfläche 74 in einer 
Betrachtung von oben V-förmig. Die zweite Basissei
tenfläche 74 umfasst einen Basisseitenflächenab
schnitt 74a, der sich in Richtung der dritten Basissei
tenfläche 75 befindet, und einen 
Basisseitenflächenabschnitt 74b, der sich in Rich
tung der vierten Basisseitenfläche 76 befindet. Der 
Basisseitenflächenabschnitt 74a ist eine zur dritten 
Basisseitenfläche 75 hin geneigte Fläche, da sich 
der Basisseitenflächenabschnitt 74a in Richtung der 
ersten Basisseitenfläche 73 erstreckt. Der Basissei
tenflächenabschnitt 74b ist eine zur vierten Basissei
tenfläche 76 hin geneigte Fläche, da sich der Basis
seitenflächenabschnitt 74b zur ersten 
Basisseitenfläche 73 hin erstreckt.

[0388] Die Antennenoberfläche 81B der Antennen
vertiefung 80B ist von der Basishauptfläche 71 der 
separaten Antennenbasis 70B zur Basisrückfläche 
72 hin zurückgesetzt. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform ist die Antennenoberfläche 81B in einer 
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis 
70B, die entlang einer in der x- und der z-Richtung 
verlaufenden Ebene geschnitten ist, so gekrümmt, 
dass sie in Richtung der Basisrückfläche 72 vorsteht. 
Die Antennenoberfläche 81B ist in der Basishauptflä
che 71 offen. Das heißt, die Antennenoberfläche 81B 
ist nach oben hin offen.

[0389] In einer Betrachtung von oben hat die Öff
nung der Antennenoberfläche 81B die Form eines 
Kreises, der teilweise weggeschnitten ist. Insbeson
dere ist die Öffnung der Antennenoberfläche 81B an 
dem offenen Ende 81Ba, das sich an dem Basissei
tenflächenabschnitt 74a befindet, dem offenen Ende 
81Bb, das sich an dem Basisseitenflächenabschnitt 
74b befindet, einem offenen Ende 81Bc, das sich an 
der dritten Basisseitenfläche 75 befindet, und an 
einem offenen Ende 81Bd, das sich an der vierten 
Basisseitenfläche 76 befindet, abgeschnitten. In 
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der 
offenen Enden 81Ba bis 81Bd geradlinig.

[0390] In einer Betrachtung von oben ist das offene 
Ende 81Ba so angeordnet, dass es den Basisseitenf
lächenabschnitt 74a überlappt. Das offene Ende 
81Bb ist so positioniert, dass es den Basisseitenflä
chenabschnitt 74b überlappt. Das offene Ende 81Bc 
ist so angeordnet, dass es die dritte Basisseitenflä
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che 75 überlappt. Das offene Ende 81Bd ist so ange
ordnet, dass es die vierte Basisseitenfläche 76 über
lappt.

[0391] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82B formidentisch mit der Öff
nung der Antennenoberfläche 81B. In einer Betrach
tung von oben umfasst die Öffnung des Reflexions
films 82B das offene Ende 82Ba, das das offene 
Ende 81Ba der Antennenoberfläche 81B überlappt, 
das offene Ende 82Bb, das das offene Ende 81Bb 
der Antennenoberfläche 81B überlappt, ein offenes 
Ende 82Bc, das das offene Ende 81Bc der Anten
nenoberfläche 81B überlappt, und ein offenes Ende 
82Bd, das das offene Ende 81Bd der Antennenober
fläche 81B überlappt. In einer Betrachtung von oben 
erstreckt sich jedes der offenen Enden 82Ba bis 
82Bd geradlinig.

[0392] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt P2 jeweils in der x-Richtung und in der y-Rich
tung an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70B abweichenden Position befindet. 
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 
82B so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in der x- 
Richtung näher an der ersten Basisseitenfläche 73 
liegt als die Mitte der separaten Antennenbasis 70B 
in der x-Richtung. In einer Betrachtung von oben ist 
der Reflexionsfilm 82B so ausgebildet, dass sich der 
Mittelpunkt P2 in der y-Richtung in der Mitte der 
separaten Antennenbasis 70B in der y-Richtung 
befindet.

[0393] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82B mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81B zusammen, und 
der Reflexionsfilm 82B ist im Wesentlichen form
gleich mit der Antennenoberfläche 81B. So ist die 
Antennenoberfläche 81B in gleicher Weise wie der 
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung von oben 
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81B jeweils in der x-Richtung und in der 
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70B abweichenden Stelle liegt.

[0394] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82B 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82B und des 
Reflexionsfilms 82A ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausführungs
form ist, in einer Betrachtung von oben, der umlau
fende Teil des Reflexionsfilms 82B, der die Boge
nendpunkte in der ersten Richtung (in der 
vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung) ver
bindet, bogenförmig und hat einen Zentralwinkel 
θb1 von weniger als 180°.

[0395] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82B 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
einer vierten Richtung verbindet, die eine Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82B und des 
Reflexionsfilms 82E ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausführungs
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau
fende Teil des Reflexionsfilms 82B, der die Boge
nendpunkte in der vierten Richtung verbindet (in der 
vorliegenden Ausführungsform, in einer Betrachtung 
von oben, die Richtung orthogonal zu der Richtung, 
in der sich der Basisseitenflächenabschnitt 74a 
erstreckt), bogenförmig und hat einen zentralen Win
kel θb2 von weniger als 180°.

[0396] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82B 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
einer dritten Richtung verbindet, die eine Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82B und des 
Reflexionsfilms 82F ist. Der umlaufende Teil ist 
bogenförmig und hat einen zentralen Winkel von 
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausführungs
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau
fende Teil des Reflexionsfilms 82B, der die Boge
nendpunkte in der dritten Richtung verbindet (in der 
vorliegenden Ausführungsform, in einer Betrachtung 
von oben, die Richtung orthogonal zu der Richtung, 
in der sich der Basisseitenflächenabschnitt 74b 
erstreckt), bogenförmig und hat einen zentralen Win
kel 0b3 von weniger als 180°.

[0397] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81B. So umfasst die Antennen
oberfläche 81B einen bogenförmigen Umfang ein
schließlich eines umlaufenden Teils, der Bogenend
punkte in der ersten Richtung verbindet, welche die 
Anordnungsrichtung der Antennenoberfläche 81B 
und der Antennenoberfläche 81A ist, bogenförmig 
ist und einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat. Der bogenförmige Umfang der Antennenoberflä
che 81B umfasst einen umlaufenden Teil, der Boge
nendpunkte in der vierten Richtung verbindet, wel
che die Anordnungsrichtung der 
Antennenoberfläche 81B und der Antennenoberflä
che 81E ist. Der umlaufende Teil ist bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 
180°. Der bogenförmige Umfang der Antennenober
fläche 81B umfasst einen umlaufenden Teil, der die 
Bogenendpunkte in der dritten Richtung verbindet, 
welche die Anordnungsrichtung der Antennenober
fläche 81B und der Antennenoberfläche 81F ist. Der 
umlaufende Teil ist bogenförmig und hat einen zent
ralen Winkel von weniger als 180°.

[0398] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexions
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films 82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82B verläuft, eine Länge LR6, die kleiner 
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Bb des Reflexionsfilms 
82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82B verläuft, eine Länge LR7, die kleiner ist 
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer 
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum 
offenen Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B, die 
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B 
verläuft, eine Länge LR8, die kleiner ist als der 
Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer 
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie 
zum offenen Ende 82Bd des Reflexionsfilms 82B, 
die sich durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 
82B erstreckt, eine Länge LR9, die kleiner als der 
Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist. In der vorlie
genden Ausführungsform ist der Radius RB des 
Reflexionsfilms 82B gleich dem Radius RA des 
Reflexionsfilms 82A. Die senkrechte Linie zum offe
nen Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B, die durch 
den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B verläuft, 
und die senkrechte Linie zum offenen Ende 82Bd 
des Reflexionsfilms 82B, die durch den Mittelpunkt 
P2 des Reflexionsfilms 82B verläuft, verlaufen 
jeweils geradlinig in der y-Richtung. Die Summe 
(LR8+LR9) der Längen LR8 und LR9 der senkrech
ten Linien ist gleich der Länge der separaten Anten
nenbasis 70B in der y-Richtung. Somit ist die Länge 
der separaten Antennenbasis 70B in der y-Richtung 
kleiner als der Durchmesser des Reflexionsfilms 
82B. Die Länge LR7 kann als eine Länge in der drit
ten Richtung betrachtet werden. Die Länge LR6 kann 
als eine Länge in der vierten Richtung betrachtet 
werden. Daher ist die Länge (LR7+RB) des Refle
xionsfilms 82B in der dritten Richtung geringer als 
der Durchmesser des Reflexionsfilms 82B. Die 
Länge (LR6+RB) des Reflexionsfilms 82B in der vier
ten Richtung ist kleiner als der Durchmesser des 
Reflexionsfilms 82B. In einer Betrachtung von oben 
ist der Reflexionsfilm 82B in der ersten Richtung, in 
der die Reflexionsfilme 82A bis 82D (siehe Fig. 37) 
angeordnet sind, kleiner als in der von der ersten 
Richtung abweichenden zweiten Richtung. In einer 
Betrachtung von oben ist die zweite Richtung (bei 
der vorliegenden Ausführungsform die x-Richtung) 
orthogonal zu der ersten Richtung. In einer Betrach
tung von oben ist der Reflexionsfilm 82B in der dritten 
Richtung, in der die Reflexionsfilme 82E und 82A 
angeordnet sind, kleiner als in der zweiten Richtung. 
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 
82B in der vierten Richtung, in der die Reflexions
filme 82E und 82B angeordnet sind, kleiner als in 
der zweiten Richtung.

[0399] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81B ausgebildet. Daher ist das 
Verhältnis des Radius der Antennenoberfläche 81B 

zu den Längen der senkrechten Linien zu den offe
nen Enden 81Ba bis 81Bd der Antennenoberfläche 
81B, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberflä
che 81B verlaufen, das gleiche wie das Verhältnis 
des Radius RB des Reflexionsfilms 82B zu den Län
gen LR6 bis LR9 des Reflexionsfilms 82B.

[0400] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82B erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der y-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des 
Reflexionsfilms 82B erstreckt, umfasst der Refle
xionsfilm 82B einen bogenförmigen Teil, der die 
gegenüberliegenden Endpunkte in der dritten Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des 
Reflexionsfilms 82B erstreckt, umfasst der Refle
xionsfilm 82B einen bogenförmigen Teil, der die 
gegenüberliegenden Endpunkte in der vierten Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat.

[0401] Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst die 
Antennenoberfläche 81B in einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70B, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81B erstreckt, einen bogenför
migen Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte 
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70B, 
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in 
der dritten Richtung und der z-Richtung durch den 
Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81B erstreckt, 
umfasst die Antennenoberfläche 81B einen bogen
förmigen Teil, der die gegenüberliegenden End
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen 
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist. 
Auch in einer Querschnittsansicht der separaten 
Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung und 
der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81B erstreckt, umfasst die Antennenober
fläche 81B einen bogenförmigen Teil, der die gegen
überliegenden Endpunkte in der vierten Richtung 
verbindet und einen zentralen Winkel von weniger 
als 180° aufweist.
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[0402] In einer Betrachtung von oben umfasst die 
separate Antennenbasis 70B eine Umfangswand 
78B, die sich um die Öffnung der Antennenvertiefung 
80B herum erstreckt, mit Ausnahme der abgeschnit
tenen Teile der Öffnung. Die Umfangswand 78B bil
det die Basishauptfläche 71 der separaten Anten
nenbasis 70B.

[0403] Die Antennenoberfläche 81C der Antennen
vertiefung 80C in der separaten Antennenbasis 70C, 
die Antennenoberfläche 81D der Antennenvertiefung 
80D in der separaten Antennenbasis 70D, die Anten
nenoberfläche 81F der Antennenvertiefung 80F in 
der separaten Antennenbasis 70F, die Antennen
oberfläche 81G der Antennenvertiefung 80G in der 
separaten Antennenbasis 70G und die Antennen
oberfläche 81H der Antennenvertiefung 80H in der 
separaten Antennenbasis 70H sind in ihrer Form 
identisch mit der Antennenoberfläche 81B der Anten
nenvertiefung 80B. Der Reflexionsfilm 82C, der 
Reflexionsfilm 82D, der Reflexionsfilm 82F, der 
Reflexionsfilm 82G und der Reflexionsfilm 82H 
haben die gleiche Form wie der Reflexionsfilm 82B.

[0404] Wie in Fig. 37 gezeigt, stößt der Basisseitenf
lächenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis 
70A an den Basisseitenflächenabschnitt 73a der 
separaten Antennenbasis 70E. Genauer gesagt 
sind die separate Antennenbasis 70A und die sepa
rate Antennenbasis 70E in der dritten Richtung ange
ordnet. In gleicher Weise stößt der Basisseitenflä
chenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis 
70B an den Basisseitenflächenabschnitt 74b der 
separaten Antennenbasis 70F. Der Basisseitenflä
chenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis 
70C stößt an den Basisseitenflächenteil 74b der 
separaten Antennenbasis 70G. Der Basisseitenflä
chenteil 74b der separaten Antennenbasis 70D 
stößt an den Basisseitenflächenteil 74b der separa
ten Antennenbasis 70H. Genauer gesagt sind die 
separate Antennenbasis 70B und die separate 
Antennenbasis 70F in der dritten Richtung angeord
net, die separate Antennenbasis 70C und die sepa
rate Antennenbasis 70G sind in der dritten Richtung 
angeordnet, und die separate Antennenbasis 70D 
und die separate Antennenbasis 70H sind in der drit
ten Richtung angeordnet.

[0405] Der Basisseitenflächenabschnitt 74a der 
separaten Antennenbasis 70B stößt an den Basis
seitenflächenabschnitt 73b der separaten Antennen
basis 70E. Genauer gesagt sind die separate Anten
nenbasis 70B und die separate Antennenbasis 70E 
in der vierten Richtung angeordnet. In gleicher Weise 
stößt der Basisseitenflächenabschnitt 74a der sepa
raten Antennenbasis 70 an den Basisseitenflächen
abschnitt 74a der separaten Antennenbasis 70F. Der 
Basisseitenflächenabschnitt74a der separaten 
Antennenbasis 70D stößt an den Basisseitenflä
chenabschnitt 74a der separaten Antennenbasis 

70G. Genauer gesagt sind die separate Antennenba
sis 70C und die separate Antennenbasis 70F in der 
vierten Richtung angeordnet. Die separate Anten
nenbasis 70D und die separate Antennenbasis 70G 
sind in der vierten Richtung angeordnet.

[0406] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0407] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, wird der 
Gasraum 92 durch die dielektrische Hauptfläche 51 
und die Antennenoberfläche 81 in der gleichen 
Weise wie bei der ersten Ausführungsform definiert. 
Insbesondere wird die Öffnung der Antennenvertie
fungen 80 von der dielektrischen Hauptfläche 51 
abgedeckt. Insbesondere sind die Öffnungen der 
Antennenvertiefungen 80A bis 80H durch die dielekt
rische Hauptfläche 51 abgedeckt. In der vorliegen
den Ausführungsform ist der Gasraum 92 über die 
Antennenvertiefungen 80D und 80H in den separa
ten Antennenbasen 70D und 70H mit der Außenseite 
der Vorrichtung verbunden. Das heißt, in der vorlie
genden Ausführungsform ist der Gasraum 92 nicht 
hermetisch verschlossen. Alternativ kann der Gas
raum 92 hermetisch abgedichtet werden, indem die 
Struktur der separaten Antennenbasis 70H in die 
Struktur der separaten Antennenbasis 70A und die 
Struktur der separaten Antennenbasis 70D in die 
Struktur der separaten Antennenbasis 70E geändert 
wird.

[0408] Der Gasraum 92 wird durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 und die Antennenoberflächen 81 
definiert, die die Wandflächen der Antennenvertie
fungen 80 sind. Genauer gesagt, wird der Gasraum 
92 durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberflächen 81A bis 81H definiert. Die 
Reflexionsfilme 82A bis 82H sind im Gasraum 92 
angeordnet. Der Gasraum 92 umfasst mehrere Gas
räume 92, die durch die dielektrische Hauptfläche 51 
und jede der Antennenvertiefungen 80A bis 80H defi
niert sind. In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Gasräume, die benachbarten der einzelnen 
Antennenvertiefungen 70A bis 70H entsprechen, 
miteinander verbunden. In einem Beispiel, wie in 
den Fig. 41 und 42 gezeigt, sind der Gasraum 92E, 
der durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberfläche 81E definiert ist, der Gasraum 
92F, der durch die dielektrische Hauptfläche 51 und 
die Antennenoberfläche 81F definiert ist, und der 
Gasraum 92G, der durch die dielektrische Hauptflä
che 51 und die Antennenoberfläche 81G definiert ist, 
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung), welche die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82F und des Refle
xionsfilms 82G ist, miteinander verbunden. Wie in 
Fig. 42 dargestellt, ist der Gasraum 92E mit dem 
Gasraum 92B verbunden, der durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 und die Antennenoberfläche 81B 
definiert ist. Genauer gesagt sind der Gasraum 92B 
und der Gasraum 92E in der vierten Richtung mitei
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nander verbunden, welche die Anordnungsrichtung 
des Reflexionsfilms 82B und des Reflexionsfilms 
82E ist. Wie in Fig. 43 dargestellt, ist der Gasraum 
92G mit dem Gasraum 92C verbunden, der durch die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die Antennenober
fläche 81C definiert ist. Genauer gesagt sind der 
Gasraum 92C und der Gasraum 92G in der dritten 
Richtung miteinander verbunden, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82C und des 
Reflexionsfilms 82G ist. Da der Gasraum 92 Gas 
umfasst, sind die Beziehungen im Brechungsindex 
zwischen dem Dielektrikum 50, dem Gasraum 92 
und dem Terahertz-Element 20 sowie der Ausbrei
tungsweg der elektromagnetischen Wellen die glei
chen wie bei der ersten Ausführungsform. Wie oben 
beschrieben, sind in den Gasräumen 92, die zu den 
separaten Antennenbasen 70A bis 70H gehören, die 
Gasräume 92, die zu den in der ersten Richtung (in 
der vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung) 
angeordneten separaten Antennenbasen gehören, 
in der ersten Richtung verbunden, die Gasräume 
92, die zu den in der dritten Richtung angeordneten 
separaten Antennenbasen gehören, in der dritten 
Richtung verbunden, und die Gasräume 92, die zu 
den in der vierten Richtung angeordneten separaten 
Antennenbasen gehören, in der vierten Richtung ver
bunden.

[0409] Wie in Fig. 44 gezeigt, umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10 in gleicher Weise wie die erste Aus
führungsform eine erste Elektrode 101, eine zweite 
Elektrode 102, einen ersten leitenden Abschnitt 110 
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die beiden Elekt
roden 101 und 102 für jedes der Terahertz-Elemente 
20A bis 20H angeordnet. Die beiden Elektroden 101 
und 102 und die beiden leitenden Abschnitte 110 und 
120 sind die gleichen wie bei der ersten Ausfüh
rungsform. Wie bei der ersten Ausführungsform 
sind die beiden leitenden Abschnitte 110 und 120 
durch das Dielektrikum 50 eingekapselt. Der Kürze 
halber werden die erste Elektrode 101 und die zweite 
Elektrode 102, die zu den Terahertz-Elementen 20A 
bis 20H gehören, als erste Elektroden 101A bis 101H 
bzw. zweite Elektroden 102A bis 102H bezeichnet. 
Der erste leitende Abschnitt 110 und der zweite lei
tende Abschnitt 120, die zu den Terahertz-Elemen
ten 20A bis 20H gehören, werden als erste leitende 
Abschnitte 110A bis 110H bzw. als zweite leitende 
Abschnitte 120A bis 120H bezeichnet.

[0410] Der erste leitende Abschnitt 110A und der 
zweite leitende Abschnitt 120A, die mit dem Tera
hertz-Element 20A verbunden sind, der erste lei
tende Abschnitt 110B und der zweite leitende 
Abschnitt 120B, die mit dem Terahertz-Element 20B 
verbunden sind, der erste leitende Abschnitt 110C 
und der zweite leitende Abschnitt 120C, die mit dem 
Terahertz-Element 20C verbunden sind, der erste lei
tende Abschnitt 110D und der zweite leitende 

Abschnitt 120D, die mit dem Terahertz-Element 20D 
verbunden sind, erstrecken sich in Richtung des ers
ten Vorsprungs 61 in der x-Richtung. Somit sind die 
erste Elektrode 101A und die zweite Elektrode 102A, 
die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110A und dem 
zweiten leitenden Abschnitt 120A verbunden sind, 
die erste Elektrode 101B und die zweite Elektrode 
102B, die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110B 
und dem zweiten leitenden Abschnitt 120B verbun
den sind, die erste Elektrode 101C und die zweite 
Elektrode 102C, die mit dem ersten leitenden 
Abschnitt 110C und dem zweiten leitenden Abschnitt 
120C verbunden sind, und die erste Elektrode 101D 
und die zweite Elektrode 102D, die mit dem ersten 
leitenden Abschnitt 110D und dem zweiten leitenden 
Abschnitt 120D verbunden sind, an dem ersten Vor
sprung 61 angeordnet. Genauer gesagt sind die lei
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D 
mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20D verbun
den, die in Übereinstimmung mit den separaten 
Antennenbasen 70A bis 70D angeordnet sind, wel
che die Antennenbasen 70 sind, die in Richtung des 
ersten Vorsprungs 61 angeordnet sind. Die leitenden 
Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D erstre
cken sich in Richtung des ersten Vorsprungs 61, der 
sich näher an den separaten Antennenbasen 70A bis 
70D befindet als der zweite Vorsprung 62. Die Elekt
roden 101A bis 101D und 102A bis 102D sind auf 
dem ersten Vorsprung 61 angeordnet, der sich 
näher an den separaten Antennenbasen 70A bis 
70D befindet als der zweite Vorsprung 62.

[0411] Die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis 
102D sind in der x-Richtung zueinander ausgerichtet 
und in der y-Richtung voneinander getrennt. Die lei
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D 
sind in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in 
der y-Richtung voneinander getrennt.

[0412] Der erste leitende Abschnitt 110E und der 
zweite leitende Abschnitt 120E, die mit dem Tera
hertz-Element 20E verbunden sind, der erste lei
tende Abschnitt 110F und der zweite leitende 
Abschnitt 120F, die mit dem Terahertz-Element 20F 
verbunden sind, der erste leitende Abschnitt 110G 
und der zweite leitende Abschnitt 120G, die mit 
dem Terahertz-Element 20G verbunden sind, und 
der erste leitende Abschnitt 110H und der zweite lei
tende Abschnitt 120H, die mit dem Terahertz-Ele
ment 20H verbunden sind, erstrecken sich in Rich
tung des zweiten Vorsprungs 62 in der x-Richtung. 
Dementsprechend sind die erste Elektrode 101E 
und die zweite Elektrode 102E, die mit dem ersten 
leitenden Abschnitt 110E und dem zweiten leitenden 
Abschnitt 120E verbunden sind, die erste Elektrode 
101F und die zweite Elektrode 102F, die mit dem ers
ten leitenden Abschnitt 110F und dem zweiten leiten
den Abschnitt 120F verbunden sind, die erste Elekt
rode 101G und die zweite Elektrode 102G, die mit 
dem ersten leitenden Abschnitt 110G und dem zwei
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ten leitenden Abschnitt 120G verbunden sind, und 
die erste Elektrode 101H und die zweite Elektrode 
102H, die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110H 
und dem zweiten leitenden Abschnitt 120H verbun
den sind, an dem zweiten Vorsprung 62 angeordnet. 
Genauer gesagt sind die leitenden Abschnitte 110E 
bis 110H und 120E bis 120H mit den Terahertz-Ele
menten 20E bis 20H verbunden, die in Übereinstim
mung mit den separaten Antennenbasen 70E bis 
70H angeordnet sind, welche die Antennenbasen 
70 sind, die in Richtung des zweiten Vorsprungs 62 
angeordnet sind. Die leitenden Abschnitte 110E bis 
110H und 120E bis 120H erstrecken sich in Richtung 
des zweiten Vorsprungs 62, der sich näher an den 
separaten Antennenbasen 70E bis 70H befindet als 
der erste Vorsprung 61. Die Elektroden 101E bis 
101H und 102E bis 102H sind auf dem zweiten Vor
sprung 62 angeordnet, der sich näher an den sepa
raten Antennenbasen 70E bis 70H befindet als der 
erste Vorsprung 61.

[0413] Die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis 
102H sind in x-Richtung zueinander ausgerichtet und 
in y-Richtung voneinander getrennt. Die leitenden 
Abschnitte 110E bis 110H und 120E bis 120H sind 
in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in 
der y-Richtung voneinander getrennt.

[0414] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Reflexionsfilme 82A bis 82H elektrisch isoliert. 
Genauer gesagt, ist der Reflexionsfilm 82A von den 
Elektroden 101A und 102A und den leitenden 
Abschnitten 110A und 120A elektrisch isoliert. Der 
Reflexionsfilm 82B ist von den Elektroden 101B und 
102B und den leitenden Abschnitten 110B und 120B 
elektrisch isoliert. Der Reflexionsfilm 82C ist von den 
Elektroden 101C und 102C und den leitenden 
Abschnitten 110C und 120C elektrisch isoliert. Der 
Reflexionsfilm 82D ist von den Elektroden 101D 
und 102D und den leitenden Abschnitten 110D und 
120D elektrisch isoliert. Der Reflexionsfilm 82E ist 
von den Elektroden 101E und 102E und den leiten
den Abschnitten 110E und 120E elektrisch isoliert. 
Der Reflexionsfilm 82F ist von den Elektroden 101 
F und 102F und den leitenden Abschnitten 110F 
und 120F elektrisch isoliert. Der Reflexionsfilm 82G 
ist von den Elektroden 101G und 102G und den lei
tenden Abschnitten 110G und 120G elektrisch iso
liert. Der Reflexionsfilm 82H ist von den Elektroden 
101H und 102H und den leitenden Abschnitten 110H 
und 120H elektrisch isoliert.

Funktionsweise

[0415] Die Funktionsweise der Terahertz- Vorrich
tung 10 der vorliegenden Ausführungsform wird nun 
unter Bezugnahme auf Fig. 45 beschrieben.

[0416] Fig. 45 ist eine vergrößerte Ansicht der sepa
raten Antennenbasen 70B, 70C, und 70E bis 70G 
und deren Umgebung.

[0417] Wie in Fig. 45 gezeigt, ist ein Zwischenele
mentabstand Lef der Abstand zwischen dem Emp
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20E und 
dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 
20F in der ersten Richtung, welche die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82E und des Refle
xionsfilms 82F ist (in der vorliegenden Ausführungs
form die y-Richtung). Der Zwischenelementabstand 
Lef ist kleiner als der Durchmesser des Reflexions
films 82E (2×Radius RE des Reflexionsfilms 82E). 
Der Zwischenelementabstand Lef ist auch kleiner 
als der Durchmesser des Reflexionsfilms 82F 
(2×Radius RF des Reflexionsfilms 82F).

[0418] Ein Zwischenelementabstand Lbe ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20E und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20B in der vierten Richtung, 
die die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82E 
und des Reflexionsfilms 82B ist. Zwischenelemen
tabstand Lbe ist kleiner als der Durchmesser des 
Reflexionsfilms 82E. Der Zwischenelementabstand 
Lbe ist auch kleiner als der Durchmesser des Refle
xionsfilms 82B (2×Radius RB des Reflexionsfilms 
82B).

[0419] Ein Zwischenelementabstand Lbf ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20F in der dritten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82B und des Reflexionsfilms 82F ist. Der Zwischen
elementabstand Lbf ist kleiner als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82B. Der Zwischenelementab
stand Lbf ist ebenfalls geringer als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82F.

[0420] Ein Zwischenelementabstand Lbc ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20C in der ersten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82B und des Reflexionsfilms 82C ist. Der Zwischen
elementabstand Lbc ist kleiner als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82B. Der Zwischenelementab
stand Lbc ist auch kleiner als der Durchmesser des 
Reflexionsfilms 82C (2×Radius RC des Reflexions
films 82C).

[0421] Ein Zwischenelementabstand Lcf ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20C und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20F in der vierten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82C und des Reflexionsfilms 82F ist. Der Zwischen
elementabstand Lcf ist kleiner als der Durchmesser 
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des Reflexionsfilms 82C. Der Zwischenelementab
stand Lcf ist ebenfalls geringer als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82F.

[0422] Ein Zwischenelementabstand Lfg ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20F und dem Empfangspunkt P1 des 
Terahertz-Elements 20G in der ersten Richtung, wel
che die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82F 
und des Reflexionsfilms 82G ist. Der Zwischenele
mentabstand Lfg ist kleiner als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82F. Der Zwischenelementab
stand Lfg ist auch kleiner als der Durchmesser des 
Reflexionsfilms 82G (2×Radius RG des Reflexions
films 82G).

[0423] Ein Elementabstand Lcg bezieht sich auf den 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20C und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20G in der dritten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82C und des Reflexionsfilms 82G ist. Der Zwischen
elementabstand Lcg ist kleiner als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82C. Der Zwischenelementab
stand Lcg ist ebenfalls geringer als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82G.

[0424] Obwohl in der Zeichnung nicht dargestellt, 
sind die Zwischenelementabstände zwischen den 
Terahertz-Elementen 20A, 20B und 20C, die Zwi
schenelementabstände zwischen den Terahertz-Ele
menten 20C, 20D und 20G und die Zwischenelemen
tabstände zwischen den Terahertz-Elementen 20D, 
20G und 20H die gleichen wie die oben beschriebe
nen Zwischenelementabstände zwischen den Tera
hertz-Elementen 20B, 20C und 20E bis 20G.

[0425] Wie oben beschrieben, ist in der Anord
nungsrichtung der Reflexionsfilme 82 der Zwischen
elementabstand, d.h. der Abstand, der die Emp
fangspunkte P1 der nebeneinander liegenden 
Terahertz-Elemente 20 miteinander verbindet, gerin
ger als der Durchmesser des Reflexionsfilms 82. 
Dadurch wird der Abstand zwischen benachbarten 
Terahertz-Elementen 20 in der Anordnungsrichtung 
verringert.

Vorteile

[0426] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen
den Ausführungsform hat zusätzlich zu den Vorteilen 
der ersten Ausführungsform die folgenden Vorteile.

[0427] (2-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Reihe der in der y-Richtung aufgereihten 
Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die Reihe der 
in der y-Richtung aufgereihten Terahertz-Elemente 
20E bis 20H in der x-Richtung getrennt. Diese Struk
tur erweitert den Detektionsbereich („detection 

range“) der Terahertz-Vorrichtung 10 in der x-Rich
tung.

[0428] (2-2) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Reihe der Terahertz-Elemente 20A bis 20D 
und die Reihe der Terahertz-Elemente 20E bis 20H 
an getrennten Positionen in der y-Richtung angeord
net. Genauer gesagt sind das Terahertz-Element 
20A, das Terahertz-Element 20E, das Terahertz-Ele
ment 20B, das Terahertz-Element 20F, das Tera
hertz-Element 20C, das Terahertz-Element 20G, 
das Terahertz-Element 20D und das Terahertz-Ele
ment 20H in dieser Reihenfolge in der y-Richtung 
von der dritten Basisseitenfläche 75T der Antennen
basis 70 zu der vierten Basisseitenfläche 76T hin 
angeordnet.

[0429] Diese Struktur verringert den Abstand zwi
schen dem Terahertz-Element 20E und dem Tera
hertz-Element 20B, den Abstand zwischen dem 
Terahertz-Element 20F und dem Terahertz-Element 
20C, und den Abstand zwischen dem Terahertz-Ele
ment 20G und dem Terahertz-Element 20D in der 
vierten Richtung, welche die Anordnungsrichtung 
des Reflexionsfilms 82E und des Reflexionsfilms 
82B, die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82F und des Reflexionsfilms 82C und die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82G und des 
Reflexionsfilms 82D ist.

[0430] Außerdem verringert die Struktur den 
Abstand zwischen dem Terahertz-Element 20A und 
dem Terahertz-Element 20E, den Abstand zwischen 
dem Terahertz-Element 20B und dem Terahertz-Ele
ment 20F, den Abstand zwischen dem Terahertz-Ele
ment 20C und dem Terahertz-Element 20G, und den 
Abstand zwischen dem Terahertz-Element 20D und 
dem Terahertz-Element 20H in der dritten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82A und des Reflexionsfilms 82E, die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82B und des Refle
xionsfilms 82F, die Anordnungsrichtung des Refle
xionsfilms 82C und des Reflexionsfilms 82G und die 
Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82D und 
des Reflexionsfilms 82H ist. Dadurch wird die Auflö
sung der Terahertz- Vorrichtung 10 im Detektionsbe
reich verbessert.

[0431] (2-3) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
ist der Reflexionsfilm 82B in der vierten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82E und des Reflexionsfilms 82B ist, und in der drit
ten Richtung, welche die Anordnungsrichtung des 
Reflexionsfilms 82F und des Reflexionsfilms 82B 
ist, kleiner als in der zweiten Richtung (in der vorlie
genden Ausführungsform der x-Richtung). Dasselbe 
gilt für die übrigen Reflexionsfilme 82A, 82C, 82D 
und 82F bis 82G.
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[0432] Durch diese Struktur wird der Abstand zwi
schen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in der 
dritten und vierten Richtung verringert. Dadurch wird 
die Auflösung der Terahertz-Vorrichtung 10 im 
Detektionsbereich verbessert.

[0433] (2-4) In einer Betrachtung von oben ist der 
zentrale Winkel des umlaufenden Teils des Refle
xionsfilms 82B, der gegenüberliegende Endpunkte 
in der vierten Richtung verbindet, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82E und des 
Reflexionsfilms 82B ist, kleiner als 180°, und der 
zentrale Winkel des umlaufenden Teils des Refle
xionsfilms 82B, der gegenüberliegende Endpunkte 
in der dritten Richtung verbindet, die die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82F und des 
Reflexionsfilms 82B ist, ist kleiner als 180°.

[0434] Diese Struktur ermöglicht es dem Reflexions
film 82B, ein solches Verhältnis zu haben, dass jede 
der Längen LR6 und LR7 des Reflexionsfilms 82B 
kleiner ist als der Radius RB des Reflexionsfilms 
82B, während eine kugelförmige Form mit einer fes
ten Krümmung beibehalten wird.

[0435] In der gleichen Weise wie der Reflexionsfilm 
82B umfasst jeder der Reflexionsfilme 82A und 82C 
bis 82H einen Teil, der gegenüberliegende End
punkte in der dritten Richtung verbindet, und einen 
Teil, der gegenüberliegende Endpunkte in der vierten 
Richtung verbindet, so dass jeder der Teile bogenför
mig ist und einen zentralen Winkel von weniger als 
180° hat. Diese Struktur ermöglicht es, dass jeder 
der Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H eine solche 
Beziehung hat, dass die Länge der Reflexionsfilme 
82A und 82C bis 82H in jeweils der dritten Richtung 
und der vierten Richtung kleiner ist als der Radius der 
Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H, während die 
Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H eine Kugelform 
mit einer festen Krümmung beibehalten.

[0436] (2-5) In einer Betrachtung von oben verlau
fen die Grenzfläche bzw. die Schnittstelle zwischen 
dem Reflexionsfilm 82A und dem Reflexionsfilm 82E, 
die Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82B 
und dem Reflexionsfilm 82E, die Grenzfläche zwi
schen dem Reflexionsfilm 82B und dem Reflexions
film 82F, die Grenzfläche zwischen dem Reflexions
film 82C und dem Reflexionsfilm 82F, die 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82C und 
dem Reflexionsfilm 82G, die Grenzfläche zwischen 
dem Reflexionsfilm 82D und dem Reflexionsfilm 
82G und die Grenzfläche zwischen dem Reflexions
film 82D und dem Reflexionsfilm 82H geradlinig.

[0437] Diese Struktur ermöglicht es, dass jeder der 
Reflexionsfilme 82A bis 82H in einem solchen Ver
hältnis steht, dass die Länge der Reflexionsfilme 
82A bis 82H in jeweils der dritten und vierten Rich
tung kleiner ist als der Radius der Reflexionsfilme 

82A bis 82H, während die Reflexionsfilme 82A bis 
82H eine kugelförmige Form mit einer festen Krüm
mung behalten.

[0438] (2-6) Der Gasraum 92B, der durch die Anten
nenoberfläche 81B und das Dielektrikum 50 definiert 
ist, ist mit dem Gasraum 92E, der durch die Anten
nenoberfläche 81E und das Dielektrikum 50 definiert 
ist, an der Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 
82B (der Antennenoberfläche 81B) und dem Refle
xionsfilm 82E (der Antennenoberfläche 81E) in der 
dritten Richtung verbunden bzw. durchgängig („con
tinuous“). Der durch die Antennenoberfläche 81C 
und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum 92C ist 
mit dem durch die Antennenoberfläche 81F und das 
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92F an der 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82C (der 
Antennenoberfläche 81C) und dem Reflexionsfilm 
82F (der Antennenoberfläche 81F) in der dritten 
Richtung durchgängig. Der durch die Antennenober
fläche 81D und das Dielektrikum 50 definierte Gas
raum ist mit dem durch die Antennenoberfläche 8 1 G 
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum an der 
Schnittstelle zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der 
Antennenoberfläche 81D) und dem Reflexionsfilm 
82G (der Antennenoberfläche 81G) in der dritten 
Richtung durchgängig. Diese Struktur hat den oben 
beschriebenen Vorteil (2-3).

[0439] (2-7) In einer Querschnittsansicht der Anten
nenbasis 70, die entlang einer Ebene geschnitten ist, 
die sich in der z-Richtung und der dritten Richtung, 
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 
82B und des Reflexionsfilms 82E ist, durch den Mit
telpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B und den Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82E erstreckt, sind der 
Teil des Reflexionsfilms 82B, der gegenüberliegende 
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet, und der 
Teil des Reflexionsfilms 82E, der gegenüberliegende 
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet, bogen
förmig und haben einen zentralen Winkel von weni
ger als 180°.

[0440] Diese Struktur ermöglicht es, dass der Refle
xionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 82E ein Verhält
nis haben, bei dem die Länge des Reflexionsfilms 
82B in der dritten Richtung und die Länge des Refle
xionsfilms 82E in der dritten Richtung kleiner sind als 
der Radius des Reflexionsfilms 82B bzw. der Radius 
des Reflexionsfilms 82E, während der Reflexionsfilm 
82B und der Reflexionsfilm 82E eine kugelförmige 
Form mit einer festen Krümmung beibehalten.

[0441] Das Verhältnis zwischen dem Reflexionsfilm 
82C und dem Reflexionsfilm 82F und das Verhältnis 
zwischen dem Reflexionsfilm 82D und dem Refle
xionsfilm 82G ist das gleiche wie das Verhältnis zwi
schen dem Reflexionsfilm 82B und dem Reflexions
film 82E. Daher haben der Reflexionsfilm 82C und 
der Reflexionsfilm 82F sowie der Reflexionsfilm 
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82D und der Reflexionsfilm 82G ebenfalls den oben 
beschriebenen Vorteil.

[0442] (2-10) Der durch die Antennenoberfläche 
81A und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum ist 
mit dem durch die Antennenoberfläche 81E und das 
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92E in der 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82A (der 
Antennenoberfläche 81A) und dem Reflexionsfilm 
82E (der Antennenoberfläche 81E) in der vierten 
Richtung durchgängig bzw. durchgehend. Der Gas
raum 92B, der durch die Antennenoberfläche 81B 
und das Dielektrikum 50 definiert ist, ist mit dem Gas
raum 92F, der durch die Antennenoberfläche 81 F 
und das Dielektrikum 50 definiert ist, an der Grenz
fläche zwischen dem Reflexionsfilm 82B (der Anten
nenoberfläche 81B) und dem Reflexionsfilm 82F (der 
Antennenoberfläche 81F) in der vierten Richtung 
durchgängig. Der durch die Antennenoberfläche 
81C und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum 
92C ist mit dem durch die Antennenoberfläche 81G 
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum an der 
Schnittstelle zwischen dem Reflexionsfilm 82C (der 
Antennenoberfläche 81C) und dem Reflexionsfilm 
82G (der Antennenoberfläche 81G) in der vierten 
Richtung durchgängig. Der durch die Antennenober
fläche 81D und das Dielektrikum 50 definierte Gas
raum ist mit dem durch die Antennenoberfläche 81H 
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum in der 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der 
Antennenoberfläche 81D) und dem Reflexionsfilm 
82H (der Antennenoberfläche 81H) in der vierten 
Richtung durchgängig. Diese Struktur hat den oben 
beschriebenen Vorteil (2-3).

[0443] (2-11) In einer Querschnittsansicht der 
Antennenbasis 70, die entlang einer Ebene geschnit
ten ist, die sich in der z-Richtung und der dritten Rich
tung, welche die Anordnungsrichtung des Refle
xionsfilms 82B und des Reflexionsfilms 82F ist, 
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B 
und den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82F 
erstreckt, sind der Teil des Reflexionsfilms 82B, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der dritten 
Richtung verbindet, und der Teil des Reflexionsfilms 
82F, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
dritten Richtung verbindet, bogenförmig und haben 
einen zentralen Winkel, der kleiner als 180° ist.

[0444] Diese Struktur ermöglicht es, dass der Refle
xionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 82F ein solches 
Verhältnis aufweisen, dass die Länge des Refle
xionsfilms 82B in der dritten Richtung und die 
Länge des Reflexionsfilms 82F in der dritten Rich
tung kleiner sind als der Radius des Reflexionsfilms 
82B bzw. der Radius des Reflexionsfilms 82F, wäh
rend der Reflexionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 
82F eine kugelförmige Form mit einer festen Krüm
mung beibehalten.

[0445] Die Beziehung zwischen dem Reflexionsfilm 
82A und dem Reflexionsfilm 82E, die Beziehung zwi
schen dem Reflexionsfilm 82C und dem Reflexions
film 82G, die Beziehung zwischen dem Reflexions
film 82D und dem Reflexionsfilm 82H sind die 
gleichen wie die Beziehung zwischen dem Refle
xionsfilm 82B und dem Reflexionsfilm 82F. Daher 
haben der Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 
82E, der Reflexionsfilm 82C und der Reflexionsfilm 
82G, sowie der Reflexionsfilm 82D und der Refle
xionsfilm 82H den oben beschriebenen Vorteil.

Dritte Ausführungsform

[0446] Eine dritte Ausführungsform einer Terahertz- 
Vorrichtung 10 wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 46 bis 56 beschrieben. Die vorliegende Ausfüh
rungsform der Terahertz-Vorrichtung 10 unterschei
det sich von der ersten Ausführungsform der Tera
hertz-Vorrichtung 10 im Wesentlichen durch den 
Aufbau der Antennenbasis 70. In der nachfolgenden 
Beschreibung werden diejenigen Bauteile, die die 
gleichen wie die entsprechenden Bauteilen der Tera
hertz-Vorrichtung 10 der ersten Ausführungsform 
sind, mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Sol
che Bauteile müssen nicht im Einzelnen beschrieben 
werden. Obwohl sich die Struktur der Antennenbasis 
70 von der Struktur der Antennenbasis 70 der ersten 
Ausführungsform unterscheidet, werden einzelne 
Antennenbasen der vorliegenden Ausführungsform 
mit 70A, 70B, 70C usw. bezeichnet und voneinander 
unterschieden.

[0447] Wie in den Fig. 46 und 52 gezeigt, umfasst 
die Terahertz-Vorrichtung 10 mehrere Terahertz-Ele
mente 20, ein Dielektrikum 50, das ein Beispiel für 
ein Halteelement ist, eine Antennenbasis 70, einen 
Reflexionsfilm 82 und einen Gasraum 92.

[0448] Wie in Fig. 46 gezeigt, umfassen die Tera
hertz-Elemente 20 ein Terahertz-Element 20A, ein 
Terahertz-Element 20B, ein Terahertz-Element 20C, 
ein Terahertz-Element 20D, ein Terahertz-Element 
20E, ein Terahertz-Element 20F, ein Terahertz-Ele
ment 20G, ein Terahertz-Element 20H und ein Tera
hertz-Element 201. Die Terahertz-Elemente 20A bis 
201 sind untereinander baugleich und haben die glei
che Struktur wie das Terahertz-Element 20 der ers
ten Ausführungsform.

[0449] Das Dielektrikum 50 umgibt die Terahertz- 
Elemente 20. In einem Beispiel, wie in Fig. 52 und 
53 gezeigt, umgibt das Dielektrikum 50 das Tera
hertz-Element 20E vollständig und bedeckt die Ele
menthauptfläche 21, die Elementrückfläche 22 und 
die Elementseitenflächen 23 bis 26 des Terahertz- 
Elements 20E. In gleicher Weise umgibt das Dielekt
rikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und 
20F bis 20I vollständig und bedeckt die Elemen
thauptfläche 21, die Elementrückfläche 22 und die 
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Elementseitenflächen 23 bis 26 der Terahertz-Ele
mente 20A bis 20D und 20F bis 201.

[0450] Die Elementhauptfläche 21, die Element
rückfläche 22 und die Elementseitenflächen 23 bis 
26 der Terahertz-Elemente 20A bis 20I stehen in 
Kontakt mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt 
umgibt die vorliegende Ausführungsform des 
Dielektrikums 50 in der gleichen Weise wie die 
erste Ausführungsform die Terahertz-Elemente 20A 
bis 201, so dass kein Spalt zwischen dem Dielektri
kum 50 und jedem der Terahertz-Elemente 20A bis 
20I vorhanden ist. Mit anderen Worten kapselt das 
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis 20I 
ein.

[0451] Wie in Fig. 46 gezeigt, hat das Dielektrikum 
50 in einem Beispiel die Form einer Platte, bei der 
sich die Dickenrichtung in der z-Richtung erstreckt. 
Konkret hat das Dielektrikum 50 die Form einer qua
dratischen Platte, bei der die Länge in der x-Richtung 
gleich der Länge in der y-Richtung ist. In der z-Rich
tung betrachtet, ist das Dielektrikum 50 quadratisch 
und etwas größer als die Antennenbasis 70. Das 
Dielektrikum 50 steht somit in der x-Richtung von 
gegenüberliegenden Seiten der Antennenbasis 70 
und in der y-Richtung von gegenüberliegenden Sei
ten der Antennenbasis 70 ab.

[0452] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, umfasst 
das Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptfläche 
51 und eine dielektrische Rückfläche 52, die die z- 
Richtung schneiden. In einem Beispiel sind die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die dielektrische 
Rückfläche 52 orthogonal zur z-Richtung. Die 
dielektrische Hauptfläche 51 ist nach unten gerichtet. 
Die dielektrische Rückfläche 52 ist eine der dielekt
rischen Hauptfläche 51 gegenüberliegende, nach 
oben gerichtete Fläche. In der vorliegenden Ausfüh
rungsform definiert die dielektrische Rückfläche 52 
die Vorrichtungshauptfläche 11.

[0453] Wie in Fig. 46 gezeigt, umfasst das Dielekt
rikum 50 eine erste dielektrische Seitenfläche 53 und 
eine zweite dielektrische Seitenfläche 54, die in der 
x-Richtung gegenüberliegende Endflächen sind, und 
eine dritte dielektrische Seitenfläche 55 und eine 
vierte dielektrische Seitenfläche 56, die in der y-Rich
tung gegenüberliegende Endflächen sind. Die 
dielektrischen Seitenflächen 53 bis 56 definieren teil
weise die Vorrichtungsseitenflächen 13 bis 16. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die erste dielekt
rische Seitenfläche 53 und die zweite dielektrische 
Seitenfläche 54 orthogonal zu der dritten dielektri
schen Seitenfläche 55 und der vierten dielektrischen 
Seitenfläche 56.

[0454] In gleicher Weise wie bei der ersten Ausfüh
rungsform ist das Terahertz-Element 20 in dem 
Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Elemen

thauptfläche 21 der dielektrischen Hauptfläche 51 
gegenüberliegt. In einem Beispiel, wie in Fig. 52 
und 53 gezeigt, sind die Terahertz-Elemente 20B, 
20D bis 20F und 20H zwischen der dielektrischen 
Hauptfläche 51 und der dielektrischen Rückfläche 
52 angeordnet. Obwohl nicht dargestellt, sind die 
Terahertz-Elemente 20A, 20C, 20G und 20I ebenfalls 
zwischen der dielektrischen Hauptfläche 51 und der 
dielektrischen Rückfläche 52 angeordnet. Das 
Dielektrikum 50 der vorliegenden Ausführungsform 
hat in gleicher Weise wie die erste Ausführungsform 
eine dielektrische Dicke D2, die eine Abmessung in 
der z-Richtung ist. Die dielektrische Dicke D2 ist so 
festgelegt, dass sie die Resonanzbedingung der vom 
Terahertz-Element 20 empfangenen elektromagneti
schen Wellen erfüllt.

[0455] Wie in Fig. 46 gezeigt, sind die Terahertz- 
Elemente 20A bis 20I in einer Betrachtung in der z- 
Richtung in einem Gitter angeordnet. Genauer 
gesagt sind die Terahertz-Elemente 20A bis 20C in 
der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der 
y-Richtung voneinander getrennt bzw. beabstandet. 
Die Terahertz-Elemente 20D bis 20F sind in der x- 
Richtung zueinander ausgerichtet und in der y-Rich
tung voneinander beabstandet. Die Terahertz-Ele
mente 20G bis 20I sind in der x-Richtung zueinander 
ausgerichtet und in der y-Richtung voneinander 
beabstandet. Die Reihe der Terahertz-Elemente 
20A bis 20C, die Reihe der Terahertz-Elemente 20D 
bis 20F und die Reihe der Terahertz-Elemente 20G 
bis 20I sind in der y-Richtung zueinander ausgerich
tet und in der y-Richtung bzw. x-Richtung voneinan
der getrennt. Genauer gesagt sind das Terahertz- 
Element 20A, das Terahertz-Element 20D und das 
Terahertz-Element 20G in y-Richtung zueinander 
ausgerichtet und in x-Richtung voneinander 
getrennt. Das Terahertz-Element 20B, das Tera
hertz-Element 20E und das Terahertz-Element 20H 
sind in der y-Richtung zueinander ausgerichtet und 
in der x-Richtung voneinander getrennt. Das Tera
hertz-Element 20C, das Terahertz-Element 20F und 
das Terahertz-Element 20I sind in der y-Richtung 
zueinander ausgerichtet und in der x-Richtung von
einander getrennt. In der vorliegenden Ausführungs
form haben die Terahertz-Elemente 20, die in der x- 
Richtung und in der y-Richtung nebeneinander lie
gen, den gleichen Abstand (Zwischenelementab
stand). Es wird davon ausgegangen, dass die Tera
hertz-Elemente 20, die in der x-Richtung und der y- 
Richtung benachbart sind, den gleichen Abstand 
(Zwischenelementabstand) haben, wenn z.B. der 
größte Versatzbetrag bzw. Fehlausrichtungsbetrag 
(„misalignment amount“) der Terahertz-Elemente 
20, die in der x-Richtung und der y-Richtung benach
bart sind, innerhalb von 5% eines Durchschnittswer
tes der Abstände der Terahertz-Elemente 20, die in 
der x-Richtung und der y-Richtung benachbart sind, 
liegt. Der Abstand (Zwischenelementabstand) in der 
x-Richtung bezieht sich auf den Abstand zwischen 
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den Empfangspunkten P1 der in der x-Richtung 
benachbarten Terahertz-Elemente 20. Der Abstand 
(Zwischenelementabstand) in der y-Richtung bezieht 
sich auf den Abstand zwischen den Empfangspunk
ten P1 der Terahertz-Elemente 20, die in der y-Rich
tung nebeneinander liegen.

[0456] Wie in den Fig. 46 bis 48 gezeigt, ist die 
Antennenbasis 70 in der vorliegenden Ausführungs
form, in einer Betrachtung von oben, quadratisch. 
Genauer gesagt sind die erste Basisseitenfläche 
73T und die zweite Basisseitenfläche 74T in der x- 
Richtung einander gegenüberliegend und erstrecken 
sich in der y-Richtung. Die dritte Basisseitenfläche 
75T und die vierte Basisseitenfläche 76T stehen 
sich in der y-Richtung gegenüber und erstrecken 
sich in der x-Richtung. Die Antennenbasis 70 ist 
aus dem gleichen Material wie die Antennenbasis 
70 der ersten Ausführungsform gebildet.

[0457] In der vorliegenden Ausführungsform 
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination 
aus mehreren (in der vorliegenden Ausführungsform 
neun) separaten Antennenbasen 70A, 70B, 70C, 
70D, 70E, 70F, 70G, 70H und 70I. Genauer gesagt, 
umfasst die Antennenbasis 70 die Reihe der separa
ten Antennenbasen 70A, 70B und 70C, die Reihe der 
separaten Antennenbasen 70D, 70E und 70F und 
die Reihe der separaten Antennenbasen 70G, 70H 
und 70I. Die Reihen der separaten Antennenbasen 
70A bis 70C, 70D bis 70F und 70G bis 70I erstrecken 
sich in der y-Richtung.

[0458] Die separaten Antennenbasen 70A bis 70C 
umfassen die erste Basisseitenfläche 73T. Die sepa
raten Antennenbasen 70G bis 70I umfassen die 
zweite Basisseitenfläche 74T. Die separaten Anten
nenbasen 70A, 70D und 70G umfassen die dritte 
Basisseitenfläche 75T. Die separaten Antennenba
sen 70C, 70F und 70I umfassen die vierte Basissei
tenfläche 76T. Das heißt, die separaten Antennenba
sen 70A, 70C, 70G und 70H bzw. 70I definieren die 
vier Ecken der Antennenbasis 70.

[0459] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
separate Antennenbasis 70B zwischen der separa
ten Antennenbasis 70A und der separaten Anten
nenbasis 70C in der y-Richtung angeordnet. Die 
separate Antennenbasis 70E ist in der y-Richtung 
zwischen der separaten Antennenbasis 70D und 
der separaten Antennenbasis 70F eingefügt. Die 
separate Antennenbasis 70H ist zwischen der sepa
raten Antennenbasis 70G und der separaten Anten
nenbasis 70I in der der y-Richtung eingefügt. Die 
separate Antennenbasis 70D ist zwischen der sepa
raten Antennenbasis 70A und der separaten Anten
nenbasis 70G in der der x-Richtung eingefügt. Die 
separate Antennenbasis 70E ist zwischen der sepa
raten Antennenbasis 70B und der separaten Anten
nenbasis 70H in der x-Richtung eingefügt. Die sepa

rate Antennenbasis 70F ist in der x-Richtung 
zwischen der separaten Antennenbasis 70C und 
der separaten Antennenbasis 70I eingefügt.

[0460] Wie in Fig. 46 gezeigt, ist die separate Anten
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera
hertz-Elements 20A (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist 
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B 
(der z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate 
Antennenbasis 70C ist so angeordnet, dass sie 
dem Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung 
des Terahertz-Elements 20C (in z-Richtung) gegen
überliegt. Die separate Antennenbasis 70D ist so 
angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20D 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20D 
(in z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate Anten
nenbasis 70E ist so angeordnet, dass sie dem Tera
hertz-Element 20E in der Dickenrichtung des Tera
hertz-Elements 20E (in z-Richtung) gegenüberliegt. 
Die separate Antennenbasis 70F ist so angeordnet, 
dass sie dem Terahertz-Element 20F in der Dicken
richtung des Terahertz-Elements 20F (in z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70G ist 
so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20G 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20G 
(in z-Richtung) gegenüberliegt. Die separate Anten
nenbasis 70H ist so positioniert, dass sie dem Tera
hertz-Element 20H in der Dickenrichtung des Tera
hertz-Elements 20H (der z-Richtung) 
gegenüberliegt. Die separate Antennenbasis 70I ist 
so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20I 
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20I (in 
z-Richtung) gegenüberliegt. In der vorliegenden Aus
führungsform sind die separaten Antennenbasen 
70A bis 70I an einer niedrigeren Position als die Tera
hertz-Elemente 20A bis 20I angeordnet.

[0461] Wie in Fig. 47 gezeigt, umfasst die Anten
nenbasis 70 in der gleichen Weise wie die erste Aus
führungsform Antennenvertiefungen 80, die von der 
Basishauptfläche 71T zur Basisrückfläche 72T hin 
zurückgesetzt sind. Insbesondere, wie in den 
Fig. 47 und 48 gezeigt, umfasst in der vorliegenden 
Ausführungsform die separate Antennenbasis 70A 
die Antennenvertiefung 80A, die separate Antennen
basis 70B die Antennenvertiefung 80B, die separate 
Antennenbasis 70C die Antennenvertiefung 80C, die 
separate Antennenbasis 70D die Antennenvertie
fung 80D, die separate Antennenbasis 70E die 
Antennenvertiefung 80E, die separate Antennenba
sis 70F die Antennenvertiefung 80F, die separate 
Antennenbasis 70G die Antennenvertiefung 80G, 
die separate Antennenbasis 70H die Antennenvertie
fung 80H und die separate Antennenbasis 70I 
umfasst die Antennenvertiefung 80I.
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[0462] Wie in den Fig. 52 bis 53 gezeigt, umfasst 
jede Antennenvertiefung 80 in der gleichen Weise 
wie die erste Ausführungsform eine Antennenober
fläche 81, die dem Terahertz-Element 20 über das 
Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 gegenüber
liegt. Insbesondere, wie in den Fig. 47 und 48 
gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausführungs
form die Antennenvertiefung 80A eine Antennen
oberfläche 81A, die Antennenvertiefung 80B eine 
Antennenoberfläche 81B, die Antennenvertiefung 
80C eine Antennenoberfläche 81C und die Anten
nenvertiefung 80D eine Antennenoberfläche 81D. 
Auch die Antennenvertiefung 80E umfasst die Anten
nenoberfläche 81E, die Antennenvertiefung 80F 
umfasst die Antennenoberfläche 81F, die Antennen
vertiefung 80G umfasst die Antennenoberfläche 
81G, die Antennenvertiefung 80H umfasst die Anten
nenoberfläche 81H und die Antennenvertiefung 80I 
umfasst die Antennenoberfläche 81I. In einer 
Betrachtung von oben sind die Antennenoberflächen 
81A bis 81I formidentisch mit den Öffnungen der 
Antennenvertiefungen 80A bis 80I.

[0463] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, wird der 
Reflexionsfilm 82 in der gleichen Weise wie bei der 
ersten Ausführungsform auf der Antennenoberfläche 
81 ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82 ist auf der 
gesamten Antennenoberfläche 81 ausgebildet. Der 
Reflexionsfilm 82 wird nicht auf der Basishauptfläche 
71T gebildet. Somit ist der Reflexionsfilm 82 im 
Wesentlichen formgleich mit der Antennenoberflä
che 81. Der Reflexionsfilm 82 ist aus dem gleichen 
Material gebildet wie die erste Ausführungsform des 
Reflexionsfilms 82.

[0464] Wie in den Fig. 47 und 48 gezeigt, umfasst 
der Reflexionsfilm 82 den auf der Antennenoberflä
che 81A gebildeten Reflexionsfilm 82A, den auf der 
Antennenoberfläche 81B gebildeten Reflexionsfilm 
82B, den auf der Antennenoberfläche 81C gebilde
ten Reflexionsfilm 82C, den auf der Antennenober
fläche 81D gebildeten Reflexionsfilm 82D, den auf 
der Antennenoberfläche 81E gebildeten Reflexions
film 82E, den auf der Antennenoberfläche 81F gebil
deten Reflexionsfilm 82F, den auf der Antennenober
fläche 81G gebildeten Reflexionsfilm 82G, den auf 
der Antennenoberfläche 81H gebildeten Reflexions
film 82H und die auf dem Reflexionsfilm 82I gebildete 
Antennenoberfläche 81I bzw. den auf der Antennen
oberfläche 81I gebildeten Reflexionsfilm 82I. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die Reflexions
filme 82A bis 82I einstückig zu einem einzigen Bau
teil ausgebildet.

[0465] Der Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen 
formidentisch mit der Antennenoberfläche 81A. Der 
Reflexionsfilm 82B hat im Wesentlichen die gleiche 
Form wie die Antennenoberfläche 81B. Der Refle
xionsfilm 82C hat im Wesentlichen die gleiche Form 
wie die Antennenoberfläche 81C. Der Reflexionsfilm 

82D hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die 
Antennenoberfläche 81D. Der Reflexionsfilm 82E 
hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die Anten
nenoberfläche 81E. Der Reflexionsfilm 82F hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81F. Der Reflexionsfilm 82G hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81G. Der Reflexionsfilm 82H hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81H. Der Reflexionsfilm 82I hat im 
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen
oberfläche 81I. Mit anderen Worten ist jeder der 
Reflexionsfilme 82A bis 82I ein parabolischer Reflek
tor und schalenförmig gebogen. In einer Betrachtung 
von oben hat jeder der Reflexionsfilme 82A bis 82I 
die Form eines Kreises, der teilweise weggeschnit
ten ist. Die Reflexionsfilme 82A bis 82I sind so 
gekrümmt, dass sie in Richtung der Vorrichtungs
rückfläche 12 (der Basisrückfläche 72) vorstehen. 
Die Reflexionsfilme 82A bis 82I sind in einer Rich
tung nach oben offen (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform nach oben).

[0466] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, sind die 
Reflexionsfilme 82A bis 82I dem Dielektrikum 50 in 
der z-Richtung gegenüberliegend angeordnet. Mit 
anderen Worten sind die Reflexionsfilme 82A bis 
82I sind so angeordnet, dass sie dem Dielektrikum 
50 gegenüberliegen.

[0467] Von dem Reflexionsfilm 82 reflektierte elekt
romagnetische Wellen werden in Richtung des Emp
fangspunkts P1 abgestrahlt. In einem Beispiel, wie in 
Fig. 52 gezeigt, werden elektromagnetische Wellen, 
die von dem Reflexionsfilm 82D reflektiert werden, in 
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz- 
Elements 20D abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82E 
reflektierte elektromagnetische Wellen werden in 
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz- 
Elements 20E abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82F 
reflektierte elektromagnetische Wellen werden in 
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz- 
Elements 20F abgestrahlt. Wie in Fig. 53 gezeigt, 
werden die vom Reflexionsfilm 82B reflektierten 
elektromagnetischen Wellen in Richtung des Emp
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20B abge
strahlt. Vom Reflexionsfilm 82H reflektierte elektro
magnetische Wellen werden in Richtung des 
Empfangspunkts P1 des Terahertz-Elements 20H 
abgestrahlt. Obwohl nicht dargestellt, werden elekt
romagnetische Wellen, die vom Reflexionsfilm 82A 
reflektiert werden, in Richtung des Empfangspunktes 
P1 des Terahertz-Elements 20A abgestrahlt. Vom 
Reflexionsfilm 82C reflektierte elektromagnetische 
Wellen werden in Richtung des Empfangspunkts P1 
des Terahertz-Elements 20C abgestrahlt. Vom Refle
xionsfilm 82G reflektierte elektromagnetische Wellen 
werden in Richtung des Empfangspunktes P1 des 
Terahertz-Elements 20G abgestrahlt. Vom Refle
xionsfilm 82I reflektierte elektromagnetische Wellen 
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werden in Richtung des Empfangspunktes P1 des 
Terahertz-Elements 20I abgestrahlt.

[0468] Die Lagebeziehung des Reflexionsfilms 82 
zu dem Terahertz-Element 20 ist die gleiche wie bei 
der ersten Ausführungsform. Auch das Größenver
hältnis des Reflexionsfilms 82 und des Terahertz-Ele
ments 20 ist dasselbe wie bei der ersten Ausfüh
rungsform. In einer Betrachtung von oben sind die 
Reflexionsfilme 82A bis 82Ijeweils größer als die 
Terahertz-Elemente 20A bis 20I.

[0469] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, sind die 
Antennenbasis 70 und das Dielektrikum 50 durch die 
Klebeschicht 91 in der gleichen Weise wie bei der 
ersten Ausführungsform befestigt. Die Klebeschicht 
91 ist so ausgestaltet, dass sie sich nicht über den 
Reflexionsfilm 82 hinaus nach innen (d.h. in Richtung 
des Terahertz-Elements 20) erstreckt.

[0470] Wie in den Fig. 49 bis 51 gezeigt, werden in 
der vorliegenden Ausführungsform drei Arten von 
separaten Antennenbasen in der Antennenbasis 70 
verwendet. Wie in Fig. 49 gezeigt, umfasst die sepa
rate Antennenbasis 70G eine Basishauptfläche 71 
und eine Basisrückfläche 72, die die z-Richtung 
schneiden. Die Basishauptfläche 71 und die Basis
rückfläche 72 schneiden die z-Richtung. Bei der vor
liegenden Ausführungsform stehen die Basishaupt
fläche 71 und die Basisrückfläche 72 senkrecht zur 
z-Richtung. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 jeweils quadratisch. In der vorliegenden Aus
führungsform sind z.B. die Basishauptfläche 71 und 
die Basisrückfläche 72 formidentisch. Die Basis
hauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 können 
aber auch unterschiedliche Formen haben.

[0471] Die separate Antennenbasis 70G umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
eine vierte Basisseitenfläche 76 als vier Basisseitenf
lächen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der 
Basishauptfläche 71 und der Basisrückfläche 72 ver
laufen, und verbinden die Basishauptfläche 71 mit 
der Basisrückfläche 72.

[0472] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 sind in der x-Richtung einander 
gegenüberliegend. In der z-Richtung betrachtet, 
erstrecken sich die Basisseitenflächen 73 und 74 in 
der y-Richtung. Die zweite Basisseitenfläche 74 defi
niert einen Abschnitt der zweiten Basisseitenfläche 
74T (siehe Fig. 48) der Antennenbasis 70.

[0473] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 sind in der y-Richtung einander 
gegenüberliegend. In der z-Richtung betrachtet, 
erstrecken sich die Basisseitenflächen 75 und 76 in 
der x-Richtung. Die dritte Basisseitenfläche 75 defi
niert einen Abschnitt der dritten Basisseitenfläche 
75T der Antennenbasis 70.

[0474] Die Antennenoberfläche 81G der Antennen
vertiefung 80G ist von der Basishauptfläche 71 der 
separaten Antennenbasis 70G in Richtung der 
Basisrückfläche 72 zurückgesetzt. Bei der vorliegen
den Ausführungsform ist die Antennenoberfläche 
81G kugelförmig vertieft. In einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70G, die entlang 
einer in der x- und z-Richtung verlaufenden Ebene 
geschnitten ist, ist die Antennenoberfläche 81G so 
gekrümmt, dass sie in Richtung der Basisrückfläche 
72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht der separa
ten Antennenbasis 70G, die entlang einer sich in der 
y-Richtung und der z-Richtung erstreckenden Ebene 
geschnitten ist, ist die Antennenoberfläche 81G so 
gekrümmt, dass sie in Richtung der Basisrückfläche 
72 vorsteht. Die Antennenoberfläche 81G ist in der 
Basishauptfläche 71 offen. Das heißt, die Antennen
oberfläche 81G ist nach oben hin offen.

[0475] Von oben betrachtet hat die Öffnung der 
Antennenoberfläche 81G die Form eines Kreises, 
der teilweise weggeschnitten ist. Insbesondere ist 
die Öffnung der Antennenoberfläche 81G an einem 
offenen Ende 81Ga, bei dem es sich um ein Ende der 
Antennenoberfläche 81G an der ersten Basisseiten
fläche 73 handelt, und an einem offenen Ende 81Gb, 
bei dem es sich um ein Ende der Antennenoberflä
che 81G an der vierten Basisseitenfläche 76 handelt, 
weggeschnitten. In einer Betrachtung von oben 
erstrecken sich die offenen Enden 81Ga und 81Gb 
jeweils geradlinig.

[0476] Von oben betrachtet ist das offene Ende 
81Ga der Antennenoberfläche 81G so angeordnet, 
dass es die erste Basisseitenfläche 73 überlappt, 
und das offene Ende 81Gb ist so angeordnet, dass 
es die vierte Basisseitenfläche 76 überlappt.

[0477] Der Reflexionsfilm 82G wird auf der Anten
nenoberfläche 81G gebildet. Der Reflexionsfilm 
82G ist auf der gesamten Antennenoberfläche 81G 
ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82G ist nicht auf der 
Basishauptfläche 71 ausgebildet.

[0478] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82G formidentisch mit der Öff
nung der Antennenoberfläche 81G. Genauer gesagt 
umfasst die Öffnung des Reflexionsfilms 82G, von 
oben betrachtet, ein offenes Ende 82Ga, das das 
offene Ende 81Ga der Antennenoberfläche 81G 
überlappt, und ein offenes Ende 82Gb, das das 
offene Ende 81Gb der Antennenoberfläche 81G 
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überlappt. In einer Betrachtung von oben erstrecken 
sich die offenen Enden 81Ga und 81Gb jeweils 
geradlinig.

[0479] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82G so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt P2 in jeweils der x- und y-Richtung an einer 
von der Mitte der separaten Antennenbasis 70G 
abweichenden Position befindet. In der vorliegenden 
Ausführungsform befindet sich der Reflexionsfilm 
82G in einer Betrachtung von oben näher an der ers
ten Basisseitenfläche 73 und der vierten Basisseiten
fläche 76 als die Mitte der separaten Antennenbasis 
70G in der x-Richtung und der y-Richtung. Insbeson
dere ist der Reflexionsfilm 82G in einer Betrachtung 
von oben so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in 
der x-Richtung näher an der ersten Basisseitenflä
che 73 liegt als die Mitte der separaten Antennenba
sis 70G in der x-Richtung. Außerdem ist der Refle
xionsfilm 82G in einer Betrachtung von oben so 
ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in der y-Rich
tung näher an der vierten Basisseitenfläche 76 liegt 
als die Mitte der separaten Antennenbasis 70G in der 
y-Richtung.

[0480] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82G mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81E zusammen und 
der Reflexionsfilm 82G ist im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81G. Somit ist die 
Antennenoberfläche 81G in gleicher Weise wie der 
Reflexionsfilm 82G in einer Betrachtung von oben 
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen
oberfläche 81G jeweils in der x-Richtung und in der 
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70G abweichenden Stelle liegt.

[0481] Von oben betrachtet umfasst der bogenför
mige Umfang des Reflexionsfilms 82G einen umlauf
enden Teil, der Bogenendpunkte in der ersten Rich
tung verbindet, welche die Anordnungsrichtung des 
Reflexionsfilms 82G und des Reflexionsfilms 82H ist. 
Der umlaufende Teil ist bogenförmig und hat einen 
zentralen Winkel von weniger als 180°. In der vorlie
genden Ausführungsform ist, von oben betrachtet, 
der umlaufende Teil des Reflexionsfilms 82G, der 
die Bogenendpunkte in der ersten Richtung (in der 
vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung) ver
bindet, bogenförmig und hat einen Zentralwinkel 
θg1 von weniger als 180°.

[0482] Der bogenförmige Umfang des Reflexions
films 82G umfasst in einer Betrachtung von oben 
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in 
der zweiten Richtung, welche die Anordnungsrich
tung des Reflexionsfilms 82G und des Reflexions
films 82D ist, verbindet, bogenförmig ist und einen 
Zentralwinkel von weniger als 180° aufweist. In der 
vorliegenden Ausführungsform ist, von oben 
betrachtet, der umlaufende Teil des Reflexionsfilms 

82G, welcher die Bogenendpunkte in der zweiten 
Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform der 
x-Richtung) verbindet, bogenförmig und hat einen 
Zentralwinkel θg2 von weniger als 180°.

[0483] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82G im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81G. So weist die Antennen
oberfläche 81G in gleicher Weise wie der Reflexions
film 82G einen bogenförmigen Umfang auf, der einen 
umlaufenden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in 
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord
nungsrichtung der Antennenoberfläche 81G und der 
Antennenoberfläche 81H ist (in der vorliegenden 
Ausführungsform die y-Richtung). Der umlaufende 
Teil ist bogenförmig und hat einen Zentralwinkel von 
weniger als 180°. Von oben betrachtet umfasst die 
Antennenoberfläche 81G einen bogenförmigen 
Umfang mit einem umlaufenden Teil, der die Boge
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet, wel
che die Anordnungsrichtung der Antennenoberfläche 
81G und der Antennenoberfläche 81D (in der vorlie
genden Ausführungsform die x-Richtung) ist. Der 
umlaufende Teil ist bogenförmig und hat einen Zent
ralwinkel von weniger als 180°.

[0484] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ga des Reflexions
films 82G, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82G verläuft, eine Länge LS1, die kleiner 
ist als der Radius RG des Reflexionsfilms 82G. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Gb des Reflexionsfilms 
82G, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82G verläuft, eine Länge LS2, die kleiner als 
der Radius RG des Reflexionsfilms 82G ist. In einer 
Betrachtung von oben verläuft die senkrechte Linie 
zu dem offenen Ende 82Ga des Reflexionsfilms 
82G geradlinig in der x-Richtung und die senkrechte 
Linie zu dem offenen Ende 82Gb des Reflexionsfilms 
82G geradlinig in der y-Richtung. Die Länge LS1 
erstreckt sich in der zweiten Richtung (in der vorlie
genden Ausführungsform der x-Richtung). Die Länge 
LS2 erstreckt sich in der ersten Richtung (in der vor
liegenden Ausführungsform der y-Richtung). Daher 
ist die Länge (LS1+RG) des Reflexionsfilms 82G in 
der ersten Richtung kleiner als der Durchmesser 
(2×RG) des Reflexionsfilms 82G. Die Länge (LS2 
+RG) des Reflexionsfilms 82G in der zweiten Rich
tung ist geringer als der Durchmesser des Refle
xionsfilms 82G. In einer Betrachtung von oben ist 
der Reflexionsfilm 82G in der ersten Richtung, in wel
cher die Reflexionsfilme 82G bis 82I (siehe Fig. 37) 
angeordnet sind, kleiner als in einer dritten Richtung, 
die sich von der ersten und zweiten Richtung unter
scheidet, in welcher die Reflexionsfilme 82G, 82D 
und 82A angeordnet sind. In einer Betrachtung von 
oben schneidet die dritte Richtung die erste Richtung 
und die zweite Richtung. In einer Betrachtung von 
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oben ist der Reflexionsfilm 82G in der zweiten Rich
tung kleiner als in der dritten Richtung.

[0485] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82G im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81G. Somit ist das Verhältnis 
des Radius der Antennenoberfläche 81G zu den 
Längen der senkrechten Linien zu den offenen 
Enden 81Ga und 81Gb der Antennenoberfläche 
81G, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberflä
che 81G verlaufen, dasselbe wie das Verhältnis des 
Radius RG des Reflexionsfilms 82G zu den Längen 
LS1 und LS2 des Reflexionsfilm 82G.

[0486] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82G in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70G, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82G erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der y-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70G, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Rich
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 
des Reflexionsfilms 82G erstreckt, umfasst der 
Reflexionsfilm 82G einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der x-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat.

[0487] Außerdem umfasst, obwohl nicht gezeigt, die 
Antennenoberfläche 81G in einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70G, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich
tung und z-Richtung durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81G erstreckt, einen bogenför
migen Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte 
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70G, 
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in 
der x-Richtung und der z-Richtung durch den Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81G erstreckt, 
umfasst die Antennenoberfläche 81G einen bogen
förmigen Teil, der die gegenüberliegenden End
punkte in der x-Richtung verbindet und einen zentra
len Winkel von weniger als 180° hat.

[0488] In einer Betrachtung von oben umfasst die 
separate Antennenbasis 70G eine Umfangswand 
78G, die sich um die Öffnung der Antennenvertiefung 
80G herum erstreckt, mit Ausnahme der abgeschnit
tenen Teile der Öffnung. Die Umfangswand 78G bil
det die Basishauptfläche 71 der separaten Anten
nenbasis 70G.

[0489] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separaten 
Antennenbasen 70A, 70D, 70H und 70I identisch in 

ihrer Form. Daher wird der Aufbau der in Fig. 50 
gezeigten separaten Antennenbasis 70H als ein Bei
spiel beschrieben. Der Aufbau der separaten Anten
nenbasen 70A, 70D und 70I wird hier nicht beschrie
ben.

[0490] Wie in Fig. 50 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70H in gleicher Weise wie die sepa
rate Antennenbasis 70G eine Basishauptfläche 71 
und eine Basisrückfläche 72, die die z-Richtung 
schneiden. In der z-Richtung betrachtet sind die 
Basishauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 
rechteckig. In der vorliegenden Ausführungsform 
sind die Basishauptfläche 71 und die Basisrückflä
che 72 beispielsweise formidentisch. Die Basis
hauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72 können 
aber auch unterschiedliche Formen haben.

[0491] Die separate Antennenbasis 70H umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
eine vierte Basisseitenfläche 76 als vier Basisseitenf
lächen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der 
Basishauptfläche 71 und der Basisrückfläche 72 lie
gen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 verbinden die 
Basishauptfläche 71 und die Basisrückfläche 72.

[0492] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 sind in der x-Richtung einander 
gegenüberliegend. In der z-Richtung betrachtet, 
erstrecken sich die Basisseitenflächen 73 und 74 in 
der y-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei
tenflächen 73 und 74 der separaten Antennenbasis 
70H in der y-Richtung ist geringer als die Abmessung 
jeder der Basisseitenflächen 73 und 74 der separa
ten Antennenbasis 70G in der y-Richtung.

[0493] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 sind in der y-Richtung einander 
gegenüberliegend. In der z-Richtung betrachtet, 
erstrecken sich die Basisseitenflächen 75 und 76 in 
der x-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei
tenflächen 75 und 76 der separaten Antennenbasis 
70H in der x-Richtung ist gleich der Abmessung jeder 
der Basisseitenflächen 75 und 76 der separaten 
Antennenbasis 70G in der x-Richtung.

[0494] Die Antennenoberfläche 81H der Antennen
vertiefung 80H ist von der Basishauptfläche 71 zur 
Basisrückfläche 72 hin zurückgesetzt. Bei der vorlie
genden Ausführungsform ist die Antennenoberfläche 
81H kugelförmig vertieft. In einer Querschnittsan
sicht der separaten Antennenbasis 70H, die entlang 
einer in der x-Richtung und z-Richtung verlaufenden 
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberfläche 
81H so gekrümmt, dass sie in Richtung der Basis
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rückfläche 72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70H, die entlang einer 
sich in der y-Richtung und z-Richtung erstreckenden 
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberfläche 
81H so gekrümmt, dass sie in Richtung der Basis
rückfläche 72 vorsteht. Die Antennenoberfläche 
81H ist in der Basishauptfläche 71 offen. Das heißt, 
die Antennenoberfläche 81H ist nach oben hin offen.

[0495] In einer Betrachtung von oben hat die Öff
nung der Antennenoberfläche 81H die Form eines 
Kreises, der teilweise abgeschnitten ist. Insbeson
dere ist die Öffnung der Antennenoberfläche 81H 
an einem offenen Ende 81Ha, das sich an der ersten 
Basisseitenfläche 73 befindet, an einem offenen 
Ende 81Hb, das sich an der dritten Basisseitenfläche 
75 befindet, und an einem offenen Ende 81Hc, das 
sich an der vierten Basisseitenfläche 76 befindet, 
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben 
erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ha bis 
81Hc geradlinig.

[0496] In einer Betrachtung von oben ist das offene 
Ende 81Ha der Antennenoberfläche 81H so ange
ordnet, dass es die erste Basisseitenfläche 73 über
lappt. Das offene Ende 81Hb ist so angeordnet, dass 
es die dritte Basisseitenfläche 75 überlappt. Das 
offene Ende 81Hc ist so angeordnet, dass es die 
vierte Basisseitenfläche 76 überlappt.

[0497] Der Reflexionsfilm 82H wird auf der Anten
nenoberfläche 81H gebildet. Der Reflexionsfilm 82H 
ist auf der gesamten Antennenoberfläche 81H aus
gebildet. Der Reflexionsfilm 82H wird nicht auf der 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70H gebildet.

[0498] Die Öffnung des Reflexionsfilms 82H ist, von 
oben betrachtet, formidentisch mit der Öffnung der 
Antennenoberfläche 81H. Genauer gesagt umfasst 
die Öffnung des Reflexionsfilms 82H in einer 
Betrachtung von oben ein offenes Ende 82Ha, das 
das offene Ende 81Ha der Antennenoberfläche 81H 
überlappt, ein offenes Ende 82Hb, das das offene 
Ende 81Hb der Antennenoberfläche 81H überlappt, 
und ein offenes Ende 82Hc, das das offene Ende 
81Hc der Antennenoberfläche 81H überlappt. In 
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der 
offenen Enden 82Ha bis 82Hc geradlinig.

[0499] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82H so ausgebildet, dass sich der Mittel
punkt P2 in der x-Richtung an einer von der Mitte 
der separaten Antennenbasis 70H abweichenden 
Position befindet. Bei der vorliegenden Ausführungs
form ist der Reflexionsfilm 82H in einer Betrachtung 
von oben so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in 
der x-Richtung näher an der ersten Basisseitenflä
che 73 liegt als die Mitte der separaten Antennenba
sis 70H in der x-Richtung. In einer Betrachtung von 

oben ist der Reflexionsfilm 82H so ausgebildet, dass 
sich der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung in der Mitte 
der separaten Antennenbasis 70H in der y-Richtung 
befindet.

[0500] In einer Betrachtung von oben fällt der Mittel
punkt P2 des Reflexionsfilms 82H mit dem Mittel
punkt der Antennenoberfläche 81H zusammen, und 
der Reflexionsfilm 82H ist im Wesentlichen formiden
tisch mit der Antennenoberfläche 81H ausgebildet. 
Somit ist die Antennenoberfläche 81H in einer 
Betrachtung von oben so ausgebildet, dass sich der 
Mittelpunkt an einer von der Mitte der separaten 
Antennenbasis 70H in der x-Richtung abweichenden 
Stelle befindet.

[0501] In einer Betrachtung von oben umfasst der 
bogenförmige Umfang des Reflexionsfilms 82H 
einen umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung verbindet, welche die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82H und des Refle
xionsfilms 82G ist. Der umlaufende Teil ist bogenför
mig und hat einen zentralen Winkel von weniger als 
180°. In der vorliegenden Ausführungsform ist, von 
oben betrachtet, der umlaufende Teil des Reflexions
films 82H, der die gegenüberliegenden Endpunkte in 
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung) verbindet, bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel θh von weniger als 
180°. Vorzugsweise ist der zentrale Winkel θh kleiner 
als 90°.

[0502] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82H im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81H ausgebildet. Somit weist 
die Antennenoberfläche 81H in gleicher Weise wie 
der Reflexionsfilm 82H einen bogenförmigen 
Umfang auf, einschließlich eines umlaufenden Teils, 
der die gegenüberliegenden Endpunkte in der ersten 
Richtung, welche die Anordnungsrichtung der Anten
nenoberfläche 81H und der Antennenoberfläche 
81G (in der vorliegenden Ausführungsform die y- 
Richtung) ist, verbindet, bogenförmig ist und einen 
zentralen Winkel von weniger als 180° hat.

[0503] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ha des Reflexions
films 82H, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82H verläuft, eine Länge LS3, die kleiner 
ist als ein Radius RH des Reflexionsfilms 82H. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Hb des Reflexionsfilms 
82H, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82H verläuft, eine Länge LS4, die kleiner als 
der Radius RH des Reflexionsfilms 82H ist. In einer 
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum 
offenen Ende 82Hc des Reflexionsfilms 82H, die 
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82H 
verläuft, eine Länge LS5, die kleiner ist als der 
Radius RH des Reflexionsfilms 82H. Die senkrechte 
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Linie zum offenen Ende 82Ha des Reflexionsfilms 
82H verläuft linear bzw. geradlinig in der x-Richtung. 
Die senkrechten Linien zum offenen Ende 82Hb des 
Reflexionsfilms 82H und zum offenen Ende 82Hc 
des Reflexionsfilms 82H verlaufen geradlinig in der 
y-Richtung. Die Länge LS3 erstreckt sich in der zwei
ten Richtung, die orthogonal zu der ersten Richtung 
ist. Die Längen LS4 und LS5 erstrecken sich in der 
ersten Richtung. Somit ist die Länge (LS3+RH) des 
Reflexionsfilms 82H in der zweiten Richtung kleiner 
als der Durchmesser (2×RH) des Reflexionsfilms 
82H. Die Länge (LS4+LS5) des Reflexionsfilms 82H 
in der ersten Richtung ist kleiner als der Durchmes
ser des Reflexionsfilms 82H. In einer Betrachtung 
von oben ist der Reflexionsfilm 82H in der ersten 
Richtung, in der die Reflexionsfilme 82G bis 82I 
(siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als in einer 
dritten Richtung, die sich von der ersten und zweiten 
Richtung unterscheidet, in der die Reflexionsfilme 
82H, 82E und 82B angeordnet sind. In einer Betrach
tung von oben schneidet die dritte Richtung die erste 
Richtung und die zweite Richtung. Genauer gesagt 
liegt die dritte Richtung im Bereich des zentralen 
Winkels θh und schließt die zweite Richtung aus. In 
einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 
82H in der zweiten Richtung kleiner als in der dritten 
Richtung.

[0504] In einer Betrachtung von oben ist die Refle
xionsfilm 82H im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81H ausgebildet. Somit ist das 
Verhältnis des Radius der Antennenoberfläche 81H 
zu den Längen der senkrechten Linien zu den offe
nen Enden 81Ha bis 81Hc der Antennenoberfläche 
81H, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberflä
che 81H verlaufen, dasselbe wie das Verhältnis des 
Radius RH des Reflexionsfilms 82H zu den Längen 
LR3 bis LR5 der Reflexionsfilm 82H.

[0505] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82H in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70H, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der x-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82H erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der x-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst 
der Reflexionsfilm 82H in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70H, die entlang 
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 
des Reflexionsfilms 82H erstreckt, einen bogenförmi
gen Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte in 
der y-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° aufweist.

[0506] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst die Anten
nenoberfläche 81H in einer Querschnittsansicht der 
separaten Antennenbasis 70H, die entlang einer 

Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81H erstreckt, einen bogenförmigen 
Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
x-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, 
umfasst die Antennenoberfläche 81H in einer Quer
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70H, 
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in 
y-Richtung und z-Richtung durch den Mittelpunkt 
der Antennenoberfläche 81H erstreckt, einen bogen
förmigen Teil, der die gegenüberliegenden End
punkte in y-Richtung verbindet und einen zentralen 
Winkel von weniger als 180° aufweist.

[0507] In einer Betrachtung von oben umfasst die 
separate Antennenbasis 70H eine Umfangswand 
78H, die sich um die Öffnung der Antennenvertiefung 
80H herum erstreckt, mit Ausnahme der ab- bzw. 
weggeschnittenen Abschnitte der Öffnung. Die 
Umfangswand 78H bildet die Basishauptfläche 71 
der separaten Antennenbasis 70H.

[0508] Die Antennenoberfläche 81A der Antennen
vertiefung 80A in der separaten Antennenbasis 70A, 
die Antennenoberfläche 81D der Antennenvertiefung 
80D in der separaten Antennenbasis 70D und die 
Antennenoberfläche 81I der Antennenvertiefung 80I 
in der separaten Antennenbasis 70I sind formgleich 
mit der Antennenoberfläche 81H. Die Reflexions
filme 82A, 82D und 82I sind formidentisch mit dem 
Reflexionsfilm 82H.

[0509] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separate 
Antennenbasis 70I und die separate Antennenbasis 
70H in der gleichen Ausrichtung angeordnet. Die 
separaten Antennenbasen 70A und 70D und die 
separate Antennenbasis 70H sind in unterschiedli
chen Ausrichtungen angeordnet. Die zweiten Basis
seitenflächen der separaten Antennenbasis 70A und 
70D definieren die dritte Basisseitenfläche 75T der 
Antennenbasis 70. Die zweiten Basisseitenflächen 
der separaten Antennenbasen 70H und 70I definie
ren die zweite Basisseitenfläche 74T der Antennen
basis 70. Die dritte Basisseitenfläche der separaten 
Antennenbasis 70A definiert die erste Basisseitenflä
che 73T der Antennenbasis 70. Die vierte Basissei
tenfläche der separaten Antennenbasis 70H definiert 
die vierte Basisseitenfläche 76T der Antennenbasis 
70.

[0510] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separaten 
Antennenbasen 70B, 70C, 70E und 70F identisch in 
ihrer Form. Daher wird der Aufbau der in Fig. 51 
gezeigten separaten Antennenbasis 70B als ein Bei
spiel beschrieben. Der Aufbau der separaten Anten
nenbasen 70C, 70E und 70F wird hier nicht beschrie
ben.
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[0511] Wie in Fig. 51 gezeigt, umfasst die separate 
Antennenbasis 70B eine Basisrückfläche 72 als eine 
die z-Richtung schneidende Fläche. Mit anderen 
Worten, umfasst die separate Antennenbasis 70B 
keine Basishauptfläche. Die Basisrückfläche 72 
schneidet die z-Richtung. In der vorliegenden Aus
führungsform ist die Basisrückfläche 72 orthogonal 
zur z-Richtung. In einer Betrachtung in der z-Rich
tung ist die Basisrückfläche 72 quadratisch.

[0512] Die separate Antennenbasis 70B umfasst 
eine erste Basisseitenfläche 73, eine zweite Basis
seitenfläche 74, eine dritte Basisseitenfläche 75 und 
eine vierte Basisseitenfläche 76 als vier Basisseitenf
lächen. Die Basisseitenflächen 73 bis 76 sind zur 
Seite gerichtete Flächen der Terahertz-Vorrichtung 
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflächen 
73 bis 76 erstrecken sich in einer Richtung orthogo
nal zur Basisrückfläche 72.

[0513] Die erste Basisseitenfläche 73 und die zweite 
Basisseitenfläche 74 sind in der x-Richtung einander 
gegenüberliegend. In einer Betrachtung in der z- 
Richtung, erstrecken sich die Basisseitenflächen 73 
und 74 in der y-Richtung. Die Abmessung jeder der 
Basisseitenflächen 73 und 74 der separaten Anten
nenbasis 70B in der y-Richtung ist kleiner als die 
Abmessung jeder der Basisseitenflächen 73 und 74 
der separaten Antennenbasis 70G in der y-Richtung. 
Die Abmessung jeder der Basisseitenflächen 73 und 
74 der separaten Antennenbasis 70B in der y-Rich
tung ist gleich der Abmessung jeder der Basisseitenf
lächen 73 und 74 der separaten Antennenbasis 70H 
in der der y-Richtung.

[0514] Die dritte Basisseitenfläche 75 und die vierte 
Basisseitenfläche 76 sind in der y-Richtung einander 
gegenüberliegend. In der z-Richtung betrachtet, 
erstrecken sich die Basisseitenflächen 75 und 76 in 
der x-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei
tenflächen 75 und 76 der separaten Antennenbasis 
70B in der x-Richtung ist kleiner als die Abmessung 
jeder der Basisseitenflächen 75 und 76 der separa
ten Antennenbasen 70G und 70H in der x-Richtung.

[0515] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Antennenoberfläche 81B der Antennenvertiefung 
80B sphärisch bzw. kugelförmig vertieft. Wie in 
Fig. 53 gezeigt, ist die Antennenoberfläche 81B in 
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen
basis 70B, die entlang einer sich in der x-Richtung 
und z-Richtung erstreckenden Ebene geschnitten 
ist, so gekrümmt, dass sie in Richtung der Basisrück
fläche 72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht der 
separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer 
sich in der y-Richtung und z-Richtung erstreckenden 
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberfläche 
81B so gekrümmt, dass sie in Richtung der Basis
rückfläche 72 vorsteht. Die Antennenoberfläche 
81B ist nach oben hin offen.

[0516] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
der Antennenoberfläche 81B quadratisch. Insbeson
dere ist die Öffnung der Antennenoberfläche 81B an 
dem offenen Ende 81Ba, das ein Ende der Öffnung 
an der ersten Basisseitenfläche 73 ist, dem offenen 
Ende 81Bb, das ein Ende der Öffnung an der zweiten 
Basisseitenfläche 74 ist, dem offenen Ende 81Bc, 
das ein Ende der Öffnung an der dritten Basisseiten
fläche 75 ist, und dem offenen Ende 81Bd, das ein 
Ende der Öffnung an der vierten Basisseitenfläche 
76 ist, abgeschnitten. In einer Betrachtung von 
oben erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ba 
bis 81Bd geradlinig.

[0517] In einer Betrachtung von oben ist das offene 
Ende 81Ba der Antennenoberfläche 81 so angeord
net, dass es die erste Basisseitenfläche 73 über
lappt, das offene Ende 81Bb ist so angeordnet, 
dass es die zweite Basisseitenfläche 74 überlappt, 
das offene Ende 81Bc ist so angeordnet, dass es 
die dritte Basisseitenfläche 75 überlappt, und das 
offene Ende 81Bd ist so angeordnet, dass es die 
vierte Basisseitenfläche 76 überlappt.

[0518] Der Reflexionsfilm 82B wird auf der Anten
nenoberfläche 81B gebildet. Der Reflexionsfilm 82B 
ist auf der gesamten Antennenoberfläche 81B aus
gebildet. Der Reflexionsfilm 82B wird nicht auf der 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70B gebildet.

[0519] In einer Betrachtung von oben ist die Öffnung 
des Reflexionsfilms 82B formidentisch mit der Öff
nung der Antennenoberfläche 81B. In einer Betrach
tung von oben umfasst die Öffnung des Reflexions
films 82B das offene Ende 82Ba, das das offene 
Ende 81Ba der Antennenoberfläche 81B überlappt, 
das offene Ende 82Bb, das das offene Ende 81Bb 
der Antennenoberfläche 81B überlappt, ein offenes 
Ende 82Bc, das das offene Ende 81Bc der Anten
nenoberfläche 81B überlappt, ein offenes Ende 
82Bd, das das offene Ende 81Bd der Antennenober
fläche 81B überlappt. In einer Betrachtung von oben 
erstreckt sich jedes der offenen Enden 82Ba bis Bd 
bzw. 82Bd geradlinig.

[0520] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B so angeordnet, dass der Mittelpunkt P2 
mit der Mitte der separaten Antennenbasis 70B 
jeweils in der x- und y-Richtung zusammenfällt. In 
einer Betrachtung von oben fällt der Mittelpunkt P2 
des Reflexionsfilms 82B mit dem Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81B zusammen. In einer 
Betrachtung von oben ist die Antennenoberfläche 
81B also so angeordnet, dass der Mittelpunkt jeweils 
in der x-Richtung und in der y-Richtung mit der Mitte 
der separaten Antennenbasis 70B zusammenfällt.

[0521] In einer Betrachtung von oben hat eine senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexions
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films 82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82B verläuft, eine Länge LS6, die kleiner 
ist als ein Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In 
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Bb des Reflexionsfilms 
82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82B verläuft, eine Länge LS7, die kleiner ist 
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer 
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum 
offenen Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B, die 
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B 
verläuft, eine Länge LS8, die kleiner ist als der 
Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer 
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie 
zum offenen Ende 82Bd des Reflexionsfilms 82B, 
die sich durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 
82B erstreckt, eine Länge LS9, die kleiner als der 
Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist.

[0522] Wie in Fig. 51 gezeigt, ist der Radius RB des 
Reflexionsfilms 82B In einer Betrachtung von oben 
durch eine doppelt gestrichelte Linie angedeutet, 
wenn der Reflexionsfilm 82B kreisförmig ist und kei
nen Ausschnitt („cutaway") aufweist. Die senkrechte 
Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexionsfilms 
82B und die senkrechte Linie zum offenen Ende 
82Bb des Reflexionsfilms 82B verlaufen geradlinig 
in der x-Richtung. Die senkrechte Linie zum offenen 
Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B und die senk
rechte Linie zum offenen Ende 82Bd des Reflexions
films 82B verlaufen geradlinig in der y-Richtung. Die 
Längen LS6 und LS7 erstrecken sich in der zweiten 
Richtung (in der vorliegenden Ausführungsform der 
x-Richtung), die orthogonal zur ersten Richtung (in 
der vorliegenden Ausführungsform der y-Richtung) 
ist. Daher ist die Länge (LS6+LS7) des Reflexions
films 82B in der zweiten Richtung kleiner als der 
Durchmesser (2×RB) des Reflexionsfilms 82B. Die 
Längen LS8 und LS9 erstrecken sich in der ersten 
Richtung. Daher ist die Länge (LS8+LS9) des Refle
xionsfilms 82B in der ersten Richtung kleiner als der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82B. In einer 
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82B in 
der ersten Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A 
bis 82C (siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als 
in einer dritten Richtung, die sich von der ersten und 
der zweiten Richtung unterscheidet, d.h. in der Rich
tung, in der die Reflexionsfilme 82H, 82E und 82B 
angeordnet sind. In einer Betrachtung von oben 
schneidet die dritte Richtung die erste Richtung und 
die zweite Richtung. In einer Betrachtung von oben 
ist der Reflexionsfilm 82B in der zweiten Richtung 
kleiner als in der dritten Richtung.

[0523] In einer Betrachtung von oben ist der Refle
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der 
Antennenoberfläche 81B. So ist das Verhältnis des 
Radius der Antennenoberfläche 81B zu den Längen 
der senkrechten Linien zu den offenen Enden 81Ba 
bis 81Bd der Antennenoberfläche 81B, die durch den 

Mittelpunkt der Antennenoberfläche 81B verlaufen, 
dasselbe wie das Verhältnis des Radius RB des 
Reflexionsfilms 82B zu den Längen LR6 bis LR9 
des Reflexionsfilms 82B. Der Radius der Antennen
oberfläche 81B bezieht sich auf den Radius der 
Antennenoberfläche 81B, die von oben betrachtet 
kreisförmig ist und keinen Ausschnitt aufweist.

[0524] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst der Refle
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene 
geschnitten ist, die sich in der x-Richtung und der z- 
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions
films 82B erstreckt, einen bogenförmigen Teil, der 
die gegenüberliegenden Endpunkte in der x-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst 
der Reflexionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht 
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und 
der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Refle
xionsfilms 82B erstreckt, einen bogenförmigen Teil, 
der die gegenüberliegenden Endpunkte in der y- 
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel von 
weniger als 180° hat.

[0525] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst die Anten
nenoberfläche 81B in einer Querschnittsansicht der 
separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer 
Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Richtung 
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten
nenoberfläche 81B erstreckt, einen bogenförmigen 
Teil, der die gegenüberliegenden Endpunkte in der 
x-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° hat. Auch in einer Querschnitt
sansicht der separaten Antennenbasis 70B, die ent
lang einer Ebene geschnitten ist, die sich in y-Rich
tung und z-Richtung durch den Mittelpunkt der 
Antennenoberfläche 81B erstreckt, umfasst die 
Antennenoberfläche 81B einen bogenförmigen Teil, 
der die gegenüberliegenden Endpunkte in y-Rich
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni
ger als 180° aufweist, obwohl dies nicht gezeigt wird.

[0526] Die Antennenoberfläche 81C der Antennen
vertiefung 80C in der separaten Antennenbasis 70C, 
die Antennenoberfläche 81E der Antennenvertiefung 
80E in der separaten Antennenbasis 70E und die 
Antennenoberfläche 81F der Antennenvertiefung 
80F in der separaten Antennenbasis 70F sind form
gleich mit der Antennenoberfläche 81B. Die Refle
xionsfilme 82C, 82E und 82F haben die gleiche 
Form wie der Reflexionsfilm 82B.

[0527] Wie in Fig. 48 gezeigt, definieren die ersten 
Basisseitenflächen der separaten Antennenbasen 
70B und 70C die erste Basisseitenfläche 73T der 
Antennenbasis 70. Die vierten Basisseitenflächen 
der separaten Antennenbasen 70C und 70F bilden 
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die vierte Basisseitenfläche 76T der Antennenbasis 
70.

[0528] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0529] Der Gasraum 92 wird durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 und die Antennenoberfläche 81 in 
der gleichen Weise wie bei der ersten Ausführungs
form definiert. Insbesondere wird die Öffnung der 
Antennenvertiefungen 80 von der dielektrischen 
Hauptfläche 51 abgedeckt. Somit wird der Gasraum 
92 durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberflächen 81, die die Wandflächen der 
Antennenvertiefungen 80 sind, definiert. Genauer 
gesagt, wird der Gasraum 92 durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 und die Antennenoberflächen 81A 
bis 81I definiert. Insbesondere werden die Öffnungen 
der Antennenvertiefungen 80A bis 80I von der 
dielektrischen Hauptfläche 51 abgedeckt. In der vor
liegenden Ausführungsform ist die Klebeschicht 91 
entlang der Umfänge der Öffnungen der Antennen
vertiefungen 80A, 80D, 80G, 80H und 80I angeord
net. Die Reflexionsfilme 82A bis 821 sind im Gas
raum 92 angeordnet. Der Gasraum 92 umfasst 
mehrere Gasräume 92, die durch die dielektrische 
Hauptfläche 51 und jede der Antennenvertiefungen 
80A bis 80I definiert sind. In der vorliegenden Aus
führungsform sind die Gasräume, die zu benachbar
ten separaten Antennenbasen 70A bis 70I gehören, 
miteinander verbunden. In einem Beispiel, wie in 
Fig. 52 gezeigt, ist der Gasraum 92E, der durch die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die Antennenober
fläche 81E definiert ist, mit dem Gasraum 92D, der 
durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberfläche 81D definiert ist, und dem Gas
raum 92F, der durch die dielektrische Hauptfläche 51 
und die Antennenoberfläche 81F definiert ist, ver
bunden. Somit sind die Gasräume 92D bis 92F in 
der ersten Richtung nebeneinander angeordnet und 
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung), die die Anordnungsrich
tung der Reflexionsfilme 82D bis 82F ist, miteinander 
verbunden. Wie in Fig. 53 dargestellt, ist der Gas
raum 92E mit dem Gasraum 92B, der durch die 
dielektrische Hauptfläche 51 und die Antennenober
fläche 81B definiert ist, und dem Gasraum 92H, der 
durch die dielektrische Hauptfläche 51 und die 
Antennenoberfläche 81H definiert ist, verbunden. 
Somit liegen die Gasräume 92B, 92E und 92H in 
der zweiten Richtung nebeneinander und sind in 
der zweiten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der x-Richtung), die die Anordnungsrich
tung der Reflexionsfilme 82B, 82E und 82H ist, mit
einander verbunden.

[0530] Da der Gasraum 92 Gas umfasst, sind die 
Beziehungen im Brechungsindex zwischen dem 
Dielektrikum 50, dem Gasraum 92 und dem Tera
hertz-Element 20 sowie der Ausbreitungsweg der 
elektromagnetischen Wellen die gleichen wie bei 

der ersten Ausführungsform. Bei der vorliegenden 
Ausführungsform ist der zu den Antennenoberflä
chen 81A bis 81C, 81F und 81H gehörende Gasraum 
92 mit der Außenseite der Antennenbasis 70 (der 
Außenseite der Terahertz-Vorrichtung 10) verbun
den.

[0531] Wie in Fig. 54 gezeigt, umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10 in gleicher Weise wie die erste Aus
führungsform eine erste Elektrode 101, eine zweite 
Elektrode 102, einen ersten leitenden Abschnitt 110 
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120. In der 
vorliegenden Ausführungsform sind die beiden Elekt
roden 101 und 102 und die beiden leitenden 
Abschnitte 110 und 120 gemeinsame Elektroden für 
die separaten Antennenbasen 70A bis 70I.

[0532] Die erste Elektrode 101 ist nahe der ersten 
dielektrischen Seitenfläche 53 und der dritten dielekt
rischen Seitenfläche 55 angeordnet. Die erste Elekt
rode 101 ist näher an der ersten dielektrischen Sei
tenfläche 53 als an der ersten Basisseitenfläche 73T 
der Antennenbasis 70 angeordnet. In einer Betrach
tung in der z-Richtung ist die erste Elektrode 101 
rechteckig, so dass die Längsrichtung in der y-Rich
tung und die Querrichtung in der x-Richtung verläuft.

[0533] Die zweite Elektrode 102 ist nahe der zweiten 
dielektrischen Seitenfläche 54 und der vierten 
dielektrischen Seitenfläche 56 angeordnet. Die 
zweite Elektrode 102 ist näher an der zweiten dielekt
rischen Seitenfläche 54 als an der zweiten Basissei
tenfläche 74T der Antennenbasis 70 angeordnet. In 
einer Betrachtung in der z-Richtung ist die zweite 
Elektrode 102 rechteckig, so dass die Längsrichtung 
in der y-Richtung und die Querrichtung in der x-Rich
tung verläuft.

[0534] Der erste leitende Abschnitt 110 umfasst ein 
erstes gemeinsames Drahtteil („first common wire 
part“) 116A, ein zweites gemeinsames Drahtteil 
116B, ein erstes Drahtteil 117A, ein zweites Drahtteil 
117B, ein drittes Drahtteil 117C, ein viertes Drahtteil 
117D, ein fünftes Drahtteil 117E, ein sechstes Draht
teil 117F, ein siebtes Drahtteil 117G, ein achtes 
Drahtteil 117H, ein neuntes Drahtteil 117I und eine 
Drahtbasis („wire base“) 118.

[0535] Die Drahtbasis 118 ist ein Drahtteil, das mit 
der ersten Elektrode 101 verbunden ist. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung überlappt die Drahtba
sis 118 die erste Elektrode 101. In einer Betrachtung 
in der z-Richtung ist die Drahtbasis 118 bandförmig 
und erstreckt sich in der y-Richtung. Die Drahtbasis 
118 umfasst einen Abschnitt, der über die dritte 
Basisseitenfläche 75T der Antennenbasis 70 bis zu 
einer Position nahe der dritten dielektrischen Seiten
fläche 55 vorsteht. Der erste leitende Abschnitt 110 
umfasst eine ersten Säule 115, die die Drahtbasis 
118 und die erste Elektrode 101 miteinander verbin
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det. In einer Betrachtung in der z-Richtung überlappt 
die erste Säule 115 sowohl die Drahtbasis 118 als 
auch die erste Elektrode 101. Der erste Säule 115 
ist zwischen der Drahtbasis 118 und der ersten Elekt
rode 101 in der z-Richtung angeordnet und verbindet 
die Drahtbasis 118 mit der ersten Elektrode 101.

[0536] Das erste gemeinsame Drahtteil 116A ist ein 
mit der Drahtbasis 118 verbundenes Drahtteil und ist 
näher an der dritten dielektrischen Seitenfläche 55 
als an der dritten Basisseitenfläche 75T der Anten
nenbasis 70 angeordnet. Das erste gemeinsame 
Drahtteil 116A erstreckt sich in der x-Richtung. In 
der y-Richtung betrachtet, erstreckt sich das erste 
gemeinsame Drahtteil 116A so, dass er das Tera
hertz-Element 20A, das Terahertz-Element 20D und 
das Terahertz-Element 20G überlappt. Das erste 
gemeinsame Drahtteil 116A ist mit dem ersten Draht
teil 117A, dem vierten Drahtteil 117D und dem sieb
ten Drahtteil 117G verbunden.

[0537] Das erste Drahtteil 117A verbindet das erste 
gemeinsame Drahtteil 116A und das Terahertz-Ele
ment 20A. Das erste Drahtteil 117A erstreckt sich 
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A in 
Richtung des Terahertz-Elements 20A in der y-Rich
tung.

[0538] Das vierte Drahtteil 117D verbindet das erste 
gemeinsamen Drahtteil 116A und das Terahertz-Ele
ment 20D. Das vierte Drahtteil 117D erstreckt sich 
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A in 
Richtung des Terahertz-Elements 20D in der y-Rich
tung.

[0539] Der siebte Drahtteil 117G verbindet den ers
ten gemeinsamen Drahtteil 116A und das Terahertz- 
Element 20G. Das siebte Drahtteil 117G erstreckt 
sich von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A 
in Richtung des Terahertz-Elements 20G in der y- 
Richtung.

[0540] Das zweite gemeinsame Drahtteil 116B ist 
ein Drahtteil, das mit der Drahtbasis 118 verbunden 
ist und näher an der vierten Basisseitenfläche 76T 
als die Mitte der Antennenbasis 70 in der y-Richtung 
angeordnet ist. Insbesondere ist das zweite gemein
same Drahtteil 116B zwischen dem Terahertz-Ele
ment 20B und dem Terahertz-Element 20C, zwi
schen dem Terahertz-Element 20E und dem 
Terahertz-Element 20F und zwischen dem Tera
hertz-Element 20H und dem Terahertz-Element 20I 
in der y-Richtung angeordnet. Genauer gesagt, über
lappt in einer Betrachtung von oben der zweite 
gemeinsame Drahtteil 116B die Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70B und der 
separaten Antennenbasis 70C, die Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70E und der 
separaten Antennenbasis 70F, die Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70H und der 

separaten Antennenbasis 70I. Das zweite gemein
same Drahtteil 116B ist mit dem zweiten Drahtteil 
117B, dem dritten Drahtteil 117C, dem fünften Draht
teil 117E, dem sechsten Drahtteil 117F, dem achten 
Drahtteil 117H und dem neunten Drahtteil 117I ver
bunden.

[0541] Das zweite Drahtteil 117B verbindet den 
zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Tera
hertz-Element 20B. Das zweite Drahtteil 117B 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20B in 
der y-Richtung.

[0542] Das dritte Drahtteil 117C verbindet den zwei
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz- 
Element 20C. Das dritte Drahtteil 117C erstreckt sich 
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in 
Richtung des Terahertz-Elements 20C in der y-Rich
tung.

[0543] Das fünfte Drahtteil 117E verbindet den zwei
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz- 
Element 20E. Das fünfte Drahtteil 117E erstreckt sich 
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in 
Richtung des Terahertz-Elements 20E in der y-Rich
tung.

[0544] Der sechste Drahtteil 117F verbindet das 
zweite gemeinsamen Drahtteil 116B und das Tera
hertz-Element 20F. Das sechste Drahtteil 117F 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20F in 
der y-Richtung.

[0545] Das achte Drahtteil 117H verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 116B und das Tera
hertz-Element 20H. Das achte Drahtteil 117H 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20H in 
der y-Richtung.

[0546] Das neunte Drahtteil 117I verbindet das zwei
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz- 
Element 20I. Das neunte Drahtteil 117I erstreckt sich 
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in 
Richtung des Terahertz-Elements 20I in der y-Rich
tung.

[0547] Der zweite leitende Abschnitt 120 umfasst 
ein erstes gemeinsames Drahtteil 126A, ein zweites 
gemeinsames Drahtteil 126B, ein erstes Drahtteil 
127A, ein zweites Drahtteil 127B, ein drittes Drahtteil 
127C, ein viertes Drahtteil 127D, ein fünftes Drahtteil 
127E, ein sechstes Drahtteil 127F, ein siebtes Draht
teil 127G, ein achtes Drahtteil 127H, ein neuntes 
Drahtteil 127I und eine Drahtbasis 128.

[0548] Die Drahtbasis 128 ist ein Drahtteil, das mit 
der zweiten Elektrode 102 verbunden ist. In einer 
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Betrachtung in der z-Richtung überlappt die Drahtba
sis 128 die zweite Elektrode 102. In einer Betrach
tung in der z-Richtung ist die Drahtbasis 128 band
förmig und erstreckt sich in der y-Richtung. Die 
Drahtbasis 118 umfasst einen Abschnitt, der über 
die zweite Basisseitenfläche 74T der Antennenbasis 
70 bis zu einer Position nahe der zweiten dielektri
schen Seitenfläche 54 hinausragt. Der zweite lei
tende Abschnitt 120 umfasst eine zweite Säule 125, 
der die Drahtbasis 128 und die zweite Elektrode 102 
miteinander verbindet. In einer Betrachtung in der z- 
Richtung überlappt die zweite Säule 125 sowohl die 
Drahtbasis 128 als auch die zweite Elektrode 102. 
Die zweite Säule 125 ist zwischen der Drahtbasis 
128 und der zweiten Elektrode 102 in der z-Richtung 
angeordnet und verbindet die Drahtbasis 128 und die 
zweite Elektrode 102.

[0549] Das erste gemeinsame Drahtteil 126A ist ein 
mit der Drahtbasis 128 verbundenes Drahtteil und ist 
näher an der vierten dielektrischen Seitenfläche 56 
als an der vierten Basisseitenfläche 76T der Anten
nenbasis 70 angeordnet. Das erste gemeinsame 
Drahtteil 126A erstreckt sich in der x-Richtung. In 
der y-Richtung betrachtet, erstreckt sich das erste 
gemeinsame Drahtteil 126A so, dass es das Tera
hertz-Element 20I, das Terahertz-Element 20F und 
das Terahertz-Element 20C überlappt. Das erste 
gemeinsame Drahtteil 126A ist mit dem dritten Draht
teil 127C, dem sechsten Drahtteil 127F und dem 
neunten Drahtteil 127I verbunden.

[0550] Das dritte Drahtteil 127C verbindet das erste 
gemeinsamen Drahtteil 126A und das Terahertz-Ele
ment 20C. Das dritte Drahtteil 127C erstreckt sich 
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 126A in 
Richtung des Terahertz-Elements 20C in der y-Rich
tung.

[0551] Das sechste Drahtteil 127F verbindet das 
erste gemeinsame Drahtteil 126A und das Tera
hertz-Element 20F. Das sechste Drahtteil 127F 
erstreckt sich von dem ersten gemeinsamen Draht
teil 126A in Richtung des Terahertz-Elements 20F in 
der y-Richtung.

[0552] Das neunte Drahtteil 127I verbindet das erste 
gemeinsame Drahtteil 126A und das Terahertz-Ele
ment 20I. Das neunte Drahtteil 127I erstreckt sich 
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 126A in 
Richtung des Terahertz-Elements 20I in der y-Rich
tung.

[0553] Das zweite gemeinsame Drahtteil 126B ist 
ein Drahtteil, das mit der zweiten Elektrode 102 ver
bunden ist und näher an der dritten Basisseitenfläche 
75T als in der Mitte der Antennenbasis 70 in der y- 
Richtung angeordnet ist. Insbesondere ist das zweite 
gemeinsame Drahtteil 126B zwischen dem Tera
hertz-Element 20G und dem Terahertz-Element 

20H, zwischen dem Terahertz-Element 20D und 
dem Terahertz-Element 20E und zwischen dem Tera
hertz-Element 20A und dem Terahertz-Element 20B 
in der y-Richtung angeordnet. Genauer gesagt über
lappt in einer Betrachtung von oben das zweite 
gemeinsame Drahtteil 126B die Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70G und der 
separaten Antennenbasis 70H, die Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70D und der 
separaten Antennenbasis 70E und die Grenzfläche 
zwischen der separaten Antennenbasis 70A und 
der separaten Antennenbasis 70B. Das zweite 
gemeinsame Drahtteil 126B ist mit dem ersten Draht
teil 127A, dem zweiten Drahtteil 127B, dem vierten 
Drahtteil 127D, dem fünften Drahtteil 127E, dem 
siebten Drahtteil 127G und dem achten Drahtteil 
127H verbunden.

[0554] Das erste Drahtteil 127A verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20A. Der erste Drahtteil 127A 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20A in 
der y-Richtung.

[0555] Das zweite Drahtteil 127B verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20B. Das zweite Drahtteil 127B 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20B in 
der y-Richtung.

[0556] Das vierte Drahtteil 127D verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20D. Das vierte Drahtteil 127D 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20D in 
der y-Richtung.

[0557] Das fünfte Drahtteil 127E verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20E. Das fünfte Drahtteil 127E 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20E in 
der y-Richtung.

[0558] Das siebte Drahtteil 127G verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20G. Das siebte Drahtteil 127G 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20G in 
der y-Richtung.

[0559] Das achte Drahtteil 127H verbindet das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera
hertz-Element 20H. Das achte Drahtteil 127H 
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20H in 
der y-Richtung.
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[0560] Die Verbindungsstruktur jedes der Drahtteile 
117A bis 117I und 127A bis 127I mit dem Terahertz- 
Element 20 wird nun beschrieben. Die Verbindungs
struktur ist für die Drahtteile 117A bis 117I und 127A 
bis 127I gleich. Daher wird die Struktur der ersten 
Drahtteile 117A und 127A beschrieben, während 
die Struktur der Drahtteile 117B bis 117I und 127B 
bis 127I nicht beschrieben wird.

[0561] Wie in Fig. 55 gezeigt, umfasst das erste 
Drahtteil 117A ein erstes Element-Gegenstück 111, 
der dem ersten Pad 33a des Terahertz-Elements 
20A in der z-Richtung gegenüberliegt, und einen ers
ten Verbinder 113, der das erste Element-Gegen
stück 111 und das erste gemeinsame Drahtteil 116A 
miteinander verbindet. Das erste Element-Gegen
stück 111 definiert ein distales Ende des ersten 
Drahtteils 117A.

[0562] Das erste Element-Gegenstück 111 ist zwi
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle
xionsfilm 82A angeordnet. In der z-Richtung betrach
tet, überlappt das erste Element-Gegenstück 111 
zumindest teilweise das erste Pad 33a. Das erste 
Element-Gegenstück 111 liegt dem Reflexionsfilm 
82A in der z-Richtung gegenüber. Das erste Ele
ment-Gegenstück erstreckt sich in der x-Richtung in 
Übereinstimmung mit dem ersten Pad 33a, das sich 
in der x-Richtung erstreckt. In einem Beispiel ist das 
erste Element-Gegenstück 111 rechteckig, so dass 
sich die Längsrichtung in der x-Richtung und die 
Querrichtung in der y-Richtung erstreckt.

[0563] Das erste Drahtteil 117A umfasst einen ers
ten Höcker 114, der zwischen dem ersten Element
gegenstück 111 und dem ersten Pad 33a angeordnet 
ist. Das Terahertz-Element 20A ist über den ersten 
Höcker 114 auf dem ersten Element-Gegenstück 
111 flip-chip-montiert. Das erste Pad 33a und das 
erste Element-Gegenstück 111 sind durch den ersten 
Höcker 114 elektrisch verbunden.

[0564] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
mehrere erste Höcker 114 vorgesehen. In einem Bei
spiel sind mehrere (in der vorliegenden Ausführungs
form zwei) erste Höcker 114 in der x-Richtung in 
Übereinstimmung mit dem ersten Pad 33a und dem 
ersten Elementgegenstück 111 angeordnet, das sich 
in der x-Richtung erstreckt. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung sind das erste Element-Gegenstück 
111 und der erste Höcker 114 so angeordnet, dass 
sie den Empfangspunkt P1 nicht überlappen. Die 
Form des ersten Höckers 114 ist z.B. ein tetragonaler 
Stab. Der erste Höcker 114 ist jedoch nicht auf diese 
Form beschränkt und kann jede beliebige Form 
haben.

[0565] Der erste Höcker 114 kann eine einschichtige 
Struktur oder eine mehrschichtige Struktur aufwei
sen. In einem Beispiel kann der erste Höcker 114 

eine mehrschichtige Struktur aufweisen, die eine 
Metallschicht mit Cu, eine Metallschicht mit Ti und 
eine Legierungsschicht mit Sn umfasst. Ein Beispiel 
für eine Sn enthaltende Legierungsschicht ist eine 
Sn-Sb-basierte Legierungsschicht oder eine Sn-Ag- 
basierte Legierungsschicht.

[0566] Eine erste Isolationsschicht kann auf dem 
ersten Element-Gegenstück 111 gebildet werden, 
um den ersten Höcker 114 zu umgeben. Die erste 
Isolationsschicht kann rahmenförmig sein und sich 
nach oben hin öffnen, so dass der erste Höcker 114 
in der ersten Isolationsschicht untergebracht ist. 
Dadurch wird eine unerwünschte seitliche Ausdeh
nung des ersten Höckers 114 begrenzt. Die erste Iso
lationsschicht kann weggelassen werden.

[0567] Der erste Verbinder 113 ist zwischen dem 
ersten Element-Gegenstück 111 und dem ersten 
gemeinsamen Drahtteil 116A angeordnet und hat 
eine Breite in der x-Richtung und erstreckt sich in 
der y-Richtung. Der erste Verbinder 113 liegt dem 
Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung teilweise 
gegenüber. Das heißt, der erste Verbinder 113 ist 
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil
weise überlappt. Mit anderen Worten, in z-Richtung 
betrachtet, hat der erste Verbinder 113 einen Teil, der 
den Reflexionsfilm 82A überlappt, und einen Teil, der 
den Reflexionsfilm 82A nicht überlappt.

[0568] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Breite des ersten Verbinders 113 kleiner als die 
Breite des ersten Element-Gegenstücks 111. Insbe
sondere ist die Breite des ersten Verbinders 113 
(Abmessung in der x-Richtung) so festgelegt, dass 
sie kleiner als die Breite des ersten Element-Gegen
stücks 111 (Abmessung in der x-Richtung) ist.

[0569] Der erste Verbinder 113 umfasst einen ersten 
Verbindungskörper 113a, der eine geringere Breite 
als das erste Element-Gegenstück 111 hat, und ein 
erstes Element-Verjüngungsteil 113b, das in der 
Längsrichtung des ersten Verbindungskörpers 113a 
nahe dem ersten Element-Gegenstück 111 angeord
net ist.

[0570] Die Längsrichtung des ersten Verbindungs
körpers 113a erstreckt sich in der y-Richtung und 
der erste Verbindungskörper 113a hat eine feste 
Breite in der x-Richtung. In einer Betrachtung in der 
z-Richtung überlappt der erste Verbindungskörper 
113a den Reflexionsfilm 82A. Der erste Verbindungs
körper 113a verbindet das erste Element- 
Gegenstück 111 und das erste gemeinsame Drahtteil 
116A. Die Breite W1 des ersten Verbindungskörpers 
113a ist kleiner als die Breite W2 des ersten Element- 
Gegenstücks 111.

[0571] Das erste Element-Verjüngungsteil 113b, 
verbindet den ersten Verbindungskörper 113a und 
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das erste Element-Gegenstück 111. In einem Bei
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das 
erste Element-Verjüngungsteil 113b in der x-Rich
tung neben dem Terahertz-Element 20A angeordnet 
und überlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0572] Die Breite des erste Element-Verjüngungs
teils 113b nimmt von dem ersten Verbindungskörper 
113a zu dem des ersten Element-Gegenstück 111 
allmählich zu. In der vorliegenden Ausführungsform 
umfasst das erste Element-Verjüngungsteil 113b 
zwei erste Element-Schrägflächen 113ba, die von 
dem ersten Verbindungskörper 113a zu dem ersten 
Element-Gegenstück 111 allmählich voneinander 
weg geneigt sind.

[0573] In dieser Struktur sind das erste Pad 33a des 
Terahertz-Elements 20A und die erste Elektrode 101 
durch den ersten Höcker 114, das erste Element- 
Gegenstück 111, den ersten Verbinder 113, das 
erste gemeinsame Drahtteil 116A, die Drahtbasis 
118 und die erste Säule 115 elektrisch verbunden.

[0574] Das erste Drahtteil 127A bildet einen Teil 
einer Leiterbahn, die das Terahertz-Element 20A 
und die zweite Elektrode 102 elektrisch verbindet. 
In der vorliegenden Ausführungsform sind das erste 
Drahtteil 117A und das erste Drahtteil 127A in einer 
Betrachtung in der der z-Richtung um 180° gegenei
nander versetzt und liegen sich in der y-Richtung 
gegenüber. In einer Betrachtung in der z-Richtung 
erstrecken sich die Drahtteile 117A und 127A vom 
Terahertz-Element 20A aus in radialer Richtung des 
Reflexionsfilms 82A.

[0575] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie
genden Ausführungsform, in einer Betrachtung in 
der z-Richtung, die Drahtteile 117A und 127A von 
dem Terahertz-Element 20A weg. Insbesondere 
erstreckt sich das erste Drahtteil 117A n einer 
Betrachtung in der z-Richtung von dem Terahertz- 
Element 20A in Richtung der dritten dielektrischen 
Seitenfläche 55 in der y-Richtung. In einer Betrach
tung in der z-Richtung erstreckt sich das erste Draht
teil 127A von dem Terahertz-Element 20A in Rich
tung der vierten dielektrischen Seitenfläche 56 in 
der y-Richtung.

[0576] Das erste Drahtteil 127A umfasst ein zweites 
Element-Gegenstück 121, das dem zweiten Pad 34a 
des Terahertz-Elements 20A in der z-Richtung 
gegenüberliegt, und einen zweiten Verbinder 123, 
der das zweite Element-Gegenstück 121 und das 
zweite gemeinsame Drahtteil 126B verbindet. In der 
vorliegenden Ausführungsform definiert das zweite 
Element-Gegenstück 121 ein distales Ende des ers
ten Drahtteils 127A.

[0577] Der zweite Element-Gegenstück 121 ist zwi
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle

xionsfilm 82A angeordnet. In einer Betrachtung in 
der z-Richtung überlappt das zweite Element- 
Gegenstück 121 zumindest teilweise das zweite 
Pad 34a. Das zweite Element-Gegenstück 121 liegt 
dem Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung gegen
über. Das zweite Element-Gegenstück 121 erstreckt 
sich in der x-Richtung in Übereinstimmung mit dem 
zweiten Pad 34a, das sich in der x-Richtung 
erstreckt. In einem Beispiel ist das zweite Element- 
Gegenstück 121 rechteckig, so dass sich die Längs
richtung in der x-Richtung und die Querrichtung in 
der y-Richtung erstreckt.

[0578] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Element-Gegenstücke 111 und 121 in der y-Rich
tung einander gegenüberliegend, wobei die Pads 
33a und 34a in der y-Richtung getrennt sind. Das 
Dielektrikum 50 ist zwischen den beiden Element- 
Gegenstücken 111 und 121 angeordnet, und die bei
den Element-Gegenstücke 111 und 121 sind durch 
das Dielektrikum 50 isoliert. Mit anderen Worten 
erstrecken sich die beiden Drahtteile 117A und 
127A voneinander weg in Richtungen, die sich von 
den Element-Gegenstücken 111 und 121, die vonei
nander getrennt sind, weg erstrecken.

[0579] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die beiden Drahtteile 117A und 127A symmetrisch 
in der y-Richtung in Bezug auf den Empfangspunkt 
P1 angeordnet. Dadurch werden Auswirkungen auf 
den Strahlungsmodus, die durch eine Asymmetrie 
der beiden Drahtteile 117A und 127A verursacht wür
den, reduziert. Die beiden Drahtteile 117A und 127A 
können in der der x-Richtung in Bezug auf den Emp
fangspunkt P1 asymmetrisch angeordnet sein.

[0580] Das erste Drahtteil 127A umfasst einen zwei
ten Höcker 124, der zwischen dem zweiten Element- 
Gegenstück 121 und dem zweiten Pad 34a angeord
net ist. Das Terahertz-Element 20A ist über den zwei
ten Höcker 124 auf dem zweiten Element-Gegen
stück 121 flip-chip-montiert. Das zweite Pad 34a 
und das zweite Element-Gegenstück121 sind durch 
den zweiten Höcker 124 elektrisch verbunden.

[0581] Bei der vorliegenden Ausführungsform sind 
mehrere zweite Höcker 124 vorgesehen. In einem 
Beispiel sind mehrere (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform zwei) zweite Höcker 124 in der x-Richtung 
in Übereinstimmung mit dem zweiten Pad 34a und 
dem zweiten Element-Gegenstück 121 angeordnet, 
die sich in der x-Richtung erstrecken. In einer 
Betrachtung in der z-Richtung sind das zweite Ele
ment-Gegenstück 121 und der zweite Höcker 124 
so angeordnet, dass sie den Empfangspunkt P1 
nicht überlappen. Der erste Höcker 114 und der 
zweite Höcker 124 sind in der x-Richtung voneinan
der getrennt und einander gegenüberliegend ange
ordnet und in der y-Richtung zueinander ausgerich
tet. Der erste Höcker 114 und der zweite Höcker 124 
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können sich jedoch in der y-Richtung an unterschied
lichen Positionen befinden.

[0582] Der zweite Verbinder 123 ist zwischen dem 
zweiten Element-Gegenstück 121 und dem zweiten 
gemeinsamen Drahtteil 126B angeordnet und hat 
eine Breite in der x-Richtung und erstreckt sich in 
der y-Richtung. Der zweite Verbinder 123 liegt dem 
Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung teilweise 
gegenüber. Das heißt, der zweite Verbinder 123 ist 
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil
weise überlappt. Mit anderen Worten hat der zweite 
Verbinder 123 in einer Betrachtung in der z-Richtung 
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A überlappt, und 
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A nicht über
lappt.

[0583] In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Breite des zweiten Verbinders 123 kleiner als die 
Breite des zweiten Element-Gegenstücks 121. Ins
besondere ist die Breite des zweiten Verbinders 123 
(Abmessung in der x-Richtung) so festgelegt, dass 
sie kleiner ist als die Breite des zweiten Element- 
Gegenstücks 121 (Abmessung in der x-Richtung).

[0584] Der zweite Verbinder 123 umfasst einen 
zweiten Verbindungskörper 123a, der eine geringere 
Breite als das zweite Element-Gegenstück 121 auf
weist, und ein zweites Element-Verjüngungsteil 
123b, das sich in Längsrichtung des zweiten Verbin
dungskörpers 123a nahe dem zweiten Element- 
Gegenstück 121 befindet.

[0585] Die Längsrichtung des zweiten Verbindungs
körpers 123a erstreckt sich in der y-Richtung, und 
der zweite Verbindungskörper 123a hat eine feste 
Breite in der x-Richtung. In einer Betrachtung in der 
z-Richtung überlappt der zweite Verbindungskörper 
123a den Reflexionsfilm 82A. Der zweite Verbin
dungskörper 123a verbindet das zweite Element- 
Gegenstück 121 und das zweite gemeinsame Draht
teil 126B. Die Breite W3 des zweiten Verbindungs
körpers 123a ist kleiner als die Breite W4 des zweiten 
Element-Gegenstücks 121.

[0586] Die Breite des zweiten Element-Verjün
gungsteils 123b nimmt von dem zweiten Verbin
dungskörper 123a zu dem zweiten Element-Gegen
stück 121 allmählich zu. In der vorliegenden 
Ausführungsform umfasst das zweite Element-Ver
jüngungsteil 123b zwei zweite Element-Schrägflä
chen 123ba, die von dem zweiten Verbindungskör
per 123a zu dem zweiten Element-Gegenstück 121 
allmählich voneinander weg geneigt sind.

[0587] In dieser Struktur sind das zweite Pad 34a 
des Terahertz-Elements 20A und die zweite Elekt
rode 102 durch den zweiten Höcker 124, das zweite 
Element-Gegenstück 121, den zweiten Verbinder 
123, das zweite gemeinsame Drahtteil 126B, die 

Drahtbasis 128 und die zweite Säule 125 elektrisch 
verbunden.

[0588] In der vorliegenden Ausführungsform sind 
die Reflexionsfilme 82A bis 82I elektrisch isoliert. 
Genauer gesagt, sind die Reflexionsfilme 82A bis 
82I von den beiden Elektroden 101 und 102 und 
den beiden leitenden Abschnitten 110 und 120 elekt
risch isoliert.

Funktionsweise

[0589] Die Funktionsweise der Terahertz-Vorrich
tung 10 der vorliegenden Ausführungsform wird nun 
unter Bezugnahme auf Fig. 56 beschrieben.

[0590] Fig. 56 ist eine vergrößerte Ansicht der sepa
raten Antennenbasen 70D, 70E, 70G, und 70H und 
deren Umgebung.

[0591] Wie in Fig. 56 gezeigt, ist ein Zwischenele
mentabstand Lde der Abstand zwischen dem Emp
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20D und dem 
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20E in 
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfüh
rungsform der y-Richtung), welche die Anordnungs
richtung des Reflexionsfilms 82D und des Refle
xionsfilms 82E ist. Der Zwischenelementabstand 
Lde ist kleiner als der Durchmesser (2×Radius RD 
des Reflexionsfilms 82D) des Reflexionsfilms 82D. 
Obwohl nicht dargestellt, ist der Zwischenelementab
stand Lde kleiner als der Durchmesser des Refle
xionsfilms 82E. Da der Reflexionsfilm 82E die gleiche 
Form wie der Reflexionsfilm 82B hat, beträgt der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82E das Zweifa
che des Radius RB (siehe Fig. 51) des Reflexions
films 82B.

[0592] Ein Zwischenelementabstand Ldg ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20D und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20G in der zweiten Richtung 
(in der vorliegenden Ausführungsform der x-Rich
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle
xionsfilms 82E und des Reflexionsfilms 82G ist. Der 
Zwischenelementabstand Ldg ist kleiner als der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82D. Der Zwi
schenelementabstand Ldg ist auch kleiner als der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82G (2×Radius 
RG des Reflexionsfilms 82G).

[0593] Ein Zwischenelementabstand Lgh ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20H und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20G in der ersten Richtung 
(in der vorliegenden Ausführungsform der y-Rich
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle
xionsfilms 82H und des Reflexionsfilms 82G ist. Der 
Zwischenelementabstand Lgh ist kleiner als der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82G. Der Zwi
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schenelementabstand Lgh ist kleiner als der Durch
messer des Reflexionsfilms 82H (2×Radius RH des 
Reflexionsfilms 82H).

[0594] Ein Zwischenelementabstand Leh ist der 
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera
hertz-Elements 20H und dem Empfangspunkt P1 
des Terahertz-Elements 20E in der zweiten Richtung 
(in der vorliegenden Ausführungsform der x-Rich
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle
xionsfilms 82H und des Reflexionsfilms 82E ist. Der 
Zwischenelementabstand Leh ist kleiner als der 
Durchmesser des Reflexionsfilms 82G. Der Zwi
schenelementabstand Leh ist ebenfalls geringer als 
der Durchmesser des Reflexionsfilms 82E.

[0595] Obwohl nicht dargestellt, sind die Zwischen
elementabstände zwischen den Terahertz-Elemen
ten 20A, 20B, 20C, 20F und 20I in der ersten Rich
tung und der zweiten Richtung die gleichen wie die 
Zwischenelementabstände zwischen den Terahertz- 
Elementen 20D, 20E, 20G und 20H in der ersten 
Richtung und der zweiten Richtung.

[0596] Wie oben beschrieben, ist in den Anord
nungsrichtungen der separaten Antennenbasen (die 
erste Richtung und die zweite Richtung) der Zwi
schenelementabstand zwischen den Empfangs
punkten P1 der nebeneinander liegenden Tera
hertz-Elemente 20 geringer als der Durchmesser 
des Reflexionsfilms 82. Dadurch wird der Abstand 
zwischen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in 
der Anordnungsrichtung verringert.

Vorteile

[0597] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen
den Ausführungsform hat zusätzlich zu den Vorteilen 
der ersten Ausführungsform die folgenden Vorteile.

[0598] (3-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
sind die Reihe der in der y-Richtung aufgereihten 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C, die Reihe der in 
der y-Richtung aufgereihten Terahertz-Elemente 
20D bis 20F und die Reihe der in der y-Richtung auf
gereihten Terahertz-Elemente 20G bis 20I in der x- 
Richtung getrennt bzw. beabstandet. Diese Struktur 
erweitert den Detektionsbereich der Terahertz-Vor
richtung 10 in der x-Richtung.

[0599] (3-2) In einer Betrachtung in der z-Richtung 
ist die Abmessung jedes der Reflexionsfilme 82A, 
82D und 82G in der zweiten Richtung (in der vorlie
genden Ausführungsform der x-Richtung), welche 
die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82A 
der separaten Antennenbasis 70A, des Reflexions
films 82D der separaten Antennenbasis 70D und 
des Reflexionsfilms 82G der separaten Antennenba
sis 70G ist, kleiner als der Durchmesser jedes der 
Reflexionsfilme 82A, 82D und 82G. Dasselbe gilt für 

die Reflexionsfilme 82B, 82E und 82H und die Refle
xionsfilme 82C, 82F und 82I.

[0600] Diese Struktur verringert den Abstand zwi
schen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in der 
zweiten Richtung. Dadurch wird die Auflösung der 
Terahertz-Vorrichtung 10 im Detektionsbereich ver
bessert.

[0601] (3-3) In einer Betrachtung von oben ist der 
umlaufende Teil jedes der Reflexionsfilme 82A, 82D 
und 82G, der Bogenendpunkte in der zweiten Rich
tung, welche die Anordnungsrichtung der Reflexions
filme 82A, 82D und 82G ist, verbindet, bogenförmig 
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°.

[0602] Diese Struktur ermöglicht es, dass die Refle
xionsfilme 82A, 82D und 82G ein solches Verhältnis 
aufweisen, dass die Länge LS3 der Reflexionsfilm 
82A, die Länge der Reflexionsfilm 82D und die 
Länge LS1 der Reflexionsfilm 82G kleiner sind als 
der Radius der Reflexionsfilme 82A, 82D und 82G, 
während die Reflexionsfilme 82A, 82D und 82G 
eine Kugelform mit einer festen Krümmung behalten. 
Da der Reflexionsfilm 82D die gleiche Form wie der 
Reflexionsfilm 82A hat, ist die Länge des Reflexions
films 82D gleich der Länge LS3 des Reflexionsfilms 
82A.

[0603] (3-4) In einer Betrachtung von oben erstreckt 
sich die Grenzfläche bzw. Schnittstelle zwischen 
benachbarten Reflexionsfilmen 82A bis 82I geradli
nig. Diese Struktur ermöglicht es, dass jeder der 
Reflexionsfilme 82A bis 82I ein solches Verhältnis 
hat, dass die Länge der Reflexionsfilme 82A bis 82I 
in jeder der ersten Richtung und der zweiten Rich
tung kleiner ist als der Radius der Reflexionsfilme 
82A bis 82I, während die Reflexionsfilme 82A bis 
82I eine kugelförmige Form mit einer festen Krüm
mung behalten.

[0604] (3-5) Der Gasraum, der durch die Antennen
oberfläche 81A und das Dielektrikum 50 definiert ist, 
der Gasraum 92D, der durch die Antennenoberflä
che 81D und das Dielektrikum 50 definiert ist, und 
der Gasraum 92, der durch die Antennenoberfläche 
81G und das Dielektrikum 50 definiert ist, sind an der 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82A (der 
Antennenoberfläche 81A) und dem Reflexionsfilm 
82D (der Antennenoberfläche 81D) und der Grenz
fläche zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der Anten
nenoberfläche 81D) und dem Reflexionsfilm 82G 
(der Antennenoberfläche 81G) in der zweiten Rich
tung verbunden. Dasselbe gilt für den Gasraum 
92B, der durch die Antennenoberfläche 81B und 
das Dielektrikum 50 definiert ist, den Gasraum 92E, 
der durch die Antennenoberfläche 81E und das 
Dielektrikum 50 definiert ist, und den Gasraum 92H, 
der durch die Antennenoberfläche 81H und das 
Dielektrikum 50 definiert ist. Dasselbe gilt für den 
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Gasraum, der durch die Antennenoberfläche 81C 
und das Dielektrikum 50 definiert ist, den Gasraum, 
der durch die Antennenoberfläche 81F und das 
Dielektrikum 50 definiert ist, und den Gasraum, der 
durch die Antennenoberfläche 81I und das Dielektri
kum 50 definiert ist. Diese Struktur hat den oben 
beschriebenen Vorteil (3-2).

Modifizierte Beispiele

[0605] Die Ausführungsformen sind ein Beispiel für 
eine Terahertz-Vorrichtung im Sinne der vorliegen
den Offenbarung, ohne dass damit eine Einschrän
kung beabsichtigt ist. Die Terahertz-Vorrichtung 
gemäß der vorliegenden Offenbarung kann in For
men bzw. Ausgestaltungen anwendbar sein, die von 
den obigen Ausführungsformen abweichen. In einem 
Beispiel für eine solche Form wird die Struktur bzw. 
der Aufbau der Ausführungsformen teilweise ersetzt, 
geändert oder weggelassen, oder es wird eine wei
tere Struktur zu den Ausführungsformen hinzuge
fügt. Die im Folgenden beschriebenen modifizierten 
Beispiele können miteinander kombiniert werden, 
sofern es keine technischen Widersprüche gibt. Der 
Einfachheit halber werden die folgenden modifizier
ten Beispiele grundsätzlich anhand der ersten Aus
führungsform beschrieben. Es sind jedoch auch 
andere Ausführungsformen anwendbar, sofern 
keine technischen Unstimmigkeiten bestehen.

Modifizierte Beispiele in Bezug auf Draht

[0606] Bei der ersten und der zweiten Ausführungs
form kann mindestens eines von dem ersten Ele
ment-Verjüngungsteil 113b und dem ersten Elektro
den-Verjüngungsteil 113c weggelassen werden. 
Ebenso kann mindestens eines von dem zweiten 
Element-Verjüngungsteil 123b und dem zweiten 
Elektroden-Verjüngungsteil 123c weggelassen wer
den.

[0607] Bei der dritten Ausführungsform kann das 
erste Element-Verjüngungsteil 113b weggelassen 
werden. Ebenso kann das zweite Element-Verjün
gungsteil 123b weggelassen werden.

[0608] In jeder Ausführungsform können die Verbin
der 113 und 123 teilweise die gleiche Breite haben 
wie die Element-Gegenstücke 111 und 121. Genauer 
gesagt, können die Verbinder 113 und 123 eine belie
bige Breite haben, die zumindest teilweise kleiner ist 
als die Breite der Element-Gegenstücke 111 und 
121.

[0609] In jeder Ausführungsform können die Breiten 
W1 und W3 der Verbindungskörper 113a und 123a 
gleich den Breiten W2 und W4 der Element-Gegen
stücke 111 und 121 sein. Das heißt, die Verbinder 
113 und 123 und die Element-Gegenstücke 111 und 
121 können die gleiche Breite haben. Bei der ersten 

und zweiten Ausführungsform können die Breiten 
W1 und W3 der Verbindungskörper 113a und 123a 
auch gleich den Breiten der Elektroden-Gegenstücke 
112 und 122 sein. Die Breiten W2 und W4 der Ele
ment-Gegenstücke 111 und 121 können gleich oder 
unterschiedlich zu den Breiten der Elektroden- 
Gegenstücke 112 und 122 sein.

[0610] In der ersten und zweiten Ausführungsform 
können die Element-Gegenstücke 111 und 121 und 
die Elektroden-Gegenstücke 112 und 122 eine belie
bige spezifische Form haben und in einer Betrach
tung in der z-Richtung kreisförmig oder elliptisch 
sein. Bei der dritten Ausführungsform können die 
Element-Gegenstücke 111 und 121 eine beliebige 
Form haben und in einer Betrachtung in der z-Rich
tung kreisförmig oder elliptisch sein.

[0611] In jeder Ausführungsform können die Elektro
den 101 und 102, in einer Betrachtung in der z-Rich
tung, den Reflexionsfilm 82 zumindest teilweise 
überlappen. 

[0612] In der ersten Ausführungsform können die 
erste Elektrode 101 und der leitende Abschnitt 110 
in einer Betrachtung von oben gegenüber der zwei
ten Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 
um 180° um den Empfangspunkt P1 des Terahertz- 
Elements 20 verschoben sein. Mit anderen Worten 
können die erste Elektrode 101 und der leitende 
Abschnitt 110, von oben betrachtet, der zweiten 
Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 in 
einer Richtung orthogonal zur Anordnungsrichtung 
der separaten Antennenbasen 70A bis 70C gegenü
berliegen.

[0613] In einem Beispiel, wie in Fig. 57 gezeigt, lie
gen die erste Elektrode 101A und der leitende 
Abschnitt 110A der zweiten Elektrode 102A und 
dem leitenden Abschnitt 120A in der x-Richtung 
gegenüber. Die erste Elektrode 101B und der lei
tende Abschnitt 110B liegen der zweiten Elektrode 
102B und dem leitenden Abschnitt 120B in der x- 
Richtung gegenüber. Die erste Elektrode 101C und 
der leitende Abschnitt 110C liegen der zweiten Elekt
rode 102C und dem leitenden Abschnitt 120C in der 
x-Richtung gegenüber. In dem dargestellten Beispiel 
sind die ersten Elektroden 101A bis 101C am ersten 
Vorsprung 61 des Dielektrikums 50 angeordnet. Die 
zweiten Elektroden 102A bis 102C sind auf dem 
zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums 50 angeord
net.

[0614] Die leitenden Abschnitte 110A bis 110C und 
120A bis 120C sind im Wesentlichen formgleich mit 
den leitenden Abschnitten 110A bis 110C und 120A 
bis 120C der ersten Ausführungsform. In den leiten
den Abschnitten 110A bis 110C unterscheiden sich 
die Position und die Form des ersten Element- 
Gegenstücks 111 von denen des ersten Element- 

75/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



Gegenstücks 111 in der ersten Ausführungsform. In 
den leitenden Abschnitten 120A bis 120C unter
scheiden sich die Position und die Form des zweiten 
Element-Gegenstücks 121, von denen des zweiten 
Element-Gegenstücks 121 in der ersten Aus
führungsform.

[0615] Wie in Fig. 57 gezeigt, befindet sich der lei
tende Abschnitt 110A in der x-Richtung nahe der Ele
mentseitenfläche 23 des Terahertz-Elements 20A 
und der leitende Abschnitt 120A befindet sich nahe 
der Elementseitenfläche 24 des Terahertz-Elements 
20B. In der y-Richtung sind die leitenden Abschnitte 
110A und 120A in der Mitte des Terahertz-Elements 
20A angeordnet. Das Gleiche gilt für die Lagebezie
hung zwischen den leitenden Abschnitten 110B und 
120B und dem Terahertz-Element 20B sowie für die 
Lagebeziehung zwischen den leitenden Abschnitten 
110C und 120C und dem Terahertz-Element 20C.

[0616] Die Breite (Abmessung in der y-Richtung) 
des ersten Element-Gegenstücks 111 des leitenden 
Abschnitts 110A ist größer als die Breite des ersten 
Element-Gegenstücks 111 des leitenden Abschnitts 
110A in der ersten Ausführungsform. Die Breite 
(Abmessung in der y-Richtung) des zweiten Ele
ment-Gegenstücks 121 des leitenden Abschnitts 
120A ist größer als die Breite des zweiten Element- 
Gegenstücks 121 des leitenden Abschnitts 120A in 
der ersten Ausführungsform. Dasselbe gilt für die 
Element-Gegenstücke 111 und 121 der leitenden 
Abschnitte 110B und 120B und die Element-Gegen
stücke 111 und 121 der leitenden Abschnitte 110C 
und 120C.

[0617] In der zweiten Ausführungsform, können, 
von oben betrachtet, die Elektroden 101 und 102 
auf einer der ersten dielektrischen Seitenfläche 53 
und der zweiten dielektrischen Seitenfläche 54 des 
Dielektrikums 50 angeordnet sein, die in der x-Rich
tung weiter vom Terahertz-Element 20 entfernt ist.

[0618] In einem Beispiel, wie in Fig. 58 gezeigt, sind 
die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis 102D, 
die zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20D gehö
ren, die sich näher an der ersten dielektrischen Sei
tenfläche 53 befinden, in der Nähe der zweiten 
dielektrischen Seitenfläche 54 angeordnet. Konkret 
sind die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis 
102D auf dem zweiten Vorsprung 62 des Dielektri
kums 50 angeordnet. Somit erstrecken sich die lei
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 
120D in einer Betrachtung von oben über die separa
ten Antennenbasen 70E bis 70H in der x-Richtung.

[0619] In einer Betrachtung von oben ist der leitende 
Abschnitt 110A so angeordnet, dass er die Umfangs
wand 78E der separaten Antennenbasis 70E über
lappt. In einer Betrachtung von oben ist der leitende 
Abschnitt 120A so angeordnet, dass er eines der 

gegenüberliegenden Enden der Antennenoberfläche 
81E der separaten Antennenbasis 70E in der y-Rich
tung überlappt, das näher an der dritten dielektri
schen Seitenfläche 55 liegt.

[0620] In einer Betrachtung von oben sind die leiten
den Abschnitte 110B und 120B so angeordnet, dass 
sie die Nachbarschaft der Grenzfläche zwischen der 
separaten Antennenbasis 70E und der separaten 
Antennenbasis 70F überlappen. In einer Betrachtung 
von oben sind die leitenden Abschnitte 110C und 
120C so angeordnet, dass sie die Nachbarschaft 
der Grenzfläche zwischen der separaten Antennen
basis 70F und der separaten Antennenbasis 70G 
überlappen. In einer Betrachtung von oben sind die 
leitenden Abschnitte 110D und 120D so angeordnet, 
dass sie die Nachbarschaft der Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70G und der 
separaten Antennenbasis 70H überlappen.

[0621] Die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis 
102H, die zu den Terahertz-Elementen 20E bis 20H 
gehören, die sich näher an der zweiten dielektrischen 
Seitenfläche 54 befinden, sind in der Nähe der ersten 
dielektrischen Seitenfläche 53 angeordnet. Konkret 
sind die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis 
102H auf dem ersten Vorsprung 61 des Dielektri
kums 50 angeordnet. Die leitenden Abschnitte 110E 
bis 110H und 120E bis 120H erstrecken sich somit, 
von oben betrachtet, in der x-Richtung über die sepa
raten Antennenbasen 70A bis 70D.

[0622] In einer Betrachtung von oben sind die leiten
den Abschnitte 110E und 120E so angeordnet, dass 
sie die Nachbarschaft der Grenzfläche zwischen der 
separaten Antennenbasis 70A und der separaten 
Antennenbasis 70B überlappen. In einer Betrach
tung von oben sind die leitenden Abschnitte 110F 
und 120F so angeordnet, dass sie die Nachbarschaft 
der Grenzfläche zwischen der separaten Antennen
basis 70B und der separaten Antennenbasis 70C 
überlappen. In einer Betrachtung von oben sind die 
leitenden Abschnitte 110G und 120G so angeordnet, 
dass sie die Nachbarschaft der Grenzfläche zwi
schen der separaten Antennenbasis 70C und der 
separaten Antennenbasis 70D überlappen.

[0623] In einer Betrachtung von oben ist der leitende 
Abschnitt 110H so angeordnet, dass er eines der 
gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 
82D der separaten Antennenbasis 70D in der y-Rich
tung überlappt, das näher an der vierten dielektri
schen Seitenfläche 56 liegt. In einer Betrachtung 
von oben ist der leitende Abschnitt 120H näher an 
der vierten dielektrischen Seitenfläche 56 angeord
net als der Reflexionsfilm 82D. Da sich der Refle
xionsfilm 82D an einer Position befindet, die tiefer 
liegt als die Basishauptfläche 71, befinden sich die 
beiden leitenden Abschnitte 110H und 120H ober
halb des Reflexionsfilms 82D und sind in der z-Rich
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tung von diesem getrennt. Darüber hinaus sind die 
beiden leitenden Abschnitte 110H und 120H durch 
das Dielektrikum 50 eingekapselt. Somit sind die bei
den leitenden Abschnitte 110H und 120H nicht in 
Kontakt mit dem Reflexionsfilm 82D.

[0624] Von oben betrachtet, reduziert diese Struktur 
die Blockierung, die durch die Überlappung der lei
tenden Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis 
120H mit den Antennenoberflächen 81A bis 81H ver
ursacht wird.

[0625] In dem in Fig. 58 gezeigten modifizierten Bei
spiel können die Formen der leitenden Abschnitte 
110A bis 110H und 120A bis 120H so verändert wer
den, dass beispielsweise, wie in Fig. 59 gezeigt, die 
leitenden Abschnitte 110B bis 110G und 120B bis 
120G näher an der Grenzfläche zwischen den sepa
raten Antennenbasen angeordnet sind, die in der x- 
Richtung aneinandergrenzen. Insbesondere kann, 
von oben betrachtet, jeder der leitenden Abschnitte 
110A bis 110H und 120A bis 120H in der y-Richtung 
neben der dritten Basisseitenfläche 75 oder der vier
ten Basisseitenfläche 76 der entsprechenden sepa
raten Antennenbasis angeordnet sein.

[0626] Genauer gesagt, wie in Fig. 59 gezeigt, ist 
der leitende Abschnitt 110A, von oben betrachtet, 
näher an der dritten dielektrischen Seitenfläche 55 
angeordnet als der Reflexionsfilm 82E. Der leitende 
Abschnitt 120A ist so angeordnet, dass er eines der 
gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 82E 
in der y-Richtung überlappt, das sich näher an der 
dritten dielektrischen Seitenfläche 55 befindet. Von 
oben betrachtet, ist der leitende Abschnitt 110B so 
angeordnet, dass er eines der gegenüberliegenden 
Enden des Reflexionsfilms 82E in der y-Richtung 
überlappt, das näher am Reflexionsfilm 82F liegt. 
Der leitende Abschnitt 120B ist so angeordnet, dass 
er eines der gegenüberliegenden Enden des Refle
xionsfilms 82F in der y-Richtung überlappt, das sich 
näher am Reflexionsfilm 82E befindet. In einer 
Betrachtung von oben ist der leitende Abschnitt 
110C so angeordnet, dass er eines der gegenüber
liegenden Enden des Reflexionsfilms 82F in der y- 
Richtung überlappt, das näher am Reflexionsfilm 
82G liegt. Der leitende Abschnitt 120C ist so ange
ordnet, dass er eines der gegenüberliegenden 
Enden des Reflexionsfilms 82G in der y-Richtung 
überlappt, das sich näher am Reflexionsfilm 82F 
befindet. Von oben betrachtet, ist der leitende 
Abschnitt 110D so angeordnet, dass er eines der 
gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 
82G in der y-Richtung überlappt, das näher am 
Reflexionsfilm 82H liegt. Der leitende Abschnitt 
120D ist so angeordnet, dass er eines der gegen
überliegenden Enden des Reflexionsfilms 82H in 
der y-Richtung überlappt, das sich näher am Refle
xionsfilm 82G befindet.

[0627] In einer Betrachtung von oben ist der leitende 
Abschnitt 110E so angeordnet, dass er eines der 
gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 
82A in der y-Richtung überlappt, das näher am Refle
xionsfilm 82B liegt. Der leitende Abschnitt 120E ist so 
angeordnet, dass er eines der gegenüberliegenden 
Enden des Reflexionsfilms 82B in der y-Richtung 
überlappt, das sich näher am Reflexionsfilm 82A 
befindet. Von oben betrachtet, ist der leitende 
Abschnitt 110F so angeordnet, dass er eines der 
gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 
82B in der y-Richtung überlappt, das näher am Refle
xionsfilm 82C liegt. Der leitende Abschnitt 120F ist so 
angeordnet, dass er eines der gegenüberliegenden 
Enden des Reflexionsfilms 82C in der y-Richtung 
überlappt, das sich näher am Reflexionsfilm 82B 
befindet. In einer Betrachtung von oben ist der lei
tende Abschnitt 110G so angeordnet, dass er eines 
der gegenüberliegenden Enden des Reflexionsfilms 
82C in der y-Richtung überlappt, das näher am 
Reflexionsfilm 82D liegt. Der leitende Abschnitt 
120G ist so angeordnet, dass er eines der gegen
überliegenden Enden des Reflexionsfilms 82D in 
der y-Richtung überlappt, das sich näher am Refle
xionsfilm 82C befindet. Von oben betrachtet, ist der 
leitende Abschnitt 110H so angeordnet, dass er 
eines der gegenüberliegenden Enden des Refle
xionsfilms 82D in der y-Richtung überlappt, das 
näher an der vierten dielektrischen Seitenfläche 56 
liegt. Der leitende Abschnitt 120H ist näher an der 
vierten dielektrischen Seitenfläche 56 angeordnet 
als der Reflexionsfilm 82D.

[0628] In einer Betrachtung von oben befindet sich 
der Teil der beiden leitenden Abschnitte 110 und 120, 
der den Reflexionsfilm 82 überlappt, oberhalb des 
Reflexionsfilms 82, und die beiden leitenden 
Abschnitte 110 und 120 sind von dem Dielektrikum 
50 eingekapselt. Somit sind die beiden leitenden 
Abschnitte 110 und 120 nicht in Kontakt mit dem 
Reflexionsfilm 82.

[0629] Von oben betrachtet, reduziert diese Struktur 
die Blockierung durch die Überlappung der leitenden 
Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis 120H mit den 
Antennenoberflächen 81A bis 81H weiter.

[0630] In der zweiten Ausführungsform können die 
erste Elektrode 101 und der leitende Abschnitt 110 
in einer Betrachtung von oben gegenüber der zwei
ten Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 
um 180° um den Empfangspunkt P1 des Terahertz- 
Elements 20 verschoben sein. Mit anderen Worten 
können die erste Elektrode 101 und der leitende 
Abschnitt 110, von oben betrachtet, der zweiten 
Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 in 
einer Richtung orthogonal zur Anordnungsrichtung 
der separaten Antennenbasen70A bis 70D (Anord
nungsrichtung der separaten Antennenbasen 70E 
bis 70H) gegenüberliegen.
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[0631] In einem Beispiel, wie in Fig. 60 gezeigt, lie
gen die erste Elektrode 101A und der leitende 
Abschnitt 110A der zweiten Elektrode 102A und 
dem leitenden Abschnitt 120A in der x-Richtung 
gegenüber. Die erste Elektrode 101B und der lei
tende Abschnitt 110B liegen der zweiten Elektrode 
102B und dem leitenden Abschnitt 120B in der x- 
Richtung gegenüber. Die erste Elektrode 101C und 
der leitende Abschnitt 110C liegen der zweiten Elekt
rode 102C und dem leitenden Abschnitt 120C in der 
x-Richtung gegenüber. Die erste Elektrode 101D und 
der leitende Abschnitt 110D liegen der zweiten Elekt
rode 102D und dem leitenden Abschnitt 120D in der 
x-Richtung gegenüber. Auch die erste Elektrode 
101E und der leitende Abschnitt 110E liegen der 
zweiten Elektrode 102E und dem leitenden Abschnitt 
120E in der x-Richtung gegenüber. Die erste Elekt
rode 101F und der leitende Abschnitt 110F liegen der 
zweiten Elektrode 102F und dem leitenden Abschnitt 
120F in der x-Richtung gegenüber. Die erste Elekt
rode 101G und der leitende Abschnitt 110G liegen 
der zweiten Elektrode 102G und dem leitenden 
Abschnitt 120G in der x-Richtung gegenüber. Die 
erste Elektrode 101H und der leitende Abschnitt 
110H liegen der zweiten Elektrode 102H und dem 
leitenden Abschnitt 120H in der x-Richtung gegen
über. In dem dargestellten Beispiel sind die ersten 
Elektroden 101A bis 101H auf dem ersten Vorsprung 
61 des Dielektrikums 50 angeordnet. Die zweiten 
Elektroden 102A bis 102H sind auf dem zweiten Vor
sprung 62 des Dielektrikums 50 angeordnet.

[0632] Wie in Fig. 60 gezeigt, ist die Lagebeziehung 
der leitenden Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis 
120H zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20H die 
gleiche wie in dem in Fig. 57 gezeigten modifizierten 
Beispiel. Auch die Form der Element-Gegenstücke 
111 und 121 ist die gleiche wie in dem in Fig. 57 dar
gestellten modifizierten Beispiel.

[0633] Von oben betrachtet ist der leitende Abschnitt 
110E so angeordnet, dass er die Grenzfläche zwi
schen dem Reflexionsfilm 82A und dem Reflexions
film 82B überlappt. Der leitende Abschnitt 110F ist so 
angeordnet, dass er die Grenzfläche zwischen dem 
Reflexionsfilm 82B und dem Reflexionsfilm 82C 
überlappt. Der leitende Abschnitt 110G ist so ange
ordnet, dass er die Grenzfläche zwischen dem Refle
xionsfilm 82C und dem Reflexionsfilm 82D überlappt. 
Der leitende Abschnitt 110H ist so angeordnet, dass 
er eines der gegenüberliegenden offenen Enden des 
Reflexionsfilms 82D in der y-Richtung überlappt, das 
sich näher an der vierten dielektrischen Seitenfläche 
56 befindet.

[0634] Die Grenzfläche zwischen dem Reflexions
film 82A und dem Reflexionsfilm 82B, die Grenzflä
che zwischen dem Reflexionsfilm 82B und dem 
Reflexionsfilm 82C, die Grenzfläche zwischen dem 
Reflexionsfilm 82C und dem Reflexionsfilm 82D und 

eines der gegenüberliegenden offenen Enden des 
Reflexionsfilms 82D in der y-Richtung, das näher an 
der vierten dielektrischen Seitenfläche 56 liegt, befin
den sich an einer Position, die niedriger ist als die 
Basishauptfläche 71T. Die leitenden Abschnitte 
110E bis 110H sind von dem Dielektrikum 50 einge
kapselt bzw. umschlossen. Somit sind die leitenden 
Abschnitte 110E bis 110H nicht in Kontakt mit den 
Reflexionsfilme 82A bis 82D.

[0635] In einer Betrachtung von oben ist der leitende 
Abschnitt 120B so angeordnet, dass er die Grenzflä
che zwischen dem Reflexionsfilm 82E und dem 
Reflexionsfilm 82F überlappt. Der leitende Abschnitt 
120C ist so angeordnet, dass er die Grenzfläche zwi
schen dem Reflexionsfilm 82F und dem Reflexions
film 82G überlappt. Der leitende Abschnitt 120D ist 
so angeordnet, dass er die Grenzfläche zwischen 
dem Reflexionsfilm 82G und dem Reflexionsfilm 
82H überlappt.

[0636] Die Grenzfläche zwischen dem Reflexions
film 82E und dem Reflexionsfilm 82F, der leitende 
Abschnitt 120C zwischen dem Reflexionsfilm 82F 
und dem Reflexionsfilm 82G und der leitende 
Abschnitt 120D zwischen dem Reflexionsfilm 82G 
und dem Reflexionsfilm 82H, befinden sich jeweils 
an einer Position, die tiefer liegt als die Basishaupt
fläche 71T. Die leitenden Abschnitte 120B bis 120D 
sind von dem Dielektrikum 50 umschlossen bzw. ein
gekapselt. Die leitenden Abschnitte 120B bis 120D 
kommen also nicht mit den Reflexionsfilmen 82F bis 
82H in Berührung.

[0637] In dieser Struktur sind die leitenden 
Abschnitte 110E bis 110H und 120B bis 120D
in einer Betrachtung von oben so angeordnet, dass 
sie die Grenzfläche zwischen den Antennenoberflä
chen 81A bis 81H überlappen, die in y-Richtung 
aneinandergrenzen. Dadurch wird die Blockierung 
durch Überlappungen der leitenden Abschnitte 
110E bis 110H und 120B bis 120D mit den Antennen
oberflächen 81A bis 81H, von oben betrachtet, redu
ziert.

[0638] In dem in Fig. 60 gezeigten modifizierten Bei
spiel können die leitenden Abschnitte 120A bis 120H 
ein einziger leitender Abschnitt 140 sein. In einem 
Beispiel, wie in Fig. 61 gezeigt, umfasst der leitende 
Abschnitt 140 ein gemeinsames Drahtteil 141, ein 
erstes Drahtteil 142A, ein zweites Drahtteil 142B, 
ein drittes Drahtteil 142C, ein viertes Drahtteil 142D, 
ein fünftes Drahtteil 142E, ein sechstes Drahtteil 
142F, ein siebtes Drahtteil 142G, ein achtes Drahtteil 
142H und ein Elektroden-Gegenstück 143. In dem 
gezeigten Beispiel ist der leitende Abschnitt 140 ein 
einteiliges Bauteil, in dem das gemeinsame Drahtteil 
141, die Drahtteile 142A bis 142H und das Elektro
den-Gegenstück 143 einstückig ausgebildet sind.
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[0639] In einer Betrachtung von oben ist das Elekt
roden-Gegenstück 143 so angeordnet, dass es die 
zweite Elektrode 102 überlappt und mit der zweiten 
Elektrode 102 durch eine Säule verbunden ist, die 
nicht dargestellt ist. In einer Betrachtung von oben 
ist die Säule so angeordnet, dass sie sowohl das 
Elektroden-Gegenstück 143 als auch die zweite 
Elektrode 102 überlappt. Die Säule ist mit dem Elekt
roden-Gegenstück 143 und der zweiten Elektrode 
102 in der z-Richtung verbunden.

[0640] Das gemeinsame Drahtteil 141 ist in der Mitte 
der Antennenbasis 70 in der x-Richtung angeordnet. 
Genauer gesagt, ist, in einer Betrachtung von oben 
das gemeinsame Drahtteil 141 so angeordnet, dass 
es die Grenzflächen in der dritten Richtung und der 
vierten Richtung benachbarten Reflexionsfilmen der 
Reflexionsfilme 82A bis 82H überlappt, wobei sich 
die dritte Richtung und die vierte Richtung von der 
x-Richtung und der y-Richtung unterscheiden. In 
einem Beispiel bezieht sich die dritte Richtung auf 
eine Richtung, in der der Reflexionsfilm 82A und 
der Reflexionsfilm 82E angeordnet sind. In einem 
Beispiel bezieht sich die vierte Richtung auf eine 
Richtung, in der der Reflexionsfilm 82B und der 
Reflexionsfilm 82B bzw. 82E angeordnet sind. In 
dem gezeigten Beispiel ist, von oben betrachtet, 
das gemeinsame Drahtteil 141 so angeordnet, dass 
es die Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82A 
und dem Reflexionsfilm 82E, die Grenzfläche zwi
schen dem Reflexionsfilm 82E und dem Reflexions
film 82B, die Grenzfläche zwischen dem Reflexions
film 82B und dem Reflexionsfilm 82F, die 
Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 82F und 
dem Reflexionsfilm 82C, die Grenzfläche zwischen 
dem Reflexionsfilm 82C und dem Reflexionsfilm 
82G, die Grenzfläche zwischen dem Reflexionsfilm 
82G und dem Reflexionsfilm 82D und die Grenzflä
che zwischen dem Reflexionsfilm 82D und dem 
Reflexionsfilm 82H überlappt.

[0641] Die Drahtteile 142A bis 142H erstrecken sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in der x-Rich
tung. Genauer gesagt, erstrecken sich die Drahtteile 
142A bis 142D von dem gemeinsamen Drahtteil 141 
in Richtung der ersten dielektrischen Seitenfläche 53 
in der x-Richtung. Die Drahtteile 142E bis 142H 
erstrecken sich von dem gemeinsamen Drahtteil 
141 in Richtung der zweiten dielektrischen Seitenflä
che 54 in der x-Richtung.

[0642] Das erste Drahtteil 142A verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20A. Das erste Drahtteil 142A erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20A in der x-Richtung.

[0643] Das zweite Drahtteil 142B verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20B. Das zweite Drahtteil 142B erstreckt sich 

von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20B in der x-Richtung.

[0644] Das dritte Drahtteil 142C verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20C. Das dritte Drahtteil 142C erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20C in der x-Richtung.

[0645] Das vierte Drahtteil 142D verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20D. Das vierte Drahtteil 142D erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20D in der x-Richtung.

[0646] Der fünfte Drahtteil 142E verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20E. Das fünfte Drahtteil 142E erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20E in der x-Richtung.

[0647] Das sechste Drahtteil 142F verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20F. Das sechste Drahtteil 142F erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung des 
Terahertz-Elements 20F in der x-Richtung.

[0648] Das siebte Drahtteil 142G verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20G. Das siebte Drahtteil 142G erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung des 
Terahertz-Elements 20G in der x-Richtung.

[0649] Das achte Drahtteil 142H verbindet das 
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele
ment 20H. Das achte Drahtteil 142H erstreckt sich 
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung 
des Terahertz-Elements 20H in der x-Richtung.

[0650] In dieser Struktur überlappt das gemeinsame 
Drahtteil 141 die Grenzflächen zwischen den Refle
xionsfilme 82A bis 82H in der dritten und vierten 
Richtung. Dadurch wird die Blockierung, durch Über
lappungen des gemeinsamen Drahtteils 141 mit den 
Reflexionsfilme 82A bis 82H in einer Betrachtung von 
oben, reduziert.

[0651] In der ersten Ausführungsform, wie in Fig. 62 
gezeigt, kann die Terahertz-Vorrichtung 10 Schutz
dioden 160 und 170 umfassen, die jeweils elektrisch 
mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20C verbunden 
sind. Die Schutzdioden 160 und 170 sind ein Beispiel 
für ein spezifiziertes Element. Die Schutzdioden 160 
und 170 sind parallel zu den Terahertz-Elementen 
20A bis 20C geschaltet. Die beiden Schutzdioden 
160 und 170 sind mit den Terahertz-Elementen 20A 
bis 20C in entgegengesetzten Richtungen verbun
den. Bei den Schutzdioden 160 und 170 kann es 
sich um allgemeine Dioden oder Zener-Dioden, 
Schottky-Dioden oder Leuchtdioden handeln.
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[0652] Wie in Fig. 63 gezeigt, sind die Schutzdioden 
160 und 170 in dem Dielektrikum 50
angeordnet. Genauer gesagt kapselt das Dielektri
kum 50 die Schutzdioden 160 und 170, die leitenden 
Abschnitte 110 und 120 und die Terahertz-Elemente 
20 ein. Fig. 63 zeigt die Beziehung zwischen der 
separaten Antennenbasis 70A, dem Terahertz-Ele
ment 20A, den beiden Elektroden 101A und 102A, 
den beiden leitenden Abschnitten 110A und 120A 
und den beiden Schutzdioden 160 und 170.

[0653] Die Schutzdioden 160 und 170 sind so ange
ordnet, dass sie den Reflexionsfilm 82A (die Anten
nenoberfläche 81A), in einer Betrachtung in der z- 
Richtung, nicht überlappen. Konkret sind die Schutz
dioden 160 und 170 in den Vorsprüngen 61 und 62 
des Dielektrikums 50 angeordnet, die seitlich von der 
Antennenbasis 70 abstehen. In dem dargestellten 
Beispiel sind die Schutzdioden 160 und 170 im ers
ten Vorsprung 61 angeordnet. Dadurch wird eine 
Interferenz der Schutzdioden 160 und 170 mit einer 
auf den Reflexionsfilm 82A einfallenden elektromag
netischen Welle vermieden. In dem dargestellten 
Beispiel sind die Schutzdioden 160 und 170 in der 
x-Richtung getrennt. Die Schutzdioden 160 und 170 
sind mit den beiden leitenden Abschnitten 110A und 
120A verbunden. Genauer gesagt sind die Schutz
dioden 160 und 170 zwischen den Element-Gegen
stücken 111 und 121 und den Elektroden-Gegenstü
cken 112 und 122 angeschlossen. Mit anderen 
Worten sind die Schutzdioden 160 und 170 mit den 
Verbindern 113 und 123 verbunden. Die Schutzdiode 
160 hat eine mit dem ersten Verbinder 113 verbun
dene Anodenelektrode und eine mit dem zweiten 
Verbinder 123 verbundene Kathodenelektrode. Die 
Schutzdiode 170 hat eine Anodenelektrode, die mit 
dem zweiten Verbinder 123, und eine Kathodenelekt
rode, die mit dem ersten Verbinder 113 verbunden 
ist. Somit sind die Schutzdioden 160 und 170 elekt
risch mit den Elektroden 101A und 102A verbunden.

[0654] In dem gezeigten Beispiel befindet sich die 
Schutzdiode 160 an einer Innenseite der ersten 
Elektrode 101A. Die Schutzdiode 170 befindet sich 
an der Innenseite der zweiten Elektrode 102A. Mit 
anderen Worten sind die Schutzdioden 160 und 170 
und die Elektroden 101A und 102A in der x-Richtung 
von dem Terahertz-Element 20A weg angeordnet. 
Da die Schutzdioden 160 und 170 von dem Dielekt
rikum 50 eingekapselt sind, stehen die Schutzdioden 
160 und 170 nicht in Kontakt mit den Elektroden 
101A und 102A.

[0655] Die gleiche Beziehung gilt für die separaten 
Antennenbasen 70B und 70C, das Terahertz-Ele
ment 20B und 20C, die Elektroden 101B, 101C, 
102B und 102C und die leitenden Abschnitte 110B, 
110C, 120B und 120C sowie die Schutzdioden 160 
und 170. Daher wird die Beziehung nicht beschrie
ben.

[0656] Wenn bei dieser Struktur beispielsweise 
durch statische Elektrizität eine hohe Spannung an 
die gegenüberliegenden Enden der Terahertz-Ele
mente 20A bis 20C angelegt wird, lassen die Schutz
dioden 160 und 170 Strom durch die Schutzdioden 
160 und 170 fließen. Dadurch wird ein übermäßiger 
Stromfluss zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20C 
begrenzt. Somit sind die Terahertz-Elemente 20A bis 
20C geschützt.

[0657] Darüber hinaus sind die Schutzdioden 160 
und 170 mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20C 
in entgegengesetzten Richtungen verbunden. So 
sind die Terahertz-Elemente 20A bis 20C auch 
dann geschützt, wenn in einer beliebigen Richtung 
eine hohe Spannung erzeugt wird.

[0658] In der zweiten Ausführungsform kann die 
Terahertz-Vorrichtung 10 in der gleichen Weise wie 
das in den Fig. 62 und 63 gezeigte modifizierte Bei
spiel Schutzdioden 160 und 170 umfassen, die 
jeweils mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20H 
elektrisch verbunden sind. Die Schutzdioden 160 
und 170 sind ein Beispiel für ein spezifiziertes Ele
ment. In einem Beispiel, wie in Fig. 64 gezeigt, sind 
die Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden 
Abschnitten 110E und 120E verbunden sind, die 
Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden 
Abschnitten 110F und 120F verbunden sind, und 
die Schutzdioden 160 und 170, die mit den beiden 
leitenden Abschnitten 110G und 120G verbunden 
sind, am zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums 
50 angeordnet. Die Schutzdioden 160 und 170, die 
mit den leitenden Abschnitten 110B und 120B ver
bunden sind, und die Schutzdioden 160 und 170, 
die mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C 
verbunden sind, sind auf dem ersten Vorsprung 61 
des Dielektrikums 50 angeordnet. Die Schutzdioden 
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit
ten 110H und 120H verbunden sind, sind auf dem 
zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums 50 angeord
net, obwohl dies nicht dargestellt ist. Die Schutzdio
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten 
110A und 120A verbunden sind, und die Schutzdio
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten 
110D und 120D verbunden sind, sind auf dem ersten 
Vorsprung 61 des Dielektrikums 50 angeordnet.

[0659] Bei dem in Fig. 58 gezeigten modifizierten 
Beispiel kann die Terahertz-Vorrichtung 10 in glei
cher Weise wie bei dem in Fig. 62 und 63 gezeigten 
modifizierten Beispiel Schutzdioden 160 und 170 
umfassen, die jeweils mit den Terahertz-Elementen 
20A bis 20H elektrisch verbunden sind. Die Schutz
dioden 160 und 170 sind ein Beispiel für ein spezifi
ziertes Element. In einem Beispiel, wie in Fig. 65 
gezeigt, sind die Schutzdioden 160 und 170, die mit 
den leitenden Abschnitten 110B und 120B verbun
den sind, so angeordnet, dass sie die Basishauptflä
che 71 der separaten Antennenbasis 70E und die 
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Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70F überlappen. Die Schutzdioden 160 und 170, 
die mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C 
verbunden sind, sind so angeordnet, dass sie die 
Basishauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 
70F und die Basishauptfläche 71 der separaten 
Antennenbasis 70G überlappen. Genauer gesagt 
sind die Schutzdioden 160 und 170, die mit den lei
tenden Abschnitten 110B und 120B verbunden sind, 
von oben betrachtet, zwischen dem Reflexionsfilm 
82E (der Antennenoberfläche 81E) und dem Refle
xionsfilm 82F (der Antennenoberfläche 81F) in der 
y-Richtung angeordnet. In einer Betrachtung von 
oben sind die mit den beiden leitenden Abschnitten 
110C und 120C verbundenen Schutzdioden 160 und 
170 zwischen der Antennenoberfläche 81F und der 
Antennenoberfläche 81G in der y-Richtung angeord
net.

[0660] Von oben betrachtet sind die Schutzdioden 
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit
ten 110E und 120E verbunden sind, so angeordnet, 
dass sie die Basishauptfläche 71 der separaten 
Antennenbasis 70A und die Basishauptfläche 71 
der separaten Antennenbasis 70B überlappen. Die 
Schutzdioden 160 und 170, die mit den beiden leiten
den Abschnitten 110F und 120F verbunden sind, 
sind so angeordnet, dass sie die Basishauptfläche 
71 der separaten Antennenbasis 70B und die Basis
hauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 70C 
überlappen. Die Schutzdioden 160 und 170, die mit 
den leitenden Abschnitten 110G und 120G verbun
den sind, sind so angeordnet, dass sie die Basis
hauptfläche 71 der separaten Antennenbasis 70C 
und die Basishauptfläche 71 der separaten Anten
nenbasis 70D überlappen. Genauer gesagt sind die 
Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden 
Abschnitten 110E und 120E verbunden sind, in 
einer Betrachtung von oben zwischen dem Refle
xionsfilm 82A (der Antennenoberfläche 81A) und 
dem Reflexionsfilm 82B (der Antennenoberfläche 
81B) in der y-Richtung angeordnet. In einer Betrach
tung von oben sind die mit den leitenden Abschnitten 
110F und 120F verbundenen Schutzdioden 160 und 
170 zwischen dem Reflexionsfilm 82B (der Anten
nenoberfläche 81B) und dem Reflexionsfilm 82C 
(der Antennenoberfläche 81C) in der y-Richtung 
angeordnet. In einer Betrachtung von oben sind die 
mit den beiden leitenden Abschnitten 110G und 
120G verbundenen Schutzdioden 160 und 170 zwi
schen dem Reflexionsfilm 82C (der Antennenober
fläche 81C) und dem Reflexionsfilm 82D (der Anten
nenoberfläche 81D) in der y-Richtung angeordnet.

[0661] Obwohl nicht dargestellt, sind die Schutzdio
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten 
110A und 120A verbunden sind, so angeordnet, dass 
sie die Basishauptfläche 71 der separaten Antennen
basis 70E überlappen. Die Schutzdioden 160 und 
170, die mit den leitenden Abschnitten 110D und 

120D verbunden sind, sind in der y-Richtung zwi
schen der Antennenoberfläche 81G und der Anten
nenoberfläche 81H angeordnet. Die Schutzdioden 
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit
ten 110H und 120H verbunden sind, sind so ange
ordnet, dass sie die Hauptfläche 71 der separaten 
Antennenbasis 70D überlappen.

[0662] Bei dieser Struktur gibt es keine Notwendig
keit dafür, dass die Vorsprünge 61 und 62 des 
Dielektrikums 50 Platz für die Schutzdioden 160 
und 170 haben. Dies begrenzt die Größe der Tera
hertz-Vorrichtung 10 in der x-Richtung.

[0663] Die leitenden Abschnitte 110 und 120 können 
außerhalb des Dielektrikums 50 ausgebildet sein. In 
einem Beispiel können die leitenden Abschnitte 110 
und 120 jeweils elektrisch mit den Terahertz-Elemen
ten 20 verbunden sein und auf der dielektrischen 
Hauptfläche 51 oder der dielektrischen Rückfläche 
52 ausgebildet sein. Um jedoch einen Kurzschluss 
zwischen dem Reflexionsfilm 82 und den leitenden 
Abschnitten 110 und 120 zu vermeiden, ist es bevor
zugt, dass die leitenden Abschnitte 110 und 120 in 
dem Dielektrikum 50 angeordnet sind.

Modifizierte Beispiele in Bezug auf das Terahertz- 
Element

[0664] In jeder Ausführungsform kann mindestens 
eines der Terahertz-Elemente 20 so angeordnet 
sein, dass sich der Empfangspunkt P1 in einer 
Betrachtung in der der z-Richtung an einer vom Mit
telpunkt P2 des Reflexionsfilms 82 abweichenden 
Position befindet. Das heißt, in einer Betrachtung in 
der z-Richtung, muss der Brennpunkt des Refle
xionsfilms 82 nicht mit dem Empfangspunkt P1 
zusammenfallen.

[0665] In jeder Ausführungsform können die Posi
tion und die Form der Pads 33a und 34a des Tera
hertz-Elements 20 beliebig verändert werden. In 
einem Beispiel müssen die Pads 33a und 34a nicht 
auf gegenüberliegenden Seiten des Empfangspunk
tes P1 (Erzeugungspunkt P1) in der x-Richtung oder 
der y-Richtung einander gegenüberliegen. Die Pads 
33a und 34a können gemeinsam an einem Ende der 
Elementhauptfläche 21 in der x-Richtung angeordnet 
sein. In diesem Fall ist es bevorzugt, dass die Pads 
33a und 34a gegeneinander isoliert sind.

[0666] Die leitenden Elementschichten 33 und 34 
können teilweise eine Dipolantenne bilden. Genauer 
gesagt, kann eine Antenne an der Seite der Elemen
thauptfläche 21 des Terahertz-Elements 20 integriert 
sein. Die Antenne kann eine beliebige Ausgestaltung 
haben und kann als Schlitzantenne, als bikonische 
Antenne („biconical antenna“) oder als Schleifenan
tenne („loop antenna“) anstelle einer Dipolantenne 
ausgeführt sein.
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[0667] In jeder Ausführungsform, wie in Fig. 66 
gezeigt, kann das Terahertz-Element 20 einen 
Metall-Isolator-Metall (MIM)-Reflektor 280 enthalten. 
Der MIM-Reflektor 280 wird gebildet, indem ein Iso
lator zwischen einem Abschnitt der ersten leitenden 
Elementschicht 33 und einem Abschnitt der zweiten 
leitenden Elementschicht 34 in der der z-Richtung 
eingefügt wird. Der MIM-Reflektor 280 ist so ausge
staltet, dass er den Abschnitt der ersten leitenden 
Elementschicht 33 und den Abschnitt der zweiten lei
tenden Elementschicht 34 mit einer hohen Frequenz 
kurzschließt. Der MIM-Reflektor 280 reflektiert hoch
frequente elektromagnetische Wellen.

[0668] In jeder Ausführungsform kann das Tera
hertz-Element 20 ein Element sein, das elektromag
netische Wellen erzeugt. Insbesondere kann der 
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20 so 
ausgestaltet sein, dass er ein Erzeugungspunkt ist, 
der elektromagnetische Wellen erzeugt. In diesem 
Fall werden die elektromagnetischen Wellen, wenn 
das Terahertz-Element 20 elektromagnetische Wel
len erzeugt, von dem auf der Antennenoberfläche 
81 ausgebildeten Reflexionsfilm 82, der dem Tera
hertz-Element 20 in der z-Richtung gegenüberliegt, 
nach oben abgestrahlt. In einem Beispiel kann das 
Terahertz-Element 20 so ausgestaltet sein, dass es 
elektromagnetische Wellen vom Erzeugungspunkt in 
einem Bereich eines Öffnungswinkels abstrahlt. Das 
heißt, die von dem Terahertz-Element 20 erzeugten 
elektromagnetischen Wellen können eine Richtwir
kung („directivity“) haben. Vorzugsweise liegt der Öff
nungswinkel in einem Bereich, in dem eine Reflexion 
an der dem Terahertz-Element gegenüberliegenden 
reflektierenden Oberfläche auftritt, und beträgt z.B. 
etwa 120° bis 150°. In diesem Fall ist der Reflexions
film 82 so gestaltet, dass er elektromagnetische Wel
len des Terahertz-Elements 20 in eine Richtung (in 
jeder Ausführungsform nach oben) reflektiert. In 
einem Beispiel ist der Reflexionsfilm 82A in der ers
ten Ausführungsform so ausgestaltet, dass er elekt
romagnetische Wellen vom Terahertz-Element 20A 
in eine Richtung (nach oben) reflektiert. Der Refle
xionsfilm 82B ist so ausgestaltet, dass er elektromag
netische Wellen des Terahertz-Elements 20B in eine 
Richtung reflektiert. Der Reflexionsfilm 82C ist so 
gestaltet, dass er elektromagnetische Wellen des 
Terahertz-Elements 20C in eine Richtung reflektiert.

Modifizierte Beispiele zum Dielektrikum

[0669] In jeder Ausführungsform kann das Material 
des Dielektrikums 50 in irgendein spezifisches Mate
rial geändert werden, solange das Material für elekt
romagnetische Wellen durchlässig ist und der 
dielektrische Brechungsindex n2 größer als der 
Gas-Brechungsindex n3 und kleiner als der Ele
ment-Brechungsindex n1 ist.

[0670] In jeder Ausführungsform kann das Material, 
das das Elementsubstrat 31 bildet, ein Halbleiter 
sein, der sich von InP unterscheidet. Da der Ele
ment-Brechungsindex n1 der Brechungsindex des 
Elementsubstrats 31 ist, wird bei einem Wechsel 
des das Elementsubstrat 31 bildenden Materials 
auch der Element-Brechungsindex n1 geändert. In 
dieser Hinsicht ist es bevorzugt, dass das Element
substrat 31 aus einem Material mit einem höheren 
Brechungsindex als dem dielektrischen Brechungs
index n2 gebildet wird.

[0671] In jeder Ausführungsform kann die Form des 
Dielektrikums 50 in einer Betrachtung in der z-Rich
tung beliebig verändert werden. In einem Beispiel 
kann in der ersten Ausführungsform einer der Vor
sprünge 61 und 62, der nicht die Elektroden 101 
und 102 umfasst, weggelassen werden.

[0672] In einem Beispiel kann in der zweiten Ausfüh
rungsform die dritte dielektrische Seitenfläche 55 des 
Dielektrikums 50 so geformt sein, dass sie die dritte 
Basisseitenfläche 75 der separaten Antennenbasis 
70A in einer Betrachtung in der z-Richtung überlappt. 
In einem Beispiel kann in der zweiten Ausführungs
form die dritte dielektrische Seitenfläche 55 so ange
ordnet sein, dass sie die dritte Basisseitenfläche 75T 
der Antennenbasis 70 überlappt und in einer 
Betrachtung in der z-Richtung formidentisch mit der 
dritten Basisseitenfläche 75T ist. In einem Beispiel 
kann in der zweiten Ausführungsform die vierte 
dielektrische Seitenfläche 56 des Dielektrikums 50 
so geformt sein, dass sie die vierte Basisseitenfläche 
der separaten Antennenbasis 70H in einer Betrach
tung in der z-Richtung überlappt. In einem Beispiel 
kann in der zweiten Ausführungsform die vierte 
dielektrische Seitenfläche 56 so angeordnet sein, 
dass sie die vierte Basisseitenfläche 76T der Anten
nenbasis 70 überlappt und in einer Betrachtung in 
der z-Richtung formidentisch mit der vierten Basis
seitenfläche 76T ist.

[0673] In jeder Ausführungsform sind die Elektroden 
101 und 102 auf der dielektrischen Hauptfläche 51 
angeordnet. Alternativ können die Elektroden 101 
und 102 auch auf der dielektrischen Rückfläche 52 
angeordnet sein. In diesem Fall erstrecken sich die 
Säulen 115 und 125 von den leitenden Abschnitten 
110 und 120 in Richtung der dielektrischen Rückflä
che 52.

Modifizierte Beispiele für die Antennenbasis

[0674] In jeder Ausführungsform kann die Anten
nenbasis 70 aus Metall gebildet sein. In diesem Fall 
kann der Reflexionsfilm 82 weggelassen werden. Bei 
dieser Struktur reflektiert die Antennenoberfläche 81 
elektromagnetische Wellen. Genauer gesagt, 
umfasst die Antennenoberfläche eine reflektierende 
Oberfläche, die elektromagnetische Wellen reflek
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tiert, wenn die Antennenbasis 70 aus Metall gebildet 
ist.

[0675] In jeder Ausführungsform kann jede separate 
Antennenbasis einen ersten Teil, der aus Metall 
besteht und die Antennenoberfläche 81 umfasst, 
und einen zweiten Teil, der aus einem elektrischen 
Isolationsmaterial besteht und außerhalb des ersten 
Teils angeordnet ist, umfassen. Ein Beispiel für ein 
elektrisches Isolationsmaterial ist Epoxidharz. Der 
zweite Teil bildet eine Basisseitenfläche mit Aus
nahme der Basisseitenflächen, die den abgeschnit
tenen Abschnitten der Antennenoberfläche 81 der 
separaten Antennenbasis entsprechen. In einem 
Beispiel, wie in den Fig. 67 und 68 gezeigt, umfasst 
die separate Antennenbasis 70A in der ersten Aus
führungsform einen ersten Teil 181A, der die Anten
nenoberfläche 81A einschließt, und einen zweiten 
Teil 182A, der den Umfang mit Ausnahme des offe
nen Endes 81Aa der Antennenoberfläche 81A, von 
oben betrachtet, abdeckt. Der zweite Teil 182A defi
niert die Umfangswand 78A. Die separate Antennen
basis 70B umfasst einen ersten Teil 181B, der die 
Antennenoberfläche 81B umfasst, und einen zweiten 
Teil 182B, der den Umfang mit Ausnahme der offe
nen Enden 81Ba und 81Bb der Antennenoberfläche 
81B, von oben betrachtet, abdeckt. Der zweite Teil 
182B definiert die Umfangswand 78B. Die separate 
Antennenbasis 70C umfasst einen ersten Teil 181C, 
der die Antennenoberfläche 81C einschließt, und 
einen zweiten Teil 182C, der den Umfang mit Aus
nahme des offenen Endes 81Ca der Antennenober
fläche 81C, von oben betrachtet, abdeckt. Der zweite 
Teil 182C definiert die Umfangswand 78C. Die zwei
ten Teile 182A bis 182C sind aus einem elektrischen 
Isolationsmaterial, z.B. Epoxidharz, hergestellt.

[0676] In jeder Ausführungsform können die separa
ten Antennenbasen einstückig ausgebildet sein. In 
einem Beispiel können in der ersten Ausführungs
form die separate Antennenbasis 70A und die sepa
rate Antennenbasis 70B einstückig als ein einziges 
Bauteil ausgebildet sein. Die separate Antennenba
sis 70A und die separate Antennenbasis 70C können 
einstückig als ein einziges Bauteil ausgebildet sein. 
In einem Beispiel der zweiten Ausführungsform kön
nen die separate Antennenbasis 70B, die separate 
Antennenbasis 70C und die separate Antennenbasis 
70E einstückig als ein einziges Bauteil ausgebildet 
sein. In einem Beispiel können in der dritten Ausfüh
rungsform die separate Antennenbasis 70A, die 
separate Antennenbasis 70B, die separate Anten
nenbasis 70D und die separate Antennenbasis 70E 
einstückig als ein einziges Bauteil ausgebildet sein.

[0677] In jeder Ausführungsform kann die Anten
nenbasis 70 aus einem einzigen Bauteil bestehen. 
Mit anderen Worten, die Antennenbasis 70 kann 
mehrere Antennenoberflächen 81 umfassen. Insbe
sondere umfasst die Antennenbasis 70 in der ersten 

Ausführungsform die Antennenoberflächen 81A bis 
81C. Bei der zweiten Ausführungsform umfasst die 
Antennenbasis 70 die Antennenoberflächen 81A bis 
81H. Bei der dritten Ausführungsform umfasst die 
Antennenbasis 70 die Antennenoberflächen 81A bis 
811.

[0678] In der ersten Ausführungsform können an 
der Grenzfläche zwischen den Antennenoberflächen 
81, die in der ersten Richtung, welche die Anord
nungsrichtung der einzelnen Antennenbasen ist (in 
der ersten Ausführungsform die y-Richtung), anein
andergrenzen, Trennwände angeordnet sein. Die 
Trennwände sind in Kontakt mit dem Dielektrikum 
50, um den Gasraum für jede Antennenoberfläche 
81 zu unterteilen. In einem Beispiel, wie in den 
Fig. 69 und 70 gezeigt, ist eine erste Trennwand 
191 in der Grenzfläche zwischen der Antennenober
fläche 81A und der Antennenoberfläche 81B ange
ordnet, und eine zweite Trennwand 192 ist in der 
Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 81B 
und der Antennenoberfläche 81C angeordnet. Die 
Trennwände 191 und 192 erstrecken sich von den 
Grenzflächen in Richtung des Dielektrikums 50 in 
der z-Richtung. Die Trennwände 191 und 192 stehen 
in Kontakt mit der dielektrischen Hauptfläche 51 des 
Dielektrikums 50. Dadurch werden der Gasraum 
92A, der Gasraum 92B und der Gasraum 92C von
einander getrennt. Das heißt, die Gasräume 92A bis 
92C sind nicht miteinander verbunden. Der Gasraum 
92A ist durch das Dielektrikum 50 und den Refle
xionsfilm 82A abgedichtet. Der Gasraum 92B ist 
durch das Dielektrikum 50 und den Reflexionsfilm 
82B abgedichtet. Der Gasraum 92C wird durch das 
Dielektrikum 50 und den Reflexionsfilm 82C abge
dichtet. In dem gezeigten Beispiel ist der Reflexions
film 82 auf den Seitenflächen der Trennwände 191 
und 192 ausgebildet, die in Kontakt mit dem Gas
raum 92 stehen.

[0679] In der zweiten Ausführungsform können in 
der Grenzfläche zwischen den Antennenoberflächen 
81, die in der ersten Richtung, der dritten Richtung 
und der vierten Richtung, welche die Anordnungs
richtungen der einzelnen Antennenbasen sind, 
aneinandergrenzen, Trennwände angeordnet sein. 
In einem Beispiel, wie in Fig. 71 gezeigt, ist die 
erste Trennwand 191 in jeder Grenzfläche zwischen 
Antennenoberflächen angeordnet, die in der ersten 
Richtung benachbart sind, nämlich in der Grenzflä
che zwischen der Antennenoberfläche 81A und der 
Antennenoberfläche 81B, in der Grenzfläche zwi
schen der Antennenoberfläche 81B und der Anten
nenoberfläche 81C, in der Grenzfläche zwischen 
der Antennenoberfläche 81C und der Antennenober
fläche 81D, in der Grenzfläche zwischen der Anten
nenoberfläche 81E und der Antennenoberfläche 81F, 
in der Grenzfläche zwischen der Antennenoberflä
che 81F und der Antennenoberfläche 81G und in 
der Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 
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81G und der Antennenoberfläche 81H. Die zweite 
Trennwand 192 ist in jeder Grenzfläche zwischen 
Antennenoberflächen angeordnet, die in der dritten 
Richtung nebeneinander liegen, nämlich in der 
Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 81A 
und der Antennenoberfläche 81E, in der Grenzfläche 
zwischen der Antennenoberfläche 81B und der 
Antennenoberfläche 81F, in der Grenzfläche zwi
schen der Antennenoberfläche 81C und der Anten
nenoberfläche 81G und in der Grenzfläche zwischen 
der Antennenoberfläche 81D und der Antennenober
fläche 81H. Eine dritte Trennwand 193 ist in jeder 
Grenzfläche zwischen Antennenoberflächen ange
ordnet, die in der vierten Richtung aneinandergren
zen, nämlich in der Grenzfläche zwischen der Anten
nenoberfläche 81B und der Antennenoberfläche 
81E, in der Grenzfläche zwischen der Antennen
oberfläche 81C und der Antennenoberfläche 81F 
und in der Grenzfläche zwischen der Antennenober
fläche 81D und der Antennenoberfläche 81G. 
Obwohl nicht dargestellt, erstrecken sich die Trenn
wände 191 bis 193 von den Grenzflächen in Rich
tung des Dielektrikums 50 in der z-Richtung, um die 
dielektrische Hauptfläche 51 des Dielektrikums 50 zu 
kontaktieren. Die zu den Reflexionsfilmen 82A bis 
82H (den Antennenoberflächen 81A bis 81H) gehör
enden Gasräume werden durch das Dielektrikum 50 
bzw. die Reflexionsfilme 82A bis 82H verschlossen. 
In dem gezeigten Beispiel ist der Reflexionsfilm 82 
auf den Seitenflächen der Trennwände 191 bis 193 
ausgebildet, die mit dem Gasraum 92 in Kontakt ste
hen.

[0680] In der dritten Ausführungsform können in der 
Grenzfläche zwischen den Antennenoberflächen 81, 
die in der ersten Richtung und der zweiten Richtung, 
den Anordnungsrichtungen der einzelnen Antennen
basen, aneinandergrenzen, Trennwände angeordnet 
sein. In einem Beispiel, wie es in Fig. 72 gezeigt ist, 
ist eine Trennwand 194 in jeder Grenzfläche zwi
schen Antennenoberflächen angeordnet, die in der 
ersten Richtung benachbart sind, nämlich in der 
Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 81A 
und der Antennenoberfläche 81B, in der Grenzfläche 
zwischen der Antennenoberfläche 81B und der 
Antennenoberfläche 81C, in der Grenzfläche zwi
schen der Antennenoberfläche 81D und der Anten
nenoberfläche 81E, in der Grenzfläche zwischen der 
Antennenoberfläche 81E und der Antennenoberflä
che 81F, in der Grenzfläche zwischen der Antennen
oberfläche 81G und der Antennenoberfläche 81H 
und in der Grenzfläche zwischen der Antennenober
fläche 81H und der Antennenoberfläche 81I. Eine 
Trennwand 195 ist in jeder Grenzfläche zwischen in 
der zweiten Richtung benachbarten Antennenoberf
lächen angeordnet, nämlich in der Grenzfläche zwi
schen der Antennenoberfläche 81A und der Anten
nenoberfläche 81D, in der Grenzfläche zwischen 
der Antennenoberfläche 81B und der Antennenober
fläche 81E, in der Grenzfläche zwischen der Anten

nenoberfläche 81C und der Antennenoberfläche 
81F, in der Grenzfläche zwischen der Antennenober
fläche 81G und der Antennenoberfläche 81D, in der 
Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 81H 
und der Antennenoberfläche 81E und in der Grenz
fläche zwischen der Antennenoberfläche 81I und der 
Antennenoberfläche 81F. Der Reflexionsfilm 82 ist an 
den Seitenflächen der Trennwände 194 und 195 aus
gebildet, die in Kontakt mit dem Gasraum 92 stehen.

[0681] In einem Beispiel für die Antennenoberflä
chen 81A, 81B, 81D und 81E definiert der Abschnitt 
der Trennwand 194, der in der Grenzfläche zwischen 
der Antennenoberfläche 81A und der Antennenober
fläche 81B angeordnet ist, „eine erste Trennwand, 
die die erste reflektierende Oberfläche und die zweite 
reflektierende Oberfläche trennt“. Der Abschnitt der 
Trennwand 194, der in der Grenzfläche zwischen 
der Antennenoberfläche 81D und der Antennenober
fläche 81E angeordnet ist, bildet „eine vierte Trenn
wand, die die dritte reflektierende Oberfläche und die 
vierte reflektierende Oberfläche trennt“. Der 
Abschnitt der Trennwand 195, der in der Grenzfläche 
zwischen der Antennenoberfläche 81A und der 
Antennenoberfläche 81D angeordnet ist, bildet 
„eine zweite Trennwand, die die erste reflektierende 
Oberfläche und die dritte reflektierende Oberfläche 
trennt“. Der Abschnitt der Trennwand 195, der in 
der Grenzfläche zwischen der Antennenoberfläche 
81B und der Antennenoberfläche 81E angeordnet 
ist, bildet „eine dritte Trennwand, die die zweite 
reflektierende Oberfläche und die vierte reflektie
rende Oberfläche voneinander trennt“.

[0682] In der ersten Ausführungsform kann der Auf
bau der Antennenbasis 70 beliebig verändert wer
den. Insbesondere kann die Anzahl der separaten 
Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bilden, 
und die Art der separaten Antennenbasen in beliebi
ger Weise geändert werden. In einem Beispiel kann 
die Antennenbasis 70 aus mehreren separaten 
Antennenbasen 70B gebildet werden. Die Antennen
basis 70 kann aus der separaten Antennenbasis 70A 
und einer oder mehreren separaten Antennenbasen 
70B gebildet werden. Die Antennenbasis 70 kann 
aus der separaten Antennenbasis 70C und einer 
oder mehreren separaten Antennenbasen 70B gebil
det werden. Die Antennenbasis 70 kann aus der 
separaten Antennenbasis 70A und der separaten 
Antennenbasis 70C gebildet werden. In einem Bei
spiel kann die Antennenbasis 70 aus den separaten 
Antennenbasen 70A und 70C und mehreren separa
ten Antennenbasen 70B gebildet werden.

[0683] In der zweiten Ausführungsform kann der 
Aufbau der Antennenbasis 70 beliebig verändert 
werden. Insbesondere kann die Anzahl der separa
ten Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bil
den, und die Art der separaten Antennenbasis in 
beliebiger Weise geändert werden. In einem Beispiel 
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kann die Antennenbasis 70 aus drei oder mehr sepa
raten Antennenbasen 70B gebildet werden. Die 
Antennenbasis 70 kann aus der separaten Anten
nenbasis 70A, der separaten Antennenbasis 70E 
und der separaten Antennenbasis 70B gebildet wer
den.

[0684] In der dritten Ausführungsform kann der Auf
bau der Antennenbasis 70 beliebig verändert wer
den. Insbesondere kann die Anzahl der separaten 
Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bilden, 
und die Art der separaten Antennenbasis in beliebi
ger Weise geändert werden. In einem Beispiel kann 
die Antennenbasis 70 aus den einzelnen Antennen
basen 70B, 70C, 70E und 70F gebildet werden. In 
einem Beispiel kann die Antennenbasis 70 aus meh
reren (vier oder mehr) separaten Antennenbasen 
70E gebildet werden.

[0685] Die Antennenbasis 70 kann eine separate 
Antennenbasis umfassen, die sich in ihrer Form von 
den separaten Antennenbasen in den Ausführungs
formen unterscheidet. In einem Beispiel, wie in 
Fig. 73 gezeigt, umfasst die Antennenbasis 70 die 
separaten Antennenbasen 70A bis 70G. Die Anten
nenbasis 70 ist so aufgebaut, dass sechs separate 
Antennenbasen 70A, 70B, 70C, 70E, 70F und 70G 
in einer Betrachtung in der z-Richtung um eine 
sechseckige separate Antennenbasis 70D angeord
net sind.

[0686] In dem gezeigten Beispiel umfasst die sepa
rate Antennenbasis 70C die Umfangswand 78C, und 
die separate Antennenbasis 70F umfasst eine 
Umfangswand 78F. Die separate Antennenbasis 
70G ist formgleich mit der separaten Antennenbasis 
70G der zweiten Ausführungsform. Die separaten 
Antennenbasen 70A, 70B, 70D und 70E weisen 
keine Umfangswand auf. Die separaten Antennen
basen 70A, 70B und 70E haben die gleiche Form 
wie die separate Antennenbasis 70D.

[0687] Die separaten Antennenbasen 70A und 70B 
sind in der ersten Richtung (im gezeigten Beispiel der 
y-Richtung) angeordnet. Die separaten Antennenba
sen 70C bis 70E sind in der ersten Richtung ange
ordnet. Die separaten Antennenbasen 70F und 70G 
sind in der ersten Richtung angeordnet.

[0688] Die separaten Antennenbasen 70A und 70D 
sind in der dritten Richtung angeordnet, die sich von 
der ersten und zweiten Richtung unterscheidet (im 
gezeigten Beispiel die x-Richtung). Die separaten 
Antennenbasen 70B und 70E sind in der dritten Rich
tung angeordnet. Die separaten Antennenbasen 70C 
und 70F sind in der dritten Richtung angeordnet. Die 
separaten Antennenbasen 70D und 70G sind in der 
dritten Richtung angeordnet.

[0689] Die separaten Antennenbasen 70A und 70C 
sind in der vierten Richtung angeordnet, die sich von 
der ersten Richtung, der zweiten Richtung und der 
dritten Richtung unterscheidet. Die separaten Anten
nenbasen 70B und 70D sind in der vierten Richtung 
angeordnet. Die separaten Antennenbasen 70D und 
70F sind in der vierten Richtung angeordnet. Die 
separaten Antennenbasen 70E und 70G sind in der 
vierten Richtung angeordnet.

[0690] Die Antennenvertiefungen 80A bis 80G sind 
kugelförmig nach unten zurückgesetzt.

[0691] Von oben betrachtet ist jede der Antennen
oberflächen 81A, 81B, 81D und 81F der Antennen
vertiefungen 80A, 80B, 80D und 80F sechseckig und 
an gegenüberliegenden offenen Enden in der ersten 
Richtung, gegenüberliegenden offenen Enden in der 
dritten Richtung und gegenüberliegenden offenen 
Enden in der vierten Richtung abgeschnitten.

[0692] Von oben bettachtet, ist die Antennenoberflä
che 81C an einem offenen Ende in der ersten Rich
tung, an den gegenüberliegenden offenen Enden in 
der dritten Richtung und an einem offenen Ende in 
der vierten Richtung abgeschnitten. In einer Betrach
tung von oben hat die Antennenoberfläche 81C die 
Form eines Bogens, der das andere offene Ende in 
der ersten Richtung und das andere offene Ende in 
der vierten Richtung verbindet.

[0693] Von oben betrachtet, ist die Antennenoberflä
che 81F an einem offenen Ende in der ersten Rich
tung, an einem offenen Ende in der dritten Richtung 
und an einem offenen Ende in der vierten Richtung 
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben hat die 
Antennenoberfläche 81F die Form eines Bogens, der 
das andere offene Ende in der ersten Richtung, das 
andere offene Ende in der dritten Richtung und das 
andere offene Ende in der vierten Richtung verbin
det.

[0694] In einer Betrachtung von oben ist die Anten
nenoberfläche 81G an gegenüberliegenden offenen 
Enden in der ersten Richtung, einem offenen Ende in 
der dritten Richtung und einem offenen Ende in der 
vierten Richtung abgeschnitten. In einer Betrachtung 
von oben hat die Antennenoberfläche 81G die Form 
eines Bogens, der das andere offene Ende in der drit
ten Richtung und das andere offene Ende in der vier
ten Richtung verbindet.

[0695] Die Reflexionsfilme 82A, 82B, 82D und 82F 
sind auf den Antennenoberflächen 81A, 81B, 81D 
und 81F ausgebildet. In einer Betrachtung von oben 
sind die Reflexionsfilme 82A, 82B, 82D und 82F im 
Wesentlichen formgleich mit den Antennenoberflä
chen 81A, 81B, 81D und 81F.
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[0696] In einem Beispiel sind der Reflexionsfilm 82A 
(die Antennenoberfläche 81A) und der Reflexionsfilm 
82B (die Antennenoberfläche 81B) in Bezug auf die 
einzelnen Antennenbasen 70A, 70B und 70D in der 
ersten Richtung nebeneinander angeordnet. Der 
Reflexionsfilm 82A (die Antennenoberfläche 81A) 
und der Reflexionsfilm 82D (die Antennenoberfläche 
81D) sind in der dritten Richtung nebeneinander 
angeordnet. Der Reflexionsfilm 82B (die Antennen
oberfläche 81B) und der Reflexionsfilm 82D (die 
Antennenoberfläche 81D) sind in der vierten Rich
tung nebeneinander angeordnet.

[0697] Wie in Fig. 74 gezeigt, umfasst die Terahertz- 
Vorrichtung 10 die Terahertz-Elemente 20A bis 20G 
und ein Dielektrikum 50, das die Terahertz-Elemente 
20A bis 20G hält.

[0698] Der Reflexionsfilm 82A (die Antennenober
fläche 81A) liegt dem Terahertz-Element 20A in der 
Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20A (der z- 
Richtung) gegenüber. In gleicher Weise sind die 
Reflexionsfilme 82B bis 82G (die Antennenoberflä
chen 81B bis 81G) den Terahertz-Elementen 20B 
bis 20G in der Dickenrichtung der Terahertz-Ele
mente 20B bis 20G (der z-Richtung) gegenüberge
stellt.

[0699] Von oben betrachtet, ist der Reflexionsfilm 
82A (die Antennenoberfläche 81A) größer als das 
Terahertz-Element 20A. Insbesondere ist der Refle
xionsfilm 82A (die Antennenoberfläche 81A) in der x- 
Richtung und der y-Richtung größer als das Tera
hertz-Element 20A. In gleicher Weise sind die Refle
xionsfilme 82B bis 82G (die Antennenoberflächen 
81B bis 81G) größer als die Terahertz-Elemente 
20B bis 20G.

[0700] Bei jeder Ausführungsform kann die Form 
der Antennenoberfläche 81 der separaten Antennen
basis und die Form des auf der Antennenoberfläche 
81 gebildeten Reflexionsfilms 82 In einer Betrach
tung von oben beliebig verändert werden.

[0701] In einem Beispiel können in der ersten Aus
führungsform In einer Betrachtung von oben die 
Form der Antennenoberfläche 81A der separaten 
Antennenbasis 70A und die Form des Reflexions
films 82A kreisförmig sein und keinen weggeschnit
tenen Abschnitt aufweisen. Auch in diesem Fall sind 
die Form der Antennenoberfläche 81B der separaten 
Antennenbasis 70B und die Form des Reflexions
films 82B von oben betrachtet kreisförmig mit Aus
schnitten bzw. weggeschnittenen Abschnitten. 
Dadurch wird der Zwischenelementabstand zwi
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Tera
hertz-Element 20B in der ersten Richtung, welche 
die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82A 
und des Reflexionsfilms 82B ist, verringert. Dadurch 

wird die Auflösung der Terahertz-Vorrichtung 10 ver
bessert.

[0702] In einem Beispiel kann in der zweiten Ausfüh
rungsform, von oben betrachtet, die Form der Anten
nenoberfläche 81B der separaten Antennenbasis 
70B und die Form des Reflexionsfilms 82B kreisför
mig sein, ohne weggeschnittene Abschnitte. Auch in 
diesem Fall sind, von oben betrachtet, die Form der 
Antennenoberfläche 81F der separaten Antennenba
sis 70F und die Form des Reflexionsfilms 82F kreis
förmig mit weggeschnittenen Abschnitten. Dadurch 
verringert sich der Abstand zwischen dem Tera
hertz-Element 20B und dem Terahertz-Element 20F 
in der dritten Richtung, welche die Anordnungsrich
tung des Reflexionsfilms 82B und des Reflexions
films 82F ist. Außerdem sind die Form der Antennen
oberfläche 81E der separaten Antennenbasis 70E 
und die Form des Reflexionsfilms 82E von oben 
betrachtet kreisförmig mit weggeschnittenen 
Abschnitten. Dadurch wird der Abstand zwischen 
dem Terahertz-Element 20B und dem Terahertz-Ele
ment 20E in der vierten Richtung, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82B und des 
Reflexionsfilms 82E ist, verringert. Außerdem sind 
die Form der Antennenoberfläche 81A der separaten 
Antennenbasis 70A und die Form des Reflexions
films 82A von oben betrachtet kreisförmig mit wegge
schnittenen Abschnitten. Dadurch wird der Abstand 
zwischen dem Terahertz-Element 20A und dem Tera
hertz-Element 20B in der ersten Richtung, welche die 
Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82A und 
des Reflexionsfilms 82B ist, verringert. Dadurch 
wird die Auflösung der Terahertz-Vorrichtung 10 ver
bessert.

[0703] In einem Beispiel kann bei der dritten Ausfüh
rungsform, von oben betrachtet, die Form der Anten
nenoberfläche 81E der separaten Antennenbasis 
70E und die Form des Reflexionsfilms 82E kreisför
mig sein, ohne weggeschnittene Abschnitte. Auch in 
diesem Fall sind die Form der Antennenoberfläche 
81D der separaten Antennenbasis 70D und die 
Form des Reflexionsfilms 82D von oben betrachtet 
kreisförmig mit Ausschnitten bzw. weggeschnittenen 
Abschnitten. Dadurch wird der Abstand zwischen 
dem Terahertz-Element 20D und dem Terahertz-Ele
ment 20E in der ersten Richtung, welche die Anord
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82D und des 
Reflexionsfilms 82E ist, verringert. Außerdem sind, 
von oben betrachtet, die Form der Antennenoberflä
che 81B der separaten Antennenbasis 70B und die 
Form des Reflexionsfilms 82B kreisförmig mit weg
geschnittenen Abschnitten. Dadurch wird der Zwi
schenelementabstand zwischen dem Terahertz-Ele
ment 20B und dem Terahertz-Element 20E in der 
zweiten Richtung, der Anordnungsrichtung des 
Reflexionsfilms 82B und des Reflexionsfilms 82E, 
verringert. Dadurch wird die Auflösung der Tera
hertz-Vorrichtung 10 verbessert.
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[0704] In jeder Ausführungsform kann die Form der 
separaten Antennenbasis in beliebiger Weise verän
dert werden. In einem Beispiel der separaten Anten
nenbasis kann der Randbereich der Basisrückfläche 
72 weggeschnitten werden, oder es kann ein Aus
schnitt an der Basisrückfläche 72 gebildet werden.

Modifizierte Beispiele für die Struktur der Terahertz- 
Vorrichtung

[0705] In jeder Ausführungsform kann die Terahertz- 
Vorrichtung 10 anstelle des Dielektrikums 50 ein fla
ches Substrat umfassen. Die Terahertz-Elemente 20 
sind auf dem Substrat montiert. Ein Beispiel für ein 
Substrat, das anstelle des Dielektrikums 50 in der 
Terahertz-Vorrichtung 10 der ersten Ausführungs
form verwendet wird, wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 75 beschrieben.

[0706] Wie in Fig. 75 gezeigt, umfasst ein Substrat 
200 eine Substrat-Hauptfläche 201 und eine Sub
strat-Rückfläche 202, die in der Dickenrichtung (im 
gezeigten Beispiel der z-Richtung) in entgegenge
setzte Richtungen weisen. Die Substrat-Hauptfläche 
201 ist nach unten und die Substrat-Rückfläche 202 
nach oben gerichtet. Die Substrat-Hauptfläche 201 
ist also der Antennenbasis 70 zugewandt. In gleicher 
Weise wie bei der ersten Ausführungsform ist das 
Substrat 200 durch die Klebeschicht 91 an der 
Hauptfläche 71T der Antennenbasis 70 befestigt. 
Die Form des Substrats 200 in der z-Richtung und 
die Abmessungen des Substrats 200 in der x- und 
y-Richtung sind die gleichen wie bei dem Dielektri
kum 50 der ersten Ausführungsform. Die Abmes
sung (Dicke) des Substrats 200 in der z-Richtung ist 
kleiner als die Abmessung (Dicke) des Dielektrikums 
50 in der z-Richtung. Im gezeigten Beispiel wird als 
Substrat 200 zum Beispiel ein bedrucktes Substrat 
aus Glas-Epoxidharz verwendet.

[0707] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20C sind auf 
der Substrat-Hauptfläche 201 angebracht. Insbeson
dere sind die leitenden Abschnitte 110A bis 110C und 
120A bis 120C und die Elektroden 101A bis 101C 
und 102A bis 102C, die nicht dargestellt sind, auf 
der Substrat-Hauptfläche 201 ausgebildet. In glei
cher Weise wie die Ausführungsformen sind die 
Terahertz-Elemente 20A bis 20 auf den leitenden 
Abschnitten 110A bis 110C und 120A bis 120C ange
bracht.

[0708] Wie in Fig. 75 gezeigt, sind die Elemen
thauptflächen 21 der Terahertz-Elemente 20A bis 
20C in der z-Richtung näher an der Basisrückfläche 
72T als an der Basishauptfläche 71T der Antennen
basis 70 angeordnet. In gleicher Weise wie die Aus
führungsformen sind die Terahertz-Elemente 20A bis 
20C so angeordnet, dass die Elementhauptflächen 
21 dem Reflexionsfilm 82 (der Antennenoberfläche 
81) gegenüberliegen.

[0709] In Fig. 75 sind die Terahertz-Elemente 20A 
bis 20C auf dem Substrat 200 flip-chipmontiert. Alter
nativ können die Terahertz-Elemente 20A bis 20C 
auch mit einem anderen Verfahren auf dem Substrat 
200 montiert werden. In einem Beispiel können die 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C, wenn die Elemen
thauptflächen 21 nach unten gerichtet sind, an den 
Elementrückflächen 22 mit der Substrathauptfläche 
201 des Substrats 200 durch Die-Bonden gebondet 
bzw.verbunden werden. Genauer gesagt können die 
Elementrückflächen 22 der Terahertz-Elemente 20A 
bis 20C durch ein leitfähiges Bondingmaterial wie 
eine Silber(Ag)-Paste oder Lot mit der Substrat- 
Hauptfläche 201 gebondet werden. Die leitenden 
Elementschichten 33 und 34 der Elementhauptflä
chen 21 der Terahertz-Elemente 20A bis 20C sind 
mit den leitenden Abschnitten 110 und 120 durch 
Bondingdrähte gebondet. Die Bondingstruktur der 
Terahertz-Elemente 20A bis 20C an das Substrat 
200 kann beliebig verändert werden. In einem Bei
spiel können die Elementrückflächen 22 der Tera
hertz-Elemente 20A bis 20C durch einen Klebstoff 
an die Substrat-Hauptfläche 201 geklebt bzw. gebon
det werden. Ein Beispiel für den Klebstoff umfasst 
Epoxidharz als Hauptkomponente.

[0710] In der ersten und zweiten Ausführungsform 
ist das im Gasraum 92 befindliche Gas nicht auf 
Luft beschränkt und kann beliebig gewechselt wer
den, solange das Gas einen Brechungsindex hat, 
der niedriger ist als der dielektrische Brechungsindex 
n2.

[0711] In jeder Ausführungsform kann die Terahertz- 
Vorrichtung 10 einen Steuer-IC (z.B. einen anwen
dungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC)) 
als Controller umfassen. Der Steuer-IC kann z.B. so 
ausgestaltet sein, dass er den Stromfluss zu den 
Terahertz-Elementen 20 erkennt bzw. detektiert, die 
Terahertz-Elemente 20 mit Strom versorgt oder Sig
nale verarbeitet.

Klauseln

[0712] Die technischen Aspekte, die sich aus den 
Ausführungsformen und den modifizierten Beispie
len ergeben, werden im Folgenden beschrieben.

A1. Antennenbasis mit:

Antennenoberflächen, wobei jede der Anten
nenoberflächen einem von Terahertz-Elemen
ten in einer Dickenrichtung des einen der Tera
hertz-Elemente gegenüberliegt, in welcher 
jede der Antennenoberflächen zu einem der 
Terahertz-Elemente hin geöffnet ist, das in der 
Dickenrichtung des einen der Terahertz-Ele
mente gegenüberliegt, und so gekrümmt ist, 
dass sie in einer Richtung weg von dem einen 
der gegenüberliegenden Terahertz-Elemente 
zurückgesetzt ist, und wobei 
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in einer Betrachtung in der Dickenrichtung der 
Antennenbasis, jede der Antennenoberflächen 
in einer Anordnungsrichtung, in welcher die 
Antennenoberflächen angeordnet sind, kleiner 
ist als in einer Richtung, die von der Anord
nungsrichtung abweicht.

[0713] Diese Struktur verringert den Abstand zwi
schen einem ersten Terahertz-Element und einem 
zweiten Terahertz-Element, die in der Anordnungs
richtung der Antennenoberflächen nebeneinander 
liegen. Wenn die Antennenbasis in einer Terahertz- 
Vorrichtung verwendet wird und die Terahertz-Ele
mente zum Empfang elektromagnetischer Wellen 
ausgebildet sind, wird die Auflösung der Terahertz- 
Vorrichtung in einem Detektionsbereich der elektro
magnetischen Wellen verbessert. Darüber hinaus 
umfasst die Antennenbasis die den Terahertz-Ele
menten jeweils gegenüberliegenden Antennenoberf
lächen. Wenn die Antennenbasis in einer Terahertz- 
Vorrichtung verwendet wird und die Terahertz-Ele
mente zur Erzeugung elektromagnetischer Wellen 
ausgestaltet sind, gibt die Terahertz-Vorrichtung 
also eine hohe Leistung ab.

A2. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera
hertz-Element und einem zweiten Terahertz- 
Element, die eine elektromagnetische Welle 
empfangen; und 
reflektierenden Oberflächen mit einer ersten 
reflektierenden Oberfläche und einer zweiten 
reflektierenden Oberfläche, wobei die erste 
reflektierende Oberfläche dem ersten Tera
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ers
ten Terahertz-Elements gegenüberliegt, um 
eine empfangene elektromagnetische Welle 
zum ersten Terahertz-Element zu reflektieren, 
und die zweite reflektierende Oberfläche dem 
zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrich
tung des zweiten Terahertz-Elements gegen
überliegt, um eine empfangene elektromagneti
sche Welle zum zweiten Terahertz-Element zu 
reflektieren, wobei die erste reflektierende 
Oberfläche zum ersten Terahertz-Element hin 
geöffnet und in einer vom ersten Terahertz-Ele
ment wegführenden Richtung gekrümmt vertieft 
ist, wobei die zweite reflektierende Oberfläche 
zum zweiten Terahertz-Element hin geöffnet 
und in einer vom zweiten Terahertz-Element 
wegführenden Richtung gekrümmt vertieft ist, 
wobei wenn eine Richtung parallel zur Dicken
richtung des ersten Terahertz-Elements und 
der Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele
ments als Höhenrichtung der Terahertz-Vorrich
tung bezeichnet wird, die erste reflektierende 
Oberfläche und die zweite reflektierende Ober
fläche benachbart zueinander in einer ersten 
Richtung angeordnet sind, die die Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet, und 

wobei ein Zwischenelementabstand, der ein 
Abstand zwischen einem Empfangspunkt des 
ersten Terahertz-Elements und einem Emp
fangspunkt des zweiten Terahertz-Elements ist, 
kleiner als oder gleich einem Durchmesser der 
ersten reflektierenden Oberfläche und einem 
Durchmesser der zweiten reflektierenden Ober
fläche ist.

A3. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera
hertz-Element und einem zweiten Terahertz- 
Element, die eine elektromagnetische Welle 
erzeugen; und 
reflektierenden Oberflächen mit einer ersten 
reflektierenden Oberfläche und einer zweiten 
reflektierenden Oberfläche, wobei die erste 
reflektierende Oberfläche dem ersten Tera
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ers
ten Terahertz-Elements gegenüberliegt, um 
eine vom ersten Terahertz-Element erzeugte 
elektromagnetische Welle in eine Richtung zu 
reflektieren, wobei die zweite reflektierende 
Oberfläche dem zweiten Terahertz-Element in 
einer Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele
ments gegenüberliegt, um eine vom zweiten 
Terahertz-Element erzeugte elektromagneti
sche Welle in eine Richtung zu reflektieren, 
wobei 
die erste reflektierende Oberfläche zu dem ers
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer Richtung weg 
vom ersten Terahertz-Element vertieft ist, die 
zweite reflektierende Oberfläche zu dem zwei
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer Richtung weg 
vom zweiten Terahertz-Element vertieft ist, 
wobei 
wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich
tung des ersten Terahertz-Elements und der 
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements 
als Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
bezeichnet wird, die erste reflektierende Ober
fläche und die zweite reflektierende Oberfläche 
in einer ersten Richtung, die die Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung schneidet, nebenei
nander angeordnet sind und ein Zwischenele
mentabstand, der ein Abstand zwischen einem 
Erzeugungspunkt des ersten Terahertz-Ele
ments und einem Erzeugungspunkt des zweiten 
Terahertz-Elements ist, kleiner oder gleich 
einem Durchmesser der ersten reflektierenden 
Oberfläche und einem Durchmesser der zwei
ten reflektierenden Oberfläche ist.

A4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel A2 oder 
A3, wobei der Zwischenelementabstand kleiner 
ist als der Durchmesser der ersten reflektieren
den Oberfläche und der Durchmesser der zwei
ten reflektierenden Oberfläche ist.
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A5. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln A2 bis A4, wobei in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung, ein 
Empfangspunkt des ersten Terahertz-Elements 
mit einem Mittelpunkt der ersten reflektierenden 
Oberfläche übereinstimmt und ein Empfangs
punkt des zweiten Terahertz-Elements mit 
einem Mittelpunkt der zweiten reflektierenden 
Oberfläche übereinstimmt.

B1. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, wobei jede der ersten reflektierenden 
Oberfläche und der zweiten reflektierenden 
Oberfläche, in einer Betrachtung in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung, in der ersten 
Richtung kleiner ist als in einer zweiten Rich
tung, die sich von der ersten Richtung unter
scheidet, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, eine Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
geradlinig verläuft.

B2. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 und 2 und nach Klausel B1, ferner 
mit: einer Antennenbasis mit einer ersten Anten
nenoberfläche, die dem ersten Terahertz-Ele
ment in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung gegenüberliegt, und einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird und die zweite 
reflektierende Oberfläche durch einen auf der 
zweiten Antennenoberfläche gebildeten Refle
xionsfilm definiert wird.

B3. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 und 2 und Klausel B1, ferner mit: 
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen
oberfläche, die dem ersten Terahertz-Element in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, und einer zweiten Antennen
oberfläche, die dem zweiten Terahertz-Element 
in der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, und 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird.

B4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B2 oder 
B3, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche und eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche umfasst, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 

Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur 
zweiten Antennenbasis weist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung , die zweite Antennen
oberfläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der ersten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist, und wobei 
die erste Antennenbasis neben der zweiten 
Antennenbasis angeordnet ist.

B5. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln B2 bis 4 bzw. B4, ferner mit: einem mit der 
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um 
das erste Terahertz-Element und das zweite 
Terahertz-Element zu halten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche und die zweite reflektierende Oberfläche 
bedeckt.

B6. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B5, 
wobei eine Trennwand in der Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele
ment steht, um die erste reflektierende Oberflä
che von der zweiten reflektierenden Oberfläche 
zu trennen.

B7. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5, wobei die zweite reflektie
rende Oberfläche in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung in der 
ersten Richtung kleiner ist als in einer zweiten 
Richtung, die sich von der ersten Richtung 
unterscheidet, und wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, eine Grenzfläche zwi
schen der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche 
geradlinig verläuft.

B8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5 und Klausel B7, ferner mit 
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen
oberfläche, die dem ersten Terahertz-Element in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, einer zweiten Antennenoberflä
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, und einer dritten Antennenober
fläche, die dem dritten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
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gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

B9. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5 und Klausel B7, ferner mit: 
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen
oberfläche, die dem ersten Terahertz-Element in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, einer zweiten Antennenoberflä
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, und einer dritten Antennenober
fläche, die dem dritten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird.

B10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B8 
oder B9, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche und eine dritte Antennenbasis 
mit einer dritten Antennenoberfläche umfasst, 
wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur 
zweiten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz- Vorrichtung, die zweite Antennen
oberfläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die in der ersten Richtung zu 
der ersten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung Tera
hertz-Vorrichtung, die dritte Antennenoberflä
che in der ersten Richtung gegenüberliegende 
offene Enden aufweist und eines der gegen

überliegenden offenen Enden, das sich an der 
zweiten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der dritten Antennenbasis 
überlappt, die in der ersten Richtung zu der drit
ten Antennenbasis weist, wobei 
die erste Antennenbasis neben der zweiten 
Antennenbasis angeordnet ist, und 
die dritte Antennenbasis ist neben der zweiten 
Antennenbasis an einer der ersten Antennenba
sis gegenüberliegenden Seite der zweiten 
Antennenbasis angeordnet.

B11. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln B8 bis B10, ferner mit einem mit der Anten
nenbasis gekoppelten Halteelement, um das 
erste Terahertz-Element, das zweite Terahertz- 
Element und das dritte Terahertz-Element zu 
halten, wobei

[0714] Das Halteelement die erste reflektierende 
Oberfläche, die zweite reflektierende Oberfläche 
und die dritte reflektierende Oberfläche bedeckt.

B12. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B11, 
ferner mit:

einer ersten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der ersten reflektierenden Ober
fläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die erste reflektierende 
Oberfläche von der zweiten reflektierenden 
Oberfläche zu trennen; und

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober
fläche und der dritten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die zweite reflektierende 
Oberfläche von der dritten reflektierenden Ober
fläche zu trennen.

B13. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 6 
oder 7, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die erste reflektierende 
Oberfläche in der dritten Richtung kleiner ist 
als in der zweiten Richtung, und die zweite 
reflektierende Oberfläche in der vierten Rich
tung kleiner ist als in der zweiten Richtung, und 
wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, sowohl eine Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche als 
auch eine Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der dritten 
reflektierenden Oberfläche geradlinig verläuft.

B14. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 6 bis 10 und Klausel B13, ferner mit 
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen
oberfläche, die dem ersten Terahertz-Element in 
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der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, einer zweiten Antennenoberflä
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, und einer dritten Antennenober
fläche, die dem dritten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

B15. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 6 bis 10 und Klausel B13, ferner 
mit: einer Antennenbasis mit einer ersten Anten
nenoberfläche, die dem ersten Terahertz-Ele
ment in der Höhenrichtung der Terahertz- Vor
richtung gegenüberliegt, einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, und einer drit
ten Antennenoberfläche, die dem dritten 
Terahertz-Element in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird.

B16. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B14 
oder B15, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche und eine dritte Antennenbasis 
mit einer dritten Antennenoberfläche umfasst, 
wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zu der 
zweiten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz- Vorrichtung, die zweite Antennen
oberfläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 

eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die in der ersten Richtung zu 
der ersten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die dritte Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der dritten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur drit
ten Antennenbasis weist, 
die erste Antennenbasis in der ersten Richtung 
neben der zweiten Antennenbasis angeordnet 
ist, 
die erste Antennenbasis ist in der dritten Rich
tung neben der dritten Antennenbasis angeord
net, und 
die zweite Antennenbasis ist in der vierten Rich
tung neben der dritten Antennenbasis angeord
net.

B17. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln B14 bis B16, ferner mit einem mit der 
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um 
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element 
zu halten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche, die zweite reflektierende Oberfläche und 
die dritte reflektierende Oberfläche bedeckt.

B18. Terahertz-Vorrichtung nach B17, ferner 
mit: 
einer ersten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der ersten reflektierenden Ober
fläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die erste reflektierende 
Oberfläche von der zweiten reflektierenden 
Oberfläche zu trennen; 
einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober
fläche und der dritten reflektierenden Oberflä
che und in Kontakt mit dem Halteelement 
angeordnet ist, um die zweite reflektierende 
Oberfläche von der dritten reflektierenden Ober
fläche zu trennen; und 
eine dritte Trennwand, die in einer Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche ange
ordnet ist und in Kontakt mit dem Halteelement 
steht, um die erste reflektierende Oberfläche 
von der dritten reflektierenden Oberfläche zu 
trennen.

B19. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 11 
oder 12, wobei in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
sowohl die dritte reflektierende Oberfläche als 
auch die vierte reflektierende Oberfläche in der 
zweiten Richtung kleiner ist als in der dritten 
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Richtung, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung sowohl eine Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche als 
auch eine Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche geradlinig verläuft.

B20.Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 11 bis 13 und Klausel B19, ferner 
mit einer Antennenbasis mit einer ersten Anten
nenoberfläche, die dem ersten Terahertz-Ele
ment in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung gegenüberliegt, einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, einer dritten 
Antennenoberfläche, die dem dritten Terahertz- 
Element in der Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung gegenüberliegt, und einer vierten 
Antennenoberfläche, die dem vierten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche wird durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, 
die dritte reflektierende Oberfläche durch eine 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsilm definiert wird, und 
die vierte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der vierten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

B21. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 11 bis 13 und Klausel B19, ferner 
mit einer Antennenbasis mit einer ersten Anten
nenoberfläche, die dem ersten Terahertz-Ele
ment in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung gegenüberliegt, einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, einer dritten 
Antennenoberfläche, die dem dritten Terahertz- 
Element in der Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung gegenüberliegt, und einer vierten 
Antennenoberfläche, die dem vierten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird, 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird, und 
die vierte reflektierende Oberfläche durch die 
vierte Antennenoberfläche definiert wird.

B22. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B20 
oder B21, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche, eine dritte Antennenbasis mit 
einer dritten Antennenoberfläche und eine vierte 
Antennenbasis mit einer vierten Antennenober
fläche umfasst, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
zweiten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der ersten Antennenbasis 
überlappt, die der zweiten Antennenbasis in 
der ersten Richtung zugewandt ist, und die 
erste Antennenoberfläche gegenüberliegende 
offene Enden in der zweiten Richtung aufweist, 
wobei eines der gegenüberliegenden offenen 
Enden, das sich an der dritten Antennenoberflä
che befindet, eine Basisseitenfläche der ersten 
Antennenbasis überlappt, die der dritten Anten
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist, 
wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die zweite Antennen
oberfläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der ersten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist, und, in 
einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die zweite Antennen
oberfläche gegenüberliegende offene Enden in 
der zweiten Richtung aufweist, wobei eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der vierten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der vierten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die dritte Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
vierten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der dritten Antennenbasis 
überlappt, die der vierten Antennenbasis in der 
ersten Richtung zugewandt ist, und die dritte 
Antennenoberfläche gegenüberliegende offene 
Enden in der zweiten Richtung aufweist und 
eines der gegenüberliegenden offenen Enden, 
das sich an der ersten Antennenoberfläche 
befindet, eine Basisseitenfläche der dritten 
Antennenbasis überlappt, die der ersten Anten
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist, 
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wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die vierte Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
dritten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der vierten Antennenbasis 
überlappt, die der dritten Antennenbasis in der 
ersten Richtung zugewandt ist, und die vierte 
Antennenoberfläche gegenüberliegende offene 
Enden in der zweiten Richtung aufweist und 
eines der gegenüberliegenden offenen Enden, 
das sich an der zweiten Antennenoberfläche 
befindet, eine Basisseitenfläche der vierten 
Antennenbasis überlappt, die der zweiten 
Antennenbasis in der zweiten Richtung zuge
wandt ist, wobei 
in der ersten Richtung die erste Antennenbasis 
mit der zweiten Antennenbasis in Kontakt ist 
und die dritte Antennenbasis mit der vierten 
Antennenbasis in Kontakt ist, und 
in der zweiten Richtung die erste Antennenbasis 
in Kontakt mit der dritten Antennenbasis, und 
die zweite Antennenbasis ist in Kontakt mit der 
vierten Antennenbasis ist.

B23. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln B20 bis B22, ferner mit einem Halteele
ment, das mit der Antennenbasis gekoppelt ist, 
um das erste Terahertz-Element, das zweite 
Terahertz-Element, das dritte Terahertz-Ele
ment und das vierte Terahertz-Element zu hal
ten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche, die zweite reflektierende Oberfläche, die 
dritte reflektierende Oberfläche und die vierte 
reflektierende Oberfläche bedeckt.

B24. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B23, 
wobei 
eine erste Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und in Kontakt mit dem Halteelement angeord
net ist, um die erste reflektierende Oberfläche 
von der zweiten reflektierenden Oberfläche zu 
trennen, 
eine zweite Trennwand in einer Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet 
ist, um die erste reflektierende Oberfläche von 
der dritten reflektierenden Oberfläche zu tren
nen, 
eine dritte Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und der vierten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist, 
um die zweite reflektierende Oberfläche von der 
vierten reflektierenden Oberfläche zu trennen, 

und 
eine vierte Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der dritten reflektierenden Oberfläche 
und der vierten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist, 
um die dritte reflektierende Oberfläche von der 
vierten reflektierenden Oberfläche zu trennen.

C1. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera
hertz-Element und einem zweiten Terahertz- 
Element, die für den Empfang einer elektromag
netischen Welle ausgestaltet sind;

einem Halteelement, das das erste Terahertz- 
Element und das zweite Terahertz-Element 
stützt;

einem Gasraum, der ein Gas umfasst; und

reflektierenden Oberflächen mit einer ersten 
reflektierenden Oberfläche und einer zweiten 
reflektierenden Oberfläche, wobei die erste 
reflektierende Oberfläche dem ersten Tera
hertz-Element durch den Gasraum in einer 
Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements 
gegenüberliegt, um eine einfallende elektro
magnetische Welle zum ersten Terahertz-Ele
ment zu reflektieren, und die zweite reflektie
rende Oberfläche dem zweiten Terahertz- 
Element durch den Gasraum in einer Dicken
richtung des zweiten Terahertz-Elements 
gegenüberliegt, um eine einfallende elektro
magnetische Welle zum zweiten Terahertz-Ele
ment zu reflektieren, wobei

die erste reflektierende Oberfläche zu dem ers
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem ersten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist,

die zweite reflektierende Oberfläche zu dem 
zweiten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem zweiten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich
tung jedes der Terahertz-Elemente als Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet 
wird, die erste reflektierende Oberfläche und 
die zweite reflektierende Oberfläche nebenei
nander in einer ersten Richtung angeordnet 
sind, die die Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung schneidet, wobei

der Gasraum einen ersten Gasraum, der durch 
die erste reflektierende Oberfläche und das Hal
teelement definiert ist, und einen zweiten Gas
raum, der durch die zweite reflektierende Ober
fläche und das Halteelement definiert ist, 
umfasst, und
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der erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der zweiten 
reflektierenden Oberfläche in der ersten Rich
tung durchgängig ist.

[0715] Bei dieser Struktur sind die erste reflektie
rende Oberfläche und die zweite reflektierende 
Oberfläche so geformt bzw. gebildet, dass der erste 
Gasraum in der ersten Richtung durchgehend mit 
dem zweiten Gasraum verbunden ist. Dadurch ver
ringert sich der Abstand zwischen der ersten reflek
tierenden Oberfläche und der zweiten reflektieren
den Oberfläche in der ersten Richtung. 
Dementsprechend wird der Abstand zwischen dem 
ersten Terahertz-Element und dem zweiten Tera
hertz-Element, die in der ersten Richtung benachbart 
sind, verringert. Dadurch wird die Auflösung der 
Terahertz-Vorrichtung im Detektionsbereich elektro
magnetischer Wellen verbessert.

C2. Terahertz-Vorrichtung nach C1, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche jeweils kugel
förmig sind, und 
in einer Querschnittsansicht der reflektierenden 
Oberflächen, die entlang einer Ebene geschnit
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch 
einen Mittelpunkt der ersten reflektierenden 
Oberfläche erstreckt, die erste reflektierende 
Oberfläche einen bogenförmigen Teil umfasst, 
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver
bindet und einen zentralen Winkel bzw. Zentral
winkel von weniger als 180° hat, und die zweite 
reflektierende Oberfläche einen bogenförmigen 
Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der ersten 
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel 
von weniger als 180° hat.

C3. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder 
C2, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element umfassen, das von dem Halteelement 
gehalten wird, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, umfassen, um eine einfallende 
elektromagnetische Welle in Richtung des drit
ten Terahertz-Elements zu reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt, dass sie in einer von der dritten Tera
hertz-Element wegführenden Richtung vertieft 
ist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche neben der zweiten reflektierenden 
Oberfläche an einer Seite angeordnet ist, die 

der zweiten reflektierenden Oberfläche und der 
ersten reflektierenden Oberfläche in der ersten 
Richtung gegenüberliegt, 
der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst, 
der durch die dritte reflektierende Oberfläche 
und das Halteelement definiert ist, 
der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der dritten 
reflektierenden Oberfläche in der ersten Rich
tung durchgängig ist.

C4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C3, 
wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche ist kugelför
mig ist, wobei 
in einer Querschnittsansicht der reflektierenden 
Oberflächen, die entlang einer Ebene geschnit
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch 
einen Mittelpunkt der dritten reflektierenden 
Oberfläche erstreckt, die dritte reflektierende 
Oberfläche einen bogenförmigen Teil umfasst, 
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver
bindet und einen zentralen Winkel von weniger 
als 180° hat.

C5. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C4, 
wobei aus der Höhe der Terahertz-Vorrichtung 
aus betrachtet, die Grenzfläche zwischen der 
zweiten reflektierenden Oberfläche und der drit
ten reflektierenden Oberfläche geradlinig ver
läuft.

C6. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder 
C2, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element, das von dem Halteelement gehalten 
wird, umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine einfallende elektromagnetische Welle 
in Richtung des dritten Terahertz-Elements zu 
reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer vom dritten Tera
hertz-Element wegführenden Richtung vertieft 
ist, wobei 
wenn eine Richtung, die die Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung 
schneidet und sich von der ersten Richtung und 
der zweiten Richtung unterscheidet, als eine 
dritte Richtung bezeichnet wird, und eine Rich
tung, die die Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung schneidet und sich von der ersten Rich
tung, der zweiten Richtung und der dritten 
Richtung unterscheidet, als eine vierte Richtung 
bezeichnet wird, in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung die 
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dritte reflektierende Oberfläche benachbart zu 
der ersten reflektierenden Oberfläche in der drit
ten Richtung und benachbart zu der zweiten 
reflektierenden Oberfläche in der vierten Rich
tung angeordnet ist, wobei 
der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst, 
der durch die dritte reflektierende Oberfläche 
und das Halteelement definiert ist, wobei 
der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an 
einer Grenzfläche zwischen der ersten reflek
tierenden Oberfläche und der dritten reflektier
enden Oberfläche in der dritten Richtung durch
gehend ist, wobei 
der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der dritten 
reflektierenden Oberfläche in der vierten Rich
tung durchgängig ist.

C7. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C6, 
wobei das dritte Terahertz-Element an einer 
gegenüber dem ersten Terahertz-Element und 
dem zweiten Terahertz-Element in der zweiten 
Richtung verschobenen Position angeordnet ist 
und, in einer Betrachtung in der zweiten Rich
tung, das erste Terahertz-Element und das 
zweite Terahertz-Element überlappt.

C8. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C6 oder 
C7, wobei in einer Betrachtung in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung sowohl die 
Grenzfläche zwischen der ersten reflektieren
den Oberfläche und der dritten reflektierenden 
Oberfläche als auch die Grenzfläche zwischen 
der zweiten reflektierenden Oberfläche und der 
dritten reflektierenden Oberfläche geradlinig 
verläuft.

C9. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder 
C2, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element und ein viertes Terahertz-Element 
umfassen, wobei 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche umfassen, die dem 
dritten Terahertz-Element in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, um 
eine einfallende elektromagnetische Welle zu 
dem dritten Terahertz-Element zu reflektieren, 
und eine vierte reflektierende Oberfläche 
umfassen, die dem vierten Terahertz-Element 
in der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, um eine einfallende elektro
magnetische Welle zu dem vierten Terahertz- 
Element zu reflektieren, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, 
die vierte reflektierende Oberfläche zu dem vier
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 

gekrümmt ist, dass sie in einer vom vierten Tera
hertz-Element wegführenden Richtung vertieft 
ist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung 
orthogonal zur ersten Richtung ist, 
der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst, 
der durch die dritte reflektierende Oberfläche 
und das Halteelement definiert ist, und einen 
vierten Gasraum umfasst, der durch die vierte 
reflektierende Oberfläche und das Halteelement 
definiert ist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche in der zweiten Richtung neben der 
ersten reflektierenden Oberfläche angeordnet 
ist, 
die vierte reflektierende Oberfläche in der zwei
ten Richtung neben der zweiten reflektierenden 
Oberfläche angeordnet ist, 
die dritte reflektierende Oberfläche in der ersten 
Richtung neben der vierten reflektierenden 
Oberfläche angeordnet ist, 
der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an 
einer Grenzfläche zwischen der ersten reflek
tierenden Oberfläche und der dritten reflektier
enden Oberfläche in der zweiten Richtung 
durchgängig ist, 
der zweite Gasraum mit dem vierten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche in der zweiten Rich
tung durchgängig ist.

C10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C9, 
wobei in einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der 
dritten reflektierenden Oberfläche und der vier
ten reflektierenden Oberfläche in der zweiten 
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung, 
die sich von der ersten und der zweiten Rich
tung unterscheidet.

C11. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C10, 
wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche und die 
vierte reflektierende Oberfläche kugelförmig 
sind, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung, die dritte reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der 
zweiten Richtung verbindet, und die vierte 
reflektierende Oberfläche einen Umfang mit 
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet, 
und wobei 
der umlaufende Teil mindestens einer der dritten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche bogenförmig ist und 
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einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat.

C12. Die Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C9 
oder C10, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche und die vierte reflektierende Ober
fläche in der zweiten Richtung kleiner sind als 
in der dritten Richtung, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz- Vorrichtung jeweils eine Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche und 
eine Grenzfläche zwischen der zweiten reflek
tierenden Oberfläche und der vierten reflektier
enden Oberfläche geradlinig verläuft.

D1. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 14, 
wobei 
die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche jeweils kugel
förmig sind, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung verbindet, und die zweite reflek
tierende Oberfläche einen Umfang mit einem 
umlaufenden Teil aufweist, der Bogenend
punkte in der ersten Richtung verbindet, und 
der umlaufende Teil von mindestens einer der 
ersten reflektierenden Oberfläche und der zwei
ten reflektierenden Oberfläche bogenförmig ist 
und einen zentralen Winkel von weniger als 
180° hat.

D2. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D1, 
wobei die erste reflektierende Oberfläche und 
die zweite reflektierende Oberfläche, in einer 
Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung jeweils in der ersten Richtung 
kleiner sind als in einer zweiten Richtung, die 
sich von der ersten Richtung unterscheidet, 
und wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung eine Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
geradlinig verläuft.

D3. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 14 und den Klauseln D1 und D2, fer
ner mit: einer Antennenbasis mit einer ersten 
Antennenoberfläche, die dem ersten Terahertz- 
Element in der Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung gegenüberliegt, und einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 

Reflexionsfilm definiert wird und die zweite 
reflektierende Oberfläche durch einen auf der 
zweiten Antennenoberfläche gebildeten Refle
xionsfilm definiert wird.

D4. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 14 und den Klauseln D1 und D2, fer
ner mit: einer Antennenbasis mit einer ersten 
Antennenoberfläche, die dem ersten Terahertz- 
Element in der Höhenrichtung der Terahertz- 
Vorrichtung gegenüberliegt, und einer zweiten 
Antennenoberfläche, die dem zweiten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, und 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird.

D5. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D3 und 
D4, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche und eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche umfasst, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zu der 
zweiten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die in der ersten Richtung zu 
der ersten Antennenbasis weist, und wobei 
die erste Antennenbasis neben der zweiten 
Antennenbasis angeordnet ist.

D6. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D3 bis D5, ferner mit: einem mit der Anten
nenbasis gekoppelten Halteelement, um das 
erste Terahertz-Element und das zweite Tera
hertz-Element zu halten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche und die zweite reflektierende Oberfläche 
bedeckt.

D7. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D6, 
wobei eine Trennwand in der Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele
ment steht, um die erste reflektierende Oberflä
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che von der zweiten reflektierenden Oberfläche 
zu trennen.

D8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 14 und den Klauseln D1 und D2, 
wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche neben der zweiten reflektierenden 
Oberfläche an einer Seite angeordnet ist, die 
der ersten reflektierenden Oberfläche in der ers
ten Richtung gegenüberliegt, und wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche in der ersten Richtung kleiner ist 
als in der zweiten Richtung.

D9. Terahertz-Vorrichtung nach D8, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche kugelförmig 
ist, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung verbindet, bogenförmig ist und 
einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
aufweist.

D10. Terahertz-Vorrichtung nach D8 und D9, 
wobei 
die zweite reflektierende Oberfläche kugelför
mig ist, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung verbindet, der bogenförmig ist 
und einen zentralen Winkel von weniger als 
90° hat.

D11. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D8 bis D10, wobei in einer Betrachtung in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
die zweite reflektierende Oberfläche in der ers
ten Richtung kleiner ist als in einer zweiten Rich
tung, die sich von der ersten Richtung unter
scheidet, und 
in einer Betrachtung in der der Höhenrichtung 

der Terahertz-Vorrichtung eine Grenzfläche zwi
schen der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche 
geradlinig verläuft.

D12. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D8 bis D11, ferner mit einer Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, die dem 
ersten Terahertz-Element in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, einer 
zweiten Antennenoberfläche, die dem zweiten 
Terahertz-Element in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, und 
einer dritten Antennenoberfläche, die dem drit
ten Terahertz-Element in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

D13. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D8 bis C11, ferner mit einer Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, die dem 
ersten Terahertz-Element in einer Dickenrich
tung des ersten Terahertz-Elements gegenüber
liegt, einer zweiten Antennenoberfläche, die 
dem zweiten Terahertz-Element in einer Dicken
richtung des zweiten Terahertz-Elements 
gegenüberliegt, und einer dritten Antennenober
fläche, die dem dritten Terahertz-Element in 
einer Dickenrichtung des dritten Terahertz-Ele
ments gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche wird durch 
die zweite Antennenoberfläche definiert wird, 
und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird.

D14. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D12 
oder D13, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche und eine dritte Antennenbasis 
mit einer dritten Antennenoberfläche umfasst, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur 
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zweiten Antennenbasis weist, 
in der einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennen
oberfläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der ersten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der dritten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur drit
ten Antennenbasis weist, wobei 
die erste Antennenbasis neben der zweiten 
Antennenbasis angeordnet ist, und 
die dritte Antennenbasis neben der zweiten 
Antennenbasis an einer der ersten Antennenba
sis gegenüberliegenden Seite der zweiten 
Antennenbasis angeordnet ist.

D15. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D12 bis D14, ferner mit einem mit der 
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um 
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element 
zu halten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche, die zweite reflektierende Oberfläche und 
die dritte reflektierende Oberfläche bedeckt.

D16. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D15, 
ferner mit:

einer ersten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der ersten reflektierenden Ober
fläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die erste reflektierende 
Oberfläche von der zweiten reflektierenden 
Oberfläche zu trennen; und

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober
fläche und der dritten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die zweite reflektierende 
Oberfläche von der dritten reflektierenden Ober
fläche zu trennen.

D17. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 14 und Klauseln D1 und D2, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 

um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche ist zu dem 
dritten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, wobei 
wenn eine Richtung, die die Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von 
der ersten Richtung und der zweiten Richtung 
unterscheidet, als eine dritte Richtung bezeich
net wird, und eine Richtung, die die Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet und 
sich von der ersten Richtung, der zweiten Rich
tung und der dritten Richtung unterscheidet, als 
eine vierte Richtung bezeichnet wird, in einer 
Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung die dritte reflektierende Ober
fläche benachbart zu der ersten reflektierenden 
Oberfläche in der dritten Richtung und benach
bart zu der zweiten reflektierenden Oberfläche 
in der vierten Richtung angeordnet ist, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche in mindestens einer der dritten und 
vierten Richtung kleiner als in der zweiten Rich
tung ist.

D18. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17, 
wobei das dritte Terahertz-Element zwischen 
dem ersten Terahertz-Element und dem zweiten 
Terahertz-Element in der ersten Richtung an 
einer Position angeordnet ist, die sich von dem 
ersten Terahertz-Element und dem zweiten 
Terahertz-Element in der zweiten Richtung 
unterscheidet.

D19. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17 
oder D18, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche kugelförmig 
ist, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der 
dritten Richtung verbindet, und einen umlaufen
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der 
vierten Richtung verbindet, und mindestens 
einer der umlaufenden Teile bogenförmig ist 
und einen zentralen Winkel von weniger als 
180° hat.

D20. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D17 bis D19, wobei die erste reflektierende 
Oberfläche, in einer Betrachtung in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung in der dritten 
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

D21. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D17 bis D20, wobei die zweite reflektie
rende Oberfläche in einer Betrachtung in der 
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Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung in der 
vierten Richtung kleiner ist als in der zweiten 
Richtung.

D22. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17 
oder D18, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende 
Oberfläche in der dritten Richtung kleiner ist 
als in der zweiten Richtung, und die zweite 
reflektierende Oberfläche in der vierten Rich
tung kleiner ist als in der zweiten Richtung, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzfläche 
bzw. Schnittstelle zwischen der ersten reflektier
enden Oberfläche und der dritten reflektieren
den Oberfläche und eine Grenzfläche bzw. 
Schnittstelle zwischen der zweiten reflektieren
den Oberfläche und der dritten reflektierenden 
Oberfläche geradlinig verläuft.

D23. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D17 bis D22, ferner mit einer Antennenba
sis mit einer ersten Antennenoberfläche, die 
dem ersten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, einer zweiten Antennenoberfläche, die 
dem zweiten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, und einer dritten Antennenoberfläche, die 
dem dritten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

D24. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D17 bis D22, ferner mit einer Antennenba
sis mit einer ersten Antennenoberfläche, die 
dem ersten Terahertz-Element in einer Dicken
richtung des ersten Terahertz-Elements gegen
überliegt, einer zweiten Antennenoberfläche, 
die dem zweiten Terahertz-Element in einer 
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements 
gegenüberliegt, und einer dritten Antennenober
fläche, die dem dritten Terahertz-Element in 
einer Dickenrichtung des dritten Terahertz-Ele
ments gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird, und 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird.

D25. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D12 
oder D13, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche und eine dritte Antennenbasis 
mit einer dritten Antennenoberfläche umfasst, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der ersten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur 
zweiten Antennenbasis weist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung zweite Antennenoberflä
che in der ersten Richtung gegenüberliegende 
offene Enden aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
ersten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der zweiten Antennenbasis 
überlappt, die der ersten Antennenbasis in der 
ersten Richtung zugewandt ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der zweiten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der dritten Antennenba
sis überlappt, die in der ersten Richtung zur drit
ten Antennenbasis weist, 
die erste Antennenbasis in der ersten Richtung 
neben der zweiten Antennenbasis angeordnet 
ist, 
die erste Antennenbasis in der dritten Richtung 
neben der dritten Antennenbasis angeordnet ist, 
und 
die zweite Antennenbasis in der vierten Rich
tung neben der dritten Antennenbasis angeord
net ist. 

D26. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D23 bis D25, ferner mit einem mit der 
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um 
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element 
zu halten, wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche, die zweite reflektierende Oberfläche und 
die dritte reflektierende Oberfläche bedeckt.

D27. Terahertz-Vorrichtung nach D26, ferner 
mit:

einer erste Trennwand, die in einer Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele
ment steht, um die erste reflektierende Oberflä
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che von der zweiten reflektierenden Oberfläche 
zu trennen;

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober
fläche und der dritten reflektierenden Oberflä
che und in Kontakt mit dem Halteelement 
angeordnet ist, um die zweite reflektierende 
Oberfläche von der dritten reflektierenden Ober
fläche zu trennen; und

einer dritten Trennwand, die in einer Grenzflä
che zwischen der ersten reflektierenden Ober
fläche und der dritten reflektierenden Oberflä
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem 
Halteelement steht, um die erste reflektierende 
Oberfläche von der dritten reflektierenden Ober
fläche zu trennen.

D28. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 14 und Klauseln D1 und D2, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element und ein viertes Terahertz-Element 
umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, und eine vierte reflektierende Ober
fläche, die dem vierten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, umfassen, um eine elektromag
netische Welle von dem vierten Terahertz-Ele
ment in eine Richtung zu reflektieren, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, 
die vierte reflektierende Oberfläche zu dem vier
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer vom vierten Tera
hertz-Element wegführenden Richtung vertieft 
ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung 
orthogonal zur ersten Richtung ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche neben der ersten reflektierenden 
Oberfläche in der zweiten Richtung angeordnet, 
die vierte reflektierende Oberfläche neben der 
zweiten reflektierenden Oberfläche in der zwei
ten Richtung angeordnet, und die dritte reflektie
rende Oberfläche neben der vierten reflektieren
den Oberfläche in der ersten Richtung 
angeordnet ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der drit
ten reflektierenden Oberfläche und der vierten 

reflektierenden Oberfläche in der ersten Rich
tung kleiner ist als in einer dritten Richtung, die 
sich von der ersten und der zweiten Richtung 
unterscheidet.

D29. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28, 
wobei in einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der 
dritten reflektierenden Oberfläche und der vier
ten reflektierenden Oberfläche in der zweiten 
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung, 
die sich von der ersten und der zweiten Rich
tung unterscheidet.

D30. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28 
oder D29, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche und die 
vierte reflektierende Oberfläche kugelförmig 
sind, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der 
zweiten Richtung verbindet, und die vierte 
reflektierende Oberfläche einen Umfang mit 
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet, 
und wobei 
der umlaufende Teil mindestens einer der dritten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche bogenförmig ist und 
einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat.

D31. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28 
oder D29, wobei die dritte reflektierende Ober
fläche und die vierte reflektierende Oberfläche 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung jeweils in der zweiten 
Richtung kleiner sind als in der dritten Richtung, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche und 
eine Grenzfläche zwischen der zweiten reflek
tierenden Oberfläche und der vierten reflektier
enden Oberfläche geradlinig verläuft.

D32. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D28 bis D31, ferner mit einer Antennenba
sis mit einer ersten Antennenoberfläche, die 
dem ersten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, einer zweiten Antennenoberfläche, die 
dem zweiten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, einer dritte Antennenoberfläche, die dem 
dritten Terahertz-Element in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, und 
einer vierten Antennenoberfläche, die dem vier
ten Terahertz-Element in der Höhenrichtung der 
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Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der ersten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch 
einen auf der zweiten Antennenoberfläche 
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, 
die dritte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der dritten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird, und 
die vierte reflektierende Oberfläche durch einen 
auf der vierten Antennenoberfläche gebildeten 
Reflexionsfilm definiert wird.

D33. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D28 bis D31, ferner mit einer Antennenba
sis mit einer ersten Antennenoberfläche, die 
dem ersten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, einer zweiten Antennenoberfläche, die 
dem zweiten Terahertz-Element in der Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenüber
liegt, einer dritte Antennenoberfläche, die dem 
dritten Terahertz-Element in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, und 
einer vierten Antennenoberfläche, die dem vier
ten Terahertz-Element in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung gegenüberliegt, wobei 
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist, 
die erste reflektierende Oberfläche durch die 
erste Antennenoberfläche definiert wird, 
die zweite reflektierende Oberfläche durch die 
zweite Antennenoberfläche definiert wird, 
die dritte reflektierende Oberfläche durch die 
dritte Antennenoberfläche definiert wird und 
die vierte reflektierende Oberfläche durch die 
vierte Antennenoberfläche definiert wird.

D34. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D32 
oder D33, wobei 
die Antennenbasis eine erste Antennenbasis 
mit einer ersten Antennenoberfläche, eine 
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten
nenoberfläche, eine dritte Antennenbasis mit 
einer dritten Antennenoberfläche und eine vierte 
Antennenbasis mit einer vierten Antennenober
fläche umfasst, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
zweiten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der ersten Antennenbasis 
überlappt, die der zweiten Antennenbasis in 
der ersten Richtung zugewandt ist, und die 
erste Antennenoberfläche gegenüberliegende 
offene Enden in der zweiten Richtung aufweist, 
eines der gegenüberliegenden offenen Enden, 
das sich an der dritten Antennenoberfläche 
befindet, eine Basisseitenfläche der ersten 

Antennenbasis überlappt, die der dritten Anten
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober
fläche in der ersten Richtung gegenüberlie
gende offene Enden aufweist und eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der ersten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der ersten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist und, in 
einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
zweiten Richtung aufweist, wobei eines der 
gegenüberliegenden offenen Enden, das sich 
an der vierten Antennenoberfläche befindet, 
eine Basisseitenfläche der zweiten Antennen
basis überlappt, die der vierten Antennenbasis 
in der ersten Richtung zugewandt ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
vierten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der dritten Antennenbasis 
überlappt, die der vierten Antennenbasis in der 
ersten Richtung zugewandt ist, und die dritte 
Antennenoberfläche gegenüberliegende offene 
Enden in der zweiten Richtung aufweist und 
eines der gegenüberliegenden offenen Enden, 
das sich an der ersten Antennenoberfläche 
befindet, eine Basisseitenfläche der dritten 
Antennenbasis überlappt, die der ersten Anten
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die vierte Antennenober
fläche gegenüberliegende offene Enden in der 
ersten Richtung aufweist und eines der gegen
überliegenden offenen Enden, das sich an der 
dritten Antennenoberfläche befindet, eine 
Basisseitenfläche der vierten Antennenbasis 
überlappt, die der dritten Antennenbasis in der 
ersten Richtung zugewandt ist, und die vierte 
Antennenoberfläche gegenüberliegende offene 
Enden in der zweiten Richtung aufweist und 
eines der gegenüberliegenden offenen Enden, 
das sich an der zweiten Antennenoberfläche 
befindet, eine Basisseitenfläche der vierten 
Antennenbasis überlappt, die der zweiten 
Antennenbasis in der zweiten Richtung zuge
wandt ist, wobei 
in der ersten Richtung die erste Antennenbasis 
mit der zweiten Antennenbasis in Kontakt ist 
und die dritte Antennenbasis mit der vierten 
Antennenbasis in Kontakt ist, und 
in der zweiten Richtung die erste Antennenbasis 
in Kontakt mit der dritten Antennenbasis ist und 
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die zweite Antennenbasis ist in Kontakt mit der 
vierten Antennenbasis ist.

D35. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau
seln D32 bis D34, ferner mit einem mit der 
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um 
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera
hertz-Element, das dritte Terahertz-Element 
und das vierte Terahertz-Element zu halten, 
wobei 
das Halteelement die erste reflektierende Ober
fläche, die zweite reflektierende Oberfläche, die 
dritte reflektierende Oberfläche und die vierte 
reflektierende Oberfläche bedeckt.

D36. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D35, 
wobei 
eine erste Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und in Kontakt mit dem Halteelement angeord
net ist, um die erste reflektierende Oberfläche 
von der zweiten reflektierenden Oberfläche zu 
trennen, 
eine zweite Trennwand in einer Grenzfläche 
zwischen der ersten reflektierenden Oberfläche 
und der dritten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet 
ist, um die erste reflektierende Oberfläche von 
der dritten reflektierenden Oberfläche zu tren
nen, 
eine dritte Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der zweiten reflektierenden Oberfläche 
und der vierten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist, 
um die zweite reflektierende Oberfläche von der 
vierten reflektierenden Oberfläche zu trennen, 
und 
eine vierte Trennwand in einer Grenzfläche zwi
schen der dritten reflektierenden Oberfläche 
und der vierten reflektierenden Oberfläche und 
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist, 
um die dritte reflektierende Oberfläche von der 
vierten reflektierenden Oberfläche zu trennen.

D37. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera
hertz-Element und einem zweiten Terahertz- 
Element, um eine elektromagnetische Welle zu 
erzeugen; und

einem Halteelement, das das erste Terahertz- 
Element und das zweite Terahertz-Element 
stützt;

einem Gasraum, der ein Gas umfasst;

reflektierenden Oberflächen mit einer ersten 
reflektierenden Oberfläche und einer zweiten 
reflektierenden Oberfläche, wobei die erste 
reflektierende Oberfläche dem ersten Tera
hertz-Element durch den Gasraum in einer 
Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements 

gegenüberliegt, um eine elektromagnetische 
Welle von dem ersten Terahertz-Element in 
eine Richtung zu reflektieren, und die zweite 
reflektierende Oberfläche dem zweiten Tera
hertz-Element durch den Gasraum in einer 
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements 
gegenüberliegt, um eine elektromagnetische 
Welle von dem zweiten Terahertz-Element in 
eine Richtung zu reflektieren, wobei

die erste reflektierende Oberfläche zu dem ers
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem ersten 
Terahertz-Element wegführende Richtung ver
tieft ist,

die zweite reflektierende Oberfläche zu dem 
zweiten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt, dass sie in einer von dem zweiten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich
tung jedes der Terahertz-Elemente als Höhen
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet 
wird, die erste reflektierende Oberfläche und 
die zweite reflektierende Oberfläche nebenei
nander in einer ersten Richtung angeordnet 
sind, die die Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung schneidet,

der Gasraum einen ersten Gasraum, der durch 
die erste reflektierende Oberfläche und das Hal
teelement definiert ist, und einen zweiten Gas
raum, der durch die zweite reflektierende Ober
fläche und das Halteelement definiert ist, 
umfasst, und

der erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der zweiten 
reflektierenden Oberfläche in der ersten Rich
tung durchgängig ist.

[0716] In dieser Struktur bzw. diesem Aufbau 
umfasst die Terahertz-Vorrichtung mehrere Tera
hertz-Elemente. Wenn die Terahertz-Vorrichtung als 
Lichtquelle verwendet wird, die so ausgestaltet ist, 
dass sie eine elektromagnetische Welle mit einer 
Frequenz im Terahertz-Band ausgibt, gibt die Licht
quelle daher eine hohe Leistung ab. Außerdem sind 
die erste reflektierende Oberfläche und die zweite 
reflektierende Oberfläche so ausgebildet, dass der 
erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum in der ers
ten Richtung durchgehend ist. Dadurch verringert 
sich der Abstand zwischen der ersten reflektierenden 
Oberfläche und der zweiten reflektierenden Oberflä
che in der ersten Richtung. Dementsprechend verrin
gert sich der Abstand zwischen dem ersten Tera
hertz-Element und dem zweiten Terahertz-Element, 
die in der ersten Richtung benachbart sind. Dadurch 
wird eine Lücke in der ersten Richtung zwischen den 
elektromagnetischen Wellen, die in einer Richtung 
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von den Terahertz-Elementen durch die reflektieren
den Oberflächen abgestrahlt werden, beseitigt oder 
verkleinert. Dadurch werden die elektromagneti
schen Wellen von der Terahertz-Vorrichtung gleich
mäßig in die erste Richtung abgestrahlt.

D38. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37, 
wobei 
die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche jeweils kugel
förmig sind, und 
in einer Querschnittsansicht der reflektierenden 
Oberflächen, die entlang einer Ebene geschnit
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch 
einen Mittelpunkt der ersten reflektierenden 
Oberfläche erstreckt, die erste reflektierende 
Oberfläche einen bogenförmigen Teil umfasst, 
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver
bindet und einen zentralen Winkel von weniger 
als 180° hat, und die zweite reflektierende Ober
fläche einen bogenförmigen Teil umfasst, der 
Bogenendpunkte in der ersten Richtung verbin
det und einen zentralen Winkel von weniger als 
180° hat.

D39. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37 
oder D38, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element, das von dem Halteelement gehalten 
wird, umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer vom dritten Tera
hertz-Element wegführenden Richtung vertieft 
ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche neben der zweiten reflektierenden 
Oberfläche in der ersten Richtung auf einer 
Seite angeordnet ist, die der zweiten reflektier
enden Oberfläche und der ersten reflektieren
den Oberfläche gegenüberliegt, 
der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst, 
der durch die dritte reflektierende Oberfläche 
und das Halteelement definiert ist, und 
der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum 
an einer Grenzfläche zwischen der zweiten 
reflektierenden Oberfläche und der dritten 
reflektierenden Oberfläche in der ersten Rich
tung durchgängig ist.

D40. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D39, 
wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche ist kugelför

mig ist, 
in einer Querschnittsansicht der reflektierenden 
Oberflächen, die entlang einer Ebene geschnit
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch 
einen Mittelpunkt der dritten reflektierenden 
Oberfläche erstreckt, die dritte reflektierende 
Oberfläche einen bogenförmigen Teil umfasst, 
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver
bindet und einen zentralen Winkel von weniger 
als 180° hat.

D41. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D39, 
wobei von der Höhe der Terahertz-Vorrichtung 
aus betrachtet, die Grenzfläche zwischen der 
zweiten reflektierenden Oberfläche und der drit
ten reflektierenden Oberfläche geradlinig ver
läuft.

D42. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37 
oder D38, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element, das von dem Halteelement gehalten 
wird, umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, wobei 
wenn eine Richtung, die die Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von 
der ersten Richtung und der zweiten Richtung 
unterscheidet, als eine dritte Richtung bezeich
net wird, und eine Richtung, die die Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet und 
sich von der ersten Richtung, der zweiten Rich
tung und der dritten Richtung unterscheidet, als 
eine vierte Richtung bezeichnet wird, in einer 
Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung die dritte reflektierende Ober
fläche benachbart zu der ersten reflektierenden 
Oberfläche in der dritten Richtung und benach
bart zu der zweiten reflektierenden Oberfläche 
in der vierten Richtung angeordnet ist, 
der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst, 
der durch die dritte reflektierende Oberfläche 
und das Rückhalteelement definiert ist, und 
der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an 
einer Grenzfläche zwischen der ersten reflek
tierenden Oberfläche und der dritten reflektier
enden Oberfläche in der dritten Richtung durch
gängig ist, und der zweite Gasraum mit dem 
dritten Gasraum an einer Schnittstelle zwischen 
der zweiten reflektierenden Oberfläche und der 
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dritten reflektierenden Oberfläche in der vierten 
Richtung durchgängig ist.

D43. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D42, 
wobei 
das dritte Terahertz-Element an einer Position 
angeordnet ist, die gegenüber dem ersten Tera
hertz-Element und dem zweiten Terahertz-Ele
ment in der zweiten Richtung verschoben ist 
und, in einer Betrachtung in der zweiten Rich
tung das erste Terahertz-Element und das 
zweite Terahertz-Element überlappt.

D44. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D42 
oder D43, wobei in einer Betrachtung in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
sowohl die Grenzfläche zwischen der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der dritten 
reflektierenden Oberfläche als auch die Grenz
fläche zwischen der zweiten reflektierenden 
Oberfläche und der dritten reflektierenden Ober
fläche geradlinig verläuft.

D45. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37 
oder D38, wobei 
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz- 
Element und ein viertes Terahertz-Element 
umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte 
reflektierende Oberfläche, die dem dritten Tera
hertz-Element in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung gegenüberliegt, umfassen, 
um eine elektromagnetische Welle von dem drit
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu 
reflektieren, und eine vierte reflektierende Ober
fläche, die dem vierten Terahertz-Element in der 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
gegenüberliegt, umfassen, um eine elektromag
netische Welle von dem vierten Terahertz-Ele
ment in eine Richtung zu reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem drit
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, 
die vierte reflektierende Oberfläche zu dem vier
ten Terahertz-Element hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem vierten 
Terahertz-Element wegführenden Richtung ver
tieft ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung 
orthogonal zu der ersten Richtung ist, 
der Gasraum einen dritten Gasraum, der durch 
die dritte reflektierende Oberfläche und das Hal
teelement definiert ist, und einen vierten Gas
raum, der durch die vierte reflektierende Ober
fläche und das Halteelement definiert ist, 
umfasst, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche benachbart zu der ersten reflektier

enden Oberfläche in der zweiten Richtung ange
ordnet ist, die vierte reflektierende Oberfläche 
benachbart zu der zweiten reflektierenden 
Oberfläche in der zweiten Richtung angeordnet 
ist, die dritte reflektierende Oberfläche benach
bart zu der vierten reflektierenden Oberfläche in 
der ersten Richtung angeordnet ist, der erste 
Gasraum mit dem dritten Gasraum an einer 
Grenzfläche zwischen der ersten reflektieren
den Oberfläche und der dritten reflektierenden 
Oberfläche in der zweiten Richtung durchge
hend ist, und der zweite Gasraum mit dem vier
ten Gasraum an einer Grenzfläche zwischen der 
zweiten reflektierenden Oberfläche und der vier
ten reflektierenden Oberfläche in der zweiten 
Richtung durchgehend ist.

D46. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45, 
wobei in einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der 
dritten reflektierenden Oberfläche und der vier
ten reflektierenden Oberfläche in der zweiten 
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung, 
die sich von der ersten Richtung und der zwei
ten Richtung unterscheidet.

D47. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45 
oder D46, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche und die 
vierte reflektierende Oberfläche kugelförmig 
sind, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufen
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der 
zweiten Richtung verbindet, und die vierte 
reflektierende Oberfläche einen Umfang mit 
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet, 
und 
der umlaufende Teil mindestens einer der dritten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche bogenförmig ist und 
einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat.

D48. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45 
oder D46, wobei 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende 
Oberfläche und die vierte reflektierende Ober
fläche jeweils in der zweiten Richtung kleiner 
als in der dritten Richtung ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzfläche 
bzw. Schnittstelle zwischen der ersten reflektier
enden Oberfläche und der dritten reflektieren
den Oberfläche und eine Grenzfläche bzw. 
Schnittstelle zwischen der zweiten reflektieren
den Oberfläche und der vierten reflektierenden 
Oberfläche geradlinig verläuft.
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E1. Terahertz-Vorrichtung mit einem Halteele
ment, das Terahertz-Elemente hält, wobei das 
Halteelement leitende Abschnitte aufweist, die 
jeweils elektrisch mit den Terahertz-Elementen 
verbunden sind.

E2. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E1, 
wobei 
jedes der Terahertz-Elemente ein Pad umfasst, 
jeder der leitenden Abschnitte ein Element- 
Gegenstück, das dem Pad in einer Dickenrich
tung der Terahertz-Elemente gegenüberliegt, 
und einen Höcker aufweist, der zwischen dem 
Pad und dem Element-Gegenstück angeordnet 
ist, und 
jedes der Terahertz-Elemente über den Höcker 
auf das Element-Gegenstück flipchip-montiert 
ist.

E3. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E1 oder 
E2, wobei 
jeder der leitenden Abschnitte einen ersten lei
tenden Abschnitt und einen zweiten leitenden 
Abschnitt umfasst, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung der erste leitende 
Abschnitt und der zweite leitende Abschnitt in 
der ersten Richtung nebeneinander angeordnet 
sind und sich in der zweiten Richtung zu einer 
Seite der Terahertz-Elemente erstrecken.

E4. Terahertz- Vorrichtung, wobei 
die Terahertz-Elemente ein erstes Terahertz- 
Element, ein zweites Terahertz-Element und 
ein drittes Terahertz-Element umfassen, wobei 
wenn eine Richtung parallel zu einer Dickenrich
tung des Terahertz-Elements als die Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet wird, 
die Terahertz-Vorrichtung reflektierende Ober
flächen einschließlich einer ersten reflektieren
den Oberfläche gegenüber dem ersten Tera
hertz-Element, einer zweiten reflektierenden 
Oberfläche gegenüber dem zweiten Terahertz- 
Element und einer dritten reflektierenden Ober
fläche gegenüber dem dritten Terahertz-Ele
ment in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung umfassen, 
die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche nebeneinan
der in einer ersten Richtung angeordnet sind, 
die die Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
schneidet, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende 
Oberfläche und die dritte reflektierende Oberflä
che in einer dritten Richtung nebeneinander 
angeordnet sind, die die Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von 
der ersten Richtung unterscheidet, 
die zweite reflektierende Oberfläche und die 
dritte reflektierende Oberfläche in einer Betrach
tung in der der Höhenrichtung der Terahertz- 

Vorrichtung in einer vierten Richtung nebenei
nander angeordnet sind, die die Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich 
von der ersten Richtung und der dritten Rich
tung unterscheidet, 
das Halteelement leitende Abschnitte umfasst, 
wobei jeder leitende Abschnitt jeweils elektrisch 
mit den Terahertz-Elementen verbunden ist, 
jeder der leitenden Abschnitte einen ersten lei
tenden Abschnitt und einen zweiten leitenden 
Abschnitt umfasst, und 
ein erster leitender Abschnitt und ein zweiter lei
tender Abschnitt, die mit dem dritten Terahertz- 
Element verbunden sind, so angeordnet sind, 
dass sie eine Grenzfläche zwischen der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der zweiten 
reflektierenden Oberfläche, in einer Betrachtung 
in der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung, 
überlappen.

E5. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, ferner mit Elektroden zur 
elektrischen Verbindung mit einer externen Vor
richtung, bei welcher in einer Betrachtung in der 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
die Elektroden so angeordnet sind, dass sie 
die reflektierenden Oberflächen nicht überlap
pen.

E6. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, wobei in einer Betrachtung 
in der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
die reflektierenden Oberflächen größer sind als 
die Terahertz-Elemente.

E7. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, mit einem Halteelement, 
das die Terahertz-Elemente hält, wobei

das Halteelement aus einem dielektrischen 
Material besteht, um die Terahertz-Elemente 
zu umgeben.

E8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, wobei die reflektierenden 
Oberflächen elektrisch isoliert sind.

E9. Terahertz-Vorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, ferner mit Schutzdioden, 
die separat parallel zu den Terahertz-Elementen 
geschaltet sind.

E10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E9, 
wobei die Schutzdioden einer Betrachtung in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
so angeordnet sind, dass sie die reflektierenden 
Oberflächen nicht überlappen.

BEZUGSZEICHENLISTE

10 Terahertz-Vorrichtung
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20, 20A bis 20I Terahertz-Element 
(erstes bis viertes 
Terahertz-Element)

50 Dielektrikum (Halteele
ment)

70 Antennenbasis

70A bis 70I separate Antennenba
sis

81, 81A bis 81I Antennenoberfläche

82, 82A bis 82I Reflexionsfilm

92 Gasraum

191 erste Trennwand

192 zweite Trennwand

193 dritte Trennwand

P2 Mittelpunkt

Patentansprüche

1. Terahertz-Vorrichtung (10) mit: 
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Tera
hertz-Element (20A) und einem zweiten Terahertz- 
Element (20B), die so ausgestaltet sind, dass sie 
eine elektromagnetische Welle empfangen; und 
reflektierenden Oberflächen mit einer ersten reflek
tierenden Oberfläche und einer zweiten reflektieren
den Oberfläche, wobei die erste reflektierende 
Oberfläche dem ersten Terahertz-Element (20A) in 
einer Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements 
(20A) gegenüberliegt, um eine einfallende elektro
magnetische Welle in Richtung des ersten Tera
hertz-Elements (20A) zu reflektieren, und die zweite 
reflektierende Oberfläche dem zweiten Terahertz- 
Element (20B) in einer Dickenrichtung des zweiten 
Terahertz-Elements (20B) gegenüberliegt, um eine 
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung 
des zweiten Terahertz-Elements (20B) zu reflektie
ren, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche zu dem ersten 
Terahertz-Element (20A) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in eine von dem ersten Tera
hertz-Element (20A) wegführende Richtung vertieft 
ist, 
die zweite reflektierende Oberfläche zu dem zweiten 
Terahertz-Element (20B) hin geöffnet und so 
gekrümmt, dass sie in einer von dem zweiten Tera
hertz-Element (20B) wegführenden Richtung vertieft 
ist, wobei 
wenn eine Richtung parallel zur Dickenrichtung 
jedes der Terahertz-Elemente (20) als Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) bezeichnet 
wird, die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche nebeneinander in 
einer ersten Richtung angeordnet sind, die die 
Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung (10) 
schneidet, und 

in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der zweiten reflek
tierenden Oberfläche in der ersten Richtung kleiner 
ist als in einer zweiten Richtung, die orthogonal zu 
der ersten Richtung verläuft.

2. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, 
wobei die erste reflektierende Oberfläche und die 
zweite reflektierende Oberfläche jeweils kugelförmig 
sind, und in einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung (10) die erste reflektie
rende Oberfläche einen Umfang mit einem umlauf
enden Teils aufweist, der Bogenendpunkte in der 
ersten Richtung verbindet, die zweite reflektierende 
Oberfläche einen Umfang mit einem umlaufenden 
Teils aufweist, der Bogenendpunkte in der ersten 
Richtung verbindet, und der umlaufende Teil von 
mindestens einer der ersten reflektierenden Oberflä
che und der zweiten reflektierenden Oberfläche 
bogenförmig ist und einen zentralen Winkel von 
weniger als 180° aufweist.

3. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 
oder 2, wobei 
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz- 
Element (20C) umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte reflektie
rende Oberfläche, die dem dritten Terahertz-Ele
ment (20C) in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung (10) gegenüberliegt, umfassen, um eine 
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung 
des dritten Terahertz-Elements (10) zu reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem dritten 
Terahertz-Element (20C) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera
hertz-Element (20C) wegführenden Richtung vertieft 
ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche neben der zweiten reflektierenden Oberfläche 
an einer Seite angeordnet ist, die der ersten reflek
tierenden Oberfläche in der ersten Richtung gegen
überliegt, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche in der ersten Richtung kleiner ist als in der 
zweiten Richtung.

4. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 3, 
wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche kugelförmig ist, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche einen Umfang mit einem umlaufenden Teil 
aufweist, der Bogenendpunkte in der ersten Rich
tung verbindet, und der umlaufende Teil bogenför
mig ist und einen zentralen Winkel von weniger als 
180° hat.
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5. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 3 
oder 4, wobei 
die zweite reflektierende Oberfläche kugelförmig ist, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung die zweite reflektierende Oberflä
che einen Umfang mit einem umlaufenden Teil auf
weist, der Bogenendpunkte in der ersten Richtung 
verbindet, und der umlaufende Teil bogenförmig ist 
und einen zentralen Winkel von weniger als 90° hat.

6. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 
oder 2, wobei 
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz- 
Element (20C) umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte reflektie
rende Oberfläche, die dem dritten Terahertz-Ele
ment (20C) in der Höhenrichtung der Terahertz-Vor
richtung (10) gegenüberliegt, umfassen, um eine 
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung 
des dritten Terahertz-Elements (20C) zu reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem dritten 
Terahertz-Element (20C) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera
hertz-Element (20C) wegführenden Richtung vertieft 
ist, wobei 
wenn eine Richtung, die die Höhenrichtung der 
Terahertz-Vorrichtung (10) schneidet und sich von 
der ersten Richtung und der zweiten Richtung unter
scheidet, als eine dritte Richtung bezeichnet wird, 
und eine Richtung, die die Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) schneidet und sich von der 
ersten Richtung, der zweiten Richtung und der drit
ten Richtung unterscheidet, als eine vierte Richtung 
bezeichnet wird, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche in der dritten Richtung neben der ersten 
reflektierenden Oberfläche und in der vierten Rich
tung neben der zweiten reflektierenden Oberfläche 
angeordnet ist, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche in mindestens einer der dritten und vierten 
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

7. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, 
wobei das dritte Terahertz-Element (20C) zwischen 
dem ersten Terahertz-Element (20A) und dem zwei
ten Terahertz-Element (20B) in der ersten Richtung 
an einer Position angeordnet ist, die sich von dem 
ersten Terahertz-Element (20A) und dem zweiten 
Terahertz-Element (20B) in der zweiten Richtung 
unterscheidet.

8. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 6 
oder 7, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche kugelförmig ist, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera

hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche einen Umfang mit einem umlaufenden Teil 
aufweist, der Bogenendpunkte in der dritten Rich
tung verbindet, und einem umlaufenden Teil, der 
Bogenendpunkte in der vierten Richtung verbindet, 
und mindestens einer der umlaufenden Teile bogen
förmig ist und einen zentralen Winkel von weniger 
als 180° hat.

9. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der 
Ansprüche 6 bis 8, wobei in einer Betrachtung in 
der Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung (10) 
die erste reflektierende Oberfläche in der dritten 
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

10. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der 
Ansprüche 6 bis 9, wobei die zweite reflektierende 
Oberfläche in einer Betrachtung in der Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) in der vierten 
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

11. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 
oder 2, wobei 
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz- 
Element (20C) und ein viertes Terahertz-Element 
(20D) umfassen, 
die reflektierenden Oberflächen eine dritte reflektie
rende Oberfläche, die dem dritten Terahertz-Ele
ment (20C) in einer Dickenrichtung des dritten Tera
hertz-Elements (20C) gegenüberliegt, umfasst, um 
eine einfallende elektromagnetische Welle zu dem 
dritten Terahertz-Element (20C) zu reflektieren, und 
eine vierte reflektierende Oberfläche, die dem vier
ten Terahertz-Element (20D) in einer Dickenrichtung 
des vierten Terahertz-Elements (20D) gegenüber
liegt, umfasst, um eine einfallende elektromagneti
sche Welle zu dem vierten Terahertz-Element 
(20D) zu reflektieren, 
die dritte reflektierende Oberfläche zu dem dritten 
Terahertz-Element (20C) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera
hertz-Element (20C) wegführenden Richtung vertieft 
ist, 
die vierte reflektierende Oberfläche zu dem vierten 
Terahertz-Element (20D) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in einer von dem vierten 
Terahertz-Element (20D) wegführenden Richtung 
vertieft ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die zweite Richtung orthogo
nal zu der ersten Richtung ist, 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die erste reflektierende Ober
fläche und die dritte reflektierende Oberfläche in der 
zweiten Richtung nebeneinander angeordnet sind, 
die zweite reflektierende Oberfläche und die vierte 
reflektierende Oberfläche in der zweiten Richtung 
nebeneinander angeordnet sind und die dritte reflek
tierende Oberfläche und die vierte reflektierende 
Oberfläche in der ersten Richtung nebeneinander 
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angeordnet sind, und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der dritten 
reflektierenden Oberfläche und der vierten reflektier
enden Oberfläche in der ersten Richtung kleiner ist 
als in einer dritten Richtung, die sich von der ersten 
Richtung und der zweiten Richtung unterscheidet.

12. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 
11, wobei in einer Betrachtung in der Höhenrichtung 
der Terahertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der 
dritten reflektierenden Oberfläche und der vierten 
reflektierenden Oberfläche in der zweiten Richtung 
kleiner ist als in einer dritten Richtung, die sich von 
der ersten und der zweiten Richtung unterscheidet.

13. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 11 
oder 12, wobei 
die dritte reflektierende Oberfläche und die vierte 
reflektierende Oberfläche jeweils kugelförmig sind, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober
fläche einen Umfang mit einem umlaufenden Teil 
aufweist, der Bogenendpunkte in der zweiten Rich
tung verbindet, die vierte reflektierende Oberfläche 
einen Umfang mit einem umlaufenden Teil aufweist, 
der Bogenendpunkte in der zweiten Richtung ver
bindet, und der umlaufende Teil von mindestens 
einer der dritten reflektierenden Oberfläche und der 
vierten reflektierenden Oberfläche bogenförmig ist 
und einen zentralen Winkel von weniger als 180° 
hat.

14. Terahertz-Vorrichtung (10) mit: 
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Tera
hertz-Element (20A) und einem zweiten Terahertz- 
Element (20B), die so ausgestaltet sind, dass sie 
eine elektromagnetische Welle erzeugen; und 
reflektierenden Oberflächen mit einer ersten reflek
tierenden Oberfläche und einer zweiten reflektieren
den Oberfläche, wobei die erste reflektierende 
Oberfläche dem ersten Terahertz-Element (20A) in 
einer Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements 
(20A) gegenüberliegt, um die von dem ersten Tera
hertz-Element (20A) erzeugte elektromagnetische 
Welle in eine Richtung zu reflektieren, und die 
zweite reflektierende Oberfläche dem zweiten Tera
hertz-Element (20B) in einer Dickenrichtung des 
zweiten Terahertz-Elements (20B) gegenüberliegt, 
um die von dem zweiten Terahertz-Element (20B) 
erzeugte elektromagnetische Welle in eine Richtung 
zu reflektieren, wobei 
die erste reflektierende Oberfläche zu dem ersten 
Terahertz-Element (20A) hin geöffnet und so 
gekrümmt ist, dass sie in eine von dem ersten Tera
hertz-Element (20A) wegführende Richtung vertieft 
ist, 
die zweite reflektierende Oberfläche zu dem zweiten 
Terahertz-Element (20B) hin geöffnet und so 

gekrümmt ist, dass sie in einer von dem zweiten 
Terahertz-Element (20B) wegführenden Richtung 
vertieft ist, wobei 
wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrichtung 
jedes der Terahertz-Elemente (20) als Höhenrich
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) bezeichnet wird, 
die erste reflektierende Oberfläche und die zweite 
reflektierende Oberfläche in einer ersten Richtung, 
die die Höhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 
(10) schneidet, nebeneinander angeordnet sind, 
und 
in einer Betrachtung in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten 
reflektierenden Oberfläche und der zweiten reflek
tierenden Oberfläche in der ersten Richtung kleiner 
ist als in einer zweiten Richtung, die orthogonal zu 
der ersten Richtung verläuft.

15. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 14, ferner mit einer Antennenbasis 
(70) mit Antennenoberflächen (81), die den Tera
hertz-Elementen (20) in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) jeweils gegenüberliegen, 
wobei die reflektierenden Oberflächen jeweils auf 
den Antennenoberflächen (81) ausgebildete Refle
xionsfilme (82) umfassen.

16. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 14, ferner mit einer Antennenbasis 
(70) mit Antennenoberflächen, die den Terahertz- 
Elementen (20) in der Höhenrichtung der Tera
hertz-Vorrichtung (10) jeweils gegenüberliegen, 
wobei 
die Antennenbasis (70) aus Metall gebildet ist, und 
die reflektierenden Oberflächen Antennenoberflä
chen (81) umfassen.

17. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 15 
oder 16, ferner mit einem Halteelement (50), das mit 
der Antennenbasis (70) gekoppelt ist und die Tera
hertz-Elemente (20) hält, wobei das Halteelement 
(50) die reflektierenden Oberflächen bedeckt.

18. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 
17, wobei eine Trennwand (191, 192, 193) in einer 
Grenzfläche zwischen benachbarten der reflektier
enden Oberflächen und in Kontakt mit dem Halteele
ment (50) angeordnet ist, um die benachbarten der 
reflektierenden Oberflächen voneinander zu tren
nen.

Es folgen 72 Seiten Zeichnungen

108/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



Anhängende Zeichnungen

109/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



110/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



111/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



112/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



113/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



114/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



115/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



116/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



117/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



118/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



119/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



120/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



121/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



122/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



123/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



124/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



125/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



126/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



127/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



128/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



129/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



130/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



131/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



132/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



133/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



134/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



135/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



136/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



137/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



138/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



139/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



140/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



141/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



142/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



143/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



144/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



145/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



146/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



147/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



148/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



149/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



150/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



151/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



152/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



153/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



154/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



155/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



156/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



157/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



158/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



159/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



160/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



161/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



162/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



163/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



164/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



165/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



166/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



167/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



168/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



169/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



170/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



171/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



172/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



173/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



174/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



175/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



176/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



177/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



178/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



179/180

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06



180/180 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.

DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

